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% ITWG ORI, & DO EAf 23 B O B J@ A% BB B P LS RS CTnDd, 7o & 20, BriRsE T
A % (Emerging Research Devices) ® XD & W) 72 F8703 A B2 £ it 40 By Tl WFERE B b0 &0
FRBBY T IAYRENOOSIMERIVZ VN, T2 i (T b R avwx VY7574 Blik)
IZB WL, EE M E 7 I7A4Y0bOSME R E KL T, Y7 T4 NEDOBMEELFEID KEWA,
ZHUE EAREOFEMHIESRICOW TR RELERH LML TH D,

ITRS 2011 FERRIERICHT-> T, HHRL LD ITRS £#4 3 [HIBAEL-, RV DR Y # L(ESIA F
f# . Infineon 23RN, KEOY 7T 2a(SIA L. SEMATECH A3 #f#%. SEMI/North America
23 3L4R), #EE 1)1 (KSIA & Samsung 23 [F T EME - ARANTITONTRETHDH, ZTNHLDOEFHITEA
ITWG A OFESC, 8725 ITWG MR RED T+ —TF LD L7r-7-, JINZ T, ITRS TIL4E 2
[l ABHOTITRS 2 77 L A | EBEL lefi O — R~y 7 ONFEZFRTHEEHIT, LW FIFH O
BRERNOEASHEREIEL, 74—y 7F 51512 TW5D,

ITRS [ ZHBFEUETSN TS, BEFITITREDUET B EZ1T o728 53 & EThi (Update) 238171 T
19 (2000 4, 2002 4, 2004 4, 2006 4=, 2008 4=, 2010 ) | AFFAFITIE 2T ET IR (Revision) %%
fTL TV A(2001 4F, 2003 45, 2005 4F, 2007 4., 2009 4E, 2011 4F), 2 ITRS D7 v R 2LV, #iz 3
NERPE R OB IR ., BRI ERICH LT B AA M To TS, £7-. ITRS {ERE DR TIL#
ALY —IZITRS O TR EE AR DA & 72 D AT OB FE 7 L — 7 2 — LD ST > T D,

a—R<v 7D PN% (ROADMAP CONTENT)

ITRS &, [ 5058 EARM THIFRIFE N LA SN DI T A0, HITIEREZH SN0,
ERINDREHEDOT BAA NMAT-o TS, BEIZTEARYEENRLDOLL, RO TRIBIL, B
Fp TG A—Z ORI PIEL DN DI LTz, BTG T ., B &AL, OB T O ERE#H
L. AL 92Xz L7z,

SHIZ, ITRS Tl il 2 O HEMEIZH L T, ZOMAESHEZRFTOBTERL TS,

A2 PE R REZR IR SR DN 81 | Fcli A A3 HEAT T
(Manufacturable solutions exist, and are being
optimized)

A PE RTREZRRIR R S 5 TN D
(Manufacturable solutions are known)
EERRERERHONTND |o

(Interim solutions are known)
A PE TR MR R N D TR
(Manufacturable solutions are NOT known)

OO T AEFERTREZR RN HV | B AL S ESTH | EWDIRPUET B TRENTH T, T B EIXBAER A
TEDLHMOLE B I L > TR ATHE T, IAMNYITHMEREAIICH A FE AT RER K HEIZH D | 2B /RL TN D,
2 ZHDOIE | TRENIIRBILT BAEZEROT-DIIIERLB BB LB THDLN ., TOMRRIKIZT TIZ
SN 72> T TC, M FITAERRMRICEICE I I K TEARGE N E R TEDLEMHERFL WD T L%
RLTWS, 3 FH O RIS TS | EWRIRBLIE, TBE DR RIZITRE R K N -
THAEERBNENDIZEITRWN FIHICB W TIRA B OELEER N S, 7otk 2 H# ., A8
Fora) b AEREMN RS OB CAEMERELO A ED LTI OB OWENIFIND | 28
ZRLTND, 4 ZFHORDWITIE =R~y 7 O EROR TILIR ) TSI T T, ITRS fRENLE
Fol2ZAMD, TRV ELOEE (Red Brick Wall) | (BAf%, BT D& XX THATOEE | L3R T 5) EMEE
NTELOTHD, ZORIFe—RFR~y 7O ETARIC, HFERMONDED T L —7 A —%ZFERL
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VG EIIIINETOESPEIEL TLE JEO R WVBREDNH L L2 FIRLEEL TS, —i6

DOu—Rwy T DORFINZESTIRIN, BEE XY AT 4 TR TF YL Va5 B amuic i

f_LTb\fxb\%/\bxa‘botL Flz, v — Ry BT E TR TN R EBICEDED
WD IERETmELHD, L, ZRHITENTH S,

Hﬂ 1L ITRS OFEHF T, PEREMT O LB L8R AT b2k 2 LT, T4EFE R (LHES T
5i9f£)f£ﬁ¢7b>%ﬂﬁghfb\f£bwk;é%ﬂ‘ﬁ“ﬁ_ Wb iLD, TR CARENTZEAEIZRD 2 DD J173Y
IZFETED,

1. EBNDAEEMEDRH DY, BEMITIXEDOEITZERIND, LU Y8R EEIIBEREIN TS
fER RIS L CRENFF TRV TG,

2. ZFOMEITERRI N2, (T2EX T ED TEERER | N AEFEN TEOBMEN A I/250, 203
MHRNEIELTLED, )

BT IVORTERINTZEMEZZER T D20, FERICBTDLDT7T L — AV —RUETHDH, =
DTV —IZ ) —W 7 2 T8 (BRI TGS AR IR N O TS ) ITZ % L ITRS OfF kiR T
TR B ) CERIXTAEFERTRER A DY | Fed L DN EITH ) ITE X DT EITRDT2A9,

M2 (Overview) ] DEI TR L7ZE91Z, ITRS n—R~y 7 (3 A—=T OIERIELIZIED DO L U RE#E
%ﬁ“%ﬁ‘:zﬁ)c:%%ﬁ&ig@bfﬁszﬁm’aﬁaﬁ%%%&Lﬂ\ém&u@ﬂ?ﬁffﬁh IZZSTEEDLNTZHLDOT
BD, ZHONIDIT T, TA—T DIEAIZ kT H7-20121%, EORFFES B IE S A2 STEDH_ENITON

Eﬁ% WTWT, THEF Tl 2 EIRL T b 7”( 7w, BRI R EEATIRE A T2 80Ok
> T, OTRC (R — R~ 7 HiTF5#E, Overall Roadmap Technology Characteristics) 7 — A&
@v«/m&maﬁ%—-x%aﬁznm TN, BEOH —ENHT-ODOIm R RS EZTED TWD, &L
LD BEFEIE OTRC OFRICELEDHILTND, ZAUTAD e EB S AITIE, Tk E VBRI ik
DR B V REHERF L2 T 72520 E DR E HIERIZ I I S<b D TH D,

L L7ZeRnn, il BEHICHZD ITRS v—R<y 7 IZULITLIT H O EZER M7 T 5 EARINTET,
TIUIREREET, ELWAMTLHD, FhEiFn—Kvr 7 2L L2, AWy F~—7 (LLEREH) &
{THOOT, B—R~<y I3 EBRBOMEDT=DIZITH THHEALIEIET LI LT oT2, ZOERT,
A PE I REZ2f# (Manufacturing solutions) °EE I AT REZRET E N IO TWDGEITIE, ITRS =—RF vy
TOHEEFREL THEIZENRE L LV IDIT THZ,

EIXWVWZ L ITRS B—R~y 70O BEEIIRFSHRZOMOE TIERNFROBIPWE L THES RE Tk
W, B2, ITRS B—R<y 7 IRE~OS eI, n— R~y 7 BEEREZHEH L TODDIT TlidZen,
ITRS I XEMTEFAM 721 2 B XKL CHREES b O T, il 2 O R Cak i 2B 32 s Ml i IX B B L
TWRWZ ST BEINTZW,

Hi#fr¥54Z (TECHNOLOGY CHARACTERISTICS)

T CIZiR 7oz, HEr—R~v 7% B2 (International Roadmap Committee, A% IRC EH&EC)
@?‘éﬁ%&pﬂﬁkOD':P»DE’JiB /¥ ORTC (Overall Roadmap Technology Characteristics, #&ffH— ]\—7/7
FATHEIE) ORZ RANAERL | AR ICSHETL T EZAILH D, BRI —F 77 —7
(International Technology Working Group, LAf% ITWG EREFL) DSfmEE L2 BEIZIX, WO D FE R
PNEENTND, ZIHIL, OTRC ORDIERREZIC, B4 ITWG OHMEROEXLEL TERLIZL DO TH
%o ITRS 2007 AR TiL, OTRC DKL, EBIOEAME R DOFKS  FHI (2011 4F, 2012 47...2018 4F) | &
(2019 47, 2020 4F...2026 ) (2501 T, FHARICH IS T DEDA RSN TS, KON Z Table B (Z
RT, ZORIIE, VYT T7 1R LT Table OTRCIZDNDW DD TEFIALTEY, 7Ty =l
#i (Flash Products, —#EH & AIRER AN FEMEAETY) O 27 e @ WA A ON—TEyF 0
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R RIS mOBEM BEELL T, £HITE ENTWD, ITRS2005 HflLTlE DRAM O AV VEW
Dar By eETe M1k FE&RERR) ON—"EyF720HE, ITWG OFNZE D RO M DITITHE
KRR~y LT, T BT 5282 Tz, ITRS2007 Eﬁﬁw&\ B ROBHIOFTIXT A PE B AR 4F
(Year of Production) | ZHEUHER 7o~ LU TEDZ LT AN T DIENFT L o ROFEFEIZ DOV T,
% ITWG OH|WrizHit~> T, Table OTRC12 G HiERSNZH D%, TNZE D ITWG DOFKD FEE
MR IA R eFT ~oF L TE-> TR iz,

Table B ITRS Table Structure—Key Lithography-related Characteristics by Product
Near-term
Year of Production 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Flash % Pitch (nm) (un-contacted Poly)(f)[2] 22 20 18 17 15 14.2 13.0 11.9
DRAM ¥ Pitch (nm) (contacted)[1,2] 36 32 28 25 23 20.0 17.9 15.9
MPU/ASIC Metal 1 (M1) % Pitch (nm)[1,2] 38 32 27 24 21 189 16.9 15.0
MPU High-Performance Printed Gate Length (GLpr) (nm)
77[1] 35 31 28 25 22 19.8 17.7 15.7
MPU High-Performance Physical Gate Length (GLph)
(nm)[1] 24 22 20 18 17 15.3 14.0 12.8
ASIC/Low Operating Power Printed Gate Length (nm) 11/[1] 41 35 31 25 22 19.8 17.7 15.7
ASIC/Low Operating Power Physical Gate Length (nm)[l] 26 24 21 19.4 17.6 16.0 14.5 13.1
ASIC/Low Standby Power Physical Gate Length (nm)[1] 30 27 24 22 20 17.5 15.7 14.1
MPU High-Performance Etch Ratio GLpr/GLph [1] 1.4589 1.4239 1.3898 1.3564 1.3239 1.2921 1.2611 1.2309
Years MPU Low Operating Power Etch Ratio GLpr/GLph [1] 1.5599 1.4972 1.4706 1.2869 1.2640 1.2416 1.2196 1.1979
Long-term
Year of Production 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Flash ¥ Pitch (nm) (un-contacted Poly)(f)[2] 10.9 10.0 8.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
DRAM ¥ Pitch (nm) (contacted)[1,2] 14.2 12.6 11.3 10.0 8.9 8.0 71 6.3
MPU/ASIC Metal 1 (M1) % Pitch (nm)[1,2] 134 11.9 10.6 9.5 8.4 7.5 6.7 6.0
MPU High-Performance Printed Gate Length (GLpr) (nm)
77[1] 14.0 125 111 9.9 8.8 7.9 6.79 5.87
MPU High-Performance Physical Gate Length (GLph)
(nm)[1] 11.7 10.6 9.7 8.9 8.1 74 6.6 5.9
ASIC/Low Operating Power Printed Gate Length (nm) 11[1] 14.0 12.5 11.1 9.9 8.8 7.9 6.8 5.8
ASIC/Low Operating Power Physical Gate Length (nm)[1] 11.9 10.8 9.8 8.9 8.1 7.3 6.5 5.8
ASIC/Low Standby Power Physical Gate Length (nm)[1] 12.7 11.4 10.2 9.2 8.2 7.4 6.6 5.9
MPU High-Performance Etch Ratio GLpr/GLph [1] 1.2013 1.1725 1.1444 1.1169 1.0901 1.0640 1.0315 1.0000
Years MPU Low Operating Power Etch Ratio GLpr/GLph [1] 1.1766 1.1558 1.1352 1.1151 1.0953 1.0759 1.0372 1.0000

OTRC EHEAMFERDZL, M4 DEATERDFAMFEIIZ DU TD, BIFFR TORR D FHZ7R T ZE%
BRI D THS, LEWEANLE (Year of Introduction) & 4 EEFILE4E (Year of Production) (200>
TDFEMLIEZEIE O TIE, 5% (Glossary ) & ZHEDZ L,

BB D~—Z (TECHNOLOGY PACING)

LIRTO ITRS ORCTIE, RE#E (1C) O ~HEMMALIC IS 1T D RER R Dkt H a2 H b3 H
HAl7ebERE L LUC, THiffr /—R (Technology Node, hpXX /—REH350) | &2~ CTx7z, Zid, £§<uu
DHIPHAL B ITNR— NV E G L& BRI T — DER/NDEDEERLT, TOE YT O3 L TEERS
Tz, FEREYIZIX, DRAM(Dynamic Random Access Memory, % A v 7 AEV)RZ DR CTHh-
T, FFEDRE R TlE, DRAM M Z7 MR — V&G Lol 2 — 2 LU TUTRb WGl S 2 — 2 ffiu,
L724357C, DRAM L ITRS OHE i/ —RDR—2AA—H—L7po T e, LLEMD, BUEIXEHOE

THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS: 2011



% (Introduction ) 7

BT )aY —RIA RN & B T A L7 o=, ZD7= . DRAM I FRENHHE—DT 7/
0y —RIANRNEBRFA LT DT AE 52 CLEIEE X T2,

7L 2T =T F DML OHERITINZ T, 7T7v v a2 ATV ORAVREHIB W TRV E ML (&
VIS N—T7EyTF O A RE) O/ NP EHICER, TR ERLEERLELLIEL L, 7Ty a
FEVTIHEOEODENMCERIICELRE Y M EEX G TLENPERL, VY7 I77 4 EON—TEyTF O
WL LT DO FEE T, By MEREE A EXEAZENTEZ, — % HOHNIEL MPU/ASIC ®LELEETHD,
BEHE 2 ) XD ENHINEEGILTWT, [MOS MU PAX DL LT — BB/ F— 2 Df
ERRE S ER L TV D, ZO70I2iE., eSOV 7T 7 4 8l o F o 7 i 37 — NE O i f&
B BRAS AR ~TE A2 BT 570 12l b it TV,

PEKD ITRS OHEAT/ —RDOERIZHOWTUINRVDIRELZHY , ZOREIZS THRHEWTND, <D
TV AV —=RARZE DI DO LENT ) —ROME NZFE KT DB, ITRS &iFEpo7 20X, LiIXLi
FREFRDIEEEIZHWHSTET2, bHAA, 872D IC NRIA—ZI R R TR LA E T LI SN DL,
ZDELDNT A= I T LIZE DO ERM TN RN OBHENICHL o722 THD, ZD L7
ZEuEEELUTUITRS 2011 ERTIEEi 4/ —F (Technology Node) | &) HEEAM DOV ZEIZL, &
#BbENEMGE T D, EIRO I, IRC 1, BFROEWOITILEFEBWRAE 1 T 50, ZDWRDIT LI
T DRAM O MI(& FEO&EBEHR) DO N—T7EyFRmTIHAELHHA, 2, EERE (1C) OfHm{L
DEBOIELHIFEEDIBLDOEDIZTER, A RIDOIRT ITRS DRD T +— <y b ZE B LT,
ITRS 2 # 4k /—R (Technology Node) | EWHOBEEICRE T2 EE R OIRELO K Thel7e b2 &2 MFFL
TWb, b bAh, [ /—KIEWIHFEIL ITRS DA OE Tl N#iT 5 THAD, T DRI, FFED

LRI W TEIRNE D IS HSN TWANEEEEX [ /=R O WA R ERSINAZEEHFHFL T
WA,

ITRS 2011 FRUCHIT D, RIS T D M1 Ur TEOSBER) ~—7EyF O RNERET Ty
L aARYORIY (SR ) O N—T By F OERICOVTIL, Fig. 12 BIN0,

- . DRAM 2 Pitch
FLASH Poly Silicon % Pitch _ .
= Flash Poly Pitch/2 = DRAM Metal Pitch/2
MPU/ASIC M1 % Pitch
Poly = MPU/ASIC M1 Pitch/2
Pitch Metal
—] Pitch
o
X< X
R
. X
—_
32-64 Lines -
Typical flash Typical DRAM/MPU/ASIC
Un-contacted Poly Metal Bit Line
Figure 1 2011 Definition of Pitches
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ITRS IZBIFAEMMTE AR OE B (MEANING OF ITRS TIME OF INTRODUCTION)

ORTC (Overall Roadmap Technology Characteristics, f$5 02—~ 7 H L) EE M ZE R DR IL,
FWT OB ARFHNC L CBRF A COR B OHEELZRL TV, BIRIICIZ, TNZE D58 TOERIZ
JEU T, WFFE-BIE -7 R b A A FEL W) — B DEE DI AIL T PRRINDERETHD, Lonl,
ITRS IZBWTIZOEDDEAIL I AL L, THE AR ] (Time of Introduction) |3 4E £ B A
STz A (Year of Production) | EEFK L THRY, T Fig. 2 (RSN TWD,

Fig.2 {Z ITRS 2009 FiR CETS 4L, A FEAPEME B DA Z A TV, Ziud, TNE o LT
(2o MII D BFE HAEN R D T2 THD, L723> T, 2011 RO — R~ 7 Ol €L, AR 72K
BAEFEMOND EIFHEEEZEL WD,

B %8 5 /N A4 A (ERD:Emerging Research Devices) & #7 £ 9% #4 £ (ERM: Emerging Research
Materials) DV —F% 77— T OEGFITHE | B FISEREZ AfLiz, ITRS OF{Y —F 77 L —7
D EBEEAMTREA~DORER RO IFEDT-DOI1T, REIM N LE THLI 2B NBIEEL72D TH
Lo BAIDT VT 7REETIET V7 7 ELO BRI OV ThH, ITRS BIER I AR—L CZR o725 % 15
FELV I DEDOBAFIZ SN TS| THAFOHIFHE (horizon) JIZ DWW Tata=r—ar a3 5ZL03 %
TETEEILRSTD,

FHISERR ) W2 AT D ET I e 01522 (conference) D i LR RICLVIRBEE N, D% B3 B s
IZ72%&, ERD/ERM 726 PIDS/FEP DU —F 7 7 ) —F ~DOBE ORI Z MR 5, MM OWFFED il
AR X, BEFEE ITRS 2N# 12, NTRS (National Technology Roadmap for Semiconductor, 1991 4-
1998 4-)& ITRS (International Technology Roadmap for Semiconductors), 1998 AENLELEET) 205
DB NN SELTHA), £ TR, m =N~y T OIERAEZET, ERESMT N EEO A EITHE D
5T o ELHNT, ZDOEAM OBV LPEE R O TR DR Z RLEWD | BE2 52 TElz, K701
ETOREL ORI, ITRSIZE S TH eIV HilHE 4+ fH 15K (pre-competitive) (235 1T D /1 A3 =—
JTCHBEN bbb D THHIEEMGEL , fEfiiL Tz,

X0 BEREYIZ ERD/ERM O EMIZH7-% S Fh—T7 %ML 3 5728, 11, Fig.3 (2, 2019 4£0 B fEx
HIEELL TWDETHLO S — MEMEEZFIL L TR LT, 206 TIiX, S OMF7ER A 2007 4128
AU ITRS2011 RO B — R~y TIREMEEDOH Y Y —% 2 77 )L —T % PIDS IZBETHTETHY, &
DICFEAI 22 FATRR AL, PIDS OHATT —F 2 7 7 N —RICE-T, ZD 2011 FRROEITER ST,
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Production Ramp-up Model and Technology/Cycle Timing

Development Production 200K
_( .
20K g
c
3
- D
2K g
. 2
] Alpha § Beta J Production o)
200 £
Tool Tool Tool =z
o
P EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEESR FIrStTWO %
First Companies 120 ~
| Conf. Reaching
Papers Production i I
" Additional
Lead-time: L | | |

ERD/ERM

Research and
PIDS Transfer

Figure 2

-24

A Typical Technology Production “Ramp” Curve (within an established wafer

-12

0
Months

12

24

9

generation) *

ERD/ERM DHFHEFD PIDS ~DEEHEEIZ D0 TIL, Fig.3 bBDE, F/&, (450mm [HED) > V2 e NGl N1myp 712 E
BEETA > DAY S L3500 —F1Z 20 T, Fig.6 D=L,

ITRS (BT D HEPE” ZAR 7 &1T, £ B —ORATRENHDLHAMIC LD AFELRRIEL . 55 D1
%bxmﬂﬁﬁiﬁ}7~x1 IFENUBZ B OBz, BAMIZIE, 3 7 HUNICEEEZ{T 124 A7 T
HD, LLIRNG, BB ORENEELZRBETIETIC, LVEWHIRZET 2858055, F51C, &AM
KA (equivalent scaling) [ZEAREBREAM O FTREME DR FT SN TV D EXITIE, 2O XL A ITHE Y
T5  (ZMmAIAi{L (equivalent scaling) DEFTEZZMOIL) , JOEMEZR 7 — ATk, S 72N 2372
ENEEIT D, ATMHEENITRS Ou—K~<y 7 O BIERIZ S CTEEEZBMGT DI — AR
ZHZH T, FEBRIZ, v T — RN T U A (MugFET) O33R 1% 2011 127254 (ITRS Tl 2015
) E2L M/ VIR Ge TV AZ DT % /WM E AL, 2015 4F (ITRS Tl 2019 4F) (IZATEIL &
RHABEMED DD, ZHUT DWW TIEL, ITRS 2012 FEETRICKMSNDREFIH THS (R, FAh
WokB{E (equivalent scaling) D FTE S ROZE), ZO ISR AEERFFOINEICX L, Z I BRET 54
ENENZERLT T U RZT D0, Flo, 2O L7 F:% ITRS OUETIZEITVIATe I DWW TEHEER
~F<7/7°2?;,%’1:—: (IRC) TS, TOFE RN 2012 FELETHUICEVIAEND T E TH D,

WCIAREAL 32 & . A4 PE (production) | £ I1Z 7 B AB I OB OB ENK T LIS THDH, T
/1:7%1’4‘7?”%)&\9_}: BN OMAZRBDO LB W T 5, Lo T, AFEICE LB B
txwaﬁsﬁ%&%ﬁ%%@%%ﬁ IERE T LW RIS, B PE o g 3L @I T0E R 12 5 24 7 A
FATU TR SN TR TR D720, MR NE, TV 7 7B KON ki< < — 2B 134 pE i
B ORI SN TORITIUERSR2 N 81275,

Fig. 2 EFig3 ([ZRITHIAEPERLA ( Time zero (0) ) | DORFAUX 7 VAEPERIMA DN ENVEE R TH S,

Bz 11X, 2 77 WSPM (wafer-start-per-month, ¥/ H)DEE /1 & FF OO FHSN 72 T8 Tk, 20 WSPM»»
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LIZNWRENETAPEESS EIFHDIZ 9 06 12 7 A0nd, ZOWIRIE, il iX, 6 /A2 6 G5
8/ H DA FEZ LS B8RSk 5, Eito 6 & A/ oARE ., #lz 1L, 300mm” = — T
140mm>DF 7 (430 F o7V =—\) % 2 T x— N HEFEL, HEEIN 710% ThoT-bEx AR
(430 F o7/ x=—sN X2 TTWSPM X 70%) (2% 5,

Research Development

~
=
c
o
Transfer to 2K %
PIDS/FEP o
(96-72mo 200 T
Leadtime
IIIIIIIIIIIIII \;-/
SN EEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEER q)
First First 20 E
Tech. Conf. Tech. Conf. e)
Device Papers Circuits Papers >
Up to ~12yrs Up to ~ 5yrs 2
Prior to Product Prior to Product

96 -72 48 28 Q. 28

“‘ Months ‘ Hi-p Channel Proposal - for 2012 Update work

Hi-u Channel -------------------------------------------------------

XNIBTS 2011 [ 2013 [ 2015 | BEa Ea
Figure 3 A Typical Technology Production “Ramp” Curve for ERD/ERM Research and PIDS

Transfer timing (including an example for I11/V Hi-Mobility Channel Technology Timing Scenario —
also see the Equivalent Scaling topic)

SICAS 2011 DEXRORERE /1 DOHET (2011 SICAS INDUSTRY MANUFACTURING TECHNOLOGY
CAPACITY UPDATE)
ITRS (&, @Y fx S 8 AR BOE Bl S e 9012 LI EAS DR 2 PRl 52 81CiE LT
b\éo T TV AR RLE H A L9 1E. DRAM, 7T w2 AEY | MPU, @PERE ASIC 728Dk
2 FFE OB E AR RO E X2 DL O THD, — . ZL<OBEITBVTUL, ThEho
iﬂ'éEEl ZRY, BB il O R A2 e TR EIVELE LB Z 0, LTIEA > T, BLEORIEDHIZE
W, B Ze S i S B RO W28 S R RO FEM N HFL T,

5T, WO OEFEIZBWTIE, &L Z2Z0eEOR R -7+ 40 —HEL TR KM
IGRIRLT DL EEH 5, 2RISR e BT 258 95 2 S I3 % 1 :Lﬁé’]“(‘iﬁb\t&f(‘&)é
£ Ml 2 DA, BARDMAME RSB WA 222V A T, BE RIS LT, IR o Effi 4 X
DELFERBIELED, BT HZELHD, 2D | HE AW itﬁ)otf}zﬁm%ﬁbﬂ“@\éb\4\
BETETEOMA NI EIT/2>TLD,
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Fig.4 1%, SICAS @ 2011 EH 1M DT — X EESE BT T7 DT, EBEO R o a8 (R il ik

RN Z R DONDHR F-TEZ SR D TH D, ﬁ%@’fﬁjﬂ'ﬂ?@ﬁém\ MOS SEFE Bl D A PERE
73 ttfﬂb“(b\éo FEERBROBIEFE N F - HEZ LT THRFNELITNDA, AITAETHTE
BB IH AR ETZOEI if_ﬁxotr“u\/\%ﬁbﬂxé

B D FE A EES SR B O BFER AN 1 FELNIZ, EEDOT =708 EH LT 20-30%I2F]#
L, Flzv=7n 20 30%I(ZRIFE LT OV A7V EBPERRE DA 7 VI, FERBIIT 2 A 7LD
SO TWDHEET, LD o7, LNLRND, I D SIA WSTS OFEaFD 0.06um A O i 55 B O H
FHURE: WSTS (Worldwide Semiconductor Trade Statistics)i 2009 412 0.06um A O [X. 53 2380
SITE. AR DEFERE N OV TI 2EFEF ATV DOEEDR—ARDSNTNHIERLTUND,

5, e O BER I ORITE EH L WD, KR EZDOLYOEoHTO A E A
oL, FoBIERE IS IRIRYIZIE, BONL T, B ADD 2 7200 3 FLINICRPEED L PERE
TNk 555912705, Fig.4lZrL7= SICAS 7~5?L I, T AL —/L 0.06um Al DX 5512
BAeuid 32nm AROREERE NI NG TN TWDIEICHEREINTZ, T A2 /b—/b 0.04um AKiifi DX
4y (BUERE IR EIE L TWAT7 v 2 AFUR MPU/ASIC @ 32nm HRIZZZICEEND) OFREZF D
AT — X DINFIT, SICAS FAEE LS IME NS, 201 VAER RN F TRV, 207 ik
S (2RO MOS BIERE 1D 20-30%% 5D D) N 1.5 VAT D, 3 VAT VInENIFERED Sy
HriZ ITRS 2012 FSETRREABRICEFBBEL &LV, .

laﬁﬁ@uﬁa@éf‘ﬂ RFTE AT AL RICB > TV EWS T BEH 7223, BLEICIZTZED THNEE

WAL TN EIZH T H Sz, SICAST 0.06umARili O Xy N TE T, f e~ i 23 %
TTL’CI/\O“C?E)\ Z DR R TOESIHIARDO T =TI <H VT D, ZOBRIIME-EEDOY 7T AY
DHGEE U RAET WL TUTERREREZFFDET 5, &N, ME-EEOY 7T 17D,
ITRSD [ FF /217 i# & (Grand Challenges) | iR 2 BA% L TR T 22812250 HTH D,

YT ITA VIR IChzo T BRI O TH 7200 Tl SR8 S5l 2805 i Je i oo T.35
LR =R LTI 520, 2SI T, 7 IAVIET 7 7 i 5k, X— 2% b2 4
PEBRAARIFHA D 2~3 HERTICHERA L7 7‘2@ X753, SHIC, TOHOEHMRICEZNDAEESD RIFIZ
T TR ERME A L2 TR b0, ZOIH7% FUAL, EHE M B OV 774 eF v T A—T1D
WA TR A2 20T EEbIC, PR E YR — DV Y — R T Dk EE L 7-5L TV 5D, KT,
KDHREEL 450mm DTV T — N ROBEE ~OHEFIZHOWTH EFLOZENnHTILESD,
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10 []>0.7um
W.P.C.= Total Worldwide Wafer Production Capacity* Sources:SICAS
c WPC. WPC. WPC. WPC. WPG. WPC. WPC. WPC. WPC. WPC. WPC. WPC. [ o7-0.4um
=1 e e T e T e S e T e S e e S T I
= [] 0.4-0.3um
=
2 [] 0:3-0.2um
- ||
.}_E 1 ﬂ 0.4-0.2pm
S [] 0.2-0.16pm
(O]
'(% [l 0-16-0.12um
o
= T —>[7] 0.2-0.12um
2
©
IE 04 . 0.12-0.08um
0.08-0.06pm
[J = 2003/04 ITRS DRAM Contacted M1 Half-Pitch Actual N ‘ ‘ l:l "
B = 2007/09/11 ITRS DRAM Contacted M1 Half-Pitch Target ==
0 = 2009/11 ITRS Flash Un-contacted Poly Half Pitch Target - — l:‘ <0.06pm
O =2009/11 ITRS MPU/hpASIC Contacted M1 Half-Pitch Target
=T T T T T 1 ] _ S
Vet I)-R;T\/; 4-Year Cycle for Flash after
b < re | —2.5-Yejr DRAM Cyele ; 2-year Cyele Flash andy MPUF— > | : 2010 Flash pull-in; a
Cycle c q0|1 MPU 3-yr cycle after2013
Ccle .
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011L3-yrcycle for DRAM afterpulkin

1998 Year 2010 2013 2015

* Note: The wafer production capacity data are plotted from the SICAS* 4Q data for each year, except 1Q data for 2011.
The width of each of the production capacity bars corresponds to the MOS IC production start silicon area for that range
of the feature size (y-axis). Data are based upon capacity if fully utilized.

Jr e (KL R ] BE D R D BE ) & SIA( Semiconductor Industry Association ) @ SICAS(Semiconductor Industry Capacity Supply
statisticsStatistics) D7 — X (ZH D& T o ML, FAEDFIIIIFLH] (40) D7 — 53572705, 2011 FIZDT/ZFE 1 WHEH(10) D7 —
HEfEo S, DL OREIE, MOS ZEFEIAIEE DA BERETIZHEPIL TS, HEZ A1 ZEFFIEIRE D T o 2 —b (BTG N5 — 2~ ) &
INL T B, AEFERELIE, T DRI 7 VM 7= b & DAEFERE) D& Th Y, A FEERFGEIT IS,

Figure 4 Technology Cycle Timing Compared to Actual Wafer Production Technology
Capacity Distribution’

T —RN<y 7R3 /N—3 5% (ROADMAP SCOPE)

EREAIIZ, ITRS O fRiE CMOS (Complementary Metal-Oxide-Silicon) £9ff D A7 —V 7 13 fk#e 7
HEVI WL A L ELUTERSILTE 2, LAL 2001 HEARED . b IUIIRO L2 L Tnb, m—R~
v 7" O H R (Horizon) O [6) ZH M (72 & 21X . MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect
Transistor) D F v /L ED 9nm LL FIZ72 58 50) Tlix CMOS Ok A7 —V 2 712 B35 58810 T A3
fEIIRBHENIZLETH D, EHIT, FHAEPEEMABREDRZED N 21X, S ETOII TR E S
FOR TG OaxMENME 2, EHICH) 15 FEFEICo TRELETONG BT HZETHE LW E
JEE TV D, 22T, ITRS [ZAR AR CMOS T A AERGELTHY LIF 52 E2ME0D D, ZRHDT
INAR, FTlebb ) & T 72 Non-planar CMOS 7HAE > b =22 (Spintronics) 72 & =% F v 773
BT NA A G Z I, B~y T MARMCIE L Td<, CMOS DYEETHAIEF -7 HiH

I LG Z 7 DIz 20317 7 —514SIA (Semiconductor Industry Association ) DSICAS (Semiconductor Industry
Capacity Supply statisticsStatistics) IZH-0 T3, ZDSICAS D 7 —5 (3 IR 10D 38 (K X — 055 IR E X F1 (MOS ZE i [m]
BEDBLEREL) D 90% LA L2 N—L THY, SIAH5 2011 FFH 1 WFHIZHKIEINIES D THS, FFEL T —F/ISIAD D=7
VAP TRHEI TS,
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BT 7Ta—FThHAIE, RAR CMOS O AZIVEERE S 720 OaAMEI L, £ R OMEREZ M LS
BT B720, BT, "W OMERER RT3 FEOEMNTE T ITE LD T2, et EOBIREH
W DINT A= DB ML DL TEIASINDLL DS TLD, LIZB> T, B—Rvy 7 TOH
W EITHHLT NARTE T THRIF LW RE T OGN DT O D RFE A LZL F T LR D, v A7
n7utyY ATV, a7 ERERKIL, S Uar o CMOS HiiffE LB L LTV 5D, /N HEDHRILIZ
FoT =T DIEANTREND IO, O&ODF v FICETET LDV AFEZEFETELHLOIT
72572, SoC (System-on-Chip, HEEDOMEEL B —F 7 RICEEL T 2N OREHIEEITT —%
BRETVHANEBUHETHD, LNLRNRL, BHHEE . VATV AE(E (7213 RE(EERK)) DR
E2E D DOEENER, ZEFE 1. B — 77Fax—F— NAFTHEEEREDOREREN ZR, &5
(ZITHGA B Y 7R =7 ORE/2 E 13X A — T OIERIOBIZIIMA L T2 8Ix TEWn, Z0XH%G4
(2%, I CMOS 23 SN DT ENR L, fFk, CMOS #1irLIE CMOS Hiffiz H— v — U NIC
LT 2L (T7bD SiP)BRETETEHEHBEILRSTLDHEA), OB BT, SoC &
SiP(Sytem in Package. (D F > 7 & B — X0 — NI FEE T HHIN MR O THY, 431
HHVICEERT DI TIEZR W, SHIC, YUNEHFEHDOIE CMOS HIFICE > T S8 CE7rEd., £
DB DEPETIT, FEARL2D CMOS HiiBIRE LT IREH T2 270> T, CMOS @ SoC L CTHERL
TELINTD, LTENR-ST, VAT LELTOMERER SoC & SiP IZIEV /T 5 BT EEHICE{EL T
W Z &I DAY, T, 7/ =L 7 ha =7 A (nano-electronics) . 7/ ZA ¥ % ¥ (nano-
thermomechanics) . 7~/ 2E#) % (nano-biology) . W HIE N IEFIZE WY T RT =T 728 | FEEHILCTOA
JR—ar BN ELTHD, SIPA~DIEHAODICIE, FEIERINEEEE THY, EERERLER
Thd, ZOXH7 R R% ITRS 2009 FhRD Fig.5 IZX/RLIZO T, ZRESBEN0,

More than Moore: Diversification

Non-digital content
System-in-package

Information
Processing

Digital content
System-on-chip
(SoC)

More Moore: Miniaturization
Baseline CMOS: CPU, Memory, Logic

Figure 5 Moore’s Law and More

ZOIHBEIX 2005 FEROB—R vy 7 TR S, ENLZIOITERINIEIINLTE, FRIZ,
TROERICOWVWTOAL B ARGLI, (Fig.5 & HEESE (Glossary) 5 ) .

oA b.(“More Moore™)
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o ARG L (BB — E DMAH{L) (Geometrical (constant field) Scaling) (£, Fv 7 Louy v’
EAFRYDOm Y (T a FAR DR m) , TER (D)2 3R I E 7 m) Y B ~ k2 fE
INLBET DI LI, B HEEEZ N ESEDZETHEEDH VDA NZHIJL ., MERE Gl EVE 2 S
WADINE E¥U it SEC XA NIRRT SO - R SY il Sh BN £= s IS

o EAMAMAI{L(Equivalent Scaling)iX, T 2RIMRIL & LB I L, & FRIP{b A AT REIC T
HUTOL etk ifr FBATE T 3 IOuHIZR 3K T-H51E 22V “Design Factor”[fRFEF 1 : AV /LD
HRZ T FAL N — O R TE -T2 D )2t T+ 228, ZHITINA T, HHIEE O B MERE
Zin ESEAHT20 | MDA FEAR T — ) TIZ BN T e AT H M B A B AL T 528

o XEHTLDZEEAMABGHIIL (Design Equivalent Scaling) (k50 & (o] 2 fMI AL & S5l O f A b & &
HITHEZ D) 1%, mERe, IREEE D, SEEME, KX, &EE R L2 RRIC T o5 EH A S
7,

o PBlrd 5L (HEENRITRNVD)  IXHHEE B [E LT (design-for-variability) . {K{H
BENRG R)—TE—=R NANR\R—ar, sayrr—T740 7 EiREEOEHL
8 FREFEFIIREEDO~LFaT SoOC T —FT7F 27T

o EEALFRERFFE DR HINO ML EMEICE SE2KRDHZE, HEEHEERBON —R A
7 D3R ("Moore Moore”) DHERERI ERICA BT AIIICHVHTZ &, BT, B
AL ("Moore Moore”) Z 5 MIT25K 5T —X 77T 27 EOREREMESEE E I EERED
MBEAE R TEDLINTTHIE

HHeny 2451k ("More than Moore”)

BEREI ZARILITL T L E L — 7 OIERNC R DAIMIZHED Z&70<, B0 D 5 15 C e MR & LA N 8
IR AEEE T NARIHIA T Z e A 45 T, BEEERYZ Bk (“More then Moore™) D7 7'm—F 2L
X, IET UHOVEERE (o2 0, IEAGE S EOHIE, SR 1 Bt T TF oz —F ) BEVAT A
AL ~IVINBEFE D /N5 — L UL (SiP) 0T v 7 L ~UL (SoC) D FIE FIEITBITI LI ENTE
%, Hdit (technology) BHFEIZIN X, 2O U REFEBLT 5720 D% < D Fk (technique) & BAFE 32 W4 2
MWD, T2, (MFERIRTIRNDY) | BARDMERER B T DI2HT20 | H 2 OFEREZ 8 51 EB 12 50 %3
DEDODFHLNGTARLEZD Y Iz —vay VI =T BB RT I/ F 2z — 2007 Fus ey
AN T F VDR FHEAN, £72 SIP, MEMS, NAF T 7my eT U VEIE O [FRFEX FF (co-design) <°[F]
Fi =2l — g (co-simulation) Z1TH 72D DF LN TIERY — /LR ETH 5,

Beyond CMOS

B P& 98 7 /S 4 X (ERD:Emerging Research Devices) & 7 £ %0 #4 £t (ERM: Emerging Research
Materials) DIV —F% 7 7 L — T IE RO ZATOZO D THFLWAAL»F NZER LTS, AR
FHT LD R B AR 5281280 [RAETHMILL7 CMOS A2 TRERERYIZ 32 E IR b
ERIALIHETILOTHD, 22T, I[CMOS 2 7= (“Beyond CMOS” D) F2E BIBHIAL 11X, BEBER
ITEERE B MERE ) L BIAIXHE B I EIRR E OBLENDEFRESND, [HLWAL T | IEIF R PR
DO DR FIIFTHM TH-T, 7 —XOEM, B, FFHOEROMELLLICFIHTELLDES
R

e Beyond CMOS OfIELTIE U TFDbDEETr: KRFEEZN—AZLIE (=R F I/ Fa—TR0
T2 o) T /L IR = A A R A R e Yy 7 A4~ F NEMS (Nano-
Electro-Mechanicl-Systems)

PEER OIS BRI ITAMEER ZE{L (“More then Moore”) DFERKEZ O BEE M IIS % ET
THIKRT D, ZOMEANE, A/ _X—ar DR —RAEHEFFT D7D DN N —FT REP 2SO %
FEMEZ @D 5 — 7T MBI EIT LV EL /25, ITRS NEEAREEZIITZL TWAHZDO LI 284y

THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS: 2011



B (Introduction ) 15

PZBITFDHTARTAANTOWTORBEERIZTERRLD ThHD, B — vy 7 REN T ETHE R E
HITHTEH LRI EEEL ., EEr—R~y 7 & 8% (International Roadmap Committee, IRC) (3,

ITRS AL /N = H /N — L TWAHHERERY 2 4:1L (“More then Moore”) DFEIKDH B, IV EH 372 E0 55 % BV
IABT-WEHTEIZE 2 TWA, Bl i =5“More then Moore” £ iiflcxfL T, EHrd+ e —R~
T HNENDINIOWTORVAZLIToT-, FEEE. “More than Moore” DR REEBLT A2 DFE 1
RAIMTITHK L TUE =T OIERID X978 KD REERITOWNWTOE —DEANIFIELRN, 20729,
“More than Moore” DFEIR COR—R vy 7 ORENEELZFEL TEWNTW 2O, fEkEiTiies
FTEwRNMLETHD,

OO IMRSEFAFEZ2EAVICHERKL., 2N IFITRSDO UV =7 % A F
(http://www.itrs.net/papers.html) 2O AN FFTHZENTESL, 2O HEIL, ITRSAAN—PRa—R~vy 7%
RIETDHIZHIZD, EDXH72“More than Moore” Hi i3 EHLAIGE TEEL W\NZDOWT O Hikima e R
LTCW5, Bk, ITRSIZA—T DEH] (Moore’s law) . DWW, TERD R U RIZE ST U L O fERE I
olem—R~y 7 RiEL, ZDOTDITHEEEINDEN DN (“technology push”) ZMFTL TE7, 24
LITH720 | “More then Moore” D2 —R -~y 7 O EDT=DIZ1E, HiffiE iy (market) D N5 DT —#
FIWETDMLENGHD, LT2B> T, fERDITRSD AL N—EZ B 2T, <D A4 OGN LE T/
HUL TN DOREFL ML E LD,

ZOHAEX, “More then Moore” D —R<y 7 IZOWNWTORKEmEBXLIZLDOTIEARL], LA,
IR T REFLRRKTHLINICONT, IVELOBEREEEZHEDLO0EODH LM THHI L%,
BRI CR X2V, ZOREEZIONIT D7D, 2011 4 4 AIZRAYORYZ LA TO ITRS DD %
More than Moore V—72 32>~ (More than Moore workshop) 23 B X417,

FOVEEDRRZEHE O ETHARL L ITRS WDV ONDT —F 7 7 ) —T 3 FHE N0 H[H 5 8
2BV T, BEREMI 5L (“More then Moore”) DL U ROIFFEIZOWTHHAEL T&7-, ZOIEEITAH
LB WEET LIRS, RAERREIZOWTL, ITRS DENENOEICREHEINTWD, TETY
R =DM =% T TN —T(TWG) D A EEERRL, 2y =7 A ETCARSNTZZED,
ZZ T, EFEL TR XV, 22T, SOC (system-on-chip) & SIP (system in package) DH#EIZ DU
T, JVFEMCREE S T,

B%IZ,ITRS 2011 R TiX, MEMS DO EZBIL, ZiuE, EEROFERRFFREE FFROIG
NI LB B L AR PE B AN DRI R D OWT OB EEFH RSN T 20O ThHD, Flo, ZOEE
X iNEMI (international Electronics Manufacturing Initiative) ® 2011 FEhin—R~v 7 & EN TV HEE
fFOEFENEELEAELSTND,

47T, “Beyond CMOS” D5 1%. ERM & ERD O CHEMIZiE S T\,

FHIFHE, ITRS 2011 FRROSFREHIFHIZIL, 3T CMOS HERE BB Ik 3 DR ML B i R A3 5
FNTNTC, WREGE L Ea—T 7 HOoRBLZICEEND, ZORE7 LV —7 3R o8
BHED 15%LL L& 5D TWD, b HAA, CMOS £ERERIEE 0% G, B o s 5o £ <%,
{bEM-EIR, T A7) —b, K, ~A 7L I ha A=K/ A7 L (Micro-Electromechanical
Systems: MEMS) %, DT _ARIZHHEHIIL TS, L7e23 5T ITRS B—R~wy 7 OEENHEL
THRL TEIW<EL | ITRS B — R~y FAIEREIBE M2 X—AETDIELAED~ AT T /5l
WZBALIEE T AR E R Z I X —L TNDHDThH S,
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ITRS 2011 RO 27X (2011 ITRS SPECIAL TOPICS)

A50MM BEED Y22 Tz A~DE/T(TRANSITION TO 450 MM) — 2011 £ CTHKET

450mm EEDY = — " ~OBITOFmBARIITAEMER Ficdhy, 2k, 2—T7 OiER| o FEHRF
BDOIYBLD—2>THD, MOEHMITERNRNELTH, KAV 2—DEAIZL-T, 1 FFmmbi-
DOLEBIEE O REa AR HIRES D2 LNTED, ITRS 2007 ER O —R <~y 7 OVERIBREIZB W
T, BREFIELIZH S E, ISMI (International SEMATECH Manufacturing Initiative) . A= FEME R E
DR RH— T #5701, F8 R PEZEIT 2012 FFFETIZ, 30% DT ARIE 50%D A4 pE VA
IINHEA LD EE FERTDHLENDDERimST 72, ISMI O BARIZ AL, 450mm V= — N ~D]T
IZESTDOI, ZOERMNAIGEE /2D, 2721 IAMIKITIE EDO T = — R RICB N THER SN
TN, VAT NHEALDOLELH 272 BIETH D, 450mm ELFEDY = — A A~DBITICL D EPEN:
A O MBI ST, 2007 4F12. 300mm = — RO RIET 4L TORTEN 7203 FHEMEIZ D
W TOFEFROB M TREINTZ, Wb dA7300mm Prime” 7 27 J A[FREF: 300mm Vx— DOHET A
CCOEEMN EEBRLIET 0l AT, YA NAEA LEEET D ATREME X H DY, L—T DL
DR RIS T a ANHIBUT R TER W EWIRFEHE R ThoTo, ZORIAE 2T T, ISMI 1X 2007
7 2 450mm A =T 747 BT,

Z D%, 2008 4 5 HIZ, Intel, Samsung, TSMC® 3 L (IST) 1% & & - # Bt D) 47747 ZDfhd

H B R B ISMIEEHIZ, 450mmEZ AR L, 2008 4Rl — 3 T L&KL, 2012 ETIC
Ay T A (pilot line) Z1E5Z & HIELETHLFHEL LT, ZNICTED, IDM (Integrated Device
Manufacturer)& 7 7V RV 2013 4E00 5 2014 AT TRABY T A L CTOBFE D A EIZRD , £ D%,
2015 4ED35 2016 1T CTIRAIDEEN D BIFNBRIASHDLTIZ?, 20 2008 FEFORNFKNERLT A
AT, EFD 3 fEEISMIC LA R B &L CREERIZFE > TH D, ITRS 2009 FhRE 2010 45T hRHE D ES
I RENT, EBIT, INLIEFRFROBRICESETEESNDIRELOTHY, 5% Da ) —TT LD
e B AR FEIC Lo THRET AL ETH S,
W EDOFEPEHLDHE, ZNENDY =— P AZXOBITIL, ENLRIOLGE LT R > TndLnsZen
DD, 300mm V= DBITIT, ZOLEHID Ty — 7 (13001 & Selete) A3 2 AR D B #H 7
ZU—RLIeEWO RN ooz, 2V —3 7 HR (DA D) IXFEIEFE A THY, 4 FEO 450mm ~DY
TN SHEOBATZAIRRIC T 470120 F AN RIS, SEMI OZ Y 300mm ¥V — [ {E~D
BATICBERL TAREMN ThoTe, ZOLEWD T, Ik ColEEE N ERICHBINLRNIC, [ E
B R | INPEER 2R THERBEINZNLTHD, FrlZ, B2 Tz — N RETV AT AOZ T ANIZE R
THZET, PEEFIT AR IR EA R T AN TE, TRTOY I IATILT = — % R—h
HEt. =R YA XN TOKALT A ORI K& HFEL, FOUP / A — N—~v R HFRICEE LT,
BT 2T _XRCOMENEKRICAEETIETITL., HEMICO2@Em NI L E TH-oT-,

ZOBENLTHE, 450mm DY = — NSHESOBITICH T2 > TiE, 300mm ¥V = — Ok DR
WALEEN T TICERTLTWADIXARIRZ LT, ZORNEZFTDICEZTHZLENTE S,
300mm O#EHENMEIZ T TIZZ T AN TWDHEMNTH Y . 450mm ~DOBITICHT- > TE., £
D/MEEENMERTITTh D, LIEN-T, HEWEL Y = — " MEOHKICEET DRV X,
300mm 7 = A PESNOBITOBRAICH A, 450mm U a2 7 = — O HE & B B E O HE IS L
T M A < T3 Ee, ITRS 2009 FIRARBLOEEN /2 Y — T AOIEEDOF T, 450
mm Yz —"OFx VT Lo — NR—FOEEZEE HBEAT ANV 2= ZETORRERH Y |

A 2008 4E5 H 7 2008 4E 10 H DISMI Symposium / 2008 4 12 A IZ#E/F THIHESAZITRS IRC (International
Roadmap Committee) TDISMI 450mm Transition Purogram Update
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A= T AOERPH ST, ZOX D REST, HA A —F—, SEMI, ISMI @ L [FBHFEIC
BWT, A#ile 7w k&%ﬂ’ﬁ%%ﬁﬁ@ﬁﬁ@&@@bvx MZEL-oTHEEE 2> b D TH D,
2011 23— TIZEDBARICKRERER L HY . 300mm & 450mm A OFEE LA M\ o
PRIEZ AT 272D Ot FEDEATH ThH D, BERIIED AT = XLGHT0, WAWAZe il Bie 2 Hisk
DALY =T EBUNNODORFZITINZ , LB AN, R, BB RN ERRFET 5720, #EoD
TFUFIZONTORFED ST ER LT,

2011 121X, SEMATECH @ 450mm 7' 02 7 5372 Austin 7>H==—3—2 M Albany ~®
BnN e STz, Albany TIZH LWL =2 T AD IV —2 )b —ANER P T, T 77 BIOR—4Y
—/LOFFEE IDM (A N8R T SARBLEA—7) L7 7 RUD A Oy NI DT E AR —T gy
~DYEEREAL TS, 2T Z, ~LF—0D IMEC O LW TO 450mm BIFEZ HIELL T, KK
M@ EEMI 450mm =Y — 7 AEAH (consortium iniriative) 25, B EIN 7=, T<& . G450C
(Global 450 mm Consortium) EWIH{EER DY — 7 LHEAE (consortium iniriative) 73 3-8 (AR pE 3£
RDOFHE 5t (Intel , Samsung, TMSC, GLOBALFOUNDRIES, IBM) ([ZX~-> TR EINZ, 450mm D
BOELHINB R A M T 2720 44BR NV ERETHEL TS, SR BUEIZDODTZ0/ T REEFENR LV,
INHOESITEHEOFRE AR THY, EEMI 450 mm 22V —3 7 A0 HOFHIN A O AT REMS &
5o TNHOENENLATATHIEDN, aANIRER DY ==Y A XD Z ALY — R BATIC L EL R[]
BRAVEEEZ SR T D LT DN %,

FRRORMEREL ., [£72. SEMATECH/ISMI ® NGF(Next Genaration Factory: Rt TH)7ns
T AT 300mm RSEBEOLELDITHLOTHHH 450mm xHGEEE 2 E H e THY ., NGF 7'rs
FUDEBARERERGE BT DL, AV — 7T LAOBIE & FEIFEE BB 6 L i B I8 0
PEIZO7230 2013 005 2014 FZT T IDM &7 70 R —D A ay T4 THEZ 53912725 L,
ITRS DEFEe—F~v 72 B2 (IRC: International Roadmap Committee) (%, Bi7E, #HfFL T\ 5, IDM
T 7R =DRAuy b T AU PRFLTHD HAED 2013 005 2014 FICAT TEBY THIIL,
ITRS 7% 450mm 7= —/ NI OWTHELLTWA, 2015 N 2016 FI2T COEFENTE FIFE Al e
RIETTHD, bHAA, 450mm Uz — NP REIZAFAIEEL R DI EDFTTRETHD, £72, ITRS/IRC (X,
U= — NNER ST A L6 LIS ST 5D TIERWELTWD, DFY, AR ES =Mz hz
ST, BB EIebm B A3, 300mm & 450mm O 5 D E izl > TGS N D72 A9, 77D T, 2001 4
25 2003 FEOIE 300mm Vo — DN VR TH o723 ZoMRIE, #iET5 2 SO H i
R (M1 FEOABERRE)D/~—7E T T 180nm 7°5 130 nm [ZHH ) (25 E L Thd,

BHDOEEROR N Z KT 5720 ITRS 2011 FETIiX, 450mm CTOEESN. EIFET VDK
(Figure 6) #ET L7z, ZOKTIL, %ﬁbb\ﬁﬁ@ﬁi*—/\ﬁi%ﬂéﬂéﬁ X220 SFH—7 CRFE
BN HHNHZEHR LTz, ZHUE, 2001 4235 2003 F2H/T T, 300mm 7= — DL H AN
B3R T2 2 SO AR (M1(& T O BEMRE)DO/N—7E > F T 180nm 7>5 130 nm (ZFHY)
X I L T2 VO RRBRIC I DN Tn D,

ITRS 2011 FRDOLETITBWTIE, 450mm AR T 27 = — OB B X, ARE RIS
2009 FEfRLE 2010 FERENDZE DS TNRWIEIZHE H &=y, ITRS 2009 R T, EEn— ]\v/7§
E 2 (IRD) 1. 4025, 450mm CTOREEFIIRIL 2014 FE0v5 2016 FIXIT THEDLEL T2, Al
D 2011 FRRTIE, ZDOHAMZ 2015 F-005 2016 FITHIT TEMD |, KrL7,

450mm, IDM &7 7 RU—D Ay T A2 AEDOSEDH EITFRFH O BEIZE Do TNy, vy
— T LAOEEMRIC OV THMB L SN EITERBREV 2V, 22T, 450mm CTOEBEORFEET
FEUVARN =T arMEENTWVDER, 2 TREREZHRIETEL My AT EEN TV, IDM &7 7
VRU—=A R —X B, 2Oy =V T ATRERDIXT T AN —arEFTEEZE LTS, Kk
B2 RITREZRIETCEORN—FEEBIOAEEHAOEERFIL, IDM &7 7 R —%4ho/sfay A
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T 2013 D 2014 R TNT THT O NAITT ThH D, WEETICARINFHWIZEDE, 450mm D4
PEIX 2015 05 2016 A2 TF T 1x RO HAF ATRS @ 2011 HFRR Ok BAZIZEIUE, 7Ty =X
EUD poly-Si D/N—TE»F Tl 15-16nm, DRAM & MPU/ASIC D& FE&BEHRED NN—T7 T
T 20-22nm (ZAHY) TOAEENIESNDZEITR D259,

Development Demo Production
3 Consortium > Manufacturing
Demonstrations L’)
Alpha Beta focus on
Tool Tool 1xnm M1 half-pitch
capabletools
Silicon is supporting development

Q using partially-patterned and
E processed test wafers G IDM & Foundry ------ ->
= PilotLines
O
> I E EEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEENEEEEENEENENEEEEEEENEEEEEEEEEEEEESR

| Increasing |

| 450mm Silicon Demand | Beta Production

L _FQm_D_e@n_S'@tI_OTE — == Tool Tool

7/
pd
I —
(2010 | [2011 | [2012 ] 3 | A EIB 2016
Years
Figure 6 A Typical Wafer Generation Pilot Line and Production “Ramp” Curve applied to

Forecast Timing Targets of the 450 mm Wafer Generation

ITRS 2011 D 450mmDIk Pl e ~DV —ERE LV EL22E DT 5728, SEMATECHD
ISMIWZE S TREFEET VOV T IFICRERERNH T2 EICHERE SNV, ISMIIZIEM
(Industry Economic Model, PEFEREET W)BEMLETL, L<mbhizar a2 a2t ThaIC
KnowledgefL(ICK)® £ D FKIZ LY | HEFEFEHIZ OV TOMME T VRSN -badShiz, ISMIE
ICKDE T /VIZITRS D 2009 4FffitE 2010 FLLETRUIZHEDUW T D,

VT 57 4—D<wA7E (LITHOGRAPHY MASK COUNT) — 2011 R TOET
ITRS 2009 FFEDOHRIEIEZHEDIHEFE T, ORTS (Overall Roadmap Technology Characteristics, f&fim—R
<~y T HAINFERE)D Table 5 DUV T 57 4 — D~ AT A WFET T DM BENERINT, BIEMmEITICES
L ORE T R EATELE AN —= U JICEDBABIR N BRI b L0 Il Tc, 2D VY7
T4 — DT —F 77V —"7" (ITWG: International Technology WorkigGroup) {% ITWG D& &

3 ITRS 2011 EERDERIZH Y, IC Kowledge #-DScott Jones Fo D B BEIZ/E#H L F T
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SEMATECH 22 Y —3 7 MMIR LT, SRR DT I =D~ A7 O U RE RE 3720, #HE%
11O R EL,

ZORER, 2010 FEHITTHELE TL, WEIAREE -T2, ZOMEEORERIT ITRS 2011 F/TIE,
MERHIRMaE) Y 757 4— D~ A7 ¥ 3t #i L TW\% Table ORTC-5 THRAZENTES, ZOMET
IZ. DRAM A— 1 — OB MR RELN T2 U T T 7 40— DU —F% 77 v —7 1% DRAM O~
AT EHEE T HERC MPU OF —F%&fiotc, T _XTORM AT I =Tk T 257 —FITLL FD Figure
7127y hE& TN,

EORGLIZB T, 7R INOBEMESEL T AR —=0 TV T I T 40— O ARk
0. AT BT U RICH D, ZOFHEIZFEIZFES EUV (Extreme Ultra-Violet; Migsssh)VY 77
TA—PMMEZDE, EOREIZBWTHEIN AR ENHLHZLEIERL TS, (ITRS 2011 FEfRTHOIY S
T74—HWT =X 7 TN —T O — RARZIZAUX, EUV HAREHIX, DRAM T 2013 4F, 7Jv v =
AEYTIL 2013 4, MPU TiZ 2015 £ TH 5, )

7Ty a AR VR OFHERIZEIZESTH, 2014 EEETOHIMN T REEFEMELRHY kD 3 Koo
BVRERE HT (ITRS TIX 2016 HELIRRICEPERIAE L TWD) DFEIZOWTIE T — X N T 72
72o LLANG 3 RITT Ty alNEBRINTZ B EDOET Ny — A2 ONWTEL FEEOBMNaA s
M7=,

80
i
= 70
O
§ 60
©
o
o /\\ ’ D
e 5o Y, \“ Y RAM
= I W M Flash
| }. SN
O
& 40 X
i ’,’ I “‘ I’
» __§ \\‘ i
— 30 I i
o & ‘ I ! ]
g ’ ’- - Actual<|>Forecast : i
- 20 - T T v T : :
i &Flashin |
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2013 i
1
| I 1
Figure 7 Lithography Masks Count by Product Category — Litho TWG & SEMATECH Survey

ICK (IC Knowledge)#t:0 5 F D ¥k E £ 7 /L (2 He SRIAEOMEMTHE B3, ITRS 2011 FAEEHIZU Y
TITADEMT =X 7 7V —TRNEWATGEL D BIEIL ITRS OfHELINE RAHZENTEDH, 2D
ICK ¥&l&E7 /11X, SEMATECH & ITRS OV —F > 7 7 v —7" O ObE TSN T,
ITRS @ 2009 4E& 2010 AEDFRIZIESNTWS, 2D ICK EF L2k, #5 (ITRS @ MPU, DRAM,
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NAND 79w a) il W7 atx7ua—0T FUAEREETAZLNTEXS, 2O F VAT ITRS O

BHHBLOESOEMNZAILZITHESNTNS (Fig. 8 5 M)

ZTOTREATREBEOY FIVANZBITHYAZHITIHSE, £l2, FH D ITRS 2011 FROVY 7 Z
T4 — DT —F T TN =TI BFE I (ZE~ A7 EUV (Extreme Ultra-Violet, s 44 )
IZEAHBEIE) OB AR EFHIZLI2LY  ICK BT I~ AIEO FTHZTAZENTE, FiiioE A
DBLE HFEL DI ENTED, Hili ) —_XAIZRON TR OL O ULNEFHCTE o720y, B sz
ICK DE T /N FUAICED R 0L, ITRS 233 —3 528 (2011 H205 2026 4F) (ZH7-- Tl H
T&D, ICK OFET /UL, HMTHEORKRICESLOENHL0IE, 7t A7a—0r V4% RKELT
HEoNT=LDOTHAT-O ., FORERITVV T T7 40— —% 0 77 NV —T OFRERE LI FE U TiEA
Wy LU B, ICK DEFET L OFEFmIETH ARG R ELILETH T, A THY, REEFTRE THAHEEBIT,

LVEWNCOIZL B AR Th D,

F7- ICK OFEFIALFIFOFREIT., FHHE ADROBEN D ELERTAZLICIVEELYS,
72 Z21E  EUV OE AERRIZS 2015 4E0D 2017 £ 2 FEENDHE, A2 O — 27O T HMEIX. 2015

HED 65 Kot 2017 4212 80 Fr~LHE KT 5,
EHIT, ZOFETIVOMAT NICKIZ L > TRENTWT, ITRSD 3

IZIEUVORIEIZ AR LI LD~ A7

DO ELE RELLIENTED, TOIEN, 770 2fiifi~DORBELEZERINTNT, Fy—T0T
v A 2012 FITE AT HEY R E DI T LA RN DD, 2, 2016 FIZT7 T2 AEID 3
WL Z AL N A S LD &~ A7 BUT BN T %, 3 WoLi7e BV OFEEEITE AL FI O 8
f@irora—R<y 7 OB ORZIZIE 128 8~ KT 25 (THICELR, w2780 2014 0 30 K&

BIRNHS, 2024 FEITIT 50 BN 5) .

[ . ICK Strategic
[ MPU I P Model*
: Delay EUV to /

° S _2_01_7_ - .: / *Based on
£ FmmTTTTTT o~ ITRS
3) | Flash | A 2009-10 editions
© +— ChargeTrap 1=
3 | in2012; | /AN
o i Multi-layer3D Y
4 | ! begins | 'y ¢ DRAM
< | 2016 ! '
2 i ! i M Flash
~ B
3 4 MPU
O o i N
X . 1 EUVtiming: :
2 * I ' mMPU |
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(o) . 1 1
P Actual < V Forecast 1 :
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- ! FlashEUVin |
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e e T

THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS: 2011



B (Introduction ) 21

Figure 8 Lithography Masks Count by Product Category — ICK ITRS Process Model-based
Scenarios

B AE DR R LT T L DIEEDWAEND) Y T TT 4 —D~ AT D T-72T — 26N T-2 8T,
BNZ, AL D E S Z L ITRSIZESTH, FEWBETFO I W DL/ o7, ZHUZED T _TOHAM
T—X 77— W FEFER O FEE TR S I AR SR OITRS TO B A RN 5 2 8%
S TEAIIT o, Bz A EY 1 L (YE. Yield Enhancement) D E BT —F o 77—
I%, ITRSD 2012 F-LLETIIZ T, LW AT DT —Z DKM (Dy) O BEEIZEIET 500
ETIIZE T L=, AR EVH E(YE) 2 AL T, KEE (D)) ® BHEEIXORTCDTable 5 1Z/R7EH
TWAMN, (ITRS 2011 FRRTIX) VYT T 74— DD~V AT O T — 2 HSHELZL THEHT | L
7235 C, ZDF (Table 5) 1Z1F, FIZBEIFL TRV, LU, 2012 4ECkRThUCR a4 (Do)
DELIRDHET MENFHEISN TS,

HEEHEF YT EOruy /AR EO#Y (POWER AND ON-CHIP FREQUENCY PLANS)

R EHEBEEITOVTO PIDS LR EFHOEMU—F 0 77NV —FH DI EIEE

ITRS DUETZ#THI2H7-0 ., PIDS DM —% 0 77 — 7O HLFEVEEIC LD EHZ N OBLT
STHEY, 2L, ITRS 2011 FRICB W THEIA T, SO LRERICB WL L, REFo Y
—X TN =T DEGEHRELLT, Fo 7 LD (ay) BEEOUETNE ENTWS, £7-. PIDS ©
vdd (BIREE) . HP (FMERE) . LOP KB {EE /) . LSTP UKFFHERFE /1) OETH 7237z, PIDS @
£ T, BT m 2R X5 TEM BB OB ST HEMTE B GET U, TRk ) 1%
WL — R (GLph) & ERNBY S MNEZ (EOT. Equivalent Oxide Thickness) Z AL 5 LI E 1 )72
FATEOMPIFEEDOIN —R A 7L T ESITHNS,

O =X TN —T DF 7 EOJEWEE D BERAFRD N VR BRFZICWETSNT=DIE
2008 4ED ITRS Th D, TDOLEIZFE T LIz, EEROPFELMBITITHLLESNTND,

2011 12, BREFOHINT =X 7NV — T 13T R E A2 LT RSN, 2011 HIZE 5
N 3.6GHz EW)DEFEUESRLL T, LU, n—FR~y 7 IREMMZ2EL T, 3 (CAGR) 4% T JH K £
HWRKTHENIEDTHD, ZOFH LWL RIE, LLRTO ITRS 2008 4ERRO M I RITHA~HE | KIEIZ
JEPEE ML T L TWD (2007 12 4.7GHz L L, Ltk 38 8% (B 7 /L 11X 7.72%) Tk#) , ITRS O
2009 FhR 2010 FhR TORXEF O e KJE W E B R Lo B EE (ORTC @ Table 4) LD bl i, FELd
Table C (Z/RSFLTUVS.

Table C 2011 Chip Frequency Model Trend vs.2009/2010 ITRS Frequency

Year of Production 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Chip Frequency (MHz)
On-chip local clock -- WAS
Chip Frequency (MHz)
On-chip local clock — 2011 IS*

5.454 | 5.875 | 6.329 | 6.817 | 7.344 | 7.911 | 8.522 | 9.180 | 9.889 | 10.652

3.462 | 3.600 | 3.744 | 3.894 | 4.050 | 4.211 | 4.380 | 4.555 | 4.737 | 4.927

Year of Production 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chip Frequency (MHz)
On-chip local clock -- WAS
Chip Frequency (MHz)
On-chip local clock — 2011 IS*

* Design ITWG

11.475 | 12.361 | 13.315 | 14.343 | 15.451 | 16.640

5.124 5.329 5.542 5.764 5.994 6.234 6.483 | 6.743
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ZD ITRS 2011 FERDOF v 7 EDJEH IR U R, &8 O KRE72 43 # (headroom) #6725, 7
@ ITRS 2008 FER Tl M2 P AZ DA KM (intrinsic) FPE (4E3 (CAGR) 13% T ETHEL TN T
7)) e~ A7ty (MPU) & ASIC SOC (AT LF v F o) OFEFCRERBIENA R KTV |-
KB EET VL Tz,

L7253> T, PIDS D72V AX D AR (intrinsic) FrEE 7 /L%, ITRS 2012 4 &5T U A REARG
Thb, N7V AZOA N (intrinsic) FFYESGEL R 8% ITIK FSEHZEEREL TWDHDS, iR EHE
WO =X T TN —TDRT T o7 EOEEEO BENER 4%DEETHHDO T, & 2IE, £72,
1 B34 (headroom) 2N G- 2 HAILTW5, £z, wblea AN, o AHilfM:, HEF0, HEE S DOHE
KA =T 720 FERT v ARG 218 SN T 2 0BT, @R T 7  ay— D3 R
SOHEREBRE R HE CHLERMEREZ R T DX ED B D NT U AR TV F VIOV TAEIDE
FTAEDIIE., T —% o 7 7 N — TR OXS A ILRIEEN M E LA, 2012 FEOWETITHOWTOH;
o — ﬂw& M COERBIROERE R &M RIC OV T, & kT 2012 4FICBAES LS ITRS [EEE
DETHESIND TETHD,

2012 FEFCOMmBHIMIZIB W T, PIDS (% VAd(EIRE L) & Eif o H =] _Ob\fm}zmﬁﬁ%%wv
b+ 2Z8ICHTHIEIT D, FEBIAICIZ. MASTER OFHIET L4, BEHIAIIZIZ. TCAD OEIHET
VEAFS, PIDS DEFMALERIT., P32l —TarllkoTaME S 2T U %éﬂ?z%%%ﬁ%%
(emulation) 352 ¢a G Te, ZORMEZEE THIET, [l x DRI PRAZO R EIZRL, VT
T —Z DR ENIIEFICEL2D (] 1/22 £722) 23, ZOBUEX., REHE N T 7L~ rouayyy
HEt e T AR T AL E DI KL= D LD,

&5(Z, PIDS @ 2012 E&ﬁﬂ’ﬁ%’( X, /L F 4% —hk MOSFET (MugFET) ., I/ V [E& Ge DF v R/L

(2 &2 MBI ) ORI ST B O TV TG ie bl 75, o, ZOH T L2222 Al
® SOI b7 2% (FDSOL: Fully Depleted Silicon-on-Insulator) £2 i 4 | MEEEEVH L /) O BB O BLR
THTAHTETHD, (MMM DBETORN Yy 722 B BO L, - SHIZEEMIT PIDS &=
ZHIROZL)

~/LF 7 —k MOSFET (MugFET) Hi i 4 £/ L OWETEMI R B DU T, Figure 9 # & a7
W, Fio, ZORNT, BESND 2012 FFOUWET T F VA IZEB W T, FDSOI ERL U RET /LA 8%I2
WEOR—AEELYE 2L, v /L F 4~ —h MOSFET (MugFET) O & AR A2 Fd 5 — 7 PEREd#ER
U R%Z 5%IZIELE T 2026 £ FDSOI @ HARICE T HI51Z L7, 26Dy FUA L, 2012 FF2ET
M OT 7 a—F O HEMZ R T2 OH Tho T, 2012 K ETHD LR T —F 0 7 7 N —7[H

DEBIEKEZ, LT, KMEETZHO TN EE, BRHL TR0,

FeB A LIZIL, Figure 10 (2009 42t E 2011 4ERRC, Fv 7 LD JEH £k L PIDS O A KA (intrinsic) J&
WA BERTERLIZLO) Bk AW, 2011 0 PIDS DOV TIRIRERDOET L (MR TTF v
EARFE T ANA R A IVBLEAICRBLILIZET V) TiE, BUE, B L THESR 13% TR S ET
E)c‘:L“CI/\E)O ZDTTTDTay s DILERDT — I, 7‘21*0)?32117‘7 X T T N—T BB RR T —H

IZEASWTHERLIZb D ThD, T7bb, TANDEWNY —X 0 77V —TRNINE LT — 2% KETD
Y —F%> 77 v —7 i % (2005-2007) EHAE (2011) O ITRS ORRIZFLE S A7 B L gL CTE
LIz D ThHD,
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1000 /-7
| PIDS 2011 ITRS Table: =@ Extended Planar Bulk
T\l\ L 1/(CVN) (Ghz) =
“11/156 — ‘26/1000
| @-13% CAGR,{{ —&—UTB FDSOI
(D + 1I(CVII)(Ghz):7
~13% i ;
~ | “11/313 — 261686 @ 5.4% CAG;? / Multiple Gate 2010 ITRS;
— CAGR-MugFET Tren 2011 ITRS Unchanged
=
PIDS 2012 : :
> | [2012Proposal: NMugFET EDSOIScenario: _ Multiple Gate Pull-in
O 4-year Leading Co. 15/294 — '26/686 Scenario- 2012 ITRS
~ pull-in] < @8.0% CAGR Note: 1/(CV/l) frequencyis reduced by a factor of 1/22.4
:| * e ina PIDS model of a Ring Oscillator (inverter chain) 101
/ stages; 1001 stages, etc.;
100 ! - ! | ! ! ' FO 1 (capacitance example .1pf);
S 3 S =] I Y S FO4 (capacitance example .4pf)
o o o (=) o o o
o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~
Year of Prod p
— 2011ITRS
1.00 \ | 2011 - 2026
: CV/l(ps)~ —®— Extended Planar Bulk
PIDS 2011 ITRS Table: ~-12%
—~ | cvi(ps) = CAGR 2\
(7)) - “11/0.64 - ‘26/0.10 =—li— UTB FDSOI
o @~-12% CAGR PIDS 2012 FDSOI
— | Scenario:
—_ | . , 15/0.340 - °26/0.146 Multiple Gate 2010 ITRS;
= 11/0.319 —°26/0.146 @ -7.4% CAGR 2011 ITRS Unchanged
> -4.8% CAGR —MugFET &
U | Trend y * =>é=— Multiple Gate Pull-in
Scenario- 2012 ITRS
[2012 Proposal: MugFET
4-yearLeadi_n_g Co. \ } Note: 1/(CV/l) frequency isreduced by a factor of 1/22.4
pull-in] == * S \ ina PIDS model of a Ring Oscillator (inverter chain) 101
e Y stages; 1001 stages, etc.;
0.10 ! ! ! ! ! ' FO1 (capacitance example .1pf);
=3 3 =2 =i} 54 = S FO 4 (capacitance example .4pf)
o o o o o o
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
Year of Production Ramp
Figure 9 2012 Update Model Trend versus 2009/2011 ITRS PIDS TWG Transistor Intrinsic

Frequency (1/(CV/l)) Performance Trends
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r _ZOE1FRSPITSIF; — .IIIII2III1:;IIDI ;EIPIIIII-

2009/11 ITRS PIDS/FEP "
Intrinsic Transistgr Frequency i Ring Oscillator Model E
1/(CVN) at 13% CAGR o 101 invertor stages .
N N N N N N S . " With equivalent Fan-out 4 =
2012 Update Sct-zna:;:)e:nl\g::/g:f;llE\'l'G':a 4yr Pull-in 1/(CV/); I o : Capacitance load; :
e a  —— E: E'lﬁl‘ : Results in Frequency of »
LA 1 ~1122 x 1/(CVI) 4
~ = R at ~13% CAGR .
~ I at8% CAGR J/:llllllllllllllllll‘
P -— - EEEEEEEEEEEEEEEEg
100 > u 2012 Update Scenario: n
122 . FDSOI .
3 at8% CAG [
EEEEEEEENEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE,
u 2012 Update Scenario: -

n
n
>(>2< - at5% CAGR .
N d EEEEEEEEEEEEEEESR

x > anun u
X
10

Intel Actual

. i —
P ’,0;*"‘ - H.iom...ﬂ'x BAMD Actual
7

Ve 00 — S ® eo® IBM Actual -7
/. ,°n. ¥/ on-Chip Clock Frequency: X 2005 ITRS (18%) -
’ g Performance Improvement tradeoffs 2007 MRS (8%) = *
(d P between dimensional EOT and Gate Length (8%) —
—— 1 AN — with “Equivalent Scaling,” both process-related ®2011 ITRS (4%) = -
(ie Strain, FDSOI, MugFET, IV Ge, etc);
2007 Des TWG I u and also Including design-related tradeoffs:
Actual History of -Multi-Core Architecture
Average On-Chip I -Memory Architecture 7
I 1999 -2007 I/ -Software Power Management ORTC Table 4:
1Ghz - 4.9Ghz -etc.] On-Chip Local Clock Frequency:
~22%CAGR 2011 Design TWG trend:
I_ R | |_ at4% CAGR
0.1 T T T T T ) - - - = =
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Source: ITRS Test TWG compilation, ca4Q 2010; 2011 ITRS PIDS, Design TWGs
Figure 10 Design On-Chip Frequency vs. PIDS Intrinsic Transistor and Ring

Oscillator Model Frequency
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T R E GRAND CHALLENGES

%557 IN THE NEAR-TERM (2018 £ C) L EH#1F 1|
LONG-TERM (2019 4 LL[%)

B2 (OVERVIEW)

NI R E SE S DK 172 R BRIE D R RIZ K L R b O L & 2R b 3 T & T ARL Tvd, MPU
OEFEE M LT 2013 FETIE 2HEF A2V TIHERL, DB 3FEFAINVERD, , 7T 2 AEIDTF
THIZVOE Y MIDOEINL 2 FEH A7V T 2 5L X—ATiELy, DRAM OF v 7 HI0DE Y MED
BEMAR—RL 3 FEF ATV ThD, [HLOR—ANZNZIUCERDT20  [HT/ —REVWHI ST
I, BT, HINZHMEICER THIENTEA, PIDS (Process Integration, Devices, and Structures,
TavAAL LTI —var, R EE)OFETIE, MOSFET (MOS #UE RN RN A%) OYEREZ W)
FEELTEDITTEBORRIEDRHY  ZOKMEZ /3T L )L X (Parallel Path) &FFA TV %, MOSFET
OfEEEL L, FEBORER D SV FH i D MOSFET (metal-oxide semiconductor field effect
transistor, MOS R NHENT P A%) | Fin-FET 72 & D IHIZS — M #55F> MOSFET, SOI (Silicon
on Insulator. SOI) F:H | MOSFET MR &72 > T4,

ITRS HHEFRICADDOHY | FEZERE CMOS WAL OB ERAYIRAUZE L LIZCD 72, LU Ol
TEIBICIZZ S DOEANFRED TR > TS "E— TR, Jeimb Bl FRICHEFm R FiEICB T E=Y
V=TV RV — /B, JET e Ao G, BOERTREMER S, B EEIE CMOS ITHTLAEY
FTEME T DD SoC HiAfi<e SIP Hiffiz & e JNWHIPHO BT ICH A TWD, 2O LD 2B -8
RPEEZEDFFHII R EIZES TRAI R THD,

4% ITWG (International Technology Working Group) X[ R ¥/ £ iR EH | L TR OFIZEED T, =
DOHEZE (Executive Summary) (25 70, ANHT (FE /2 H TR (Grand Challenges)D i) (%, B ifrif
DIHLDFEBELELORERA T, TNEFLIRLIZHL D THDH, AHilE, HeF 0 EEHIREO 2R G4 42
TH—BEbZ Lt ERL TV,

INHOEFERFEFRESL | e EERa ANEFEL W) | TR OB RN LT, 612, Ein
(2011 -5 2018 42) LR HIA (2019 F-0°5 2026 4F) &) SO IR /31T TR~ 5,

S FH IN THE NEAR TERM (2018 £T)

fEEM _E [ENHANCING PERFORMANCE]

Yy F NA AR —Y 2 [PROCESS INTEGRATION, DEVICES, AND STRUCTURES, FRONT END
PROCESSES, MODELING AND SIMULATION, AND METROLOGY]

7L —F—CMOS DA =V 7%, BAREBICEHEL TWD, 7 —MEREO L, 7 —h RO
i /12 AR BE D R BEAL Lo 7o — R A — U 703, B30 MERECIH A BB )00 i RS
DERZAG =S/ l2 > TETW D, A7 =V 7 ORERFTIT BT IZIE, 7 a R AR Ot 2 ke
LTOLSZETMA, HILWT ASART =% 7 7F v —DBEANFTEHH 0 BILOMBZE A DT LN
Lieb,
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BT HICIE, HP <° LOP 7 /XA R|Z high-k A% /L7 — K HKMG) M MEE b U ED 72 12b B b 53 R
(LI R IR E(EOT) D AL 1, RIS N2 E TH D, 22nm LZ N LLED T S A4 2 TlE,
@D =V 7 X, P Va -high-k FEOSE D, EOT A7 —V o ZIZIERICEHELZ 2 B TW
%o high-k B/ EHE, BN vy 70ICED S — R ROVETRD N T D728 . 7 73 A A2 "l RE72
high-k S BHIFRE G, ED high-k MM EZ RS0 G E, B PHICEE T8 Ths, KEDOT
AAREPEL IR DI E T AMIH LT, b SNz 5e &7 — b AZ v 7RG OM BN R LB LD,
Va A/ RIS Va i iER BV, ROEEEO®mWT —hAZ v 7iiEL L Co&kEIZ - LT
7272 2D high-k 7" — b AZ v 7B B~ ZE F X MOSFET 77 /2 I B W CRib i v AR I 1AV T o
RERETH D,

7L —F—MOSFET TiZ, v a— v R REEIMZ D20 ENTF v RVIEERLELRD, 20
e, BEEOLILE) — N LD E IO IMED RN —RA7 L7225, T T /XA AD L XU ME
HIH DI DIZZDF ¥ RN —E L 7 HANDELEVMEIESSEL AL, BIRELEDORr —U Tl
7o lEl B R FE N EEL <72 %, LR EL C, /v F 57—k MOSFET (ffl 21X finFETs), B#ERA T + FD-
SOI 72X DHFLWT NAAEE N SN TND, TRHDOHHRT NAADOFREIL, #HE MOSFET O fi%
JEDIELSEHIE TH D, FIEERGFRCVAT LT —F 77 F v —DekEL I, ZNHOFRE R Z D
TV LERHD,

AEYFT INAARr—Y 7 [PROCESS INTEGRATION, DEVICES, AND STRUCTURES, EMERGING
RESEARCH DEVICES, FRONT-END PROCESSES, MODELING AND SIMULATION, AND METROLOGY]

FEIZ BT DM WFZEBR R IC LD A7 — U DOFMESRLNAWNAR A —) o TR ENL -5
ENTND, BUTORARW AT LT, ARSI ONEH#E O DRAM, SRAM, NAND-Flash, NOR-
Flash 23T 541, =— R~ table IZH#E L T\ 5, BIZ, BIEEBE TIXHA03, HrLWAEVEL T
o PR/ =R/ FR b /2 U =2 (silicon/oxide/nitride/oxide/silicon (SONOS)), FeRAM
(ferroelectric RAM), MRAM (magnetic RAM)<CAHZE (L AEV(PCRAM)Z 27— R~ table (25 L T
W5,

DRAMODGFRBEE LTI, B/ YA XK/ NS T2l ) 72 B v SV AR B, \ih B IREOE A KXY
— T I RAT NAZAOEA ARKHIIY — R, B MREOE AN E 70D, KA ER G EaANO# S
5 AR L O EBICED > TWAN B LSRR E DT VB ANT DO 2AZ @ T AT N T a1 5
VENBHD,
7Ty a ARG O R RILKIZHEND, 770 2 ABVOMEN T AOMBEIZE SN ENNDED
272002, ZORIERT Ty a AT VDPLR T, 7Ty =2 ATV IEMMN TH - BHEZ i IcBIL T
DRAM, Logic Z#Z T, HILWT 7 /0P RTA\Eleol= (VI H, =y F o785k, ke Li=7 7y
2 ATYVDOHEEE DM EiX, ZoDOB/LVANOMZE, b iz, AUz iR OREE D27
—V T RIS, — DD FIEEL T, 7 —F — R, 2SR EZRIET A0, @ik El
MEDE AN NN HT2AD, 3D-NAND 1L 256Gb UL EOFEZ BIFLEAR P EAL TS, 2 ANETH
FITHLN, ZfE Bit BADEFEMEOEFITHMUVGRETHL, NEREMEATY OREITH AT D& E
I RNZH AR —T a7 RO AEY MRAM, fHZE L AEY PCRAM, FeRAM 728 DA —U 7 DFf
BEETe, BlZIE MRAM IZOW TR B LY A REEEHZE I OHIEOT=DIZ, S5R5T L AT A —
MDLETHDH, FeRAM (2D TIE, B/VIAM, BB LA XM/ IMEN B E THDH, MRAM
& FeRAM OO EL CTiL, Yy 7RI A G DT EEDOIANTHAD, FFlZ, Ny 7= R TE
NZFp MRAM &b, FeRAM TII KERFRELER D TH A,
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EitEEE, (B2 ANRF& 70 /Iy 7 AR T F IV DfFP-% [RADIO FREQUENCY AND
ANALOG/MIXED-SIGNAL TECHNOLOGIES -]

S ANEYHE B I EMEREN . 10 GHz L F ORI T Lo — R —IC LIV o LS (T7 7V r—ay)
THDEDHT 7 /aP—RI7A43—=Th0ikeiT 5, 10 GHz L F OIS 438 ik, #FiéECcH 5 high-k #afx
T ¥ VI T A B A LT 4— 77371 CMOS HifliZ W ThH, T AL ADIA YT
UE AR, FFREIANICH D, b=V v—ar 52 58 LT, 2l CEMMESN - Z 8% 1
ZRF o7 5 RECMOS Z BN T 52805 HAMIRIC /e > TETWD, ZAUTiE, KV EEERE
BRIE2EH IO EHRFNSLI/2D7259, HBT T /3 A% 55 H 35 Tk, K771y
VTS A=V TN A INEI 22572 5D, MEMS BE3E LT D REEN#E & MEMS O
EHE L A7 Ty ZEEFORIKBEOIEE T ot A%, AR AT AV EREICEE L E kAT
L3020 L TRISID, IV OM B TIX, ZMi723EVaThod GaN X —RELTT 3 A
AP DOREEGEHZENTEDHTIEAD,

FoTNOT OENET FaZ B I OE BT, T ET 2V TN 7RI Db D EE LD,
ZHUE, Fy TR EL BIREEAIERS LD, B EEEEILE IR > TWDT2D Thd, BEIFRMS
BHRAE B LI A Ay 7V 71, B REHHORRBELL S 200, R A XDy 7V 7 a KR
B0, FEFICE L OEF I EMNT (] 2 1E ., kQ-cm OFEEFIFER DO L2 O) N MBI bE LR
U,

MEMS

ITRS @ MEMS 77 /0y —U—%7 7L —7 (TWG) 1%, 2011 4£{Z ITRS Ou—R~v 7 |[ZH L
BEABMT D8I EINEL, 22 TEYH#HbND MEMS T34 A (NEER, Yy AfuAra—7 <
AruT7 42 ZLT RF RI7H)TiE, o —TU P ARXEAARDKEEND, ZNHT ANAAZBWTH
— LR DYERRICEAL  EAafk e et B S O E T, MEMS $MI361T D R OFRM T, 851 (HLA)
BEREDOMEIZET 20 THY, ik, FiclE, Ry r—Y  ZLTT AW Y E KD NNy 7R
TREEEBRLTONET, EARNANALZ =Ry b T RAAA=IN L0 GOV A XEEEEZHSL, N
TV —FMEIEILL ., ELUTH LW A 2B REZ S T 25912, #8560 MEMS 7 /A AA—=1Txt 5
BURIX, WAL — U AR EREER G E BEIE T 4000 Td, SO MREEL TIX, 10
H i (DOF :Degree Of Freedom) 7> MEMS 1Bt 2=y o fENRZE TN ET, BHED
WERIEZ, ML 3 #lh, v A e 3 il ) (/X R) 3 i, mEFHEL ORI 1 #OEE 10
i G

FLWT —b Ry 77w AR XK [PROCESS INTEGRATION, DEVICES, AND STRUCTURES AND
FRONT END PROCESSES]

)22 A% V7 — R -V TEOT (Equivalent Oxide Thickness: SiO,#5 E )% 0. 7nmFEE DL I
LT DR, RO TR R EERFRE CTH D, PV L THE 11, BER O
YRR F3IZH-> T, RiffENELS, IVFEROROFEERBLETHD, 16nmN—TE Y FLUED
HRICBWTE, vV F 7= T DRZ LD — A2y 7 O mEAL Z ST 8%, F— L7 i
DOEDTHD, FICHMEEL T, high-kfEEVa RO R EwE O A r =V 7 nzgifons, 7—nu
VEELRY BN A U BELIC LA ENE S b AR T o REE DA = T BTN E N DD,
high-k=° 5 1 & O = i B AL R R HETH D728, SiGe, Ge., II-VIEFEMR Vo 72 BB B EE A O E A £
Lo AH, T, MR E(N—R T L — I X TR0V TR T L — I X ) R ARG (T v —
7w 7 ALE RIS D22 T )72 E Dhigh-kE 264 DF fE M BRI L2 T uidZe b7,

DRAM DA =V 7 D21, AR —F X /RO X R EOFERE 20-25F [ZHERF LR HHLD A A
Y MR E T OIA LY — RN CHAER BRI, 2B DAE) —F v /U XD TRUVVNE
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WEIVIEIRICTE R T D ERHDH, AR — UV EO ERIZEY ., metal-insulator-metal (MIM)##% 15
® DRAM F¥ /3022, KO E Wk E R (higher-k) OFF AR B3 B L EE ASNDITE > TS, High-k
Motz L mMEF RIS A R O BB OMIZ, IEFIZE N T AT N AR OB LWAR — 3 ) —RTE Al
MNERIND, T IEFITH b\74]\1/—9/~l<‘0>f:25?>0>%ﬁbb\ﬁ&‘ﬁlﬁﬂﬁiy?“/ﬂ“&ﬁﬁc‘:ﬁﬂﬁi‘ﬁv
— = 7 BT E B AR BRI D,

Ty 2 AT —DORGIIR A= 7% BREIIZIZATY) — A O o0 EERER LR O EE
IZEDETANRKREN, ZIVUTI RV E A 22— RUMERZIE T, Wil 1654703)7//3/&1/7

2TV ADBREZRIET HLDTHD, b RNBALEIX) T v a BIRGET D7D+ EL R T
X720 EXIAR/HEEER BT HDIE I EL R T IR B0, 4’/57 T)f@f%ﬂ%
U%‘/yay%f%éﬁﬁ“éf:&)t:ciJrﬁa\L:EO‘oaﬁmi‘focEm\733\7U~y7°U‘/7‘tt%aia£ Sl

INCTELIRT IR D720, b RNV D A — U I X B 72T v — ‘/“)%‘/‘/a/fﬁ P (BB D3 U
ﬁﬁsﬁb\)kﬁb\i%ﬂﬁ/ﬁ%% (BERHE N TN B W) 2l SE 22T UL R0, BIEDO A Z—
RUMEIFEE LA T ANTAREEIEICL DD T, EOT 2 #ET5LF v —UT 0 oa Btk
BTERWVIIEELIRD120 BB L I3 L Tt Bbns, LEENn-> T, 2o LREIZIE
high- kﬁ‘ﬂ’i’%ﬂﬁ‘é%%ﬂ%ét%? M B A BN T IE, 7T vy 2 AT — O ERRY I A —
Vo T %5 T D129 121% 3D NAND H il 3FIEFICHETHL, TN a5, MEDO LR EMEESE
(NESpAN D'EX/(/T? LU—ar MRE R B RREIZ 72D,

32, 22 NM —7FvF [LITHOGRAPHY]

32nm N—TEYFIIMEKIREL IV T T 7 4 DR O N R IZ B T E B3  Th D, 193nm DK
Wiz 7 1% ATl NA(numerical aperture)@%ﬂﬂ'ﬁ?ﬁ%)@ KERE Y F ~FEESNIRORYZDOE T % fif
B+ AZLITTERN, —F UV OaANMIIFITE 2 21285 TLE), ArF =%~ —HFE -
KRV 7T 7 4 D—HIELWE K ThD 13.5nm 0) EUVL(Extreme-UV VY777 1) %, 5— 7T OiEHI%
DD Db A J1725EM Thb, EUVL L 1lnm N—7EyFEFTH 7 IVBHIIRETH D, DOk
B REIL— L ORI 27D, L LS, EUVL IZE 10 @RI, EkEL O A, 5
Kam P~ R EE DA T T ORFENIB WO T | FEIEL TWD, ZOREB OB II N EHETH D,
VNFE— AT RAIV AV T ZT 43~ A7 QA R SR REME AR D | B AL — L Ol 2 L |
EDOTL X E VT AZ R T ZENTELLOD, B OYHERSIZHD, 2 5O T o B THEITH
MENTNWD, ZNETIZE MG S E-HERIEA RS TV D, BFEMOERY, oA, Kia, EhEbd
FEHE, LU ARNTIIELRDHFE D THOILTND,

22nm N—TEFTOYI T T T4, VU NVBE OB R T O HKIEIRD 193nm A%y %
AW AR =Y —IEEI I~ VT AE == TR SND FIAHZRTHD, L)L, D TRX7p~v A7 -
LT — e TN AR N T 7V Z(MEEF)ET AV =Y« T 7 FA(LER) ERFHIIK Z D, ~F— %
T HEESY 2 FILL EBAZ SIS Ea AN EL 2L ERRBEO WO FEMTE 5, 32nm N —
A= /% Zxid 5 0.25NA L[EEBED k1 fEICBWTIL, EUV TO NA 1% 0.36 L)LL:LH“@Z\%&%@
W R DIT—KE N 2D AT REME N D720 | LBEEE IR F <R ER THHT-DITT S5 m A
WHIRNMELIRD, ~ VFE— LB RO AIV AV T T 4 i%%éht%@@ 1: UNAGY = £
B FIXRIFEOFEIBO LV O 7 B VAN T 572D IZSBR WA TN ML LD, L,
Tob TV RERIERICE T R B AT AR~ AT WA B E LR THL RN RSN 5 A,
AIV AN T T T 4130w 7 E AR TR RIF CEEOH LRI IR LD,

< A7 [LITHOGRAPHY]

~ A7 HEMILIE T EmAM TR EE I /> TE TS, v A7 ANTI IR EICE L CT&7-, JuEERB
fift % F1E(RET) O T4 ) & 17 L&, Iz TEY K& MEEF ([Z72-7=2 81280, ~ A7 ~FiEY —
MEA BRI -3 Z RN /ol XTI e LT Y — = P TCIE~T AT R — N B E~DE
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KITEELL 72D, WIURICHARREDEESN L EH L ELRNERBIADE AL T AT RE =P AR
DR FIRAG DL T2 > TWAZ LI KD, RIEIZESICE(LL T 5, EUV w227 Tl KR [G T
FERENRVIZNVEL TENEEITOE NV ST=ESIZELWE R 3 H 5, L~ A7 A 1l TR 23035735,
EHAZBREREICBO T, BAEREIIRAIEL CWD, EUV HEICBIT D~ A7 A S MEEIT A
JHBET B, FAUTESRHTARR EUV YAV AL 7T OB ML L RSB A2 212725,

LT AR [LITHOGRAPHY]

LU ARD LER [ZIFIERCHEXE THD20, TIEICH LID REREIGICET D, " F— D%+
B72E /M L | /a/}‘//fx WERAREIC 208D 5, BUEHB DL AR — U BIN D720 | T DO ESEIED
TARTRIE 2.5 5 3 ﬁ%lJBEéimé PE-T, ZNZENOHEMHARDOHERITIVL D ARD HE st R 1T
<TI0 D, IRV Y 7T 7 4 DLV ANAEBA 3 Tl v/xhtlwﬁtfﬁ(é%‘:ﬁﬁ;% RS E DI EN LT
HY . MELOBRIRO S MZ LV HRSL TWD, EUVL TV VAR T UM AT S F R R Hm O #3
272D RIREMED B D, &&fﬁﬁ%ﬁﬁﬁ%@f:&b@vcjx%%@fﬁfhe“/ayk/%x‘%ﬁ%ﬁ@t&)@v‘/“xMEEFfz
FEALEAE LER (LD —RA 71, HADL DAMRE — BN E0E L OEE 2> TN D, BRLY
ARTYH LER ERBEICKE LS gy s A XANR—R A7 L7725 TS, JRJE~DFER|T EUVL i& fai L <
(ECAAN

CDELere D4l [FRONT END PROCESSES, LITHOGRAPHY AND PIDS]

=R OB I £V CD (Critical Dimension) #llf#IZV Y777 4 —BL ORIy F 7
TR TB T LS NEERIREO— 212> TnD, VDI, ERTF vy RV EE2HIET 572012 A
NI T e ART +— VIR (Profile) HlfH 28 OB TWADY, £ D712 CD Hl[#EIT EIZEELAr o
Tb\%ﬁ TF—=rRIZKHLTHEIND 30 I THOEIT, )/7‘*’7‘74’7°mt;<3:i/?‘/7‘7°1:7ﬁ2F‘Eﬁfﬁ%iﬁﬂ:

DEENDLD, TR AFAEITELLO T A THRFUIIE SN TS, nJrO)%EEI | M2 BT Dk

.:Jr/l/*/l/ ZBAT MR E LVERD HZ LN, MO A7 —F7 L7 CD ﬂ%'JﬁD%T (29D HEELTER
2727z, LER (Line Edge Roughness) &7 NA AL DX ETHEH B BRI o7, HHIENTIZ

BITHKEELMHEAE S LFICLSIZ, LER O L7 a2 (myF o 7 eV 757 4—) DEE
fiRECTHEET D, EIC ﬂéﬁu\# M%‘*Jr’? 3D "IV P ASIEEE BN T HI LT DE IRy
F o T TaE AR ARY +— VRGN 31T 5 58 )7 M eGE 2B L T IV < OMEZ Rk + 2 B
DAELDLHZ LI D,

‘%%%%-1&%%%0)%*%%7‘:@‘%‘?%&&“5{%@%A [INTERCONNECT]

R REEDOERIEEEE B ) e i/IMET 572012, EEBLE TIEAN—7E YT 130nm OuYyr 7 utk
2D M1 JgDF < Fak AT, m§%$j‘zﬁ 1&%%3’%’:@%%5%%*473?%)\%&%7‘:0 Wb E R
%, N—7E>TF 45nm FTHEALTWD, 207D LA LIZEAM B R L &E I T3 EE L EEL<
EHTWND, AV Ml IO FrA O RGE 728 AL, #kL<72> T\ 5, Low- k fEix B2 Wi,
T OFIEFFES=TAD Low- k MELOEANTHD, =y F 7 CMP 7R ERIZLD k EHOX A—
DIRRIT, R—FAMEHZB W TUIET ETEEILRD, MO FEEI=T X7 Thd, 2L, K0
BERIETIELIEDOTED, JVEBOKRE X vy 7 %FELC Low- Kﬂﬁ%ﬁﬁb\fm%%fﬁv%éﬁﬁf
MO THD, TT7 Xy 7 aEGtefla D7 7a—F O T, B LUTERMRICIV ST DhHE % H
b\éjﬂﬁ I, Ko AN e A OEDTHD, EHIT Low- k MEHTIE, 574’//& /\//7»—“/ Tyt

(I 295 T8 43 TR BEMR R R BE IS L BE T H Dy AZAMEBHIIBWTIE, Cu /N7, HDHW TR
ﬁﬁ%ﬁﬁuﬁf@ %ﬁﬁﬁ ZEDPN Cu Bl CORERIRBIRD EFA N RE B E/2 > TN D, (KK
Pl @R HEOEHO-DITIL, Cu AT 7L —a DAl RERIRE D3 7 4 — < VIR BTN 7 A%
IVINELREND,
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Eﬂﬁﬁ@%E&%ﬁf\@@mﬁﬂ?f [INTERCONNECT]

BEMEE Low-k DA T 7L —3aid, MoEE, Pk, FrtE & VBRI RO B R 2 -S4
X757, FFIZRIA R N 2w by F 7 T v AN HZ ) TR E T RO XA A—T %
Bl ERITHMDOT v REDEFEDAL T T L —a BT BRI 7258 5 | 77 I VI | k2
MBI A 72T Low-k MBI ML ETHD, Kifa, 1IL620%, KT ANIEE T BB AZHNLIED
= DICHFT B UE TH D, ITHEOECRREN TIE, 163k DO ~HEDOBAML L RE D 2L A 1D BRI 72 %
HAE DB FIZBNT, PERE, ST —  (FEMEOFEIZIVMEA TS, SHEOALIZ BT A EINED
BRI TIIMEREATG 72T 2N TERVWZD | FITICAR-> T 3 WITERE (ke yF D ‘/):‘/1%5@8‘7—
TSV, Through Si Via=%5Tp) 0, =7 X x> 7 ZILETIZRUVME FRIEIE, Filo ks o52dk
. ZNETI ’7‘@@#@@%&%%)?9@&@%%%u\f_%ﬂ’“ﬁ@a%%éw@%ﬁu\&?ﬁmm EhTna, JLE
ORI E M2 BT H720I1201F, Tz T 7L —ar CMOS Lo B #aM: | SRR, Tl
AREZRET VT &U@Eﬁ/% EDIEERRFTOY — VO bW o7z FTLWBM EHA R I H e 2 &
2725,

HEESHDEHE [DESIGN]

TIANRO BT TR —UNHOENT, VR RICEEN I E o TRIZWIZR 5, Tz T,
HRAFITI T PRSI 2 (51270257280 HEE OB L, T _XCOIHSE bz > TR E
Tho, HEENOEBORBEIIEEOL /L RV AT A &G, 7T AT E 23> THVME
ENDMEDRDHD, VAT LOBIIRE L) — 7B N2 E AT RIBEMEL X, #3k vdd, Z7avy 75
BB, BB DOAT T BT —F%T 7 F v, I Vi, Vo /LDNRAT R T ay 7D ¥
NI E N5, ZTHODFEDEBRICHT-> TOFMREIL, AT LRKEF~DEREL T, HEE S
KiEL(Z R AL OIS TEDRFEET)DT=D D CAD V— /L Ok 7t BIZHE 720 | Fiz,
RIRFIZHT LWNT NARADT —F T 7 F ¥~V — 7 OMEREERICER S LA,

(160GHZ ¥ TO)&AKAROED OEBERLV AT LADOEFYL S

FEUEFHHY (non-quasi-static) R . Bt /A X G JEE A X 1UE AL IR ARV ADL AT T MKATE
ZLTC, HEMAREDEM THRNR2 NIRET IV Z1E, VDT EETHS, S AN EEHH]
I, B— A EHDEL B — L ELOELEERAI LI Z DL, HBO LD F
THRMICEBEET VIZEETDIEBUETHD, T AAALEB O L Mk, 7 at A/
TAAABE a2l — a2 VT, RIS RE 7 2y 7 /Bl L AR G AN — M D 2 LN
Th%, M/VHEA, CMOS, mINEHV) FEFIZHT L3 I ETANBELENTND, ZEFE T
(Tl ZENTIB AVE I —  GREA B —a Ry M, KIEHR T BER) DAL "I RET L)
MEESNTWD, ZH9L7 RF BIEH= 7T A ORTA=2liHIE, RF JIEZR/NRIZT 2050
ThHHFENLELL, 77GHz @E%ﬁv ﬁ@iéﬁﬂﬂﬁ”m& RF Ji %, 100GHz fEIBICIE SV T,
40GHz JEFHTH . 3 KO E TG = L 120GHz ETOEREET IV T NULETHHIEZERLT
W5, &m»—/\/l/focﬁﬂi.“@%'rj/ﬁ%EETE)% FlzIE, 7 aAN— | SRR SR I TV
TLUhav AT L — 2 a (EM), BB B2 E NS LTl T D, ZHLIREIR 7 vy 70 Bk, 41,
Nolr—VBOMANER %, Bigole® TV 7832l —Lar LULTHARD, B26< Bio7o 8
Tzl GbELZLICE>T, SoC & SiP LD HEE Y — /L OfiE &1t (heterogeneous integration) % 3L
BT 5I912, CAD Y — V& SLICHBEIERITIE RS0,
FOEEDT-DDTa AR B ADET Y [MODELING AND SIMULATION]

Jeitery72 USI (Ultra Shallow Junction: Hd THWEES) MIEILT /A AMIE DMk 2 A — U7
DI=DICEHETHDH, IVFT =—/LX° SPER (Solid-Phase Epitaxial Regrowth: [EfHTt &% v /L FRAL
B)ZEY, FLAYTIATF v var A E#THIE, insitn F—E2 71 EBTE 2% L v L BIM Ak
LEBIT, HMARSOMF], BIRLEER TR, IEEALDIRED =D I IKEDN D ERFIFS N TN,
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U7 =— VO I 7B WA IR W T, R, IRV ER ST K, R—7 LAk Zinic
o THICR =T SIND MW DO RERIPRE R A BAEHZ O 2 272D121%, KVMENRET VRN LE T
5, SPER 7°x:~z;<Elﬂfﬁ‘taa}:7%/1/77}@52%?5%@1%*55%7?8@&5L"éﬁb Fio, KIan4E
RS ABMNEHOZ A=D1, BTV VRS O EERCB 5 A3 4% %Té@é TEZF L E T REA
DOEEIZ (in-situ T)ﬁ/ﬁkéhtfmﬁ@@?f@%% EAMIREIZED X DT-OITIE, HILWET AN KLETHD,
LI Si FEROF LTI ATREZRR Y r e AT LT, SiGe:C., Ge. SOI\ TV, MED SOI & Tekk &
72 Si R—ADFEMRITK LT, WA ATREL D, HDWE, T DO DT T VOILENLE LD, GaAs R
InGaAs 2 EDEBENE DA EIZ OV THRIKETHD, IVIDEFME, i,/ R DOE, N
TEMNREONRREGE DA MR EROZEL M LD, 5 FHEOFH, B — AT 272
AL WEVETZITMBAAL 2 R A D 70 & e AR O TV I BRME L5, SiGe:C DX 7
TEXF VLT aER T BHEREE RS TS T Y RV T ANARZBHEIND, 207 AR, i,
KM ERE G XX Y VREROET V7 1E, DI 2% vy v A0 xwEbD7-

ZIFREMICEE THD, T A ADBENE 2RI D570 D AN AD LTI 7250 Ik
ENDb, T=—VHOWMEEER KGR AEIZLDAN AR O XS 7 v A O R E O Eb %2 &
AR AD LY IEfETT VTN EIL/0 5, a2l —ay DT )IVENRTA—H DK IED =D, §
HIFEAT O B/USI(2D/3D DR —E 2 DY R —REF YL 745 1255 fRRE D AR L ZFHRNT 5k D kit
IR BRI D, T 3A AT HEL 2D PO RELI L, 3 RTCHIBRARMEDR B EL T 5L RIS, 2072,
SeER) 3 IRTEAY T =, 3D OFFRONFEMELIEEZ N LT O WIS VB L/ D259, /L
IR REIZEBWT, JEF L UL BB — XU MR R ETOBEHIRET I TN, F IR
— UAEIE B T 22 RO D BT 7025, High-k/ AZ V7 — NI FEAR ek B L L TR S
TWAH72% | High-k/ AZ VG — O HB, RiE O FinBiEs c OB E~D 2 FEED0T
TN TNINTELEI2 AT,

K= ANEPE [COST-EFFECTIVE MANUFACTURING]

BEHAEENLRLBIER S [DESIGN]

Hefti A 7 h e 4 Jﬁié%?‘f)x&@i&&;’c{i 2720 B EHEMEEED [RERITS 75, ek AD
HATE L Z BT DO G E 2 R A7 12T, 7% u+/f/7 VAT —3a D EMN iR B M
FELR%EDL~)LETHELRITN ifoc%focb\oaﬁﬁréfﬁri%ﬁib REFOBAHEITHIZ LT INGD
F'EJECiﬂ/Cﬂ? CLTEETREZLTHD, @V DT T ANT IV ay 7Ty b7 3 —Lh_—AD

Wit v v TF a0 s <~ VT REE, T as Iy AT F VRO SRR E N, Tatk A
BZT‘FT*)W%I/OD@EOD/\~X BT, AHAESRLZERSIE UTKEDOEERETH D, KAk
HFEDT-DITITHLE R DAL GO 70 B O 70t R BB R I ND, FRIZ, T A AEHDEZOMERE
*{‘%%’a?jjAODfW“%W/J b3 285, V7 T77 41 71/VF‘)focmzp+(mn+/I/~/b@ﬁ%l FIOBEIZEESL
f:ﬁﬁ']lﬁﬁfﬁ//f7'7]\;ﬂnJr@X&/fﬂ/) TANK G AR ET. 1D$El‘$1%uf|:lﬂn+f£&@g;kr_ﬁ)l_ﬂ/\

TANDOEHES [TEST AND TEST EQUIPMENT]

WA T AT OB HESIL, 3D-IC DX 1 DDOTF AR BFE(E A)DEFREZITILI ik it
2 AOMHAEAERANIBIZAVEA T, éf—“i%tv‘@t&b®%“ﬂib AROFBE AL TV D, 5@:@5'
AEFET NAZADREIL, VAT UMNREO A TR, 7o AT ROERE LRG0T TV ZHERICIKTT
T 5, 7T AN LR FEAT I B T DRI, BRI EO#EEeAd, ATV 2 N T ARNT —
R A= T, T /XA ADRL — *JLI:“)?N%%LI&Z‘ﬂiﬁ“iﬂ"EE TR0 TETCWD)EBTE A fe i
BT D707 4 =R rEND, BRHLEDSEIIE, (1) DRSO ERR. 2) EEE
DY PR BEREHT E 7. (3) #ETH72 DFM ﬁﬁF@;%%;ﬁ/ 7/\4X®fﬁ%9’372;~;ﬁm BDTODFTI2T AR
Bl TANRIE, BLXORERGHY 7 =T BNE ENnb,
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M3 27 ARDAMER [TEST AND TEST EQUIPMENT]

L—T OIERIT T RIS DS T 23 AMERIE, 7 AMITEE Y T Es by, 7%
FTREHELTR DT NARASNOF T 72T ANERIL, MR 72 T ANME/ DO 7= DI E DL~ TO T AMESI{E
ZAMGELLTA HETOT AN AN MERF U CETC R 1272 7 AN (72 & 21X, DFT, = 1L b
e, 7H 7T 47T AN, BIST, HORR, B2, ACEE, BOME, B OHE)ENTA7 35,
Kz, 7a—7 1 —R&& LT AROY — L a ZANIEHL TR, B LHZOEEOR R A3 <72
HIX, MIANDREREIEEZ HEOLEEMEND, 1T NART =X T 7 F v HDHNEE DAL DO
PN HRET 28 AR AR O NE L, B RO T AMER B AZIZ RS Tr AN AMER AR A2 HERF 35
eI, BETHD, FEIANO LT, B GOREMELHRL DD, i, &, HSEVE
A BLOTANDNRT U AZWMBRTILRG20, B2 78 —TOA TV = MNRT ANT — 4~ A
=T TANBI OV AT AMEHEMED Y Vv —ar DA, T AAARRG LREICBIIATAND AL X7 =
—AN—RU =T IR DO I2L —ar BLOET LVORAE ., 2UHIEET ANIAMEI D 72 O Hii=72
M THD,

BORIZEALTAE AR RER~D%fI [FACTORY INTEGRATION]

BERMNHD IDM (BT A AFEE) 2P NI LT T NAARBE DO P R AT T VSN, 777 L
A-Ty BN —FFT )b Vaf bR F 2T =TIV A REBOSHEET VDI RLE DS ZE
SN R NODEEET, B RWETE|ZZ -2 H7- 012, FEREIEDERNICALRBEEZLT
Wb, T, MR TIZ e WEIIR OB A | BB G . 2RO NI A OERE, T ADOEHES
REDIIRSREIRBE T RN DHTD , RKex 3D B TH IO R BIE ~OE ) et In A, A D
LI TS, TIVHDOEEN | LT IR T H 08 ¢, B ERICERINARETF ¥y L UDIAE
HioTWh, T720b  HERIVEZES AHEFBEOMEE LY 7N =72 T CHES Y TREIS TS,
HOWTH LW LGOS B F3 B RO T ASAZADNE EFIh-Tix, LHEER AT LAOH
HEZRH 2 K 2 DV AT DD BT - BE# 2 E e i TWw oo, B OB E~ON D BIF A EHRE T
EHRTHMLENDD,

e v AIHEHME, 7 b RO T a B A Ry I RO T av A TFAT 4T RN
ICELZETOEBTYT THLER BOVIES YT CHLER FEROEEN B ICHNS T Iy 7+
— LML, EOO TEERT vL V5, TG IOt #, A 72 A LekGE, I AMERIC
FISUT- THOBLERE D LB BMERE DT b, ZFEORKHMES XL —a O EE
PR THD,

BIEIRXN Y A INFALEDR—R A 7RO HE [FACTORY INTEGRATION]

P AT NEA LT ANER DT L IZRHELTO 300mm L Okl EEmEEL T, BEO LY
WESNT A REAFEME, THA7L XV 7 IVIER Ly a— L3 57200 HBifkkss 25 A
DE, VP EEY—OREL gD T — XL E S, KRR LT = — \(NPW)TE &
BOHIF - AU 55, 300mm 725 450mm 7= — 2 LA RER T O AT 2014 725 2016 I
Wco, BERENRE H THhD, 450mm BIT1E. AR 30%& VA7V Z AL 50%0 [ i 38 FZHLIC
HEARFHINFTHHEEZLN TS,

TIANHEBEE~DERPEF T 5~ — 7y b~DOxt)s [ASSEMBLY AND PACKAGING]
IR =D T ORI RET —< L LT, SR TF v TR I LR E N E T B N5,

o hBEREEREERE
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3WIT IC (T2 Z d, ERESC AN, U—REZALEMERF LT BT 6k bdh o7 v —
BEHOFIERY — L BLOBRENS VAT AL LD T S a—F (Fu S R —T
AT LD R E) LT 52 THD, mTOEHELL CEIRED B Z 2T 5L
SRR T > TRy — U ~D AN IR G DO B AEH O B i
HrgE W IN U725 5t 7 — Z O Lt
IC 7 —Y O FHE U % EF TR O
VAT BV DB EVERYE, BUSSIE TV ZITMA T, Fy 7D 10 #&%EF, A
T AL~V OEEME, BUEMEDORKIED AL T /L —ary ~OBN=— AMEEMEE D T
AV
-7, LR NI R — DAY — L DA N — s D
AANT SR G CHE T v S O — AT
ZIBLIAAD 3 RIE 1C ~DFEEIE
o MELYT AN —b AU F =R = low k [FIZ4F, ZEFE TWE, 7% —7 088
o nbR:FElE. RT 427 (CoC/ICoW/WoW) , Vil T =/ DN RY T TSV, VT —7
w7 TR TY
o TFTAN:Fu—vt /i, aAxl KGD

FoFIIRBRITERIEDA T T —ary ~DHE [RADIO FREQUENCY AND ANALOG/MIXED-
SIGNAL TECHNOLOGIES, ASSEMBLY AND PACKAGING]

SiP HAfii%, 24T 7V —al R0V AT AERIZHHIG T AT DI SN HT THY LW
fEOFTREEEL TODEEMIERE TSRO~ — 7y ML T\ 5, SiP HiiZ Bk AL T ILHO
REHRIEA R T AL F T T EEI 2> TE72, MEMS 728 Q fEDOE W RF T /A AT, ilE T v
7 RICIRECET X BER T NAAAPD)ELTHIRE T AN ENR DD, [A—F v EICIR#E TEA
WL E A T —a T 5 EOMREEL T, 3 RITHEE LS NI IER A B 5, il B B ER L 2
B RIS ET RO, BRNICZEHE FEAERT D702, LIRLIEF v "X H O EHESR
MR U O S EPIER S R — AN A F 7 Z O EBER (WM B R E e b B a8 A+ A
WD, ZNOHE 2 IR B % T NIERO TREEZEIE T 52 81%, aAMERIC KU THD, T34 ADT A
FCFRHE I RERFRENE - TRY, By r =D F L% T e AR CEETHD, T
HONZE, BIEE, Z L CT AN OREGEA L E —F AN 5 @R EET VX, WIEGS LR E B
REZRATE T Ial —ar TEHO T, Rt HICHETH D, WEZ B O FEERFHI LB
CAD Y — /LR RFELTWDLIELFRBED — > ThHD,

(LB L MEHZEET 27 X A b (Effi) [ESH]

FHRALFE, MR BLOH 7o AOER M CE AT L, NO/EE, 224, BIUOBRE~D
e A EEL| SIS TICHERRE CH R FEDE LM B 2RI CEX DD ERIET D720 HT
LSHVEICFEE CE D HEEZLELL TS, 26D T BAA ML, ESH MEOFLE E &SRS
ZEMRDLITODN, BUE, B RIXT m e AEB A RESELLAIIHD, TDIHRLDEL T, HiEk
BEEALOBER I GWPYEA T HEL CTHOBEENTALEMEZER T TENOOHEH ., BEho Xy /r
—UANDERIRET  AR~OF M, Rl 2SR, BXO ESH O B4IZ#E AT HMICH,
FAT B2 VX DT DI R RIS BB FE DL 5020 LT Bl T B AR RO WL B
PERBHYET,
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BIROER [ESH]

PEARPERE DR R E L, £ OHMAHMECRK O EIZm D> TRIEL TITIZ 2N T, BIRDO VT
XLLTK, =x X — ALFEWE., 2L THEOME HENEINL TWZ R ES, BIROHIL,
FIfE A=, AN, RS AT, MERF PTREME, £ L CHESEM BRI BAL CREERBLFIZT/R> TV
F9, LR T, DRMICERZIE A CEA8ESEF0 7 u b 2R EB AT HZENNE T, 772
TA—RET mEREEICB T A FWE . MEFIRAE DRI, BEO=R2 X =27 = — N TEEHIH
(X DR L=t F 7 ) — L b — DO BVE B LRI LI EEESN TV ET, 450mm 7 = — % F i
O7av2ZEEORBIZTT L — ALV —EE OO THY, /- WHATHLH D,

BEOXFT—XKMaOBHE SN b [YIELD ENHANCEMENT]

AR BT A7V DER T DR B2 I A X DML LFEIC, LT TN EZBAD IO RES T, M
A AL TR TED R A X OBA LRSI TV D, TR, RO BE DO W R s L
UEHHL R Ba 00 B B D & 2 K b (DOT) A 20 3R KRB OISR L7222 B LW BUE DS FF
b ERoTWD, KEOEANIIITD SN thom BiZls T2 =y MBI O Ny 7 7 TT R /A XD
ERIT, HEARRETHD,

BEIMUKET TODT AT ML B E OB ML ~DORIES | kL CORBEARETHY, MALE
ERRE B LETHD,
VAT UMEREV AT F v/ BB EVERT - mALV—FyNn B2 ree /) [YIELD ENHANCEMENT]

TH LTI DE IR T U R AT AR AR S NE = DR DIRED IRV AT < F w778
B EVR FIZIEF IR T D, 7o ¥ LRIEPBEEVEBE T 21012780 F Tk, BAITHEA AN
LN, ZELTCT AN B =LV AT F v 7B AN NG BLZ e I IZZ > T AT = F v /A ¥
FOE TIXRMICHR I, SR T RETHD, Br D BT AN — AR (ATPG) DG, w72 W
(BB DD IR DT AN MLELER N T ANEH O INE L7253 3 87 ANEE (ATE) | &
AEOFREZWRH, VAT U MIHIST VAT < F v 7 BBV ET VG 5720 OZ Wik RO
RERIER LW S T IE R R R R B 5,

Jz—NTyY NOVEBLERFE#RE [YIELD ENHANCEMENT]

Vr—NnTyY RAOLVEDORM, T ARBEPNSEEVICEEE G SR T IENMBN TS,
Vr— Ty Y RV R AL E OB HUREE | 20—y fRE M (CoO) DB %8 Lot Fdadk )
e T NAADBEFV R EICB W TEEEZHEL T,

ITHBLOSHHETOFAIFES [METROLOGY]

CoO ZHEARIZBW =T o v AGIHZITH O, FHIGES DX, FEH 723 7 E O A D
BEEBIEOGBRTILENHDLEFC, FHHOY 7)o 7L THOR ISR E L2 L vl
BN, = EOGFDOALTAL G, T e RS A B ITTHIZ LR, AV — Ty MNE TH LI
20> %, APC X2 FDC. HHW T, DT AT ALHHEEL T, 2 TOHR (T7bb I/ 3
XA T ITAFH) DEDERIT, T —FRX—RTHA I, TR H ST A= RELTZY, FHE
WEABEFOOFBERDEZITW, B EVE2 G ETIOIIEASIND, ZO X8R Ty — AL AT
BHFE A ERTHIL, Fekravian—5— Ao ¥—Tx—R F—FEH FLTF —ZX— 2
ECBE T EERE N L ETHD, B —ICBLTid, RIE, B G, 7 — X LBL % G D ki1
WETDHIENBNBEHALL T ERSTWD, SR MLBLEINDH T — ORI W TIL, L
DT Y AEY 2— VB ERIFFIZ, ZL T, 0D TRWVBBAE =R TiThZiT E b0,

THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS: 2011



FEEBi#F3E8 Grand Challenges 35

BB R, RmbfetE, #EDFHE [METROLOGY]

ALV —D | high-k 77— FOFEERE G & E R BRI K> TR B2 &0 HHirid, JetEr) 2Bl )
Bt low-k FFEMARMIERERIC, K/ TE(RE RIRHE, 9402y 0T T R A& %) MOBL O W) PR
P (B2 X, ) LR m oW (B 203, (L. R kieE 4 ) 25 W H | BB RO B
O BTELH DT, MR 725 FHE DO BGECER R 2 4 222 9%, FEP & BEP OFH & 5t i O 51
IZBW T, B REREIRDOT AMEELZ O TEHIT 572012, ZOHEBROYER, EK R D
B2 @8 & 5 2 52810705, £ RS FT O ~HET 7 O 8 1E 2 5 & D1 28 LU EHI Bl
DTSRG ELL72%

IVTAHNEBANC BT HEE — “BHS”L“RHENS” [METROLOGY]

m—R~y 7RO OMEZ T OERICEBELRITUTRERNZEN KO0 H D, ik T52EDF
EIE, PEE A A\ EREICATODTIRSARTFEL TWVD, TR ITRS 1281 5“5 X (precision) (%, H
— BF I D R B A AU 7S E S BURS B (reproducibility) & U TR S LTz, “FEH X
(precision) &) E XN (uncertainty) LWV AR D 5 B Tleb KBRS LD, FHIIGA 2213
12 &) (reproducibility) . # | % & [f] <~ F 7 (tool-to-tool matching) . > 7V TNZLDH/NAT AD
758 (sample to sample bias variation) DB EMEIC KIS TV D, FHO“AfE7)>E> (uncertainty)
E, 20X, FHAIM ., FHAEEE R, 9o 7V O BRI K> THRAET LA T ZADOEEORFN (Fr#s
LCofafn) LLTEES LD,

V757 4—DF ] [METROLOGY]

VY757 40— O NI — TR O B e AR ITHE X T IS LR T T e b7 n WO E A
X TWD, NIV RZDT = NEDONRTY X @ UNHIE T 272012, 9, ~AZ7OMEZEFHHIT5Z
MBI EoTe, RERMED~ AV 257 —T 7274 — (MEF) VY777 4—THEMT25613, v~ A7 D%
EEBE TR LW B AHH A LB THD, L7e-> T, KVIERE CTHRE R OREENLETHD, ~
27 OF L, SEDRAR RN EREICRESNDZEZFH M T HIELEA TS, Tz — BB D5/ MR
EEEAAGDEOFHMGREICHEIZ /2> TE WD, T A EH &G ORISR T 55O VB
PRIZREE S, AR EfS”, Z L CRHME~ v F 2 7 DA Z IR LKL T 2R 8) /11278 > T\ D,
B O AT HAC IS L2 5HE BB L3 5729 121E, CD RE LG EIT) T DHF 585 5 O 1%
MEARRIRTHDLH, 2O T R TOBREICHT-->TIE, O — DOEERFHHOMRE THLHEHAIEE S DFF
MEC OV TheES TR T IE B0,

FH#F#] IN THE LONG TERM (2019 THROUGH 2026)

4 RE 7] - [ENHANCING PERFORMANCE]

V—2 &S D% [DESIGN]

HEENIBEAOMETHL— ., EWIX) — 7 ER-CH SR EROERENERO FH I/ #E
725 TS, MO TAAR—=FHMN IOV — 7B P 2 AN FRNEEINT-L12, CMOS Hifrd
EXFRODGINSNTWD, V=7 E X, 7 — R BILBEE, LEWMEE/ LS, F—Lhbs 7 g A
FTA=HZXDRE B E DI EBAL L, A= T EIX S D ED W T OB AN E LW E A R L TV D,
KENT NAATOFT7ERILT 7 /0 =P A7V 10%DEIETHEMLTEY, RLAr 27 —h0
W 5OV —2 BN %L I2o T D, TP X, REHEINIXFFHER IR L — EITR DD, Dbl T
EHIMEBRE LTI R B2,
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FEH A CMOS F ¥ RX/#HEDE A [PROCESS INTEGRATION, DEVICES, AND STRUCTURES AND
EMERGING RESEARCH DEVICES]

rmwﬂﬂmw_ MOSFET (24} LT, + 72 BREh &2 155720121, B UART 4o ZEIETEVEL

LY —RRIZB T HEWVEANRM I LE 2 5D, KNI i HI-V HH0NEF L ~=7 5D L5
732 7 U VG 5 AR i%fbotaﬁ)vzwﬁﬂ 28D, YVary EOENTF y xRN ER T U A, —R T
)Fa—7, 777::/729: DL 2B L7y, FEE L CMOS 7 /XA AL CMOS 7Ty b7 4 — 24
FICHHR D O RERIICER SN AV ER DD, ZOIHIRERIIE, YUy g YEkz o
5*%%7»52%3‘5_&7%*&)%&, FEF TR 2R L 72 > TND, RO BILDM B T 3 A ZRFE 1
ERHDOVTE RO T T B AZRI-ZICEH, REESVRITIIZRBRW, (FHEMEORREIL, HilrE
OB W T, FFESIVIM ENR2 T IIXRB0,

ATV EDFE, TR, #H [PROCESS INTEGRATION, DEVICES, AND STRUCTURES]

R i, RE B EO R EATY DR EENAIDITR->TETEY, MEEEDORT—U
VU ELTC, PR EH OB FOEMEREE R T 5, B ICHLEAERONMREE LT L A0 o
TSR TTEE NV E LI TWD, DRAM OR7 =V T REEIC /> TLADE TSNS, FRiC, BR{LiE
AR EOT OAr—U 7 ROBIR)— 7 BRI O FEB DL 2o TE TS, & TORFHFEM:A
EUE, MEORSICEEL TERY, REBEATYDORIT, HOD RO SE 08 B B OB % | 8k
W, == TR ZADIE R E D> TS,

RF AND AMS CMOS D3k DR [RADIO FREQUENCY AND ANALOG/MIXED-SIGNAL
TECHNOLOGIES]

MR E W R LT a2y VAR 7 FL(LLF RF and AMS (Analog/Mixed-Signal)) CMOS 7

Tlx, A 7a S HIZIE Process Integration, Devices, and Structures (PIDS)?D & @ Low Standby
Power (LSTP)2—R~v 7% F7-IVIGHIZIEL High performance (HP)R—R~y 7 ZiALL THW
TWh, HP & LSTP O — R~y 7 &KL T, 7 A AEIED KRR EL T, vV F 7 —FRER
722 R SOI 78, Frkeha7ptERem Lo E M L= B IR 50 DEFRHIL TWD, ZhEDEKHY
PRV, BERD CMOS Db D EFEARIIC > TS, I TEAAFREELTT, IVEWELES
AR, VBNV AR DI TV T ERD D, L, ZIHOEWD, BIRET O EH 7
KRz o T, EERBIEZG EOREE 5 ZEIL, BUTOXRGFTA T TV 12 BIMICE ST H 81T
BB, £Z T, A=V 7 Lz CMOS T /3A AL GERDFEHEIRT F a7 RE ODRTA/3—
AR TER T AT, BOME TRALEICRD0E LRV, 4 Th, system-on-chip (SOC)D )i A
B EHLED TOADIL TEOT Tl REET NAAZRBMTHIEEREL, ZNICk-T, 2k
ZAAMOT=D DA EFHLTH, 20T NAADORREZILT 52N TEXLNLTHD,

RF AND AMS EF D7z D M:AEFE S [RADIO FREQUENCY AND ANALOG/MIXED-SIGNAL
TECHNOLOGIES]

AFED 2011 HhR RF and AMS O TlL, PEREFEE((FoM: Figure of Merit)a, #41£ 41, RF and
AMS CMOS, 2 Va4 R—F KON BiCMOS, 1I-V ELE W 8L T NSAA F o F o T Z8HFE B
FOEE MOS IZOWOURLTE, T AAMARE MR, FAERIIOCHFEDN/NSLRoTETWDHED, &
JEBE R ENSEH CEOMRER KA T2 ENREE I/ > TETWD, TDT2D | [FHETEHHIER
RTHD 20 fF UL FLORBEZFHSINCTHERN TV P RAZEZL AT N AZENREEN TV, HIEE. de-
embedded (FIEfEIE)C/ T A—ZDOHIHITEN, RF OB CIIEEREKREFF>TW\5, 2 /I
TINZROONDEEEEZ R T D70 O OBEHER FADBRESNTWD, Ll Z<ORFT
X, BB O B RGEE T A AT, T A AO R KEW R 2 EEE=F—725L ), H2k)
2 Y7 I iE R IV TS, E6IT, B 3R A E(SNR/Fmax) i, FF K/ A X7 7 (LNA)D LD
IRAERGEIE T ANA AL ST, FEHICEBERT NAANRTRA=ETD, Lol Fmax 1378 R0 52 HkR
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EEDILATINSE = CHRIFL TS, 20720 MR A ST 51013, P S s (kL
T2 B MIE DN LB A s TLBTE A9,

BEOFEICELDN WA EE AW BRI D EB RS L LB O ZRIL~DBAT
[INTERCONNECT]

TAL Ty U T T RARIN T OIRSCAR, ETHEED T 7 R A, =y F TR, PEIFIZEIDEYD, CMP
DEE T ABE I INLE DR —F A Low-k BEORAR, RUTDTT7 R, Ca BRIDT 7 XALET, R
HEIZH Cu Bl COEFBELICEEL, It KE5| X3, ZEAELRIL, FiiktoE A, i1k,
W AEAFT A, REAEY, 6 -RF @B EMHEST, EERIIMZ 20, =TT, J)—= 7,
BT AR MEEDOHLHIAL, LVPIT Low-k OF 27 ¥ < U EiEE LT A4 — /L TD DRAM
THE, KERBETHD, il E 2 1EDT-O DM EE T v ADMETIX, /T 7L —ard
EHEAL 2 PE A 3, LA S D B INIX, BV A S bS5, FflOEE F IXEMRE NICEWIA
FDH, SKILOT v 7 FEE L, IVRERERE D Z kb2 HT2b T 228D, WERDOEMR O TD
N#EX A BT 5, 2 AN BIEIZ G ST EBEALEINOEL — S OFRE TH D,

LA [LITHOGRAPHY]

2 BITHERICERL 22nm ~N—T7 Y FLLEITLFIEIEL CARNDREE DR DK D, T /A ADFEM
BI7e iz e b2, T RTOVY T T 7 4 fRRRIZx LT 2018 FITIETA U EDO T 7 FA(LWR) 1Z
1.3nm PAFIC, BRENDZ —FHERIEIT 30 T 1.3nm ICET/HEL Rotz, (Va7 X
0.235nm THAHZLITHEE, ) ~TiEdE, LWR #l#, 10nm LLF TR E THLH LWL AN EL
DN THS, PEAS {LEMDORBMNORERINDL VAN K EBL IEEO R EHT ., fF D> ESH D%
IR DETEND,

CMOS LAEYT NRARIZBITEHHEE~DHEIT [FRONT END PROCESSES]

CMOS BLOATY T NRARZBNWTAT =V TR RERERFL TOIZIE, WO D Y F U408 F
T 5, LW B, SILWT A 2K EE . HHWVT 3 Roeibic k> TAr =N (Sl 2 r—) 0 27) 73
I L FHEINTND, ZNHDRIT, CMOS DOFEAKRN & 228 2 HZ L3 FEF Ik <, Bl 2 1E
F ¥ RM B~ IV TFF —MEEEZ DT EH LN T o AL FRFCE R T2 LERH L, ZnHD
Y AR A —T 4 =TT FELER, VT T 40— =T, Z LT —hARZ YD
WEEN, T — ARy 7T — 22—, R—v o 7GR, B — M B L5, —
BZDOIHRFHEZ BN T HLBREVIITERY, a2k S 0E 085S TS S ITWG B o
N E@EmNP VI THD, ARVHEETIL, B2 AW T SAARES &/ AN—0 728 O YRR
IZE AL TWD, GAREHEREDH CINETOARTr =V TR U REHERFT D123, FTLWGFREAT =X A
ZHWDENRRFERR 3D T u e A G A RELT 5708 | FHR IR N LT 57259,
FEMBEORETREY x— N BI W~ AZEHH] [METROLOGY]

3 WL OSTEFH ISR R AEZ T 572012, IEME Ll O E-CE Y ) TrE o fifiE DY
=N AT TREOHEBERAENNETHD, CD FHHIEE 2 ESED720120%., MBI &3
BN THOr SN ERIEOBBRE IR TILER DD, RAOHELIHYT, o —mt TiED
[FRRIC G EDN LB CTHD, FoR M EREE A LI e F 5 G B REESC AL — T v Mo Tih
T ChD, @SR, RHEEO I E, REIOIEFERITOMAGDOEIZL> T, X~y
T RZBTDFART A — VRO TR E G T 3 T D CD FHAS K Kat A 23 Al fEL 72
%, [AFEIZ. CD M ERIE . (B EO B AR E LT EEITI =010 FEEHER B RS 15 % FH U ORR
IESNR2 T LR 57200,
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ZRTRBBACIZR T DEIERFHEV AR SRR EH [ASSEMBLY AND PACKAGING]

ZRIERKBUAEAL DIBRO 72 < i < BLTE . BRI R B E B S DN e DV AT DA T 7L —2ad
Lo, TUANE T REIRDIREELVT AR RIZT 57201208, Willak iR DR A kL,
FL TR —V LI BITONGE FOEBEANLELRD, 7V T F T OIXATER — IV T
F TRV Cu RANMIEEHZ H2E0, Ty 7 ~OMidi7s low k BOE NI, Fo7 e vr—YMICE
KIpTHERT, ZHOCEM CTUAT LR TRECHEE TRE2 T ToET2283, @mERV AT
LDOVERERPIEHENE , I AT U 2D Fr b A NI L TN,

#¥H%#F [EMERGING RESEARCH MATERIALS]

MEHEIT I IZ < ORI FRBE N RSN TS, ZNDiE, B ER O 7D ICHIE S iz ftE 2R
MEbE R L, BIRIAN 2T, 2 U CGREMEIR T # 2R T 2241085, £ LT, ZNHOME R
X720 T 7L —vay, TAALAHEEEPIDS)) 7o b R 7 a2 A(FEP) W2k L T, Y
IR B R A W 2K R T DT EN K DIZE HFITERINTORIT T RBR ), SHIZ, ZILHD
FetEX, B e —R~ob 7 ZLCEDRICHDT /A=A — )V TOEBEFERT A AD
FIEICH L CTHORIEE G- 250 O TRITF T 7572\, @B T NAZAOBFE I T TR BHER % % i 18
T 57021 MEHE OB e N HEES N2 T X e B2, LT Ahra YR T U 7 HifF o F
DHUGEIT T TR R B R E DG DB T2 D, RSN T NARDE 25 & EAGIZ AT T, F2EE D
TNAAZB DT B Z R T 25 HE OB B E RN ET ET @R TETCWD, o, T3/ A
Btk % TRIT 5, LV ERER LV F A — L Ialb—ar ik bins, 610, Himos 47
PAITNT BAANEYAZE BN AREOFRHREIREE VR AW L T, IVARER R EAEFFO
HDEIRDHTHA,

T A A HF[EMERGING RESEARCH DEVICES]

FHRR T NARZL TORMPEIT, ABVEIRIZE T L0, HRAHEHLIWIe 7T 34
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DIFFICULT CHALLENGES

Table ITWGI

Summary of Key Test Drivers, Challenges, and Opportunities
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TR0 A REtE (IEAR)

HB) 7 A7 2" Z AL ATPG TIZHEY) | T RZHD H B 7' 22" F 45 4 5

JERESILE Scan DZBF | LVR VB ED N FE Scan TN 2 g B OIRIE

SRal—al F BT | FRMEAF O AL R T2l — g BT Y S DERG T R~ DD = %

— e o o _ = gz D s -
B S ;;ﬁg;gﬁcgﬁggzﬁxa/xrAﬁ:ﬁwi7 B, A, NELE) D DAE T D Ff

ATE—automatic test equipment ~ ATPG—automatic test pattern generation  BIST—built-in self test ~HVM—high volume
manufacturing

MCP—multi-chip packaging ~ MEMS—micro-electromechanical systems
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PROCESS INTEGRATION, DEVICES, AND STRUCTURES
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DIFFICULT CHALLENGES

Table ITWG2 Process Integration Difficult Challenges

Near-Term 2011-2018

Summary of Issues

1. Scaling Si CMOS

Scaling planar bulk CMOS
Implementation of fully depleted SOI and multi-gate (MG) structures

Controlling source/drain series resistance within tolerable limits
Further scaling of EOT with higher x materials (kx > 30)

Threshold voltage tuning and control with metal gate and high-k stack

Inducing adequate strain in new structures

2. Implementation of high-
mobility CMOS channel
materials

Basic issues same as Si devices listed above
High-«x gate dielectrics and interface states (D;,) control

CMOS (n- and p-channel) solution with monolithic material integration

Epitaxy of lattice-mismatched materials on Si substrate

Process complexity and compatibility with significant thermal budget limitations

3. Scaling of DRAM and
SRAM

DRAM—

Adequate storage capacitance with reduced feature size; implementing high-« dielectrics

Low leakage in access transistor and storage capacitor; implementing buried gate
type/saddle fin type FET

Low resistance for bit- and word-lines to ensure desired speed

Improve bit density and lower production cost in driving toward 4F? cell size

SRAM—

Maintain adequate noise margin and control key instabilities and soft-error rate

Difficult lithography and etch issues

4. Scaling high-density non-
volatile memory

Endurance, noise margin, and reliability requirements
Multi-level at < 20 nm nodes and 4-bit/cell MLC

Non-scalability of tunnel dielectric and interpoly dielectric in flash memory — difficulty
of maintaining high gate coupling ratio for floating-gate flash

Few electron storage and word line breakdown voltage limitations
Cost of multi-patterning lithography
Implement 3-D NAND flash cost effectively

Solve memory latency gap in systems

5. Reliability due to material,
process, and structural

TDDB, NBTI, PBTI, HCI, RTN in scaled and non-planar devices

Electromigration and stress voiding in scaled interconnects
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Table ITWG?2 Process Integration Difficult Challenges

changes, and novel
applications.

Increasing statistical variation of intrinsic failure mechanisms in scaled and non-planar
devices

3-D interconnect reliability challenges

Reduced reliability margins drive need for improved understanding of reliability at
circuit level

Reliability of embedded electronics in extreme or critical environments (medical,
automotive, grid...)

Long-Term 2019-2026

Summary of Issues

1. Implementation of advanced
multi-gate structures

Fabrication of advanced non-planar multi-gate MOSFETs to below 10 nm gate length

Control of short-channel effects
Source/drain engineering to control parasitic resistance

Strain enhanced thermal velocity and quasi-ballistic transport

2. Identification and
implementation of new
memory structures

Scaling storage capacitor for DRAM
DRAM and SRAM replacement solutions
Cost effective installation of high density 3-D NAND (512 Gb — 4 Tb)

Implementing non-charge-storage type of NVM cost effectively

Low-cost, high-density, low-power, fast-latency memory for large systems

3. Reliability of novel devices,
structures, and materials.

Understand and control the failure mechanisms associated with new materials and
structures for both transistor and interconnect

Shift to system level reliability perspective with unreliable devices

Muon-induced soft error rate

4. Power scaling

V4q scaling
Controlling subthreshold current or/and subthreshold slope

Margin issues for low Vg,

5. Integration for functional
diversification

Integration of multiple functions onto Si CMOS platform

3-D integration
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DIFFICULT CHALLENGES

Table ITWG3

RF and Analog Mixed-Signal (RF and AMS) Technologies Difficult
Challenges

RF and Analog Mixed-
Signal (RF and AMS)
Technologies Difficult
Challenges

Summary of Issues

CMOsS

Many of the materials-oriented and structural changes being invoked in the digital roadmap
degrade or alter RF and analog device behavior. Complex tradeoffs in optimization for RF and
AMS performance occur as different mechanisms emerge as limiting factors, e.g., gate resistance,
that greatly affect parasitic impedances in local interconnects. Fundamental changes of device
structures, e.g., multiple-gates and silicon on insulator, to sustain continued digital performance
and density improvements greatly alter RF and AMS characteristics. Such differences, along
with the steady reduction in supply voltages, pose significant circuit design challenges and may
drive the need to make dramatic changes to existing design libraries.

Silicon Bipolar and
BiCMOS

The primary challenge for the HS-NPN is increasing the unity current gain cut-off frequency fr by
more aggressive vertical profiles while still maintaining fuax > fr , i.e. low base resistance and
low base-collector capacitance (Cgc). The main challenge for the HS-PNP is increasing fr by
more aggressive vertical profiles. In addition to the inherent minority carrier mobility differences
between electrons and holes, shrinking the vertical profile of a SiGe PNP is more challenging
because it requires controlling the valence band offsets to avoid the appearance of parasitic
barriers. Another challenge for the HS-PNP is the difficulty of the co-integration with HS-NPN
and CMOS. This integration always adds more constraints on the HS-PNP fabrication.

11lI-V Compound
Semiconductors
[bipolar and field effect
transistors (FET)]

The unique challenges are yield (manufacturability), substrate size, thermal management,
integration density, dielectric loading, and reliability under high fields. Challenges common with
Si based circuits include improving efficiency and linearity/dynamic range, particularly for power
amplifiers. A major challenge is increasing the functionality of power amplifiers in terms of
operating frequency and modulation schemes while simultaneously meeting increasingly stringent
linearity requirements at the same or lower cost.

On-Chip Passive
Devices

The co-integration of active and passive devices introduces process complexity and can lead to
manufacturing control and costs challenges. The decreasing overall stack as well as the
individual metal heights results in increasing resistive losses and vertical parasitic capacitances
and limits the quality-factors of the on-chip integrated inductors, transformers, and capacitors.

High-Voltage MOS

Several aspects of high voltage devices and the associated base technology make it difficult and
unlikely that the HV roadmap for the future will follow the lithographic shrink seen for CMOS
because the HV designs can not take advantage of the lithography capability to shrink the intrinsic
HV device dimensions, analog devices are usually large to improve the noise and mismatch, and
the digital content of a HV chip is usually a small fraction of the chip area.
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DIFFICULT CHALLENGES

Table ITWG4 MEMS Difficult Challenges
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DIFFICULT CHALLENGES
Table ITWGS Emerging Research Devices Difficult Challenges

Difficult Challenges — 2018— 2026 Summary of Issues and opportunities

SRAM and FLASH scaling in 2D will reach definite limits within the
next several years (see PIDS Difficult Challenges). These limits are
driving the need for new memory technologies to replace SRAM and
possibly FLASH memories by 2018.

Scale high-speed, dense, embeddable, volatile, and Identify the most promising technical approach(es) to obtain electrically
non-volatile memory technologies to replace SRAM accessible, high-speed, high-density, low-power, (preferably)
and / or FLASH for manufacture by 2018. embeddable volatile and non-volatile RAM

The desired material/device properties must be maintained through and
after high temperature and corrosive chemical processing. Reliability
issues should be identified & addressed early in the technology
development

Develop 2™ generation new materials to replace silicon (or InGaAs, Ge)
as an alternate channel and source/drain to increase the saturation
velocity and to further reduce Vdd and power dissipation in
MOSFETs while minimizing leakage currents for technology scaled
to 2018 and beyond.

Develop means to control the variability of critical dimensions and

Scale CMOS to and beyond 2018 - 2026 statistical distributions (e.g., gate length, channel thickness, S/D
doping concentrations, etc.)

Accommodate the heterogeneous integration of dissimilar materials.
The desired material/device properties must be maintained through
and after high temperature and corrosive chemical processing

Reliability issues should be identified & addressed early in this

development.
Discover and reduce to practice new device technologies and primitive-
Extend ultimately scaled CMOS as a platform level architecture to provide special purpose optimized functional
technology into new domains of application. cores (e.g., accelerator functions) heterogeneously integrable with
CMOS.

Invent and reduce to practice a new information processing technology
eventually to replace CMOS

Ensure that a new information processing technology is compatible with
the new memory technology discussed above; i.e., the logic
technology must also provide the access function in a new memory
technology.

A new information processing technology must also be compatible with
a systems architecture that can fully utilize the new device. A new
non-binary data representation and non-Boolean logic may be
required to employ a new device for information processing. These
requirements will drive the need for a new systems architecture.

Continue functional scaling of information processing
technology substantially beyond that attainable by
ultimately scaled CMOS.

Bridge the gap that exists between materials behaviors and device
functions.

Accommodate the heterogeneous integration of dissimilar materials

Reliability issues should be identified & addressed early in the
technology development
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Invent and reduce to practice long term alternative
solutions to technologies that address existing MtM
ITRS topical entries currently in wireless/analog and
eventually in power devices, MEMS, image sensors,
etc.

The industry is now faced with the increasing importance of a new trend,
“More than Moore” (MtM), where added value to devices is provided
by incorporating functionalities that do not necessarily scale
according to "Moore's Law*®.

Heterogeneous integration of digital and non-digital functionalities into
compact systems that will be the key driver for a wide variety of
application fields, such as communication, automotive, environmental
control, healthcare, security and entertainment.
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Table ITWGO6

Emerging Research Materials Difficult Challenges

Difficult Challenges — 2018— 2026

Summary of Issues and opportunities

Scale high-speed, dense, embeddable, volatile, and
non-volatile memory technologies to replace SRAM
and / or FLASH for manufacture by 2018.

SRAM and FLASH scaling in 2D will reach definite limits within the next
several years (see PIDS Difficult Challenges). These limits are driving the need
for new memory technologies to replace SRAM and possibly FLASH memories
by 2018.

Identify the most promising technical approach(es) to obtain electrically
accessible, high-speed, high-density, low-power, (preferably) embeddable
volatile and non-volatile RAM

The desired material/device properties must be maintained through and after
high temperature and corrosive chemical processing. Reliability issues should
be identified & addressed early in the technology development

Scale CMOS to and beyond 2018 - 2026

Develop 2™ generation new materials to replace silicon (or InGaAs, Ge) as an
alternate channel and source/drain to increase the saturation velocity and to
further reduce Vdd and power dissipation in MOSFETs while minimizing
leakage currents for technology scaled to 2018 and beyond.

Develop means to control the variability of critical dimensions and statistical
distributions (e.g., gate length, channel thickness, S/D doping concentrations,
etc.)

Accommodate the heterogeneous integration of dissimilar materials.

The desired material/device properties must be maintained through and after
high temperature and corrosive chemical processing

Reliability issues should be identified & addressed early in this development.

Extend ultimately scaled CMOS as a platform
technology into new domains of application.

Discover and reduce to practice new device technologies and primitive-level
architecture to provide special purpose optimized functional cores (e.g.,
accelerator functions) heterogeneously integrable with CMOS.

Continue functional scaling of information processing
technology substantially beyond that attainable by
ultimately scaled CMOS.

Invent and reduce to practice a new information processing technology
eventually to replace CMOS

Ensure that a new information processing technology is compatible with the
new memory technology discussed above; i.e., the logic technology must also
provide the access function in a new memory technology.

A new information processing technology must also be compatible with a
systems architecture that can fully utilize the new device. A new non-binary
data representation and non-Boolean logic may be required to employ a new
device for information processing. These requirements will drive the need for a
new systems architecture.

Bridge the gap that exists between materials behaviors and device functions.

Accommodate the heterogeneous integration of dissimilar materials

Reliability issues should be identified & addressed early in the technology
development

Invent and reduce to practice long term alternative
solutions to technologies that address existing MtM
ITRS topical entries currently in wireless/analog and
eventually in power devices, MEMS, image sensors,
etc.

The industry is now faced with the increasing importance of a new trend,
“More than Moore” (MtM), where added value to devices is provided by
incorporating functionalities that do not necessarily scale according to "Moore's
Law*.

Heterogeneous integration of digital and non-digital functionalities into
compact systems that will be the key driver for a wide variety of application
fields, such as communication, automotive, environmental control, healthcare,
security and entertainment.
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FRONT END PROCESSES
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FERBEBR £ R ETRAVCEIL T, B RICELWZENEEND, AT =V TSN LT A A
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DIFFICULT CHALLENGES
Table ITWG7

Front End Processes Difficult Challenges

Difficult Challenges > 11 nm

Summary of Issues

Strain Engineering
- continued improvement for increasing device performance
- application to FDSOI and Multi-gate technologies

Achieving low parasitics (resistance and capacitance) and continued
scaling of gate pitch

Achieving DRAM cell capacitance with dimensional scaling
- finding robust dielectric with dielectric constant of ~60
- finding electrod material with high work function

Achieving clean surfaces free of killer defects
- with no pattern damage
- with low material loss (<0.1 A)

450mm wafers - meeting production level quality and quantity

Difficult Challenges < 11 nm

Summary of Issues

Continued scaling of HP multigate device in all aspects: EOT,
junctions, mobility enhancement, new channel materials, parasitic
series resistance, contact silicidation.

Introduction of high mobility channels (based on I1I-V and Ge)
to replace strained Si

Lowering required DRAM capacitance by 4F2 cell scheme or
like, while continuing to address materials challenges

Continued achievement of clean surfaces while eliminating
material loss and surface damage and sub-critical dimension particle
defects

Continued EOT scaling below 0.7 nm with appropriate metal
gates

Continued charge rention with dimensional scaling and
introduction of new non-charged based NVM technologies
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DIFFICULT CHALLENGES

Table ITWGS Lithography Difficult Challenges

Near Term Challenges (2011-2018)
(16nm Logic/DRAM @ HVM; Flash 11nm @ optical narrowing with 16nm in HVM)

Multiple patterning - cost, throughput, complexity

Optical mask - complexity with SRAF, long write time, cost

EUV source power to meet throughput requirement;
Defect "free" EUV masks availability; mask infrastructure availability; EUV mask in fab handling, storage, and
requalification.

Resist at 16nm and below that can meet sensitivity, resolution, LER requirements

Process control on key parameters such as overlay, CD control, LWR at 16nm HVM

Retooling requirements for 450mm transition (Economic & Technology Challenges)

Long Term Challenges (2019 - 2025)
(11nm @HVM)

Higher source power, increase in NA, chief ray angle change on EUV; Mask material and thickness optimization

Defect free DSA processing

Infrastructure for 6.Xnm Lithography or multiple patterning for EUVL 13.5nm

Metrology tool availability to key parameters such as CDU, thickness control, overlay, defect

Early narrow and implement ~2 options with viable infrastructures support

HVM—high volume manufacturing

THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS: 2011




2011 FIHRBE-TI —F> 77 N —7EH) (What is New for 201 1—the Working Group Summaries) 65

INTERCONNECT
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DIFFICULT CHALLENGES
Table ITWGY

Interconnect Difficult Challenges

Five Most Critical Challenges > 16 nm

Summary of Issues

Material
Introduction of new materials to meet
conductivity requirements and reduce the
dielectric permittivity

The rapid introductions of new materials/processes that are
necessary to meet conductivity requirements and reduce the
dielectric permittivity create integration and material
characterization challenges.

Manufacturable Integration
Engineering manufacturable interconnect
structures, processes and new materials

Integration complexity, CMP damage, resist poisoning, dielectric
constant degradation. Lack of interconnect/packaging architecture
design optimization tool

Reliability

Achieving necessary reliability

New materials, structures, and processes create new chip reliability
(electrical, thermal, and mechanical) exposure. Detecting, testing,
modeling, and control of failure mechanisms will be key.

Metrology
Three-dimensional control of interconnect
features (with its associated metrology) is
required to achieve necessary circuit
performance and reliability.

Line edge roughness, trench depth and profile, via shape, etch bias,
thinning due to cleaning, CMP effects. The multiplicity of levels
combined with new materials, reduced feature size, and pattern
dependent processes create this challenge.

Cost & Yield for Manufacturability

Manufacturability and defect management that
meet overall cost/performance requirements

As feature sizes shrink, interconnect processes must be compatible
with device roadmaps and meet manufacturing targets at the
specified wafer size. Plasma damage, contamination, thermal
budgets, cleaning of high A/R features, defect tolerant processes,
elimination/reduction of control wafers are key concerns. Where
appropriate, global wiring and packaging concerns will be
addressed in an integrated fashion.

Five Most Critical Challenges < 16 nm

Summary of Issues

Material

Mitigate impact of size effects in interconnect
structures

Line and via sidewall roughness, intersection of porous low-k voids
with sidewall, barrier roughness, and copper surface roughness
will all adversely affect electron scattering in copper lines and
cause increases in resistivity.

Metrology

Three-dimensional control of interconnect
features (with it’s associated metrology) is

Line edge roughness, trench depth and profile, via shape, etch bias,
thinning due to cleaning, CMP effects. The multiplicity of levels,
combined with new materials, reduced feature size and pattern
dependent processes, use of alternative memories, optical and RF

required interconnect, continues to challenge.

Process As features shrink, etching, cleaning, and filling high aspect ratio
Patterning, cleaning, and filling at nano structures will be challenging, especially for low-x dual damascene
dimensions metal structures and DRAM at nano-dimensions.

Complexity in Integration

Integration of new processes and structures,
including interconnects for emerging devices

Combinations of materials and processes used to fabricate new
structures create integration complexity. The increased number of
levels exacerbate thermomechanical effects. Novel/active devices
may be incorporated into the interconnect.

Practical Approach for 3D

Identify solutions which address 3D structures
and other packaging issues

3 dimensional chip stacking circumvents the deficiencies of
traditional interconnect scaling by providing enhanced functional
diversity. Engineering manufacturable solutions that meet cost
targets for this technology is a key interconnect challenge.

CMP—chemical mechanical planarization

DRAM—dynamic random access memory

THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS: 2011




2011 FIHRBEE-T —F> 77V —7EH) (What is New for 201 1—the Working Group Summaries) 67

T3 H:47 (FACTORY INTEGRATION)
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DIFFICULT CHALLENGES

Table ITWGI0

Factory Integration Difficult Challenges

Difficult Challenges through 2019

Summary Of Issues

1. Responding to rapidly changing, complex
business requirements

» Increased expectations by customers for faster delivery of new and volume
products (design = prototype and pilot > volume production)

+ Rapid and frequent factory plan changes driven by changing business needs

*  Ability to load the fab within manageable range under changeable market
demand, e.g., predicting planning and scheduling in real-time

* Enhancement in customer visibility for quality assurance of high reliability
products; tie-in of supply chain and customer to FICS operations

2. Managing ever increasing factory complexity

* Quickly and effectively integrating rapid changes in process technologies

* Increased requirements for high mix factories. Examples are (1) significantly
short life cycle time of products that calls frequent product changes, (2) the complex
process control as frequent recipe creations and changes for process tools and
frequent quality control criteria due to small lot sizes

* Manufacturing knowledge and control information need to be shared as required
among factory operation steps and disparate factories

* Need to concurrently manage new and legacy FICS software and systems with
increasingly high interdependencies

» Ability to model factory performance to optimize output and improve cycle time
for high mix factories

* Need to manage clean room environment for more environment susceptible
processes, materials, and, process and metrology tools

* Addressing need to minimize energy resource usage and waste; e.g., need to
integrate fab management and control with facilities management and control

* Comprehending increased purity requirements for process and materials

Providing a capability for more rapid adaptation, re-use and reconfiguration of the
factory to support capabilities such as rapid new process introduction and ramp-up.
This includes a challenge of supporting evolution of a FI communication
infrastructure to support emerging capabilities beyond interface A.

* Supporting adoption and migration of equipment communication protocol
standards to meet ITRS challenges and be in sync with emerging technologies in
systems communication and management such as XML and cloud computing.

* Meeting equipment design challenges in maintaining yield and improving
maintenance practices resulting from movement to new process materials that may be
corrosive, caustic, environmentally impacting, molecularly incompatible etc.

» Addressing factory integration challenges to assess and integrate EUV systems into
the factory infrastructure

* Addressing AMC challenges through possibly changing factory operation approach
(e.g, maintaining vacuum in specific areas), as well as providing necessary
interfaces, information and technologies (e.g., virtual metrology and APC).

* Maintaining equipment availability and productivity while managing increase in
senors and systems within and outside the equipment, coordinated to support new
paradigms (e.g., management of energy expended by the equipment and the fab in
general, movement from reactive to fully predictive)
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Table ITWG10

Factory Integration Difficult Challenges

» Linking yield and throughput prediction into factory operation optimization

* Real-time simulation in lock-step with production for operations prediction

3. Achieving growth targets while margins are
declining

» Ability to visualize cost and cycle time for systematic waste reduction from all
aspects.

* Reducing complexity and waste across the supply chain; reducing white space in
cycle times

*  Minimize the cost of new product ramp up against the high cost of mask sets and
product piloting

4. Meeting factory and equipment reliability,
capability and productivity requirements per the
Roadmap

» Increased impacts that single points of failure have on a highly integrated and
complex factory

* More equipment reliability, capability and productivity visualization that can be
used bidirectionally between equipment suppliers and users for more efficient task
sharing

* Design-in of equipment capability visualization in production equipment; design-
in of APC (R2R control, FD , FC and SPC) to meet quality requirements

* Equipment supplier roadmap for equipment quality visualization and
improvement, and, reduction of Equipment Output Waste.

* Reduction of equipment driven NPW (non-product wafers) operations that
compete for resources with production wafers and Dandori operations[1]

* Meeting wait-time waste factory level management targets; developing wait-time
waste reporting for tools; supporting standardized fab-wide equipment state
information management.

* Moving from reactive to predictive paradigm for scheduling, maintenance and
yield management

5. Emerging factory paradigm and next wafer size
change

* Addressing issues in movement from lot-based to single-wafer processing and
control

* Uncertainty about 450 mm conversion timing and ability of 300 mm wafer factories
to meet historic 30% cost effectiveness.

450mm era: Effecting architectual and other changes as necessary at an affordable
cost to maintain or improve wafer-throughput-to-footprint levels in migration to
450mm

Difficult Challenges Beyond 2019

Summary of Issues

1. Meeting the flexibility, extendibility, and
scalability needs of a cost-effective, leading-edge
factory

* Ability to utilize task sharing opportunities to keep the manufacturing
profitable such as manufacturing outsourcing

* Enhanced customer visibility for quality assurance of high reliability products
including manufacturing outsourcing business models

* Scalability implications to meet large 450 mm factory needs

* Cost and task sharing scheme on industry standardization activity for industry
infrastructure development

2. Managing ever increasing factory complexity

* Higher resolution and more complications in process control due to smaller process
windows and tighter process targets in many modules

+ Complexity of integrating next generation lithography equipment into the factory

* More comprehensive traceability of individual wafers to identify problems to
specific process areas

* Comprehensive management that allows for automated sharing and re-usages of
complex engineering knowledge and contents such as process recipes, APC
algorithms, FD and C criteria, equipment engineering best known methods

3. Increasing global restrictions on environmental
issues

* Need to meet regulations in different geographical areas

* Need to meet technology restrictions in some countries while still meeting business
needs

* Comprehending tighter ESH/Code requirements
* Lead free and other chemical and materials restrictions

* New material introduction
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Table ITWG10

Factory Integration Difficult Challenges

4. Post-conventional CMOS manufacturing
uncertainty

» Uncertainty of novel device types replacing conventional CMOS and the impact of
their manufacturing requirements on factory design

* Timing uncertainty to identify new devices, create process technologies, and
design factories in time for a low risk industry transition

» Potential difficulty in maintaining an equivalent 0.7x transistor shrink per year for
given die size and cost efficiency

Notes for Table ITWG10

[1] Dandori operations: Peripheral equipment related operations that are in parallel or in-line and prior to or following to the main thread
PE operations. So-called in-situ chamber cleaning is another good example than NPW operations.
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ASSEMBLY AND PACKAGING
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DIFFICULT CHALLENGES
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Table ITWGI1 Assembly and Packaging Difficult Challenges

Difficult Challenges >16 nm Summary of Issues

Direct wire bond and bump to Cu for very fine pitch due to thin wire limits

Dicing for ultra low-k dielectric (includes k <2.5eff and air gaps)

Improved fracture toughness of dielectrics-

Impact of BEOL including Cu/low- | Interfacial adhesion

Kk on packaging Mechanical reliability for chip-package interconnect (requires co-design due to chip-package
interaction)

Methodologies for measurement of critical properties needed

Probe damage for copper/ultra low «

1/0 pitch for small die with high pin count

Solder joint reliability for tight pitch/low stand-off interconnect

Compact ESD structures

CTE mismatch compensation for large die and fanout die

Mix signal co-design and simulation environment

Rapid turn-around modeling and simulation

Integrated analysis tools for transient thermal analysis and integrated thermal mechanical

Wafer-level packaging

Coordinated design tools and analysis
simulators to address chip, package | Electrical (power disturbs, EMI, signal and power integrity associated with higher
and substrate co-design frequency/current and lower voltage switching)

System level co-design is needed now

EDA for “native” area array is required to meet the Roadmap projections
Models for reliability prediction

CTE mismatch for large interposers

Defect density at very thin interfaces

Low-cost embedded passives: R, L, C

Embedded active devices

Quality levels required not attainable on chip

Electrical and optical interface integration

Wafer-level embedded components

Handling technologies for thin wafers (particularly for bumped wafers)
Impact of different carrier materials (organics, silicon, ceramics, glass, laminate core)
Thinned die packaging Establish new process flows

Reliability

Testability

Interposers and embedded
components
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Table ITWGI11

Assembly and Packaging Difficult Challenges

Difficult Challenges <
16 nm

Summary of Issues

Close gap between chip and
substrate, improved organic
substrates

Increased wireability at low cost

Improved impedance control and lower dielectric loss to support higher-
frequency applications

Improved planarity and low warpage at higher-process temperatures

Low-moisture absorption

Increased via density in substrate core

Silicon I/O density increasing faster than the package substrate technology

High current density
packages

Low-resistance contacts

Electromigration

Flexible system packaging

Conformal low-cost organic substrates

Small and thin die assembly

Handling in low-cost operation

3D assembly and packaging

Thermal management

Design and simulation tools

Wafer-to-wafer bonding

Through wafer via structure and via fill process

Singulation of TSV wafers/die

Test access for individual wafer/die

Cost of TSV

Bumpless interconnect architecture

Package cost does not follow
the die cost reduction curve

Margin in packaging is inadequate to support investment required to reduce
cost

Increased device complexity requires higher cost packaging solutions

Small die with high pad
count and/or high power
density

Electromigration at high current density for interconnect (die, package)

Thermal dissipation

Improved current density capabilities

Higher operating temperature

High-frequency die

Substrate wiring density to support >20 lines/mm

Lower loss dielectrics

“Hot spot” thermal management

Package substrates with lines and spaces below 10 microns

System-level design
capability to integrated
chips, passives and
substrates

Partitioning of system designs and manufacturing across numerous companies
will make required optimization for performance, reliability and cost of
complex systems very difficult

-Complex standards for information types and management of information
quality along with a structure for moving this information will be required.

Emerging device types
(organic, nanostructures,
biological) that require new
packaging technologies

-Organic device packaging requirements not yet defined (will chips grow their
own packages)

-Biological interfaces will require new interface types

Power integrity

- Power supply quality

- Power delivery in stacked die

-Reducing power supply voltage with high device switching currents
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DIFFICULT CHALLENGES

Table ITWGI2 Environment, Safety, and Health Difficult Challenges

Difficult Challenges > 16 nm

Summary of Issues

Overall challenge

There is a need for Roadmap quality goals and metrics need to be defined for a substantial number of ESH
technology requirements

Chemicals and materials
management

o Chemical Assessment: There is a need for robust and rapid assessment methodologies to ensure that new
chemicals/materials achieve timely insertion in manufacturing, while protecting human health, safety, and the
environment. Given the global options for R&D, pre-manufacturing, and full commercialization, these
methodologies must recognize regional regulatory/policy differences, and the overall trends towards lower
exposure limits and increased monitoring.

e Chemical Data Availability: Comprehensive ESH data for many new, proprietary chemicals/materials is
incomplete, hampering industry response to the increasing regulatory/policy requirements on their use. In
addition, methods for anticipating and forecasting such future regulatory requirements are not well developed..
o Chemical Exposure Management: There is incomplete information on how chemicals/materials are used and
how process by-products are formed. Also, while methods used to obtain such information are becoming more
standardized, their availability varies depending on the specific issue being addressed.

Process and equipment
management

e Process Chemical Optimization There is a need to develop processes and equipment meeting technology
requirements, while at the same time reducing their impact on human health, safety and the environment (e.g.,
using more benign materials, reducing chemical quantity requirements by more efficient and cost-effective
process management).

e Environment Management: There is a need to understand ESH characteristics, and to develop effective
management systems, for process emissions and by-products. In this way, the appropriate mitigations (including
the capability for component isolation in waste streams) for such hazardous and non-hazardous emissions and
by-products can be properly addressed.

Global Warming Emissions Reduction: There is a need to limit emissions of high GWP chemicals from processes
which use them, and/or produce them as by-products.

o Water and Energy Conservation: There is a need for innovative energy- and water-efficient processes and
equipment.

o Consumables Optimization: There is a need for more efficient chemical/material utilization, with improved
reuse/recycling/reclaiming of them and their process emissions and by-products.

e Byproducts Management: There is a need for improved metrology for by-product speciation.

o Chemical Exposure Management: There is a need to design-out chemical exposure potentials and the
requirements for personal protective equipment (PPE)

e Design for Maintenance: There is a need to design equipment so that commonly serviced components and
consumable items are easily and safely accessed, with such maintenance and servicing safely performed by a
single person with minimal health and safety risks.

e Equipment End-of-Life: There is a need to develop effective management systems to address issues related to
equipment end-of-life reuse/recycle/reclaim.

Facilities technology
requirements

e Conservation: There is a need to reduce energy, water and other utilities consumption and for more efficient
thermal management of cleanrooms and facilities systems.

o  Global Warming Emissions Reduction: There is a need to design energy efficient manufacturing facilities, to
reduce total CO, equivalent emissions.

Sustainability and product
stewardship

o Sustainability Metrics: There is a need for methodologies to define and measure a technology generation’s
sustainability.

e Design for ESH: There is a need to make ESH a design-stage parameter for new facilities, equipment,
processes and products.

e End-of-Life Reuse/Recycle/Reclaim: There is a need to design facilities, equipment and products to facilitate
these end-of-life issues

Difficult Challenges < 16 nm

Summary of Issues

Chemicals and materials
management

o Chemical Assessment: There is a need for robust and rapid assessment methodologies to ensure that new
chemicals/materials achieve timely insertion in manufacturing, while protecting human health, safety, and the
environment.

e Chemical Data Availability: There is incomplete comprehensive ESH data for many new, proprietary
chemicals/materials, to be able to respond to the increasing regulatory/policy requirements on their use

Process and equipment
management

Chemical Reduction: There is a need to develop processes and equipment meeting technology requirements,
while also reducing their impact on human health, safety and the environment (e.g., using more benign
materials, reducing chemical quantity requirements by more efficient and cost-effective process management).
There is a need to limit emissions of high GWP chemicals from processes which use them, and/or produce them
as by-products.

o Environment Management: There is a need to understand ESH characteristics, and to develop effective
management systems, for process emissions and by-products. In this way, the appropriate mitigations for such
hazardous and non-hazardous emissions and by-products can be addressed.
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Table ITWGI2 Environment, Safety, and Health Difficult Challenges

e Water and Energy Conservation: There is a need to reduce water and energy consumption, and for innovative
energy- and water-efficient processes and equipment.

e Consumables Optimization: There is a need for more efficient chemical/material utilization, including their
increased reuse/recycle/reclaim (and of their process emissions and by-products).

e Chemical Exposure Management: There is a need to design-out chemical exposure potentials and personal
protective equipment (PPE) requirements.

e Design for Maintenance: There is a need to design equipment so that commonly serviced components and
consumable items are easily and safely accessed, with such maintenance and servicing safely performed by a
single person with minimal health and safety risks.

e Equipment End-of-Life: There is a need to develop effective management systems to address issues related to
equipment reuse/recycle/reclaim.

Facilities technology
requirements

e Conservation: There is a need to reduce energy, water and other utilities use, and for more efficient thermal
management of cleanrooms and facilities systems.

o Global Warming Emissions Reduction: There is a need to design energy efficient manufacturing facilities, to
enable reducing total CO, equivalent emissions.

Sustainability and product
stewardship

o Sustainability Metrics: There is a need for methodologies to define and measure sustainability by technology
generation, as well as at the factory infrastructure level.

e Design for ESH: There is a need to make ESH a design-stage parameter for new facilities, equipment,
processes and products, with methodologies to holistically evaluate and quantify the ESH impacts of facilities
operations, processes, chemicals/materials, consumables, and process equipment for the total manufacturing
flow.

e End-of-Life Reuse/Recycle/Reclaim: There is a need to design facilities, equipment and products to facilitate
these end-of-life issues
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B F0 W _E (YIELD ENHANCEMENT)
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DIFFICULT CHALLENGES

Table ITWG13

Yield Enhancement Difficult Challenges

Difficult Challenges > 16 nm

Summary of Issues

Detection and identification of Small Yield Limiting Defects from
Nuisance - Detection of multiple killer defects and their
simultaneous differentiation at high capture rates, low cost of
ownership and high throughput. It is a challenge to find small but
yield relevant defects under a vast amount of nuisance and false
defects.

Existing techniques trade-off throughput for sensitivity, but at
expected defect levels, both throughput and sensitivity are
necessary for statistical validity.

Reduction of inspection costs and increase of throughput is
crucial in view of CoO.

Detection of line edge roughness due to process variation.

Electrical and physical failure analysis for killer defects at high
capture rate, high throughput and high precision.

Reduction of background noise from detection units and
samples to improve the sensitivity of systems.

Improvement of signal to noise ratio to delineate defect from
process variation.

Where does process variation stop and defect start?

Non-Visual Defects and Process Variations — Increasing yield
loss due to non-visual defects and process variations requires new
approaches in methodologies, diagnostics and control. This
includes the correlation of systematic yield loss and layout
attributes. The irregularity of features in logic areas makes them
very sensitive to systematic yield loss mechanisms such as
patterning process variations across the lithographic process
window.

Process Stability vs. Absolute Contamination Level — Including
the Correlation to Yield Test structures, methods and data are
needed for correlating defects caused by wafer environment and
handling with yield. This requires determination of control limits
for gases, chemicals, air, precursors, ultrapure water and substrate
surface cleanliness.

Systematic Mechanisms Limited Yield (SMLY), resulting from
unrecognized models hidden in the chip, should be efficiently
identified and tackled through logic diagnosis capability designed
into products and systematically incorporated in the test flow. It is
required to manage the above models at both the design and
manufacturing stage. Potential issues can arise due to:

a) Accommodation of different Automatic Test Pattern
Generation (ATPG) flows.

b) Automatic Test Equipment (ATE) architecture which might
lead to significant test time increase when logging the number of
vectors necessary for the logic diagnosis to converge.

¢) Logic diagnosis runs time per die.

d) Statistical methodology to analyze results of logic diagnosis
for denoising influence of random defects and building a layout-
dependent systematic yield model.

Test pattern generation has to take into account process versus
layout marginalities (hotspots) which might cause systematic
yield loss, and has to improve their coverage.

Methodology for employment and correlation of fluid/gas types
to yield of a standard test structure/product

Relative importance of different contaminants to wafer yield.

Define a standard test for yield/parametric effect.

Detection of organic contamiantion on surfaces — The detection
and speciation of non volatile organics on surfaces is currently
not possible in the fab. There is no laboratory scale
instrumentation available.

A possible work around is the use of NEXAF at a synchrotron
radiation facility.
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Table ITWGI3

Yield Enhancement Difficult Challenges

Difficult Challenges < 16 nm

Summary of Issues

Next Generation Inspection - As bright field detection in the far-
field loses its ability to discriminate defects of interest, it has
become necessary to explore new alternative technologies that
can meet inspection requirements beyond 13 nm node.

Several techniques should be given consideration as potential
candidates for inspection: high speed scanning probe microscopy,
near-field scanning optical microscopy, interferometry, scanning
capacitance microscopy and e-beam. This path finding exercise
needs to assess each technique’s ultimate resolution, throughput
and potential interactions with samples (contamination, or degree
of mechanical damage) as key success criteria.

In - line Defect Characterization and Analysis — Based on the
need to work on smaller defect sizes and feature characterization,
alternatives to optical systems and Energy Dispersive X-ray
Spectroscopy systems are required for high throughput in-line
characterization and analysis for defects smaller than feature
sizes. The data volume to be analyzed is drastically increasing,
therefore demanding for new methods for data interpretation and
to ensure quality. [1]

Data volume + quality: strong increase of data volume due to
miniaturization

The probe for sampling should show minimum impact as
surface damage or destruction from SEM image resolution.

It will be recommended to supply information on chemical state
and bonding especially of organics.

Small volume technique adapted to the scales of technology
generations.

Capability to distinguish between the particle and the substrate
signal.

Next generation lithography - Manufacturing faces several
choices of lithography technologies in the long term, which all
pose different challenges with regard to yield enhancement,
defect and contamination control.
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Table ITWG14

Metrology Difficult Challenges
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DIFFICULT CHALLENGES

Table ITWGIS5 Modeling and Simulation Difficult Challenges
Difficult Challenges > 14 nm Summary of Issues
Lithography simulation including Complementary lithography
EUV

Simulation of defect inspection and characterization, influences/defect printing. Mask
optimization including defect repair or compensation

Simulation of resolution enhancement techniques including combined mask/source optimization
(OPC, PSM) and including EMF and resist effects, and extensions for inverse lithography

Models that bridge requirements of OPC (speed) and process development (predictive)
including EMF effects

Predictive and separable resist models (e.g., mesoscale models) including line-edge roughness,
accurate profiles, topcoat and substrate (underlayer) interactions, etch resistance, adhesion,
mechanical stability, leaching, swelling or slimming, and time-dependent effects in in single and
multiple exposure

Resist model parameter calibration methodology (including kinetic transport and stochastic
parameters)

Fast, predictive simulation of ebeam mask making (single-beam and multibeam) including short
and long range proximity corrections

Simulation of directed self-assembly of sublithography patterns

Modeling lifetime effects of equipment and masks, including lens and mirror heating effects

Predictive coupled deposition-lithography-etch simulation (incl. double patterning, self-aligned
patterning)

Modeling metrology equipment and data extraction for enhancing model calibration accuracy

Modeling of pellicle effects and pellicle defects simulation (incl. double patterning, self-
aligned patterning)

Front-end process modeling for Coupled diffusion/(de)activation/damage/stress models and parameters including low-
nanometer structures temperature, SPER, millisecond and microwave processes in Si-based substrate, that is, Si, SiGe,
Ge-on-Si, I1I/V-on-Si (esp. InGaAs-on-Ge-on-Si), SOI, epilayers, and ultra-thin body devices,
taking into account possible anisotropy in thin layers. Accurate models for Stress-Induced Defects

Implantation models for ions needed for new materials

Models for alternative implantation methods: Plasma doping (e.g. for FinFETs), cluster
implantation, cyro or hot implants (incl. self-annealing)

Diffusion in advanced gate stacks

Predictive segregation and dose loss models

Modeling of interface and dopant passivation by hydrogen or halogens

Modeling of epitaxially grown layers: Shape, morphology, stress, defects, doping, diffusion,
activation

Modeling hierarchy from atomistic to continuum for dopants and defects in bulk and at
interfaces

Efficient and robust 3D meshing for moving boundaries

Modeling the impact of front-end processing-induced damage to devices on their leakage, noise
and reliability bahavior during operation
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Table ITWGI1S

Modeling and Simulation Difficult Challenges

Integrated modeling of
equipment, materials, feature scale
processes and influences on device
and circuit performance and
reliability, including random and

Fundamental physical data (e.g., rate constants, cross sections, surface chemistry for ULK,
photoresists and high-k metal gate); reaction mechanisms (reaction paths and (by-) products,
rates ...) , and simplified but physical models for complex chemistry and plasma reaction

systematic variability

Linked equipment/feature scale models (including high-x metal gate integration, flows for RIE
processes, damage prediction)

Deposition processes: MOCVD, PECVD, ALD, electroplating and electroless deposition
modeling

Spin-on-dielectrics (stress, poriosity, dishing, viscosity, ...) for high aspect ratio fills,
evolution during transformation and densification

Removal processes: CMP, etch, electrochemical polishing (ECP) (full wafer and chip level,
pattern dependent effects)

Pattern/microloading effects in radiative annealing or plasma processing

Propagation of process variations into circuit block simulation

Simulation of wafer polishing, grinding and thinning

Efficient extraction of impact of equipment - and/or process induced variations on devices and
circuits, using simulations

Modeling of impact of consumables (e.g. resists, slurries, gas quality ....) on process results

Nanoscale device simulation
capability: Methods, models and
algorithms

General, accurate, computationally efficient and robust quantum based simulators incl.
fundamental parameters linked to electronic band structure and phonon spectra

Efficient models and tools for analysis to enable design and evaluation of devices and
architectures beyond traditional planar CMOS

Models (incl. material models) to investigate new memory devices like redox resistive
memories, PCM/PRAM, etc.

Models for gate stacks with ultra-thin/high-k dielectrics for all channel materials addressed
above w.r.t. electrical permittivity, built-in charges, influence on workfunction by interface
interaction with metals, reliability, tunneling currents and carrier transport

Modeling of salicide/silicon contact resistance and engineering (e.g. Fermi-level depinning to
reduce Schottky barrier height)

Advanced numerical device simulation models and their efficient usage for predicting and
reproducing statistical fluctuations of structure , dopant and material variations in order to assess
the impact of variations on statistics of device performance

Physical models for novel channel materials, e.g., p-type Ge and compound III/V (esp. n-type
InGaAs-on-Ge-on-Si) channels ... : Band structure, defects/traps, ...

Treatment of individual dopant atoms and traps in (commercial) continuum and MC device
simulation. Coupling between atomistic process and continuum or atomistic device simulation

Reliability modeling for ultimate CMOS and new memory devices

Commercial device simulators (software) for STT and redox resistive memories

Physical models for (mechanical) stress induced device performance for advanced architectures
(esp. FinFET) and/or novel materials

Electrical-thermal-mechanical-
modeling for interconnect and
packaging

Model thermal-mechanical, thermodynamic and electrical properties of low «, high «, and
conductors for efficient on-chip and off-chip incl. SIP and wafer level packages, including power
management, and the impact of processing on these properties especially for interfaces and films
under 1 micron dimension

Thermal modeling for 3D ICs and assessment of modeling and CAD tools capable of
supporting 3D designs. Thermo-mechanical modeling of Through Silicon Vias and thin stacked
dies (incl. adhesive/interposers), and their impact on active device properties (stress, expansion,
keepout regions, ...). Size effects (microstructure, surfaces, ...) and variability of thinned wafers
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Table ITWGI1S

Modeling and Simulation Difficult Challenges

Signal integrity modeling for 3D ICs

Identify effects and apply/extend models which influence reliability of interconnects/packages
incl. 3D integration (e.g., stress voiding, electromigration, fracture initiation, dielectric
breakdown, piezoelectric effects)

Physical models and simulation tools to predict adhesion and fracture toughness on
interconnect-relevant interfaces (homogeneous and heterogeneous), packages and die interfaces

Dynamic simulation of mechanical problems of flexible substrates and packages

Models for electron transport in ultra fine patterned interconnects

Simulation tools for die, package and board that allow for coherent co-design

Circuit element and system
modeling for high frequency (up to
300 GHz) applications [1]

Supporting heterogeneous integration (SoC+SiP) by enhancing CAD-tools to simulate mutual
interactions of building blocks, interconnect, dies on wafer level and in 3D and package:
- possibly consisting of different technologies,
- covering and combining different modelling and simulation levels as well as different
simulation domains - including manufacturability

Introduction of new model features including non-quasi-static effects, substrate noise and
coupling, high-frequency RT and 1/f noise, temperature and stress layout dependence and
parasitic coupling

Computer-efficient inclusion of aging, reliability and variability at device level including their
statistics (including correlations) before process freeze into circuit modeling, treating local and
global variations consistently

Scalable active component models for circuit simulation of new multigate MOSFET like double
gate FDSOI, FinFET ...

Scalable passive component models [2] for compact circuit simulation, including interconnect,
transmission lines, ...

Scalable circuit models [2] for More-than-Moore devices including switches, filters,
accelerometers, ...

Compact models for new memory devices, such as PCM, and standardisation of models for
I11/V (esp. InGaAs-on-Ge-on-SI) devices

Computer-efficient assessment of building block/circuit-level using process/device/circuit
simulation, including process variations

Difficult Challenges < 14 nm

Summary of Issues

Modeling of chemical,
thermomechanical and electrical
properties of new materials

Computational materials science tools to predict materials synthesis, structure, properties, process
options, and operating behavior for new materials applied in devices and interconnects, including
especially for the following:

1) Layer stacks for gates, junctions and and channels: Predictive modeling of dielectric
constant, bulk polarization charge, ferroelectric/-magnetic properties, surface states, phase
change, thermomechanical (including stress effects on mobility), optical properties, transport
properties, reliability, breakdown, and leakage currents including band structure, phonon
coupling, tunneling from process/materials and structure conditions

2) Models for novel integrations in 3D interconnects including data for ultrathin material
properties. Models for new ULK materials that are also able to predict process impact on their
inherent properties

3) Modeling-assisted metrology: Linkage between first principle computation, reduced models
(classical MD or thermodynamic computation) and metrology including ERD and ERM
applications

4) Accumulation of databases for semi-empirical computation

Nano-scale modeling for
Emerging Research Devices and
interconnects including Emerging
Research Materials

Ab-initio modeling tools for the development of novel nanostructure materials, processes and
devices (nanowires, carbon nanotubes (including doping), nano-ribbons (graphene), deterministic
doping and doping by chemical functionalization, quantum dots, atomic electronics, multiferroic
materials and structures, materials for non-charge-based Beyond-CMOS devices)
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Table ITWGI1S

Modeling and Simulation Difficult Challenges

Device modeling tools for analysis of nanoscale device operation (quantum transport,
tunneling phenomena, contact effects, spin transport, ...). Modeling impact of geometry (esp.
edge effects / edge roughness), interfaces and bias on transport for carbon-based nanoelectronics
(carbon nanotubes and monollayer/bilayer graphene structures)

Compact models for maturing emerging devices

Optoelectronics modeling

Materials and process models for on-chip/off-chip optoelectronic elements (transmitters and
receivers, optical couplers). Coupling between electrical and optical systems, fast and efficient
optical interconnect models of larger domains

Physical design tools for integrated electrical/optical systems

NGL simulation

Simulation of mask less lithography by e-beam direct write (shaped beam / multi beam),
including advanced resist modeling (low activation energy effects for low-keV writers (shot noise
effects & impact on LER); heating and charging effects), including impact on device
characteristics (e.g. due to local crystal damage by electron scattering or charging effects)

Simulation of nano imprint technology (pattern transfer to polymer = resist modeling, etch
process)

Notes for table:

[1] 3 times frequency of envisioned applications (100 Ghz) because of harmonics/linearity

[2] In More than Moore, scalability refers to the ability to model litho-defined device variations
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Mt —R~y 7 H iR (OVERALL ROADMAP
TECHNOLOGY CHARACTERISTICS)

1= 2 (BACKGROUND)

B — R~y 7 H T FEEZE(ORTC: Overall Roadmap Technology Characteristics) D3R 1d, [E S H AT
=X 7 7 N —7(ITWG) DB FEMIC B A E T HIEE OO DIMEHELL T, r—R~vy 7 ERGERD
MINZFIHEND, ZHDORIT, v — R~y P HHHEEZITOICU > TRERM O RES ZTRFL
o —x2 77N —F(TWO)M TOEEE LD FELLTH SN, BEUGT THEETIT, A
EIRDHEN T T N AL CHEMORE 25572012, ITWG 0% TWG BT 4 721 ~L TO %
BLOar o2 (AR IBREITR), ZOREE, ORTC RIZEFIOKELHFEOBBEERLZEITR
Do
ORTC FIZIFA—MVIEEFROEENFLH S, n— R~y 7 REEZ B L TEY —F 77— OFEIZIX
ELICFELL RSN TN D, AENIFLESINDE HIL, BUED BRI R O 27 R 2 i 5
TEEHMELTWVD, ZOEHIT 2010 FITBHB L SGTEFFEXOE KK /> TWD, 8D
ORTC HHFEHIL 2010 FI21E. BLETLTWRWY, ITRS @ 2012 ESLEFTRRIC AT EFD LT DOIRRIE
HHY, 2nba sttt Tho, 207, 2011 FEICE#E DA Far (2)1]) TS ITRS EE S H#
TxX v IA T i1,

2011 FE2ZT OHEEE (OVERVIEW OF 2011 REVISIONS)

E 7% (DEFINITIONS)

Tl A2 BY, =R~y P RER O R O RICEEEINBUEN EAIS N TS, FFEDTT
HEIZOWTHRRITIEELRWIRY , T 7 AV ROFEA~v X T, (LLaToa—R<y 7 ERIUL) 8iES A R
O AEPEREE | 2> 7o B e &3, BT =y NA IC Z RN X T2 FE A2 R L CnD, BIZ3 7 H
DNIZ 2 B EH ORI EEZRFRBTAIENMLETHD (X 2 ZHDZLE), ASIC (Application Specific
IC: R E A TR R ) TlE, 2O EFRAM T 720, TH T L2 HOFE RS RFIEE O
BHEEFHWTHR,

ITRS DT I T 4T <UD THRRENTNDEN, FEMEVIRL TEH L, HHOT ) —F | o
EXAIL T DT VAR, Bl &R EIRELAHD, 2O /—FK 1L ITRS DEFRE BIEICA LT
WAHLOHEHD ., LTV 2WnWh Db H 5,

2003 Al ITRS ZERR L TWAREIZIE, 2 Duyy 7 BIyES N T 77, 2003 FIciliEsn -
[90nm | #4717 —R 1 EE R L TN — T VAR KR ETE T 2R TNz, EEOT A ADa X
JRHFVAZ L 1(M1) N—7E YT 1L 110-120nm £k X531 TV, ITRS DRAM T Ba47hF0 M1
IN=TETF O~y Z BEEOBRICEL GRELAFED E-> Tz, e BESHEESEELZ% . A
TR TWELODHLE DI (FEEIZEHL O N—T7EyF L (A —RERRICEAL O) L7 — MR DO
PR U TR LTI/ —R 0 =Ry 72l X CTNDIEN o Tz, HDOEIFELT OFREEEN 2
2725 (LT, Bl D7 —MIERAEY B NMED 2 f5I0785) ZAI T H ik ~Tue, Hiffro it
WEHZOTTa—F L =R OBRBREB R DI LT, LS50, BEOWEITRFTOLELY
VDY =Y 7248 T iEME N CTERINDIN L THD,
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W22 BIRELAY, Flash ATV O R R TEAM /—FINE RENT-FHIZIViE Z>7=, Flash £ifiix
2005 4 & 2007 4ERK ITRS THFHSH TR RENTWD, 121, Flash O8L S BV B 1T Z 7Rl
ARV Vay (RY) B AN—T7EyF TRESTEY, A%V 1 (M1) ~—7EvF (DRAM, MPU, ASIC #
B CEEZRD TNDEEL IR D/ — ) IZE> TR Fo Ty, Fi2, FEF ICHkERAY 72 Flash A€V -t
NDOENZIT 77742 — (HFEESROZE) BGEN  REUST AN AL, SIS ERD AN FFEME
AEY(NVM) OFFEEE 729 72912, Flash B/VFREHE IZE > TITOIL T D, Flash HifrEh 27~ 5%
7> T, SHICHMETHDL DI, TEMAIRHIL (equivalent scaling) | & 3 IRILAIIZ T T a2 AEYD
TR THIEICLDEMNRIRIE N HHZETHD, ZOHEMNIINN—T7EyF OME/NEIE N — R A7 O
BALRIZHY, 3 ot/ DOEANIZLS T, STEOMMLZ R T HZENTED, 20D 3 R IT Flash Hlrix
2016 T EPERME T HERIAFEN TV T, PIDS #E ITRS 2011 4D ORTC @ Table2a, 2b & Table5
DET MMEDOBRIZEBIN TS, B —RF~y 7 Z B2 (IRC) IE, 2007 #ilk ITRS TiE ITRS &ff %
DEFEDNHIFEFR O OIRELZ F/ DRICT D B0 LR, B REAMER O R Z7 A 2858 T, 372
B DRAM, MPU/ASIC, Flash T 52 THAHERBILTZ, A2 ~7=X512, MPU/ASIC & DRAM
B DON—=TEFIIE M E LD M1 T a2 a0 TE SN TEY, )7, Flash REEFEMEATY
(NVM) B3 a2 7 N LRV D @EEET A (K1 S H) TE LI THD, filx D TWG RKiZRK 2 D
KTCHINOBRTA N =2 HmHRERTH X —TAHEBEZHEHL TND,

{i#l 2 OB EE B 2 B A2 A FT- IS5, B o~y X A2 R IV EST-,
flil # DFRD~ZEUTRIKRMLAELIZDIET, ZRENDEIN LD LEFEFDOHTHSD, 2007 F-hi
ITRS LAEDZENZNDr—R~y 7 TlE, il # D85 27 /L —7 (DRAM, Flash, ASIC) (ZfFREL 72, £4f7
OEE BERE (FT7 U AX L BN, vy 7 D7 — M) SRR (A —R | &) PEREAS IR S LT
%o ITRS L Z LTV Ml 24 D& tHIE, WERE KT 28O M EN T A B 2 E DT et
720, ZOIE B T FIZFELL T2 (Executiv Summary) & #E4E (Glossary) | [fRE T A LEDZ LA
TITEREINTND,

fiEl 2 OBLELF AT R Z AL TODD ., IO H M7 Vv — 712 L A4 Cld. DRAM OJE SR
VURITSER 5L 25 5E A7)0 2 A7 VORI STEN E5CR DD B4 2 IS 4 5) D
KLUV R23 2008 4E £ THil V-, 2009 4FE DRAM M1 ~—7E > F @ HEE X ITRS 2008 FFEEkET RN HZE
STV, LL, 2010 4E@ PIDS 1I24% DRAM ffEDFERICLDE, MI N—T7EyF DR RIX
1 FRTEIL AL, 2009 4RI 45 nm AL R EL T, 3T &I 0.7 (5O HEAMTH A 7V D3 i = 2026 F-12 6.3
nm (ZET S, ZOINTET EEN THEL TRBEL ST U RIZEEREOK R LITO I Rns
T D RETLPRER LIS 72 0F 58 BR 58 O fR i D SR TS B % KT T Z A 7 IR B O i A s 5
IZED PR U REFTE LR,

DRAM & M1 BE O [A)1E 2007 4= FIZTHAE S 2008 DO KET THEIND A, Fif O AR F1x
ZEL< 2007 £EAK PIDS O FETHIR BN TWD, KO0 D /NS 7 JEIE 2007 £ 2008 AR Tl E D
MHLALRVY F72 2007 4 ITRS @ 2008 4= HARIX, FEFRDPEFENTOZELVENTHEA THD B LI
7200, 2009 FENBIEIZEIL TIE, RE7BREREETER 72 TR L B AR I % RAE T XA 7 I3 D
AR R L —FEL T2,

BHTD Flash ATV HEAMTORAIC LD L, & ILHD B T, Flash A BV G OSHE@R NIV 7F77 4D
BIRIRBEZ R T4 7 Lt T D, Bl 21X, BLFIZEELSR D E91Z, Flash AEV DA X7 MELR
Uen—T7EwF (X, DRAM DTS4 0D M1 N—7EyFIZ<BA 62517 (2011 £ TIE, 4
AT LD, VT I 747 v AOHLSOB S5 T HE, Flash ARV DI H 7 NELRY « N—7
Vo F O 2 EHITILZ. DRAM DT Bar 27 F0 M1 N—78yF O 1 FERITEEMEE Z BTV D,
L7035 T, ZOXIREATNEBICH T Z LAY, Flash ARV NNV 7T 7 4 RT7A4 7 Ui D5 A
2725, [EFEDF | OFAI T EHRICET DM OWTE, THEEE  OfizZ BRIz,
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ITRS 2011 FERRDF O EMEE B 1L, 2011 036, o —R~<y 7 ORR/THD 15 FE5%D 2026 4 F
TOR, FEICFLIR T DL T EHT TS, LU, IRTNZHENL L7 IRC DHARTAAHE
ST, 2011 4R ITRS (&, HAFE ) A 7V 2 A D 7 a2 AFARIZ 3 CE B 7p e Ax N 2 R & 5 1 [
ETDEFREIRL WD, BRI, SIFE R A7 N2 A LOEHRT 1 A7V TH 0.71 5 DHE /N (2 3
A7)V TIEMEIZ 0.50 f5) R T AWM L Tol &R EER I TV D, [ ORTC1, ORTC2 & MDZ
L,

ITRS 2011 FERRDZFE ORTC-1 TIL, Hfir A7 - ZAI T3l 2 DL TR > TWAZLICHEE
LTALY, B2 X, ITRS 2011 £ TlX. DRAM O T BEaLZ 70 M1 ~—TEwF 1L 2.54ET
0.71 5 (5 T 0.5 %) DFAIL T = H AT VAZHE, 2008 41T 59 nm (ZEET 5, 2008 4FELARE, koo &
2T, I FRIEILE AL, ZD 1% DRAM @ M1 OFAR{LE X, 3 TV A7 THEde L FREIN TN T,
2026 0 HIEEAEIX 6.3 nm (2T D, 3FH AV XA T DIGE . BHEOME/NRITE 0.8909 % T,
ZAUE, R O OE A HAZ (B 20, 2011 4F12 36 nm, 2020 4F 10 nm) Z #5520 HWHNT
W5,

ANFTELHEENDO PIDS IZLDHET —% ., ZOMD ITWG X° IRC DAL Ty B EIZ A4,
AV BTN LRY ) ay « N—TEF DOERITHEDE, O Flash WX A 7T VIZEHL T
g ANRELN T, Flash ARV D Z 7 NMELRY « Nn—T 'y F 1%, B ST, 2010 4512 24 nm T
HY, FD%, 2020 FD 10nm [ZW2HET, 4 FEH A7V (A FET L2 0.7 5D R—R) TG b 23 e,
2020 4E DM 5 TlE, Flash ARV ORI RIZTTD 2009 4R, 2010 4ERRD BEEIZZE LV, SHIZZEDHIE
2022 4FED 8 nm £ T 3 EV AL (BAET 0.7 2D ~_2—R) THAL ST, 2022 4E121%, 8 nm IZFET S
D, FOBRITTTICTPEENTWAE T Ty 2 AEY L OEE EORFRIZLY 2026 FEF T 8 nm ITHE F5,
V75740 ITWG b, Flash ARV D X NELRY « N—TEwF (BfE, DRAM O T &ar 27 a0
M1 N—TEyF IO BUERIIZIE 4 FEITLTND) 2, O B EMRDTZDIZ 7 a' A5 E O H
B ZHEG|TH7-DIfFH-> T %, Flash ARV D Z 7 MELRY < n—T7 > FE, 2010 412 24 nm |Z
BELIZOL, 4 Y A7) TR E 7 . DRAM O XIS Y5475 A3, Flash AEY Ol
~N—2ZZ DRAM DR R (B4EFA7)V) IFRECO R 4 - A7 0 2725, ITRS 2011 FEOREFHINT
—X T T N—T DT —HEETNITLY, MPU (EEPERE ASIC) OB B A7V -2 AT
(DRAM E[EIC T Eav 2780 M1 N—7EyFIZHSWTUNA) 1E 2009 FERi. 2010 S22 T
W, BT —Z D5 ITWG & IRC Dz o 2280 MPU M1 ~—7E > F %, DRAM O
HB LVIEINL TS, LU E, MPU EEtERE ASIC 1X 2 VA7 (4 M THEN 5L D) D
N 2T L EE A2 2013 4212 27nm (22T 5, L7235 T, 2012 4 32 nm OFf AT, MPU & &
HE ASIC @ M1 A#E|Z DRAM M1 H-A 7L« Z A7 HAEIZEV-DL, 2013 4E12 27nm (ZBEL 2%,
MPU L& MERE ASIC O M1 DA IO N—TEyF (L, 3EXAIT A7Vl oT, B—R~y
T DOEDEAKED 2026 121X DRAM O RED P 0IE T35,

MPU & & HEREASIC D f ik i 7e ¥ — MR (phGL) HARIE 2008 F-Ck 5T hiEZ AUITHESITRS 2009 F-hi
DIEETREMEIES T, FE B A O 4312k 9% B EEIXITRS 2003 FhREZ DS TRV, 1999
DD 2003 FITHNT T ZAITIL 2 EY A7) (4T 0.5 (%, 45 0.8409 f%) T 2003 4E1Z 45nmIZiE
T5, T, 2009 D 29nm®D BFEIZE T 5 FE T, FEPEPIDSOITWGIZE D, EEEO T —# sk
DI ZER A LT2, 2009 4E D 29nmX&V%eiE, PIDSO A fE RA M L7=F T /L&, 3.8 X A3
T A7 (7.6 T 0.5 %5, 4 09128 £i%5) O Z HEEEL, Zhona—R vy 7 OROFEFED 2026
FEFETHE, 5.9 nmlTETHELZ, VI TT7 4 EFEPOITWGIE B LY — b REMBLY — R (myF 7
TREZET) OHIZHOWTH LW Ay v RIZEL, TOAELRETIC K MEET- 4, R, IKHE

Y I h P RIC L, WEE S — PR DITRS ~D EHIZAI L, UBM Techinsights PJohn Boyd £C (Principle Process
Analyst) 2Chipworks DDick James £C (Senior Technology Analyst) IZ/EH L E T,
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/) (LOP )ASICO 7 —FE HAZIX, PIDSORET — 252 H L7z, MPUDFE L7 —NE LW EL) 7 —
FE BRI ART, EARRZTLL TGREL TWD, IKEHERE ) OB —MRIZ DWW T, 2008 4
CET RIS TE B AN B INE AL, EITRS 2011 FEOORTCOEMEES I, 2026 FE X TEDRL U RAEES
N7, PIDSIZE > CARENTZHT-EREITHEASIEL0 KM EE oYy ZERERIEKIZHOWT, VY
TITT4REDT —FEDOR U RBBIMENT, T2, VT TFT4RD S — NE LK —FED LB
MEHTZ, 2012 FEOWRETITEL T, W3k d 3 > (E e (HP) . (KE/EE /) (LOP) . (K51 E 1
(LSTP)) DRV U RIZEZ T, @MHERREKIEEE IO 2 DOR Y RORIZTENEIDERTE T HTH
PIDS. FEP. RO —% o 77N — 7 TRENTONDL TETHD,

MOS Transistor Scaling
(1974 to present)

S=0.7

[0.5x per 2 Technology Cycles]

Y NS
Pitch Gate
]
Figure ORTCI MOS Transistor Scaling—1974 to present
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Scaling Calculator +

= 1994 NTRS -
2 TXI3yrs
o
. . =
Cycle Time: T | actual-
S| 7x/2yrs
|' 0.7x 1|- 0.7x 1 Linear Time

250 ->180->130->90 ->65 ->45 -> 32 ->22 -> 16
|— 0.5x —T

Cycle Time
(T yrs):
N-1 N N+1 *CARR(T) =
[(0.5)*(1/2T yrs)] - 1
* CARR(T) = Compound Annual CARR(3 yr-s) = -10.9%
Reduction Rate
(@ cycle time period, T) CARR(2 yrs) = -15.9%

(DRAM M1 Example)

Figure ORTC2 Scaling Calculator
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n—R<v7DOHA 571 (ROADMAP TIMELINE )

2011 fEf i —R~w 7%, 2011 FE2KUEEL L T 2026 FEFTO 15 FEB O TFHIZFRL TWD, LLETO
n—R~v 7 Tlix, DRAM 85 OfF R D E AT EH N —ADZAIL 7B A, T a7 g0 M1 /~—
T FITKT T HEMmMEAARFL TN, 2010 4ED 450m D 3 FE A7V 3 HEFIT/ Y — U~ F1ED
0.71 f5) IZRDZEN TSI TND, T 2008 FekZThHREZE D> TV, 2008 FEHET T
PIDS TWG (Technology Working Group: #ifi7 —F%2 7 7 N —7) 12X RFTOFHAENS, 90nm
DRAM N—7EyFHLTIE 2005 I FICIDRMFBEN K T L, BIENBLALZ, 24X, ITRS
2003 4FRRCC B AL :ﬁ%énﬂ\é DRAM 8L o THEE | O EFREAE L TND,

PIDS TWG IZLAFHAITH-DE, ITRS 2008 F-LET kD& ORTC-1 TiX, DRAM 85 M1 ~—7F

T EEERDOBEDIN VR THS 2.5 FEF A NICEETHEINTEH B (2000 420> 180nm %
HHEL T, 2005 #12 90nm E72 o772, 2010 12 45nm IZ5E T HETFHILTZ) . DRAM & A— BB
s =7 —#IZEHE, DRAM O T Bar 27 E0 M1 ~—TEwF O 3FH AL (3 FT5HEN
0.71 f5&72%) Z/RE L THY, ¥ ORTC3 IZR-T X2, v—R~=y 7O+, M1 ~—7E>F (%2010
D 45nm D5 2024 F-D 9nm IR A,
Rz~ Xo0c, Bl A2 (071 {50 % — 2 ~PEOENR) OER A EFT 5 T, DRAM BLffE
— 7By TN, EERRED I A b BRI TELL THITOMHEH T o2 &1 H k722, FEEE
Flash AV DO Z I NELRY TV ay e —TE T« 82— 0%, 2010 £ 32nm ([ZETAHET 2 £
AT DR—=ARFEN T, ZiiL, DRAM M1 @ BAEEIZXT LT, 2ENIIC 3 7L VY7 T77+4
ITWG TiL, SeilE S i O RbHEATTRTANEZ LTINS, AR THHD, T TILlk~7=891Z,
FEAL T2 MPU & ASIC @ M1 T 5ar 27 NEVERR AN —7 8y T Ok bIZ. KRV 2 9170
DR—=ATHEATEY, 2010 412 45nm IZZEL . DRAM N—7E v F|ZiBWOL, Uk 2 FE A 270D
/\‘“%xﬁ‘ifﬁi L2013 AT 27nm E7p D, RICR— A2 52 ENHIFESIL TS, ITRS 2005 FARELKE .,
RLFR AN E S A Y CC, 2 CoOREMER AT =25, TOREHE A O I, FISEZ
L, %i#*a&m IZBWTC, PEEDORRCIEE M B T IA Y ERTAT T Db Ly, X ORTC3,
ORTC4 ZZHDZ L,

L HIZ L FEE (ROUNDED TREND NUMBERS)

DRAM N—T7FE T+ F—HD 2000 4 180nm Z LU ROFHEESELTWAT2D, 2011 L ITRS 12
. B A7 AR B HOW T, B EDTUEE R A FROFTIEN G ENTWD, EBEOFR 7 EH
M (ORTC L& HINT =27 N —TFKDOET NEFETHWLILTWDMN, ) TIL, 2 HifihA 27 v
50% /e, UL ATHD O/ —REEILZ, 1995 £ 350nm M HIAED ., LLFDFE D OLHIIR
STW5,

Table D  Rounded versus Actual Trend Numbers (DRAM Product Trend Example)

YEAR OF PRODUCTION 1995 | 1998 | 2000 | 2002.5 2004 2005 | 2006 | 2007.5

Calculated Trend

Numbers (nm) 360 | 255 | 180 | 127.3 | 103.4 | 90 68.2 63.6

[TRS Rounded Numbers 350 | 250 | 180 | 130 | 100 | 90 | 70 65

(nm)
YEAROF | 5000 | 2010 | 2012 2013 2015 | 2006 | 2018 | 2009 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026
PRODUCTION
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Calculated
Trend
45 40.1 31.8 28.35 22.5 17.9 15.9 14.2 10.0 8.9 8.0 6.3
Numbers
(nm)
ITRS
Rounded
45 40 32 28 22.5 17.9 15.9 14.2 10.0 8.9 8.0 6.3
Numbers
(nm)

HSEKPE RN T 8 (7 100nm) D 2 HinmT —Z DO A7 ADHE, BrLWTIUEE T | DET IE
NEGIZICEBE IR EICERBLTHEEZW, WO T, TNENOBEDONTRNELED
BEMA L ST, 100nm/2004 22OAEELLIRTOEMT AR Z S| S BH ToHEMEZ - /L T D, Ll
72H35, 2004 FFD 100nmZHHEL 3 FEV AT NVEEET HE, BUATO 2011 FFiRe—R~y 7 OEITIC
IO (2L 1 L) IS ANV A= DEDPNDHZ L0 D, IRCOGEHFHIZE->T, Hilfy —F%
TITN—=TNEBOFHELEZTAERIZIZORTCOZ /L DOEDOUE AL WEEZFIHTES, Tt
ITRSOEH DO (2009/45nm; 2012/32nm; 2015/22.5nm; 2018/15.9) I, T D FE4EIT T § 587
LV (2010/40nm; 2013/28nm; 2016/20.0nm; 2019/14.2nm) 12 50T, BLE CTIE T X THEIZH L
THHNNEGEN TS, ITRS 2008 tLET L TOOTRCHOE DILET Tidk, 2016 FELAKE, DESLLT 17D
BAEZ ARSI TWAHEROTRC-1 OEAMAL U RIEE O~ ZIZE DT, 2011 FFROORTCHOFE T, =7
TLTFANDFREL T, www.itrs.net "B AT TED, BT NFEINTZIHICEL DG TemEE D
BEIZ= 7L ORICEENTOTC, HEITETNEAFARETH D,

ORTC O tkiT (UPDATES TO THE ORTC)

MPU/hpASIC (MPU L& HERE ASIC) D M1 /—7EwF X, DRAM ERIER, T Ear¥7hgn—>
EoF LT, BlEREERSIN WD, T TIZRR72L912, DRAM O Rid 2009 4, 2010 4EARIC
Fe~ L AERTEILEN T, 2009 4E12 45 nm &72> TV D23, MPU/hpASIC D/ N—7 8w F (X DRAM LV iE
NTWDN 2 FEF A7V TRAE 2 T e b L U RIZIEZE #8203 72< DRAM (1Z1E 2012 HITBEWVDOWT,
32nm E720 2 SEV ATV 2013 FEFETHIWVT, 27nm ([Z3ET D, TDH%. 3 FEF A7 ERD n—R~<y
T ORI U RE—E T 511275,

Flash 5D N—T o F 15| &fHix, av X I7MaLRl v Uay =Ty F LERINTNODA,
ITRS 2009 Ffifl, 2010 FHERNSDLETZFTVN, 2009 £ 39 nm £ T 2 FEV AT LRFE, TDH%
2010 4E121E, 24nm 720 DI 4 A7 (8 42T 0.5 1%) £720 2020 42 10nm ([ZFET 5, T CTlZak
~_7=5H1T, 2020 EEF Tl Flash OV RIZITO 2009 ERR. 2010 FERRO HAEE L% LL< /2D, T
Pl 3 A7 VITIRD, 2022 4RI 8 nm &7 %, ZALLAE . BOAERL O R IEED | 2026 2 FE T 8 nm
D35, ZAUE, Flash AEVE/LOFFHHIFICELHDTHSD, Xl ORTC3 & ORTC4 =&ML, 3 kot
® Flash ARV E/LDOETILZEBIMLEZDOIE, 2011 £ OTRC H G HIFR U R KX DB IS D —
DThHDH, kDAL ZINEL ORI O U REIXR — R 37 OBRIZHY | k&3 5T
TP AR MEREE AR L2, 23U, PIDS Hilf U —X% 07 7 v —7 O T I pm b | Sifr o s
—RAZIZOWVWTOET NE KIS FERTHS, 3 IRITD Flash AV B/IIH LT, UV T T7 4T
HAENDEYAITEN G 2 HHBIZHONCE, =777 7 %~V (Executive Summary, ZO L EDI L)
DIITRS 2011 FERRDO R 7 A DDV 757 4D~ A7 8 THRSN TEY ., SHICFEMIZ OV T,
PIDS O FE|ZFEH STV D,

AP BGAL (Equivalent Scaling) % £ 327 a0 AH it (Cu Bl#R AR & R (low-k) J& [ # i
EVaHlT, maEEE (high-k) 7 — MG L &R 7 — NEM, ~/VF 57— 7 VA% (MugFET),
SERZEZ M SOl M7 A% (FDSOL), M/ VF v 3, Ge T ¥ R E) IZXDHMEREN L&D
—RAT7 D=0, VEREETHEE I OMOERAEL T(X ORTCS &) | #iEKED 7 — & (printed
gate length) LB — K& (physical gate length) (% ITRS @ 2008 4F-& 2009 42> ORTC OFE TRE72
EENRINT, Ziu, 2011 FFIRTEH, FERICZE(EL TWRY, T TIZik 7 foic, Wy — R
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WET =B RITIEDSNT, 38 FEF AN ERX—=2F T &, ZOR R 2009 4£0 32nm 7>
5 2024 F£D 7.5nm £ THI, #iEFF O — R IZOWTIL, 2011 FFEE2EE HIC 3 S A 7L DA b
2026 FFETHEE, 2024 FIZ 7.9nm (ZiET D, ZOM, #EEEO S — R EWI S — MR D HIXRE I/
<720 2024 FITIE, HEFEO S — R THRINDIEKY B — R IDD T I KRERD,
ORTC4 ZZMDZ L, FITIZ/2> T, 2011 FEIZ~/VF 4~ —hhT P AZ (MugFET) % BPEICH ) Z L33
KN, Fo, M/ VF v 2R Ge T v RO A% 2019 4725 2015 FIHH T 5 /[ REMED
HDH, 2D, 2012 FEOUETICHTZ0 . T —F 0 77— 7 1%, 2o RSB AL B il o £R
% 4400 SERTEIL T2 DR EBIZONWTELDIEEETHLBEITEHLIL TS, (ZIULUZOW T,
7 ¥ 77 47 %~V (Executive Summary, 2D LEDIZE) DIITRS 2011 FRDOIE w7 2 1D TH AT~
— A (Technology Pacing) | ffii, [ITRS 2011 ERDO I Y72 | OF O [E I EHEEE S ) OETE2 5 R
SNV, ) ERD)—F L TRt H20 AT a— LEZRIMEIL CER LR THIERSR ) B
Ty hE LT, ORTC DOHEAFEEIL, FEARBE A ICIVHBRITHEHINTWD, SHEOMAM LI LD
[ A AL | B R D IR 1T Z D FEAE Thd D, 2D LT, LW B R BR B ITE )L TV D e R
PEFETIZ, ORTC OEWNEEDO K0, T7obbua—R~vy 7 Z0L50RKERENIZRI-RNDEH D,

2 DITOEAFOUGETIEE T, HIFO T MMEICE TR SICEE LB EEEa 2RO T
ITWEITHZ LIk, B RFEICHITD ITRS OF AMA T2 L2 FL TW5, 7222 0E, 3
BT —HRLE 2D LT, REOWET —ZXANDORKLELIZ, 2012 FONRET BB AD RN TH
S D T ETHD, W<ONDOE 2 OREF O RIZB T 58 A 70 DO B2 5505 O "B
bbb, LICik_X72I0, Bix e P AT NV E KL, Fkor— R~y 7OV 7 N BEE L TE=XT5
728, 2011 #5 2018 HEETOHED IR E R EZ AT L, ZOWIRZ2 EH | LRSS, 2019 F005 2026
EETIZONWTHEEOHMEREAEZL, ZOWMATEM LR TIZERRESN TV,
OTRC3 & ORTC4 (/R T EDIZ, ITRS 2011 AR CTIEMICH MM, 1x nmGRIE: 1x nm 1% 10
nm BOTIEEZE )L FOEMZFZI T 25720 O R EE22 3R IS HE T 2R IS LT D, (M1 O
IN=TE T T, 2019 D 13-14 nm /5 2026 F1T 6.3-6.0 nm ([ZELFFZFET, )
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2011ITRS - Technology Trends

1000
. PIDS 3D
2011 ITRS Flash % Pitch (nm) (un-contacted Poly) - Flash :
A [2-yr cycle to 2009; then 8-yr cycle to 2020; then 3- Looser Poly
0N yr cycle to 2022/8nm; then flat] half-pitch
n 2016-18/32;
n Then
B s ) 2019-21/28;
4 42011 ITRS DRAM % Pitch (nm) (Contacted M1) - Then
100 8, [2.5-yr cycle to 2008; 45nm pull-in to 2009; then 3-yr|_| 2022-25/24
L —s cycle to 2026] Then
- 2025-26/18nm

~5.5-yr
Cycle ?

Nanometers (1e-9)

1 T T T r . ;
A A
1995 2000 2005 2010 2015 12020 2025 2030

Year of Production ¢ 2011 ITRS: 2011-2026 >

I |
| Long-Term ’'19-'26 !

Figure ORTC3 2011 ITRS—DRAM and Flash Memory Half Pitch Trends
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2011ITRS - Technology Trends

1000
X 2009/10/11 ITRS MPU/ASIC Metal 1 (M1) %2 Pitch (nm)
X [historical trailing at 2-yr cycle; extended to 2013; then 3-
X yrcycle]
[ ] X %
L X +2009/10/11 ITRS MPU Printed Gate Length (GLpr) (nm)
: ¥ [3-yr cycle from 2011/35.3nm]
] + X <4
100 —r ® 2009/10/11 ITRS MPU Physical Gate Length (nm) [begin [
= [ ! X % 3.8-yr cycle from 2009/29.0nm]
@ + 4+ X
< +F X
) ] T X
] -. Mg
% LI s . g
£ [ ] K.
2 "o
P
10 ] &‘_‘i N
I b s W
: )
I
I
I
I
|
I
I
I
1 : r : ; L .
a | y
1995 2000 2005 2010 2015 I 2020 2025 2030

Figure ORTC4

Year of Production

1

2011 ITRS: 2011-2026 |_’

| |
I Long-Term '19-26 !

2011 ITRS—MPU/high-performance ASIC Half Pitch and Gate Length

Trends
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Metal
Gate-stack T Highk | = — >
material

2nd generation nth generatlon
Channel | LS AR D | me—— SJ __o | >
material Proposals for2012 Update work High-p
". InGaAs; Ge
.0
— <4——-— >
Possible
Pull-in
Multi-gate
Structure < (on bulk or SOI)
(electrostatic
control) [ ! | _@_‘
* —_——
Possible
Delay
PDSOI FDSOI
1 I I | I 1 I I | I 1 I I | 1 I |
2011 ITWG Table Timing: 2007 2010 2013 15nm 2016 2019 2021 224
S54nm 45nm 2009 320m Z27MT2012 2 2018 11nm 2021

2011 ITRS DRAM M1 : 68nm 45nm £ 32nm< — -

MPU/hpASIC “Node”:
2011ITRS MPU/hpASIC M1 :  76nm 54nm 38nm 27nm

2011 ITRS hi-perf GLpr : 54nm 47nm 47nm 41nm 35nm 31nm 28nm
2011 ITRS hi-perf GLph : 32nm 29nm 29nm 27nm 24nm 22nm 20nm

Figure ORTCS 2011 ITRS “Equivalent Scaling” Process Technologies Timing compared to ORTC
MPU/high-performance ASIC Half Pitch and Gate Length Trends and Timing and industry “node”
naming, and including proposals for MugFET and I1I/V Ge acceleration for 2012 ITRS Update work;
see PIDS, FEP, ERD, ERM chapters for additional details

B OHARBIORF Y7 ~HEET /L (PRODUCT GENERATIONS AND CHIP-SIZE MODEL)

ZDE7ar ik, MR BLOZFOHEMN A2V EDORREIR RS, EVODIE, 5 FETID 2
OO HFEESEBFICX BB H L TE20DTHD, L LG, 3T EITH LY DRAM B AR (A
AR FE D 4 15T, FARRNTH LD TS REREICEE SO BNFAE T2V E FTO EMA K AL, Hefl
P ATNBZAIL T OWERETERT HFEEL TRHUGENIZR> TV, 20 2005 4F/ ITRS ThiE-7-
TBATZ %0, 2011 4ER ITRS 1 % o> 8l 5 e i | %f)“b\f &ﬁf@&%x%&&bﬂ\éo N gV
e LS OHEAL /MG N D R ADBEHEZ 72 DI, TS OFERE EfET ARDBERIZFESNT, i~
LN T CIEI/APSEENAY! ;@iﬁot W THRTHZ é:f&}iﬁﬂ%u‘_%@fa%é

fEHEIICW 2 1E . DRAM AABERFERDHE W ORTAREL TGRS L TE T2, 1990 4F{X 14 1
J:D HICSDIEDE, myﬂ(MPU L ERE ASIC (MPU/hpASIC) TRFESLD) HifiTid DRAM 4l

CENDETIEH L3, FUN—ZATHANE E R L TU=7=, 2007 4£0 DRAM $l1E A— I O R A G
% ZkBE, 2000 D 180nm HEALLLKE, DRAM Fiffi O R IZTFH 5L 2.5 FDOR—RTBITLE, =
R MPU/hpASIC BE Ml FH SN HT LN O BA R R EE 1 X 2 N — A&l C& 7, — 7,
DRAM (T o7z TR U R 2 TARRTEIL L7242 1%, JBEEL T 2009 40D 45nm o —R <7 O Hi -
BRIZHT2D 2026 F-E T 3FEHF ATV DNR—RERDHZEDTRISNTND, T TIZHB 72851, LN
2 A VRS E M DA . MPU/hpASIC 8L 1E DRAM D N—T 'y F Hiffif vy 7 za‘:fﬂ“ﬁ&b =
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NEBWEBITZ 812725, Flash ARV DT EREDHWES T, MDYV 7T 7 458 &2 B oAl
DO DT AFE N AR T HE MRS N TS, FRIZ, BT — MR EMELT — R OINNLT A - /8
H— 2 ALBRL | T MK EPERE A EORE N ICHIR SN TV D, BRI L D7 D7 a2 H;
WIEL L, 2o F o Tk 2=k, By Var | &k ER (High-k) 7 — Mk E 4 )87 —hE
i, ~/VF =R T A (MugFET), 7842%28 2% SOI v VA4 (FDSOI), I/ V F x> %L, Ge
F X RN ETHDH, T TIZIRR7=L9IZ, Flash HiT O U RiZas 7 MELRI Y ay TERSI
TV, B Cum i CHEE AT REZ S ETIMEES N TVD, 2D XHIZT, T D Flash #3777 1%
HEREL T D, PIDS OFAEICL DL, v X MELRI Yo O bIL 2 94 7 /L O L~ — =&
IR EUT, 2010 4E12 24 nm IZEEL . LA#% 2020 4512 10 nm (2R T 5 F T 34ES A 7003466, LA
B 3IETAINLDNR—RZT, 2022 FI2 8 nm IZEL=HE ., LI U RN EED 2026 £ F T 8 nm 23
%3, 2. Flash AV BV OEEHHIFINCLALD THSH,

IS, 20 2 SO T 7IVDORIZIZ, W OO IR 72 2 BBFET D, 2 AN &
TG AEPEME M E~O 5 5 ORI 72T )RR T2 12, DRAMBL S CTidT v 7 ~HEO /MBS
RS TS, ZD7=ODRAMO T BZ X, FICAEY -V HEHEBEOR/IMBICE SR Y THNT
WD, LLRRE, ZO'NASTER/IMEDIENE, BV OB ERER K LOEREFFELTCLE), 2D
T OFHBERERREERIL, ATV -BARHE T Ly —2T, B HEERE/IN LN D E
KEO RNV B2 2T ISR EM B b T2 » TAIERI R FBRAIERSE WA, 20 1, &
INEFEIC I RECDODRAM BNV ZBIZEZETH7-0120F, BBy T OR/IMEBs V#7205, ITRS 2011
FERTIE, IR OHIARE Y MR- U —FRRICED B LI OBEANICE TRLTWD, ZRICKD, 420 ®
JUSTENTIREL 22 D708 . Z D FZH B MG IIZITRS 2009 4R, 2010 2R COFRLHEHLVIENL T, 2013 4£&
2D RIAITHD, (420 4 137% 1% % (design factor) T, fIZI/ 0 HAL TRLIEN—TEYF TH
%)

~Ara7uatyVTh, kEtEEEIRD OO ANNEE E R T HE WO THGIE BRI - TN D,
FIZhT o RZ = R ETEMAA L | 2 EB T 57 e ARG, BEAR O B @ TR £ 555
IZED, EPERENS FIREE /2D, BLRTSAL7Z ORTC ORICEHT AT EOMRE, T 7 ~Hik, BV, 5
72BNV, 2011 AR ITRS F— AT E RO —HEHTnDH, MPU BT~ 7 AR L, EAREO
RERT T SPERRFER CREIART v 7 SPHEZER L2 T X767 A TlE, DRAM £7 V&[T
WA BIMDOIAEEBMASIL, EFADaLBoF2AEEZ E=mIChHAHET VO EIL ORTC %
DEIZEHTEN TS,

7 ORTC-1121%, Bl o E im0 EZ R L7 (OTRC D=/ L DOEREZROIL), KOELME

X570 ASIC/RE 1 DOF —rELEENTUIWAN, FHHEERBLOEEBER AR KICTH20I12,
mEPERE MPU 5 — M BAEEDIZEN TV D, TEMAIPGM(L | | 5% 3452 (design factor) . /N—T >
T = EORFREICET MR ERICOVWTL, ARt ar 22U CIHEZ\, DRAM
S RIS DWW T, F Ao (T8 AR | 0) DRAM $U 5L & & (TR pERFY] | o) DRAM R 5L o B %
R,
ORTC3 & ORTC4 DEHINZDOWT, DRAM I Z7hED M1 N—T T « 8 — L ~HEDO R
FEHE/NRIT 2009 4ED 45nm LU 3 FEOHEHIF A7 VSRS EW) PRICEH L TERLW, ZHE,
5 11% (3 F5 30%HE/1N) 2R L T D, LART (2000 4= 180nm 75 2008 4F 52 nm) D 2.5 FFH A 71
IZAEREEIHE R 13%/4 (2 F59 24%#/N) THD, Bk EE0, Flash A€V X7 NELARY Y
I OB BIFINE S L7228, BLRE LA, KRS 4 FERX—RIIBIT T 5L PRI TEY, 2020
A 3 Y AINVICRED, 2L DRAM @ M1 IZ447L CT\b, MPU/hpASIC @ M1 (EX H Tl
MPU/ASIC L RFZENTWDN, 1 ERTBEIL 72572 DRAM @ M1 (2 2012 /32 nm TiBWL DX, 2013
H/27nm FTIL, 2 F_N—AD X, ZILLIE 3 FER—R|IE DD,
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Table ORTC-1 ITRS Technology Trend Targets

2011 ITRS - Function Size

—4—2011 DRAM Cell area per bit (1 bits/cell) (um2)

1.00E+04
—A—2011 Flash SLC area per bit (1 bits/cell) [SLC cell area/1] (um2)
1.00E+03 —k—=2011 Flash MLC Ave area per bit (2 bits/cell) [SLC cell area/2] (um2)
—0—2011 Flash MLC Ave area per bit (3 bits/cell) [SLC cell area/3] (um2)
1.00E+02 —@-2011 Flash MLC Ave area per bit (4 bits/cell) [SLC cell area/4] (um2)

E%ﬂm —H£-2011 SRAM Cell (6-transistor) Area (um2)
1.00E+01 —B&- 2011 Logic Gate (4-transistor) Area (um2)
<\‘“§M

1.00E+00

1.00E-01

1.00E-02

Square Millimeters

1.00E-03

1.00E-04

1.00E-05

1.00E-06 T T A T T A
1995 2000 2005 2010 2015 : 2020 2025 2030
|

Year of{ Production

|
-~ 2011 ITRS: 2011-2026 >
T

Figure ORTC6 2011 ITRS Product Function Size Trends:
MPU Logic Gate Size (4-transistor); Memory Cell Size [SRAM (6-transistor); Flash (SLC and MLC),
and DRAM (transistor + capacitor)]
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2011 ITRS - Functions/chip and Chip Size
Flash MLC
10000.00 Exceeds
1Tera-bit
Flash
~ 2x/3yrs \5
1000.00 5_ 5_ 5_ 5_
R [ <isomm |
2 __"L (18x9) |
E 100.00 - St
: Flash i
% — 2X/1.25yrs P (8 o 4)
s 4 -_—_—_—— xS e T X My, Y| wassssEsEsEEEs
o *
: 10.00 1= Flash
& Hwan"g S 2011 ITRS DRAM Functions per chip (Gbits)
& Law!
ﬁ ~ 2x/1yr + 2011ITRS Flash (Gbits) SLC [2-year cycle]
2 1.00
g = 2011ITRS Functions per chip (Gbits) MLC (2 bits/cell)
-g DRAM o ) . ) )
— 2x/2.5yrs 2011 ITRS Functions per chip (Gbits) MLC (3 bits/cell)
0.10 ® 2011 Functions per chip (Gbits) MLC (4 bits/cell)

Average "Moore's
Law" = 2x/2yrs

ey 2011 Flash Chip size at production (mm?2)

e=mm= 2011 DRAM Chip size at production (mm2)

0.01
ﬁylggs 2000

2005

Figure ORTC7

2010

2015

| 2020 2025“ 2030

Year of Production “‘-' 2011 ITRS: 2011-2026 |—>
T

f Long-Term '19-'26 I

2011 ITRS Product Technology Trends:
Memory Product Functions/Chip and Industry Average “Moore’s Law” and Chip Size Trends
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2011 ITRS - Functions/chip and Chip Size

10000000
0O 2011 ITRS Cost-Performance MPU Functions per
chip at production (Mtransistorst) Average
1 T " ' "
000000 Moore's Law!
O 2011 ITRS High-Performance MPU Functions per = 2x/2yrs

chip at production (Mtransistors)

1 4
00000 empmmn 2011 Cost-Performance MPU Chip size at
production (mm2)
= ?011 High-Performance MPU Chip size at
10000 + production (mm2)

1000

Million Transistors (1e6) and Square Millimeters

100

0 7 T T T T T T
%95 2000 2005 2010 2015 | 2020 2025 2030
Year of Production <—| 2011 ITRS: 2011-2026 }—>
T

I Long-Term '19-'26 I

Figure ORTCS 2011 ITRS Product Technology Trends:
MPU Product Functions/Chip and Industry Average “Moore’s Law” and Chip Size Trends

FOTIAR VT TT 4T 4=V F Tz FALZXDI R

2~3 I HE T SHEDRR 30% 4G/ Db 3057 IEEE(Institute of Electrical and Electronics
Engineers) 3 {# ¢ ISSCC(International Solid State Circuits Conference)’2E D7 +—F AT H
FHERTIL, LIATVHLNIr Y vy 7B OE A FEIC BT 5T v 7 A X0 6 FEITMEHEHL TODH(HF
) 12%48), 5—T7 OIERI(1.5~2 T EIZT v 7 ST OREN G T R AN 2 MR 51213, v
VR F X RUHNT UV RAEEFETR 40~60% NS EDLLENHY  ZOT-OIIETF v 7 HAE O EE DS
FLLlp D, 2D BT, SimBd i O3 A S BEREDME R ~30% A o WO M 2 HERF I DI2IE, B H A
FEMEOHEN, fEBREODM b KA T 2= O UV — eV a miEd 720 O WL T
DOHEEFHDVITHEIN, ZLTHTH 1 DT =— ~ L r§E/RBERENL(F T VAKX Evh, BV
I DT =N DHNET v T ARG NS E LT N B LR D,

1 DT = —~ | CHEH TR BE BE AL O T 7R B DI, LU TR A XD/ (/<2
A= YL - T AO B EHEM) OM AT ICLDEEE LT T v 7 H TV O HFEHME/NT LT
RIS, BIZIEXHRAT D ITRS T TP AR T Va2 IE, KRaANL GO R OTF v 74X
TRMICES T EIZRDFTETHEIN WD, 22 THARR (AR 5 ORI 2 FE T LITfiF s
BT RS20, EBIT, KM A7V BIBICB DT, HAAHHEINR 50% (VY77 445/ 0.7x
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DY ETT v I I AR LM/ NSERTFEROT | REFHER IR T 0B ESGEN TR CTHLHRBIE
ZOME/N U RIZEITIE TELZ &7 D,

A%E%@ﬁ%fﬁ%ﬂf%éDMM%7?/ va AR CH AN TTF v T A XEIEIE—E
HERF T D720 BV B A RLETF v 7T HED 58~63%IZHEFF L2 uiEZe b7y, R AJIZDRAM
%377//;71{0 LB N U T «7 704 a (B UT CaldCa=af> THREIND, [ITxk/Di%it~Ti5)%
INSTHTED Etoto PIDS ITWG(International Technology Working Group)&:FEP ITWGIZL, &
NEBRRE, RV IT 7708 BIOF v T HVOE Y MU T A N—2ttORET — 4%
AL T D, SHIZ7r bR -7 R RO L, BV RS B AR Z R T D720 ORI IS
THOHMRREE = — ANFEREIN TS, ZHDH LW TR EZ B - T2 0N EF ICEE 2D
T.DRAMET T 2 AEYDRANTYT - 770X BVEMBE, Fo 7P AT 50 EHRRE
DOIEH IZORTC-2A& 2B TEIFIBII 2k L T ZEIZRDGEEMIC W TIE, FFEESR),

Table ORTC-24 DRAM and Flash Production Product Generations and Chip Size Model

Table ORTC-2B DRAM Introduction Product Generations and Chip Size Model

BRICRCHT ORET — X E AT A REZR AR TE I LV iE, ITRS2009 DE T /L IZ X TDRAMD a4
IMFOML N—TE T ORHE I RIZTAERITEIL S TUWD, 2011 FEDITRSE T WZLbHEE/L T
UT 777 ZIINMES TN T, 2013 I 48R FEHLT 5L TD, (ITRS 2009/2010 Tl 4 23832814
BHOIE 2011 L LTV, 2013 LI, BV YT « 77 7213 42 L720  ITRSE—R~ v 7 DR EAET
5% 2026 FEETIDMEBHEFFSNDETFIEENTWD, BT - T7 72D 4P2AGITINZ . FiE D
TIZEDE 2011 LI O — R~y 7T OREED 2026 FIZEDHFET, BV EFERE 59% L TW5,
DRAM®D N—7EyF  BAREINERE, By MEREOLEIZEY, BERIZITKOOF v 7 A X% H
L4 AZENTE BEDOBEF I A3 20 mm2 L FETH5ETHD, 07—, DRAMICEET
LHL—T OERITHLTF v T HI-00E v M B IERE EIL, %ﬂﬂ;ﬁE’J ;t 3R 2 5 a MR D2zl
FEMMIZIZBEELY | B0 E52 L1207, 64GE Y NDRAM HAAERIBR D 2025 AL ETHZ
L\,

WETEHNTZ ITRS 2011 @ ORTC 75 v 285 L& KIEIZSET LT~ BEREE » M A X3k ke L
T SLC(Single Level Cel)DaxEt7 774 —bar 27 MNEORI T Va OF 74’/0)7\/7 UNS/ai Sl

TEHEESN TS, 2010 4212 PIDS TWG T2 7T =2l B3 A L2009 FEETIE 2 4F
ORI A =V 7N TREI, 2010 421201, f/ERED 3 4ERTRIL O 24 nm uLj—}:) SLC D%~
FIHET DL 4DEETHD, ZOMR, 7T 2DF v TP AKX TT B TUIEEE(E v A X)
B RIS KB ICIES L, 7Ty adar 2 NEQRY Ay on—TE T3, 7S

2 AT BE S-S DRAM @ M1 N—7EyF LD REL AT LT Do LIRS, 7T
o2 B OB — R L RS R KDL FDH% 2020 £ 10 nm ISR FETHETIER) R 4
A7V (84T 0.5 1) E720 ., LItk 2022 A= F TIHEAEK (ITRS 2009/2010 E[F]— D) AL~ — AL 72
ST 8 nm ICHEETH720 B EHIZ DRAM EDOF ¥ F Ik £ - T, IEID 7T 2 il iEH
WSRO e S B Fe T 2 22 5 | 21X BT, ZOHT A DRAM i el i o) 757 o4k
ETHbndE, VI T77 4 TWG ITHEEL TV D,

7793 a®SLCE y MEMTIZL ST, 2009 F 21T F<E 38 nmDO A F 7 MELRY T Var « —TEy
FLRFTT 77 4 BFEBLEI, 2010 412013 24 nmFE TR =V 7R a[Hes THIE L, SLCE v A X
1% 0.0023 um?E72 5, (ZAUXITRS 2009 45K, 2010 4ERL O A AEE 0.004um? D443 (23T0Y), 2O+ /L
AXIL, RICFEODRAM B/ Y AZXD 1,75 THHATRS2011 DXORTC6 (Z&H HProduct Function Chip
Trends 2 /), 77 v 2 AEVH M OMKGE I IHIZ > T, DRAMEL STl AR72 4Gbit({E L, TGO
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R BSR LA PEPEMN SV A X T DT S6mm”) LRI TEA 2011 4EI12, 7T =Tl 106mm?* D
32Gbit SLCHL LN ELETREIC /2D, SHIZT7 Ty a AV TIE, FUHERE TEXICE Y OB E %
H49HZEDTE(MLC; Multi-level-cell), fFELTEEAWVRT v T HVOE y NI EHE S LT
64GbitD A DOFL LY 106mm? THFEIZ/2 5, PIDS TWGNMT-727 7wy 2 BT 5B DR LT
DZEZBRLLZ: 3EYIMLCHLGL A 2009 FEAPES L, 2020 FETEAHTZD 3 E VI e X, HIZA
72 4 © > MMLCIE 2021 FEITIEHI S LD,

PIDSD 7Ty 2MFTlE, BIE. 3 IRICHEENAND /LA B L LTV T, 2016 412 8 @ 2
ERZHRD, IV 32nmD a7 MELRY S ar O Nn—TEy T TEDIIRD 5, PIDSOET /L
Tid, B—R~y 7B I, 18nmD M2V SSICHEEEEZBMLT- 128 B ORLEL2Y 2026 4128
No, T AL I — VORI DR —A1L 5.5 VATV EFRECNTHDLN, FE ke 2 iEgnsts
ZEIZED 2025 FEETITIE ELOLNZR NI ETHDHMN, SLCD 2T(7 7., JOE Y RD T /A ZDS 128 5@
T 134mm* OF v 7P A X TR REL 2D WIS ND, bL, BB 2 v hEE TN TR, F
TP ARXZFCEET, EvMIII 25D 4T B he/ed, ZOZEEZEML T, 3R ITTHENAND T Ty
2 TIX ., FOTRC-2AICE N TWA,

TIoyv atf i TIE, < DT RART v T E~ AT AV EL TN (VI T T T 40— ATDRE
I 2% ZRENTZW) | FHOaANET VETREET HIC KnowledgethDITRSICAtFE SN/ mEAT7 1
— RS RNTICE DL Fy T HBE YTV DO I ANIREFE WA, ZEREE THEEDOZDOE YR B N
TXHDT, By haARERER 23 AN RIZBRDZENTED (L2 HIT OV TIICK A
(www.icknowledge.com) [ZiHEAE S FL72VY)

ORTC ® MPU(~A7u7atyi)E@EitEE ASIC(hpASIC)n DET /LT ITRS 2011 HfiRERIC THD
(72720, B—R=v 7 DEEFEIL 2026 F1272>TND) , 2k, R ITWG(EER Y —% 77 L
— )73 2008 4L 2009 4D ITRS T, 2001 F LK K CHRIBHIZE E AT 72281285, 2008 &
2009 4= ITRS ORR TiX, & it ITWG I MPU Ty 7 A X T NVEREL, IFTDORNT U VAR EE
KA F 7 SRAM, /WU BIETF v 7 A XEWET LTz, %5 ITWG I, FiTc/eh T UV AZ R G U0E
777 g B NGEIE LT UIZBIML TW5, it ITWG IZXDH7272E 7 /L Clid, SRAM K7
VUAZIIKILT 60 DR E 7 7 7 X2 (LLRT O —R <y 7 Tl 100 UL EThHo7ob 0 &St 72) % H
WTWT, ZDO720 BRIZD ALV EKETET HENI IR EENLHL T D, BV v IR T U AX DK EF
T 7 At 300 LLEND 175 FTHMIBSE ., 20—~y 7 Hilht — - -nsE RIS,
7v—$%iﬁf°®$%fﬂéﬁ(%y7"%4x“-q:—?“/v BT DME—DIRTA—H) ZBRE | T/ &5

X, VYT T T4 ID AR 72 DR NN — T B T DR — I o T L > TH B LB b3 NDTE A9,

ITRS2009 ®MPUET /L (2011 B L OEFT D 2011 R THINEfE-> TV D) Tk, @EiIM1
IN=TE T IR 2ET AL TONKENENTWAEN, 45X, DRAMOMI /N—7E T2 2012 & ,32
nm CIEHL (24U, DRAM® 45nm® 3 ELH 2010 405 2009 F-~& 1 FERiEIL L7220, LI 301
INETRSTZT20THD) L 2013 4,/ 27nmETIE 2 A7V E . TLABRIZDRAMOMI /~N—7
T LR (F21E, DT DTN TET) 3ET AT NMITE DTN D, 2024 FFTi. 77//;0)
VB INEL ORI ar ON—TEF OFAEIZ LT, MPUDBHI L2 EN TN, 2024 421
Ty o SamIZE EHDITRL, DRAMEMPU/hpASICIZZ NUZIBWDEBWET (7T =] i%fi
AR FUZE T 555, DRAMEMPU/hpASICIZIEZ DR ST H S, SHESRR 7 772 0ET L
T EDITRSE—FR~ v 75 2009 F I KELKRTEN T8, mITEREMPU(S 1 260 mm* £ T/h&<78-
2)BLOIAMERMPU(140 mm*) W5 ICK L CF v 7 A X —EE2 BIEICTHIET, AFLRLTE(H
BOICEAT 2K T HERIZH IS L DD TnD,

2013 Eif@ MPU 2 HH A7 )L e =T F B EBEL 7 = — A 280 VT I 7 4 DO ETE T
TMPU BT —EDOTF 7P AXE BIELL T o, LodL 2013 LI, ITRS O HEAf AR IR &SI T
L%W%F’Eﬁ MPU F 7V A XDET NTIL, 77 /0P AINT LIH T o7 T DA DOE =
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HXELR—RAEWHSELZEIESTOR, —EDTF v T A R FFT 52N TEXDH(2013 4 LUK 3
FEA AT N2 D),

2011 FEDOKETH MPU £ 7 /L Clx, vV 7aridl-o MR EIC 2 51251907 e —F %
BT TS, LU, 1 2T HIEVDRN TP AZE O BIES HREIZ 25 LTED T, NIV P RZEERNT
VURBEEE I DS TR, MPU BT UIZH T 5207 7 a—F NBEDOK G U REREL TV
LHEWIDONERF TWG O — L= A THLHILITE DL, X ORTC6, ORTC7, ORTCS D
Function Size and Functions per Chip & /i,

PLETORRERIL TH S0, ITRS O THITILZ MPU @ M1 N—T7EF D 2 ET 7 /adH A7)0 % 2013
D 27nm FTHEEL TWHOT, BIFED MPU Ty 7 A X TNV TliE, T 7 LOBRE(NT U AH)
D3 2 RIS 2 (ISR LV R B9 A — T OIERNE 2013 A 27nm FTREFSILD, 2013 LI, %
RNIR 3T AT NN D(— EDT v T AR REHEFF T 5720) LI LT A F o v T
DAL T HL—T OWEANT 3 FEEIE SR T 5, 2013 FLURED I VECOMRREFENE
DRV REHERFT 51215, MPU OF v 7 A GHE BL O T v AR GHE 1L, ARV T TT7 ARIFD A
=0 T Lo THESNDE G LSINT, KOEL D EMA T —) o 7RG 7 r e A0 B4 B0
L7 iE e 5720, Table ORTC-2C & 2D 12 MPU EF /LD LW B EEAZEKIL CTRT,

Table ORTC-2C MPU (High-volume Microprocessor) Cost-Performance Product Generations and
Chip Size Model

Table ORTC-2D High-Performance MPU and ASIC Product Generations and Chip Size Model

ApEtE A A1, fE T o ADO K AT T TR TF v T DEEREEINL 2T IER B0,
1 [BIOBNTEET 72TV N T DREINTAEMRR EO E25 8 1 TH, TDREN TV Y 7T 7 ¢
HEEDT 4 — VR P AX BT 2= NITVRENDT T DY ARET AT R IR ESNT
Wb, ZTNFETIIIVI T I T4 BN T 4 — NV ARNET 7 /oA 70 2 MAREICfEH L TV T, HEAL
NIVTORRT TP ARXBEERTHEN)BRE T2 TV, ZTORER, FEFIZILNWAT Y T ERT 4
—JLR(26 x 33 = 858mm*) N ER SN,

LU, ke B8 ) o) LA ROIRNS KRERT 4 — VR A X o LT, KiE/eaxh EFA2H
SEVIHZER, VT T TLAITWGIZEN RENT-, TD=D VT T T7AITWGTIIIR KD T 4— VR AR
Z 858mmAIZHIRL . 2 DAV LYy 7B OF T HF A XDOPHEE BB LI OET MIESN T, &
KDT 4 — VR AZXDOFEFAN TERT 4 — VRS A XEHEL 2>, L08R TSI A TE S 72
T4 — VR AR ERBHIOIZH LTV A,

DRAMTF v 7 A X%, FEEIC, b NEERE N — T F SIS AFER G RV I TT 47
S — VR eV A R m T E R RZNTEZ, ITRS 2011 DDRAMTF v 7B A X5 )L Tld, AL ~/LD
FOT P ARENI T TT 4 DI KT 4=V EHAXTHD 858mm> LV 143/ &7 750mm* LH EHIT/ME
SRELT, D7ty 1 OB AL )L F v T AXNT 41— L ERNIZILED LS IZL TV D, A lal, ITRS
2011 ODEPEDRAMT v 7 VA XEF /L (20mm> L0 /NEWF o 7 ZHERF A HAZ) Tk, 72 & 29 8

PLEDF 7% 572mm* D7 4 — /L RNITIL D T\ 5,

T )a RO A=) 7O 1 ERTELE LR GE G A (BTE 2013 F0OE AZEE) 25
LA-7 77 ZDKE/INEDMETITLY BEEZERL TWD, ZITIEA T o7 By hOfFHEW) B4
3 AINENIIDBENAE =R TCREELTHIELHFARL TWAD (EHMICITEARNZ 1 F£%AFIL),
LML ERROEFEF T AXET L TR L72EIC, DRAMO R G EEH THhD 4738 AN 2013
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EISENTZZLE DRAMBRH U ELH R ATRES RBETF T I AXHIEEZ 20 mm’ UL FET520%
ZRTDHE MBI ATRG T TV ARXBIRIVTTT7 74— VRDORFRNTAEETDHIZIT, B
M4 F o7 B MRS T EVDERBNAETDHZ LT/ D, ZOERIE, DRAMET L TEEDE
N Ty T VLY AT OIERIPRTE YN Fy T ORI RE 3 HETHEEEND LD oL
NELT=R—Rn— Ry OKEECHERF T2 EICIVERTHIENTEZ, DRAMET VDT —X
H %% Table ORTC-2AL 2BIZ#i ¥ 5,
T aDBEEF T AXET LR FITBEINL, K RKOEHRAGERT 7P A X% 150 mm*E LT,
TI0vaDE YRS F T ORI 2 FERICERSIND BEEZHERFL TWD, R =TT D 2 44
AT VN 2009 - FTHEZ23, 2010 4 IZIFARY =T F O L N U HE IR 24nmé 72 o7-, 3B
FOMLCX 2020 E|\ZHLILD 4 B ROMLCEMZADZEIZLE ST, 77y 2O F v 7 A X3 2026
FECELET 143mm> R IRT2ND, V7 T77 4 TRRO R KT 4— VR A XOM%HEIL, EPEhE
MPUXCASICOYIHE AFFDF > 7 P A RN L > TR ESND, ZOFARL, VI T TT74TWGIZE D
RATAHES A X(26 x 33 = 858mm°) CEILTEXDLEBM/RT A — VR A XL D, v ATfERL ~ L
LRI 8T DB LR VDT, ZDOH AT R KT 4 — VRV A XEHAED 858mm* HZ D 1,/
412, b5 214mm> R ICH | E T IFbNAZENTREND, BRI —/VRPAXDRFL, ~ A%
RO HIEICEET25EMIL. VYT TT74TWGICED VYT TT7 4 DEDO P TRENTWD, AfEL
T DHENRT 4 —/VRP A XL, Table ORTC-3 {2/ L TV T, ZOMEIXITRS2007 D HIEfEL 28 - TUNR
AN

R L WS AR E AR T AT O v AV ER (AT EeT = — N O/ — P A X )N B
TED 1,405 1/ 8ICEDLLAREMEDR DD, ZD%E . Vo— EO7 4 — VRHAX1H(1,72)x(1,/2)T
1/412720, Vz— N EOBHEFEIEREVIBLRODIT AR F R THD, |

Table ORTC-3 Lithographic-Field and Wafer Size Trends

ITRS 2011 I23517% DRAM EF /L. MPU EF /L, (N7 Fv 2FF /LiE, DRAM & MPU £ 753
2DORFBLOT v AO L E B IEEER TEDNEINDIII - TWD, FER TERWEEIL., BED
02— Ry PRI XORERFENT TP AXO T W A~DIE DN EEL0, Flold, AT v 7 BRI
B9 %5”Moore’s Law”DHE MR N EISITIE T THZ 812725, W I NOFE R TH, 2 AN HHE DR R
CHEARPEZE D EPEME M EEBE T2 W 72 REVNZ AT T4 T 72 A "I heb 263 210D,

I AMEIRDJE IS £HH T RIS IDF 90V 7 77 RUIZE ST, 200 mm A > & A pEE
T — A —TH5 300 mm T4 DAEFEMIZT L —RT v 7T HZE(RARIC, 777 OAEFEMEEZ M L85
ZELYDBBNERN D TRWVIEEH ML TW5, L, BRFIBFBOEA, KT O R K% &,
IZES T B EOFRENAL, B & D IHl S D2 L1272 572, Table ORTC-3GEMIZ 7 h=2 R
TREADBEZHHE S TWD)ITH LR KT = — " RICBET 2RI, 2001 FIZhEE-72 300 mm 71 6B
FDOEEFREFEL LTV, 300mm 7 = — ISR a7 = — NAFED 50%I123EL TV 5, 300 mm il
Y& H AT O AR LR )72 2038 A ITRS 2011 AERRIC BT 2B M (2019 4E 5 2026 45) BRI =0 #ifE
ENBHZENS IRC(EEr—R~y 7 HEB2)1T 300 mm AL EAMS LZEBLLT, u—F
~ VS DRMEFD 2026 FETIERTHZ&IZLT,

FELUWDRR AR L~ T, B sENER EO T —AZ — LU THIRFEESNDIRD 1.5 T z— NP A X =
450mm RV = — & W WO N8R BRI T AR E L ZOXAIL THEELZ T (T Claik
RV THLHMN, KVFELLIEL, Executive Summary @ 450mm O Ry 7 ZAOEFTIZFE#R), LU0 6,
450mm A EVEN BT —AX — O AIEERF X ITRS IRC (2X-> T, LLETEREIBRIC, HERFRESNTEY,
ISMI O #EPEH 2 (progress reports) (255 E 2013 A5 2014 452 IDM(Integrated Device
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Manufacturer, 57 /NAAA—I)ET 7 R0y b4 TORMEN " REE 725, Jeimi72 24D
FERIZEDE, 2013 F-35 2014 HFa HARIZSAY T A EAED | 2015 H205 2016 4R 12H T TOREH]
WEGEDSLS BEITREHICH T2 DL TWD, DA FEM A ) EXELHEE ) (VY 7T 7 4 il kit - 7'm
TADWE)H AT Y 2 — VRIS EBLRITUES72u, EFEMEO R EREL T, KHEY = — " Off
MENES 20020, [AFEONROL LB OERKZ LT 720 DR HIZREN THENHTHD,

55 2R B 1 B FE D NE « P D 52 ZBER0R DY = — Y A XD D Z A 7 INEAF L T, e FERI D
W TIHOEEEET VBIOREET VORI LE B LELRD, ZOIOREERFTOET
Uk (industry economic modeling:IEM){%, SEMI(Semiconductor Equipment and Materials Institute)&
SEMATECH(Semiconductor Manufacturing Technology Institute)’3 & 6] Clkfe i 12 & 4 P2 Bh & L1
HEEITHTCND, FTo, BIE, ITRSIZHE DW=, IC Knowledgefl: (www.icknowledge.com) D HET /Lt
FIRATREEL 72> TWND, FEROFMTAHY - BB BV E R Z PRI T DL LB I BLLISNDMFFE L BASE I35
YR BE AN = AL FE 720, BBIRY T T A YR F v 7 A= TN LD IEH ST O )23
VETIHT D, 20X 7% 1o FE LT, SEMATECH CELITEEITH O 450 mm~7 27/ T A HLW
G450C (Global 450 mm Consortium: Intel, Samsung, TSMC, IBM, GlobalFoundries23& ), S—m2w /3
DEEMI 450 DIMECED A A= 7T 4 TIZDOWTDRIEDIEDN B D,

NRolr—VEINT=F v 7 DHRE

NyREEE UV, Ry R YT, ¥ paxh, B

F o T OREZ B DTN ENI=— X B HARISSHS LTINS AT P22 By (AT H
N DERE L EERT D, —RAIIE, Ty T NORT P RAZ O NI T 5L SRR ~D A7)
(I/O)E 5D AN N B2y R B 5t HE 9% (Table OTTC-4 & £ 7)),

72 EIR -7 7 ROF v 7 ~O e lL, B O & EHEF M ED R EIZnETHhoH, MPU
CEMERE ASIC BL5LIE ITRS Ou—KR~y 7 HMIZ 3~7k 7Sy RIZ725, MPU B Dy R T 0
MHZHI 50%IE ML, ASIC OF v 7" Y7-0 D 8y REE 2 512725 FRISND, 2 FFEO RS ClIE -
TF Ry RDOEIGENEL B L, A7 MPU Oy RET. 1/3 28 VO 12 573w R T, 2/3 NEJE -V
FURNRYRERSTEY. 1 7D 1O E5/NyRIZH LT 2 »OER T TR\ REff>Tub, MPU &
IR ARERITEMERE ASIC -LF ORI 1 7D /O E B3y RICH LT, 1 »DER VTR %
o,

Table ORTC-4 Performance and Packaged Chips Trends

A&P ITWG IZEVR STz o — U e 7= a AN (Table ORTC-4)1, 3k O RIE L 7%
% (manufacturing economics) ~DFREEZ RL TV D, B YDA ZMNIEAD LTV, Fy 7D
DAAEN T EBOBEMNT DL, Ny =V SR VB EINUEE T HE T RISND, Ry r—D 07
ERONPE T ANIEFERINT 52127250 T, Ry — VRN A— Lo T, IANH RO B RR
FAARHET D LN RERFRELE 25,

FEFITHFOWMLWEBHE T RAEREENT, &V AT ARTANNOED B/ H R RES
fRDREA IRV T, FLIRLEL Xy THHM)ITEB W T, PC REREEDOII R KEAET DI NNAT
78 O ANIBUIRKERFD WMER 72, ZEDO AT 78T — %I, 2 /IR 2 5127
%o ZAUTSEIR D FERA— T TORMEBE O TIGERE TH D, FM 30%E1TENLL LD HERQ F4
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IZTANMIEDLT, Ty YBI0DOKREIT 2 (518705, DFED FF 29%) THARE(E Y R, FFr T R2)Y
720 ARN T 23HE0) ITRS ORF R ERIZFK S, BERIANTA NN THD,

HLL PO EARB S OMASEHERFEIITIR T T 50, PO Y720 ANI N R0 BN Y 7=
DS F I T 572 51F . 15 £ ITRS n—FR~y 7 Hf T, b= 0l i a 2R 55T
BIR 7228 r = DRI U . T OfE L T, IS ~— 0 & RIE D & BFZERR R & T
G PERE ) ~ B RE N HIIR T 52812725,

ZDOFERRS, VT« F T E Y a—/1(System in Package : SiP)’?J COB(Chip on Board)<>% DAt D
BIER 22 iR TR & IV 72 SoC(System on Chip) ~DREREFE A IZLY ., VAT A EIKOE 5 3 5RK 2{K 6k
SHDH, EHEEMICHEKSWRE) ) D — D127 > TD,

FERE Y 720 DI AN R EITI D S22 30 EREME A NS W2 ZRITIN 2 T, BIZEERE, K=
MU TG RELFET D, WEEOFREEZMI-T 72012 1.5~ 2 F/IIT v 7 ORESL 2 51
?“%.’)kb\ob TOWERINTFHFT5I012, JEEHCTCERE FELE LW EWYER BB D, MPU D
G BERYUTEVONEMSEITIINET, 1.5~2 FEIEHEHLTE, LL, Eioe—R<y 7 TH 1
RS T, H&H D ITRS 2011 FRICEBWNTH, A2 - F v 7B O ML, DT HEERN 4%
UTFIETT2EFHLTCHD(FRRO (FEX) 220 l), (HiE#(Glossary) TE & T 2030 % 21
I A=V AN TN ETRMINCTEMEREN EIFBAE, 7oA TOE MR Tr—IU 7 | b
REHCBIR LI TS R — Vo 7 |(FHRERRC T v 7 T — hENT-HEBE SR T —X T 7 F vV 7k
DT DR EBEICLSTEHRINTNWD, ZOT7 =T 7F¥y0V 7 =7 Ok EIL, MEE 12 HIH L7
5 Z~D SoC X2 SiP RV AT AL~V OVERE DMk 7 B A I B IC 3 5,

MPU (2B W TiL, MIPs (Millions of Instructions per Second)D HANL TV DMELRE Sk, [ 7
~ﬂ677%ﬂ¢ PERE | (v « A7V B0 DS EOIC L > THEINT AT RN T o fitEae ) (7ay 27 &
BHEYOMAEEZBEL TEBIND, L& ERBEERICR T =—X1F, LT mrEX et Ny
T EA OB AL TERT D,

INHDEE T REMBEILE ORTC-4 [IKENLTWD, £ ORTC-4 (21X, T 7 D KPERE DM
T RTH72DIC5kE TWG ICL-s TRt =B NS b, (E*) 2011 40 ITRS OfmEIEZEIC
BWT, OV —% 770 —7 (TWG) IXiE O LT — 2 RV U RERRGEL , #i7zlc, 7
Lo ray 78R E B EZF 2 (CAGR) 4% D ERN R (LLRTO 2009 A, 2010 AR T, 2 8%
DR RZ2#EHEL TT, 24T 2008 H0 ITRS DIEETROOLNIZLD THD) LT HILEREL, &
DI JER A B AR IFIERIT<B R A RIEIZAREL TV T, 2012 4EIZ, PIDS OV —F 771
— 7 (TWG) L3 NEEM (intrinsic) NIV P AZET VLV T FH L —ZDET LA BN THWETT5
BN DHDH, AT HONT, KVFELIE, ZERI(Executive Summary) D> 7 ZATHAIPIDS &%t JE i
B OB OiEimE S BE-0,

A B AT I U T2 e KRB R BRI, [l A b7 Y A PERE (on-chip., local clock)IZE#24% 9%, F
v T NELD DG 5 DJE P H (“local” frequency) &EF > 7 RIDAE B AAREED T O JE B ¥ b D 75 F A3
T 5, ZHX, B B ERIEICEL 2P ICL DL D TH D, Fio, IHEE TR DB 3 L O
MR OB BRECDIRK TH D, SORDEFHILLENHBEITITAYR NNy —D)—FD A
HIZ A DTH D, #iR, 7V T F o7 Held, Ny r—Y TELLTFER R E WIERS ME—0
B FIEDPS LR,

F o T NOAG 5 L EBIR OB E & e b 35720120, Bl a Ukt i 2 Z &3S s, BLfR O
AER A %Ok DL, Ty 7 OfET a2 BT KIKHIO Cu BEERSCIEFEROXFEOLER
b & Wi B ZR RSB SN D, ZEALFIES £72, R EOBEEE I £ (off-chip ; FEHIIX
A&P DEZZ ) INENDHT-DIE S5,
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UV TS5 74— ORI BRI RWEEE (LITHOGRAPHY MASK COUNT AND ELECTRICAL

DEFECT DENSITY)

DRAM, MPU, ASIC DX I KD FEIZEE T 25 (EFEDHIT 83~89.5 % DT v I R ZZEM T HD
(ZABER) B HA2 43 ORTC-5 12773, DRAM s~ AZ7ur oty |z onTHR 2 THRELZLIIT,
BTy T SHEET WK SE R 5T v SHEEBE LT PR TR R EEFHEL 1D, 20 k|
HFENOT —ZIEFETAT I AT IVONEFEL ~J)VIZITRREIIL TS, B EICHOWTOEREID
AR EFEHALC, FH T/ — R CTORRLT 7 AR AMhO RGEELEZFRE T2 L0k
2o

1Yy 7 EAEVREITOWT, v A7 O E RAELD . 2N AEINLEET 57 m e 20 HL DT
ELTHHE L, ZOEFEIX, 2011 FIZVV T ITT74OEHEMY —F% 2 77V —T 03T, FrEE AL,
ITRS 2011 FFRR D HIEZ K FT L7z, BIIED R OTTC-5 (2L VYT T 74— OFFAER R LIC
Kowledge(ICK) D HEIEE 7 /L (ITRSIZH 5L, www.itrs.netZ S M) O HERICL D~ A7 ET V712X
LZEHEHMNEGEEN TS, ITRS 2011 FEROZ O EHE R BRI O W TOFEMIL., B (Executive
Summary) DY TR THL VY TT7 4— < A7 | OFEi Oifima 2 Iz,

#8811 F (Yield Enhancement) D7 —%2 77 )L —7 (TWG) iX 2012 FOKETIZH =0 IBINA 7

TEEZ1TH TIETHY, ZORTC-5 DHER LY EIZOWTO KRR E (Do) OB IOV THTZIT,
ORI RED =N~y 7TIZHRYIA T,

Table ORTC-5 Lithography Masks Count and Electrical Defects

EIRLEEE S ( POWER SUPPLY AND POWER DISSIPATION)

b\<oﬁ>®gl(‘ﬁ%%ﬁ®ﬂfw I\'?I/‘/“Xﬁ%’v*ﬂ/ﬁ@%ﬁd\ F—r iEBIREEEOM E) NE
FEDORJ A HELHED T D, & ORTC-6 (Z/Rr X912, BLfE, BIREEOFIL., #PHE V) X0, am
6%;&@ HIEETE 251 TW\5,

B E DOV HOEFIL, LEDICIZ DWW TCHRE L E 12 R IR #E LT Ao —# L L Tt b T
B, KA OMH A THEEREBEOHMEEZLT-HL TV, BHERET 2y T, 0.6VELTD Vg
12025 FFTOBETHS, Vbl B EE IR EE )5 AR T 2026 4£12 0.54VTH 5,

B KEHEE (MPU ) X3 2B TV THEREND,
1) @MHRET AZ by 7 T IV r—ay  Rulr—TDbe—h U INHFREND,
2) I AREM | FemERE DR B ) B BN e B
3) AR—FT7 VRO BEMICLDENE (K= AR, #4)
RTOHTIV T ARBIRELEOMEHICH00HT | RIAOETHE &1L, 2011 F£OFE OTRC-6 (T
T IO, ) —ELTW5, BHHE BEOHEMEZHELED THDOIE, @V T 7 R 5, Bl
EEROEBBABEEFEI, BXOEEBEEAICEIML»SBLT5F 7 ENTo P RE D —R)—2
(R DKL THD,
RRKEEEBNEFHETHI-OOHEHRIT 2012 FICREIND TETHD, 2012 FFOr—K~vo 7k
RICIE, BEiteT ' TV —U 0 ITWG IZEDHEET VAW L2, ZOETATIE, Ty 72
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KOWEEBNEFTHETDHENIINIL, LA, FFEDRYRAR v (hot spot: FEELED L\ VHIK) %25 &
ATV D,

The approach for calculating maximum power targets is being re-evaluated in the 2012 roadmap update
calculation models from the Design and Assembly and Packaging (A&P) ITWGs are expected to take into
account specific “hot-spot” area calculations rather than the overall chip area.

Table ORTC-6 Power Supply and Power Dissipation

22~ (COST)

FXORTC-7 [ZTAMDHM Z/RL TV D, HETEH TV DI AN AR Y 29% B8 (2 AT 0.5 %)
DNAJRBZR Z LT R FE L I TR AR R CTH Y, EAMIAS /IR T LIl RO C 1.5~2 T LT
F o7 EEREDOEE AR L DD T2 8%, TG E IO EEN R THD, 2O AN )12k}
I3 B2 AFFEBRA R P & E SR TIE ZREDO R B & 2RI SEZ L TUOWRIT iE e b 7e .,
THHTVOREHRN—ATIZL, BEH A ~OFMEEFIT LA O —@Ezill>TWD, LrL, FERE
AN SEREE ST, Ty 7 " HELa AN IS 971, ETEE R INICL>T, 1.5~2 T LITF v
THI-)OBERE AL TRV, S Varoem’H7) TIEB B LT —Ea AR R>TWD, Hiffimo
PEREL R T CORNRN N ERELE D EEZ L X CEL ARV ThoTz,

L2, 4 HOBA T SREO P ICWABE IXMED R a AMEINCE I b EPIZ RL, Ty T ea=y
" AREHEIT D722, 5 ETT v T BV OGO AEY —R (A —T OEAD I E N E M2 Tn
Do ZDTD | HEAR A= X, B ARFEEDORFEES FTHo T2, RICIIRERESH -0 D= AN
MEEHERMIET2HLWET L EZ LU RD T NIE R 572le>TW5, D72, 1999 £k ITRS T
IEAITEOHIEZERTO2HLNET AR EEINTND, Fy 7 HT-0E T AR OV I8 i 1
(average selling price: ASP) T 2 4EZ LITHEREMS I 2 AR ICHEHEL TV D, 2001 & 2003, 2005, 2007,
2009 £L T 201 14F/K ITRS TiX, LI THMET L Z2 W T T, —fre (B vk, hFoY
AB—EE) M 7-0) 29% D AR E 72D, 1) 29% D AR L B S AICIE (1999 AELLRTIL) . =
b7z DaRR e 14D EIE T 3 HET LT v T HIZVDOEEE 4 (G OMEEZ Rt LIck- T,
FERINTWAZEIZHH S,

ITRS 2011 FEfLODRAMB I UOMPUD T AR E T /UL, 38R FEE O F IO IR B 11 LT #ERE
EFEMESHT-DOARND R EL T 29%HIJEL — b~ D= —X %AW T TS, ZD72D DRAM:»sot
WN~wAr7u7aty I HONTRIARIAANE Yy MR AN N D AX ORI Z X ET D720
ZOHILH IR BERES TV O ANDE A ZE AL TE TS, A ETOMEmNLHER T D&, Ffﬁ)JB;EJODJi_
AIEB DI ARNE Y RA 2011 #1210 0.66 ~A 271t b (microcent, 1 £ R 100 T43D 1) THHZE
DRENTWD, NMZ T, ZDO45 ETO/MAIL, OEDODDRAM AN TIZAER 45% DA NE > M
DHIHFSNDERETHDIEERLTND, ZHUCKHEL T, v~(7urntyHIconTAERT —4%

> McClean, William J., ed. Mid-Term 1994: Status and Forecast of the IC Industry. Scottsdale: Integrated Circuit
Engineering Corporation, 1994.

McClean, William J., ed. Mid-Term 1995: Status and Forecast of the IC Industry. Scottsdale: Integrated Circuit
Engineering Corporation, 1995.
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> TIT o o RN X FAR 2R R A2 B 72D L T0D O, R EL T, MPUET MIZH, [ —HARINT 45% D
HI L —MEEEHIC, AR TRIAZRIANRT U AZ OFI B FEE 29 % /43 FEH ST,

ITRS 2011 ERROMPUTF v 7' ~FEET LIEL 2009 4ERR, 2010 ERRGE T L TWORW, R EITWG
IZITRS 2009 ERLCT. AFLIDEF DT —ZLET NIZFESNT, MPUET VEWET LT, FiLWET
IWEET T, a7 NV REDSHERIY T T T 4DV —h (HET A7 VT L2 0.7 5O HERE /N
BXO 0.5 FoEfEfE ) OFE THELTWDHILEEZRLTWS, TDH, MPUTF v ~[{EE —ED
HIEETHD 140mm> (D72 TP RE O, Hifli A 7V Z LIS S22 NTED, Hifl
P A7V DL—RE 2010 4E 45nmE T 2 FEV A7)0 2010 LRI 3 EV ATV EDLDHET RIS T
B o T, KVEWIANEFT R T AT GEE2 R DRI A& TF v 7 SHENBEINZFF SR OERY , 2013 4R
PLBEDOMPUF 7Tz DT D AZEE 3 T EIZLMER LW &2 D,

DRAMAEY -E v BRI OHBEAL—RE ITRS 2011 RO DRAMT v 7' ~f¥EE T )V HFE (3
ORTC-2 #Z M) Z KL T, JIEL TWD, HffRL RO 1 FERTHEILICEESIT, T4 O EHRER. BID
(61 DIREXITHRIL 33% DikEIL 2013 FITEASINEMFFEND, ZOZ8iE, R oa A NERIc k54
PEMEM B2 1) L U THERF L TV D, I, St OPIDS TWGODRAMBLEH O A IC LT, &L
DTN OILIZEW B THD 59% D HIEFEINTHNT, ZOEIIr—R <y 7 OREFED 2026 F£F
TEDLLRWETEINS, ZTNODORITDET VO T L LT TEXAH4EPER MR~ (60mm? DL
F)DOHLOWHELHNEST, BHIODRAMD 1 Fy7HIZVOERBE Y MIO LN U RBHER LD,
L, EHOEBE Y NMORN URIE | FRAEILERDN, FEREL T, Ty A X3 K0 /NEL720
MELEIVAFLT WD LS, By MEFEE O RITFEHITIX 3 FI12 2 5 THY (2011 2 4GE
v, 2014 12 8GE N . BEHICIX 3.5 1T 2 f%5&725 (2018 1T 16GE Y, 2025 1T 64GE N, =
DODRAME T /LD ZEALIL 64Gbitt D AERE (B AL 2013 ) % 2025 FIZIESHH 128Gbit (3 AT
2014 4F) DA FEITHAEDITRSIAKAED 2026 10142725,

DRAM & MPU (ZBIT5F 7 HI=0DOREEED (2013 FELIRE) MR OIK T2/ 72012, Fv 7 e
=V R VAT LADL X)L TOT =X T 7T R GO EMAEPEVER T —V TSN AF
WD, BV D EFEMEN ERE R T HRA~OENPRETET ®mELEAD,

DIRERT 7 ERSBEDOEINEME T LZELTH, 1 Ty 7SV ORED &1L 72 E B 5 ATk
BLTWS, 1 Fy7HIE0OEEDOEMEN M LEETHD T, k-G OT7 AMIET ETWEIZRD,
o T, AAMNEL R TWVWD, 2L, TAX DA ERICKEN T D, ?x%éﬂélﬁyiﬁz%iﬁébﬂ
9% (F ORTC-4), ZIUIEIKRDO I AN (Co0) ZHMSELAFFET DM EHC I AX LD T Ak fE
MO TRLTAZOARNE RS D, Thd x| #iAZE/LT 7 AN Built-in Self Test: BIST)i{fij:
T AME 5 1t #% it (Design-For- Testability : DFT) F £ ° i & 5 {b 7% # (Design for
Manufacturing :DFM) @ EBLINEE ~D =— X% ITRS 2011 FIRDOZA L7 L — LN TH| &t CTHETE
T 5, iELWEE LT ARET A4 — (Test and Test Equipment) D& Tk <%,

Table ORTC-7 Cost

o a) Dataquest Incorporated. x86 Market: Detailed Forecast, Assumptions, and Trends. MCRO-WW-MT-9501. San Jose:
Dataquest Incorporated, January 16, 1995.
b) Port, Otis; Reinhardt, Andy; McWilliams, Gary, and Brull, Steven V. “The Silicon Age? It's Just Dawning,” Table 1.
Business Week, December 9, 1996, 148—152.
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FHZE4E GLOSSARY

TEHu—RN<y P FEE (KEY ROADMAP TECHNOLOGY CHARACTERISTICS
TERMINOLOGY )

(BT R.Lfi#HT(ALSO WITH OBSERVATIONS AND ANALYSIS))

ITRS2011 FERR D HFBEICITF EBEDOBMETEN S ENAZLICE B SNV

L—7 OIERI(Moore’s Law) : [ Fv 7 Bz OFEHE (B M, v DAZE) 12t T 5H 5O R (ZL
CPEARPFEEDOXIS) X 1.5~2 FFTLIZEHE 5 £ D, Gordon Moore K23 ESIHIRT LEL THE X 72
BRI, F2. TAAANFIT AR THHZE (affordability) EVEREL B BT RETHLZEEMITRHL
72, TACFEBW O TEERRT ALWIZR, B E 40 FERICDIm>TIA—T OWEQ X f e -8
KRB ERHEIZES T, —BLIE~2abhb U R THY, il Ui o 8 AR L b lc > T, EHER
fegtLroTnB,

5 #m{L (Scaling) (""More Moore”)

o SEAEEIPSGIL (BB — EDOMOMIAL) (Geometrical (constant field) Scaling) (%, v 7 Loay v
EAERVD W) (S Va o W) BERY (Va3 R 3R I HEE T W) YRR A
INLBETDZEICED, B EELA N ESEDHZETHEDH VDO ANEHITRL , MERE GHEELHEE
VADINEIEY Uit = XU NINEEE 2o 2l 5§ 07 Rl 3 ol BN = s N

o EfMAYIRAN{L(Equivalent Scaling)ld, & FHIIRAN(L & LB I, M FHIIAMLZ FTREIZ T
LULTFOXO el FEEZTE T 3 IRGLHIZR R T HEEIZ LY “Design Factor” [fRFF1E: AEV /LD
migELZ 7 AL N — N DT THSTLHLD )2 WETHT L, ZAITINA T, EFEEIE OB HIPERE
Zn] ESE5720 DM A — ) T b T et AN CHT R B RS AL AL

o RFHTLAHEMAIMLMAL(Design Equivalent Scaling) (b3t 2&{n] 2 i iR b & A o fcili{ b & &
WZHEEZD) X, EERE. IKTEEE ) WEEME, K= A, REFRV RN LA TR T AR IR E ST,

o BlImRT5LFEEARITRNVD) | IXEHEEEE L% EF (design-for-variability) | K 7H
BEHRHFR)—T =R AR —Vay, sayirF—T 407 BIREIEOEEL
7E) . REEITEFEO~LTFaT SoCT —F77F 27T

o TEEALVWRERFFEDRFHITO ML EIEICE SEKRDLZE, HEE LR/ ON —RA
7 3L (" Moore Moore”) DFERERY ERIZH BT HIDICHVITrZ &, EHIZ, @M
AL ("Moore Moore”) 513 DG T —X% 77 F =27 L OREREME B B 1 EERED
MBERIRTEDIOITT AL,

K BEAI 2451t (Functional Diversification) (*"More than Moore”) : #$BERIZ AR LIZLTLEL—T D
FEANZ DML IZED 270 B D 5 1A Tl MR (AT I B 2 32 0t 5 2R RE 2 7 A RITHLiIA T
ZlHEFET, BERERIZARAL (“More then Moore”) D7 7 —F 12X iuE., FET O XVEERE (2L 21X, R
W, EBAEIE, ZEEF, oV TIF a2 —FRE) BV AT LERL NS ED R —D L
YL (SiP) R°F v 7L~ UL (SoC) D FEILTTIEIIBITIEDLZLEN TED,
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o RRFHENIL. "More than Moore” H T IZF] &G 7259 K72 Frik e 235,

o BIRTDHEHERRIIRIIIRDNN) , BARDEERE T DHITHTD., ﬂﬁl/? @1‘%% B2 B (2 0 E 95
BRODOFHLW TR D32 —ay VIR 2T BT I F o — Do DT Fas e
JAN T F IV DR EHE, 72 SIP, MEMS, A4 7 7ay b7 U LEE ORI EF (co-design)
RLAIEF T2 — 3l (co-simulation) Z{TH72 D DF LW FIESLY — L,

o HEBRERIZEEALZ FTREIZ T AT DR EHR T O MM 14 D28

Beyond CMOS: #1{£%:7 /314 A (ERD:Emerging Research Devices) & #9047 £t (ERM: Emerging
Research Materials) DV — 27 7 /)L = IFRLEEATOITZD D UF LAY F JITEA LTV D,
BRIEIZIT T LUVRBBE B AR 35281280 BRI ETHMIEL 7. CMOS 2 THERERIIZFEE
E’Jf&fﬂﬂﬂz%%fﬁbiokﬁé%@f%éo =T, [CMOS %## %7 (“Beyond CMOS” ™) BT Hy ik |
I, BERBRYITEREE B MRRE M b BIRITVH B BT HIE e E OBLE D ERI D, [HTLWAL YT 11X
fﬁiﬁkfﬁ%@f_&)@yﬁ¥iﬁ XM CTH-T, 7 —FOEM, filE, £ FROEROKEREELICHIH T
DHDEST,

e Beyond CMOS DOfLLTIE, L TFObDEGZTe: KFEEN—RILIE(D—HRr T/ Fa—T0
T2 kfol) /v e = A AU FE T gAYy 7 | i ALY NEMS (Nano-
Electro-Mechanicl-Systems)

FEH O KM (CHARACTERISTICS OF MAJOR MARKETS)

B Ao 2488 (Technology Cycle Time Period) : A7 —V 7% 1 M 0.71 %12
T 50, 2 IR T 0.50 (FICT XA T HED, WAZMMEENTZ 2= BED (G T B EDa 4
INET 20D BLRR D e/ N—T T3 @ (BALEERE 2 720 TIK=AF¢) DRAM & MPU/ASIC
LR OMEZFRRICT 57 e RARE N2 KD RRET 5720 ITRSOERY A7V O EFITE T
N7, FLASH B AT « A T3 AR BEN G B ER) T A DN—TEyF TEHRIN
TW5, K EA O A7 AL 702, OB ThHiL, AZ VPRI Yy ON—T8yF
DT, F/NOEEEHT D, BEEAIC, DRAMIZAZLVE F TY—RLTEZA, BER I o 8L 23
RbDAREMEL D,

ICHEAMT 2R AT T DT DA —) o T DT A= FE EETHDH, DRAM HiFCTlE, /O
W7 T 7 SHEICERENS B B O T Bar X7 a0 EEERBREON—TEyTF RN ETHD, LL,
~Aru7uatyt (MPU) REDORY Y 7IZOWTIE, MBS — Mg T8O I B S0 e im MERE I L B 7
BB XV ORLARRHRLOTHY, VY THIEZ FICyF o7 L Tib/NSWWY— B
ERKLTUWD, MPU X° ASIC BY v 7 DOEfEN—T T 7 aw AERIT, lHE TRV 27BN DHAZ
VB (M1) ZHELTHY, DRAM O T Bar27hF0 M1 N—7E v F LOENTEIL TS, /h—"7
Y F Il E T v 7 DOAEY vV OfEERIC R END, &R A 7R (100 A7 VIR T 0.71
5.2 DOV A7 )VHIB T 0.50 f5DHE/N) AT v 71X EER MO, EECHEOEARDAIEE, T &
VETRNBHY AKX L N—TE T (DRAM, MPU/ASIC) D\ NE, 2 X7 NMEDRY U= (FLASH /5
THHHOL TV,

T TICERINTWDENC, PO 2709 o A AN, oo P A2 D7 —h=F
EOBM LM AR DEDLD &ﬁxﬂ ET. T A ADOMRERCHEE HOE G2 T ST
NTED, NEMMAARAL IZE 2 DD E OGS TIGO®BEN T, fix OfAEDLEEITIZ
ELTED, fcH D ITRS © TWG (HifiV —F% o 77 —7) OFHEIC LD L, SFEOHHL (F—hEL7
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—MABLDO RSO J7) 18T TWD3, TR 25 76T 7 e 28 i 2T iz T, 9 %<
MFEZR —RAT7FTHZEIED, HEE S EBREMEREDE R ZT 2T H R oid,

MEMBIARIL ) 2 S 7o a2 T e T A ZGEEFOF] (LT LHEM L W Tidzzn L,
HERITHRW)IZIZLL T O XS 0032 Cu B, IKFEE R (low-K) JE RO B B Va
ik B (high-K) 7 — Mkx e 4 )8 7 — MR, SOT JEt E o528 2 BT P 2% (FDSOI: Fully
Depleted Silicon-On-Insulator) . #25(7 —h& k> 3 WILHEEDRN T VAL MV O F ¥ Rk
[FRE R SC TR VRO 7 — M B Ae o TOD A, Fr o R EIE L TS O RG], 728

MEA ORI | DT D7 a2 2T A3 AN F BRI/ 2K EASND RN L, ~HEOMGR L1
INDEE LT BRI TIZ AW EITEES I, SO FE R R OFEIZ S\ T
1%, Bc#R (Interconnect) M FEE PIDS (Process Integration and Device Structures) DFE A2 S M I,

MRSV AN EAESEKEDOREN S (Cost-per-Function Manufacturing Productivity
Improvement Driver) : 1 Fv 7 HizVOMREE 2 HET LI 2 412 T D80 ) A—T OIERIO JFE) /7120
z. ZOEH] (law) J ORI HADWIZT5R (corollary) I ISFAET D, Z AT, BT A7l A F2BLL 55 4
NEFEOT-OIIT, BEAEEO LB, MEEHT-VDOaAN (B Y NEIIRNT VA BT~ (7t
]\(mlcrocent)) LA 29% CTHITEZ L7l Tﬁ/b X572 NN ZETHD, BERIIZIT, BEREN 2 T LI
2 fEIC72 Dl BEREH -V DI ANT 2 FT LI LT b7 CEE T 45 29%DOHI) , L
o T OB THE 1 Fo7 (1 Rl —2)HI=0OazxNE, MBS AWk E2 FEE T 570123, 131F
—ETRIFITRER20, 2T, Ty 73X BES Sy r—U 0 7 Oaxs BEEDS —El ’&E‘ié’&%‘f
EWT 2, bUBRED 3T LI 25255 A1, BREH VDO AND RX—A BT 3HETH)y
D56 CEELTHER 21%@%1}&) 201 Fo7 A Ryr—U) Bl DARNR—EIZEE ED, ;@ﬁﬂ—ﬂ’*@
72 BE S AN OE T A # (affordability) OE 7 /L% ITRS O —RIYJEEN /1L L TEDILTWDR, 2l
. BRFOTFBEMG T HOBEDOI T IGREDEMESZ B BIZANL TWHRWNIEITHEE I,

FIARMEEROEEINT-2 =y DaXMERE (Affordable Packaged Unit Cost/Function) : 7 Ak
SN — VIR ENT=T T DA e Ty T EBOOEETEHVRERL, v~/ 7otk MCRLUI&K
faxh, FITARaANMNI, FITARIRAMNS [HFFE DR ﬁﬁ@iﬁﬁ*f“‘*ﬂlﬂ%ﬁfﬁlw/l\uﬂﬁmf
#5H] oI~ — (DRAM IZIEH 35%., MPU (213K 60%) & 5| B DL B s A 7e @i m) Lo
RHRSND, WEESHT-V DRI ARMEEIL, FRTHD FF/7& VM= =X DITARTAL THY, :0)
ckéﬁ’ F o7 SHEB L ORI B L ITMANLITHER SN D, BN FZATHAHZ LD EAFIX, 1) Hiffick
ERRFMUGEIZ otéar”@tmﬂu&%/7 SPEO/NEE, 2) 72— NEROPEK 3)%%%3%@%
{BZ 4) & fid =1 BRIEANED W L 5) Xy —T aXb B LT AL a RO HI, 6) 3% FHY
—/vif‘gﬁﬂ)r’u:\ﬂ% W =X T 7 F XY BLOA LT —vary Ol E, A bE CERSND
ZEMBIEEND,
DRAM & FLASH R (B LR F A7 47D HT) (DRAM and Flash Generation at (product
generation life-cycle level)) : ®244F, HLELEHINFE ST, HDTA TV AT NVAAE (FL L RIE
LoUL BEL UL BEPEHRL UL BEE — ) TIEAS 7 DRAM & FALSH 8 Ao T85>
A YU &
Flash Single-Level Cell (SLC) : 7Ty a2 R EFEMEATY TRAGHIC 1 YEE Y FORIELZ T 21798
D,
Flash Multi-Level Cell (MLC): FRIU#EMFEIKIZ 2 BV I D 4 BV O T —H BRI E 2 St H
-z e isks,
MPU #& (BGHARTA 7 A7V DHFT) (MPU Generation at (product generation life-cycle
level)) : HDF, HORIEHANTRE ), HDHTATH AV IVEEAE (FRL L BAL )L BFEL L
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BER KL L, BEY—27) T ASh-~v A 7uraty oG R EE (2227 SRAM 25
)BT AT 2y AR D X 4y,

2 ANEfL MPU (Cost-Performance MPU) : 7 E® SRAM L~L 2 LL~L 3(L2 & L3)Fv
vaDEEHIRL ChREmMERERIKaIANORiELZ X >7- MPU i, vy 7R LY L2 Fr
Tald RPN 2 D 3ER A7 (A7 VI 0.71 F%) AT SIS T 5,

mPEBEMPU T (High-performance MPU) : B —F72 3 ECPUa T LR FEDOL UL 2 LL UL 3
(L2 £L3) SRAMD#RAE T, kw27 MERE~D b # X > 7-MPUHL L, 7 EOCPUa T &f
BAEVDEFHEICED, oY v VHERERB L OL2 v v a N — X 2 D 3 EHIT A 70 (T A7V H
T 0.71 £%) AR LITRE 95, it MPURLELIC A SN2 SR )7 m id, 1 BN Tida 7 o4k
—EEL, 1 a7 ORI DA EEE T80 D THD, Fx BT OITRSOORTCET L TlE, =
DA 22 D B AEEIZ KBS TWD,

RERLSE  (Product inTER-generation) : FIARTF v 7 ~HETTF v 7 EOMREZ EMIIC S
JOE T AR B, 2—T7 OERI (2x/2 ) ZMEFL O OBREHERAE (EF v 7 - TiEB LU=
=y bV EI AN — ) 2R T 5I0012, BEEZRET D, 20 2 FITEOEIANTORMEHEI, HEE
HI=DOIAARIJEL — b (W AEFEPMEU ) BT 29% (FE /072 BRI EIS) L2252 L a il 45, 2
HEDLICTF o7 EOMBEAER T 5720 #Hiil- A 7LDR7r =V 7 (0.7 B S, 0.5x(HE) 2% 3 £2¢8
DAL, Ty 7 ARSI 525700,

2005 R ITRS 2o A BAZ L, DRAM OV —RIDOWT 2T LI 2x/F v TN T 3 4
TLIZ2X S TF Ao, FEHRYIZ DRAM BV O FITEREINT- L -V - 77 X EL R
2L THRED, 20KV LIy NF v P DR EIZHRIETHHV TS, ITRS ORFOAETIH. &
LYY T 7 IAN 2010 FFETIZ 4 D08, DI EI NV, BIETIE, MPU U AZ DY
XV T F 7 4 XDHNIEEE TULHE /ML TV (5 E iREFBEEGEE D), (E-> T, m— R~y 7 Hi[]
ZMLC, I RKOEHBEOEANT T MEENFIAREET 7 T BT v/ HEEHFFT 272012, &
o ITRS MPU A REE T L D BARIZEA N A 7 VR 2 EIZ 2x N T DR /F o7 Th D,

H#ARNELE  (Product inTRA-generation) : % —E DR/ T 7 B R NDOT 7 ~Fikv 2y
ZfE [\, 2003 4ER ITRS vt H R e_R—Z -5 L0 BT, n— R~y 7 {021 5 TF) R
IRECHT DRE R EH AN AE LT, Fo 7 TiEEH N5 (2l sy My 1230) 28 ThH A,
AN O DRAM BE N MPU F 7 ~FE#E/No ITRS BAZIL 0.71 {5 DM A7V - ZAI 7T 1 ik
R0 50% ThH D,

TEL AL — a4 (Year of Demonstration) : ERaFZ L T/ 21X/ — R OB 31T A E
PEZRD N A SEA LT D720, JeATF v 7 A= PR OBMES 7 VG T 24, RFE
T EUARN —vary 2RI KkEEKE %2 (EEE, Institute of Electrical and Electronics
Engineers) = {# @ [E [ [E A& [0] 1% 22 3% (ISSCC. International Solid State Circuits Conference) 72 & D £ 2
IREIRFEREDFETHD, —KINIZ, TEVARN —Yar o7 md, BRI XLV EET T
AL =gy LV OEY — LB IO n e A TRES D, 4 F T, DRAM B, EEOT5E
AFXD—RIIIZ 2~3 i T, 7 me R fli- /—RT 3 b 4 T LI AxE Y NF v 7 O E|
B TREND, DRAM 7BV AR —valy - Foy 7 AR 6 000 8 FTLITEHL TRY, Hih~0iE
AR BN FEAT AT RB ISR A RN 2 DM/ NERIE N LB L0 Db, F v 7 ~HENY Y 7T 7 4 3% H AT

72007 FEDOMPU F T IANLZRFATWGIZL > TEHFT ST, 2 BT V1 2/ T HIZ2 T He 3 2512 730, BEREL /G DIZ D0 TITE
PR 2T HEVDRT R H1T 2 fFIZREELTE, RFTWGIIMPU E 7 /Z D0 TDZD T 7' —F (B HE DR P
LRELIORSIKBLES D THEEEZ T,
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REZR B EHI LV RELSRDZENBHEZ I Y /D BEOWFFEY 7 TLFELTH SRV £ 0 5%
KTFEICKY, BRSO 2T IERBR,
5] 1997 #£/ISSCC/1Gb DRAM. %} ITRS 1Gb 1999 i AL~ L 2005 FEAFEL ~)L H 1=

BADHE (Year of INTRODUCTION) : JeAT7F v 7"« A—A 30 & (MAF213 1000 fEEL ) D=
=TV T TN T HE, T VTR ESN T EE R E T n A TEES L, BHEHE O
O E R ICRMEEINS, WA BMORF 7 77X DO ETTF v 7 OHg/NCHERE DB N3 7] fE
RO, ZOUGENTENRY | Z ALY —72 TG ~DS ANERRIE IR EFEL NT U ASE LTI, Hfli
AT NAF (F ATV T 0.71 £5) 12 2xHERE/F v 7 DEE TEAL TV, BiZ, Fo 7 ~HEOT 27
FX ORI DL AL ERESNDSE T, A= DT AEFEEEBESED, 2R TF 7 ST HED L
E&—FEIZL T\,

AFEDHE  (Year of PRODUCTION) : JgiiF o7« A—H N DRI TR ESN I+ FERME T 1
TATCAEELZR GO RENM (SGONIAE 1| TEEZZZENL B Fy7r A Xy 2 — AR DTk
IZEoTRARD) ZBMEL, 5 2 DA—T08 3 7y AUWNIZIBRLA, (3 ZEOEESS EFIT 124

M5 12 7 A O CTREERGGREOHIMICE > TE DD, ) Jeimby et ie 2 i 2 M5/ (L =V 7)) L8
FSOFFENIE o4, A PEREE HI & 7 o AR IRIXRERE ) O BOHRIEFE DT I T D 2 E

FVa— a3’ — | XL,

AR OW T, R B FENL B D T RHEEE 1) £ TR TIKDIT 12 » AN THRE
LD, — RN EESL T XY 24-36 » H e io T, TV 7 7 L ~UL B 36 L OV I B -4 2 )F
Feim CRBEE D, RXR—F LUV, — RIS BT RY 12-24 » A He3i»CL PERER S
SO EEBICRMEEIND, XR—F LA ULRR T ANy b T A T TAEL ~JLIZSID DN,
SEERHEM SR EE A RETHEOICEEND EIF T2 Lo | (=BT 47 -~V —0DK 2a %
) D 12-24 » ARNIZIXSE T LT et Nqayh- I THIE, KREAPES EIFRIOBEERIC
Fo TN ERERERICLIRLIEFE S B2/ b BEPET HZELFRE CTh D, TR A EL X
JL®D DRAM 723, /NREBLAPEL ~L D DRAM ERIFFICAFERFSICAY  Z LT, fi/hSn=mit o
DRAM & [ B IC K EAE I TWD (#2003 4£: 05Gb/ £ PE . 4G/ E AN, Iz 51
256Mb/128Mb/64Mb K EAEPE) , FIARIZ, KREAFEOIANELA MPU 2V BEAEEDO KT v 7 & MEE
MPU L[RIFFICAFERBBEIZAD, LT, M/ (T =2V07) Sn-aitft MPU bIRIFFICKREAEINTH
2o

#RE/F > 7 (Functions/Chip) : FIH AlgeZe i~ T B—E /U v 7« F v 7 (single
monolithic chip) FIZKa AN THRIETEZLE Y MO M (DRAM) £/ 0 Y vV R0V AZDH
(MPU/ASIC) , uP w78 (F v 7 HT-0DIT P 252 ) 1L SRAM BLX OV —MM#gEny w7 v
A DM %G Te, DRAM H#HE (Fo 7 HI-0DE v M) IZH —F /) w7 - F o7 Loy ML (LE
%) Zic &L,

F o7 ~HE(mMm?) (Chip Size) : FIH Al fE/e ik B Ok s B L OVl T o 2K S& | HHEIC
BB R AR F TG TEAE /UL v 7 - 2BV B LRV v 7 - F o 7 ONRBROREH, (5F—F
DJE B E [E LITRSD 2B AT HESW T, HEEE 2 T)

BéBE/cm? (Functions/cm?) : AT 5 DO 4 (square centimeter) TOMEREBRE =F v/ ~FIETEI-7-H
—E Vw7 F o7 EOMEE, NyR IV BN 2RI TAT 2 EE T, T v LD
REIZ B D8 FE D E T D, DRAMDIG A | M /L 7 L A3 JOMRE LR R A 7 8] #§ 0 -
PEzx & T, MPURLE O A | BB ESRAMBIOMRE ET ¥ L-aYy 7 ONYEE% & T, ASICD
Lo, BRBENEATY - T A2 G RBETLA- 0Py 7 S —hBLOEa T BB ENEAT) T
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LATYERT 5, 2009 HARITRS Tl — A7 @ MEFEASIC (hpASIC) 3Gt D LW 1, 55 SRAMB
TV AR THLEMEREMPULRIL THLHE TSI TND,

DRAM &L -TLA-xV¥ (HR) -»3—&>7— (DRAM Cell Array Area Percentage) : A7 1
THAINDER 2 RBERETEL-TUANEATEDLN—%/L DRAM Fv 7 - V¥ (1ifE) O EH 72 5
KoX—®rT—, BRI, SyR, U= A7 T7A7 « TUY AR —RREOTD | EAT v ~F
EREETIR, 2OR—k T =R — K T4% K CThoh, Ny RBXRAIITA7 -2 U¥ X, V7T
TA TR =N LR O T MO RNT 2V 7L LTI R KT LA -2 - =t T — VN
D3 (— MBI, EEL LTI 56% A0, ATHEARO/NESWS 2V 7 LTe A A DR EAFESL BTN
VSRR

DRAME/V-=Y¥(um?) (DRAM Cell Area) : #5EITRST B P AD IV LYY 7774 (A) xIxk
INN—=TEF () g ~F1ED /- THLZ, DRAMAEY-Evh-vL 5y (HEHE) (C), BB, C =
Af, Fo 7 SHEEFE TR, B U Y ETLAGRTEORE L SR b0, 7L A2 R 455
(E) 1Z1# £ DDRAMT > FfRHT 7 — Z D st kO D, 2D XS, FEH N - =U¥ (Cave) ITFHE
AIRECTHY, ZIUTIERTA N /O, NART A2 /XK i)’?iﬁk@zﬁ—/w\/}\#aiﬂ‘(b\%’) A
RIECave = C/EE2D,

ZNND, (EYNTF YT DREXCavy) Th—Z NV DF 7 - Y RFHHETED,

B: 2000: A=8; N—TEwF D "F = (180 nm)’=.032 um?; /LYY C=Af’=0.26 um?; 1Gb &
AL ULDRAMIZ DWW TRABR N N—H L F o7 - 2U¥ D 74% (E=74% ). Cavg =C/E=0.35 pm?*;
#- T, 1GbF v 7~ HETY =2 E' v }* 0.35¢-6 mm*/E > k=376 mm’

DRAM &L -=)¥.-7727% (DRAM Cell Area Facto) : ¥l (A) . ZnE N N—TEvF () D F\Z
BNTHZET DRAM BV () (C) 2R T, — KA, BT 772D HEDLN—TEyF
BN OFE - BEHEALER O HNFE THRIIND, (2x4=8, 2x3=6, 2x2=4, 72¥)

FLASH &/ -x)¥-7727% (Flash Cell Area Factor): DRAM &[FIU single-level cell(SLC)D =V
Y7708, UL, Flash #HFIZFRIC B AMEEIC 2 By b 4 By B2 BRMICH AT R
&, multi-level-cell (MLC) [MEAH &> hFE, Ziuid SLC 0GB/ SHED 5305 4 430 1 T SLC
Flash B DO¥-500 455D 1| OB Y Y777 2bFFDZ 810705,

SRAM k&L -2Y¥-772% (SRAM Cell Area Factor) : DRAM k/L-xU¥ -7 77 ZLFRCIEAN, 6 k
TUVRE (6t) a7 il Ty FRIAEY 2T A 95, BAEIE, e =R eN—TE YT (f)

ZRICHTADTIET SRAM 6 MV URZ V- 2V (R %, —KIIC. SRAM 6t L
DN T777%F DRAM AEY /LY - 777210 10~15 fFREV,

ayyZ—hreN-U¥-T777% (Logic Gate Cell Area Factor): DRAM 3L SRAM /L=
VX777 RERUENR, — 72 4 NP RZ (4) aPly 7 —R2 Il 5, i, Hitre 7 —
Rem—TwF (f) O “FIZHTEDTETRY Y 4t F—h- U () £ T, —KBIZ, vevys
4t 7 —rDOEN T 77 2E SRAM 6t BT YT 77210 2~3 {5 K&, DRAM A€V &L F-
Tr I HED 30~40 FRE,

HERAARER N PR Eem® (FiERASIC, B8V 47 vk) (Usable Transistors/cm2 (High-
performance ASIC, Auto Layout)) : &%E%éﬂé%%ﬁ%”fh?fU/f“—*‘/a‘/rﬂ07‘0)\ HEIL ATk
TRELI NI Y VRS M em DR, FEHERE, U —F 427 TP | T LA PR (2 ) ASICH A T
Tl BTy s A Rb NI R *A% BV (MPU, /0, SRAMZE) & &is, HERHGIIE,
BEREE N DO RRNTUVAZIZIMA T, Tl A 0Py /U BIT D8 Lz (AT RE/R) ho v P A4 L E
To, I R PEREASICORREHIRI M A Re72 £ PEV Y 7T 7 1 L HEIE T 5,
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FoFBLIONRyr—Y — B EMHEEREEM (CHIP AND PACKAGE—PHYSICAL AND

ELECTRICAL ATTRIBUTES)

Fo7 110 DF—r—FA (T A)3yF (Number of Chip 1/0Os-Total (Array) Pads): [Fv7 (5%
/0 /RwR) + THEEE/ T T ANHEL TR — U L — TR R LT, X (B &b etk
2bD&E ) I/ = 2 7 bR T 5 IR Sy R XU Sy R | O K, Zhicid, £To
BT v T Iy F TR ENIR =N ~OEET » 7R ki 2 & L (R TORM TV —> U=k
=LA, 3N =V NOMOERR AN, IS, F o7 EEBR =R LICFELRNETORMREL
TR =V T = BEFRT D) AG 5 VO 7y R Sy RIE MPU 28—fiRAYIC 1:2 DHETH
D3, FPERE ASIC TIEX—AIIC 111 D THD,

Fo7 110 D —b—%/ (BiB)73vF  (Number of Chip 1/Os-Total (Peripheral) Pads): [Fv7
E5 VO NyR] + [Fy7 oy FVIETar 27 M8 T OER Sy B LU YR |0
R

ANyRvyF (Pad Pitch) : A=y EZF T 2MUI 5/ - TLAIZT, 7Sy RO H LG
‘L‘i?o)ﬁﬁ%‘ﬁo

Rolr—YOE/IR— DO (Number of Package Pins/Balls): ~yrr—I12dHd, A—FEfk O
BV FRE AR A0 (COHIL, Ny — Y L= EONEERAE T L — Sy
T=UHIVDERT v TIEN FoT YT =D Ny ROBKIVE DN ERDD)
Nylr—yeaxh(axbEM) (Package Cost (Cost-performance)) : U MELTHRLZ, Sulr—Y
W LU 1/0 Hfgt (B2« R — /L) Db

F o7 [ (MHZ)
FrFvr . ua—n-rayr EiERE (On-Chip, Local Clock, High-performance) : v 7 ®Ou—
TINALLTZE 328005, mtkae b |AEEA ~ AT oy 04 F v 7 8K,

Fo VYR =R (A7 F 7)) HE (FHERE, JHZ/SR)  (Chip-To-Board (Off-chip) Speed (High-
performance, Peripheral Buses)): RKE&BLIODEAEEM O Y7 T SAADR—RJEL/NRA~D
m1E S VO B,

D@ (OTHER ATTRIBUTES)

UV T57 47 4—/VF~FE(mm?)  (Lithographic Field Size) : &5t/ —FTHOIY I 13 ED
VT NVAT T BRI EIII AT v TR BT, RIT. LB —NIZ oW TRER A=
WIRE T DA REMED B D IR A R T, S K7 4 — /LR TIEIZORTC HAEE LD S KERETHES
NAHZERHY | B LHEIBIIE IR EE RO 4 oA TERTED,

AR BB DR A (Maximum Number of Wiring Levels) : o—Z /LB, o—h L BL O m—
NN —F 7 BIRB L OB, 7ay s il a2 E e, o7 EORMIEE,

#EDRBML . (FABRICATION ATTRIBUTES AND METHODS)

BRARD R EE (dm™2)  (Electrical Do Defect Density) : 5z b -#ffi /—F, ®5F 4794
VA BHE T a—T BRI BITS, A=V HTZDDOERHINCEWDH 5 R M D%,
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B/h<A7% (Minimum Mask Count) : i KECHRJEEIZ TRREVEEL TWA 7 kR 7o —|Z81)
D, RATEOE (avv ),

FHRERELE (MM) (MAXIMUM SUBSTRATE DIAMETER)

NNVTEEFZEEZXF YV ERIXSOIY =— N (Bulk or Epitaxial or Silicon-on-Insulator
Wafer) : Fji IC V7 IA VDR REIMEHNTLHIVa - T=—OERE, 777N AT 7L —ay
ITWG #2fkD ITRS #4327 BEEIL, AN EEH & U CRRE S B3 RS R (I RSV Tng,
51T 2009 42 IRC IZL- T, 450mm V= — DOMLE N — 2 TIZELD P O Ay b T A 3%
DYEf AT REIC R DR &, PRSI A AEFEME T T EAEEND BT R O X B fE{bE 41, ITRS (2
BinEnz,

ESHRRE LT ANOEME (ELECTRICAL DESIGN AND TEST METRICS)

BIRELE (V) (Power Supply Voltage)

RIEEY Y 7Vae (Minimum Logic Vag) © iR FHER M TOBEIZET 5, BRSO T~ 7 AFRME
MEE,

b—h 7 B2 B R DR KESI(W)  (Maximum Power High-performance with Heat
Sink) : /e —hr VR 2o mMERRT v 7 THRBENA R KN—2 L E ],
BMENERFOIHEESI(W) (Battery) : &EMFENVTF 7 THREBESh DR K—2/VEIF 7,

e B LT AN (DESIGN AND TEST)

BEEHTAZOaANE Y ($KIE.) (Volume Tester Cost/Pin) : EFEmEAICBWT, e (Fv 7
SHATR ) T AR a AN N — U B TTE| S Tl
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Executive Summary 

The ITRS is devised and intended for technology assessment only and is without regard to any commercial considerations pertaining to individual products or equipment.


訳者まえがき

この文書はInternational　Technology Roadmap for Semiconductors 2011 Edition(国際半導体技術ロードマップ2011年版)本文の日本語訳である。

国際半導体技術ロードマップ（以下ITRSと表記）は、米国、日本、欧州、韓国、台湾の世界５極の専門家によって編集・作成されている。日本では、半導体技術ロードマップ専門委員会（STRJ）が電子情報技術産業協会（JEITA）内に組織され、日本国内で半導体技術ロードマップについての調査活動を行うとともに、ITRSの編集・作成に貢献している。STRJ内には15のワーキンググループ（WG: Working Group）が組織され、半導体集積回路メーカ、半導体製造装置メーカ、材料メーカ、大学、独立行政法人、コンソーシアムなどから専門家が集まり、それぞれの専門分野の調査活動を行っている。

ITRSは改版を重ねるごとにページ数が増え、20１１年版は英文で1000ページを越えるの文書となった。このような大部の文書を原文で読み通すことは専門家でも多大な労力を要するし、専門家であっても技術分野が少し異なるとITRSを理解することは必ずしも容易でない。STRJの専門委員がその専門分野に応じてITRSを訳出することで、ITRSをより親しみやすいものにすることができるのではないかと考えている。

なお、ITRS　2005年版（英語の原書）までは、ウェブ公開とともに、印刷された本としても出版していたが、ITRS 2007年版以降、は印刷コストが大きくなってきたこと、ウェブ上で無料公開されている文書の出版版を本の形で有償頒布しても需要が限られることなどのため、印刷物の形での出版を断念し、ウェブ公開のみとなった。ITRSの読者の皆様にはご不便をおかけするが、ご理解願いたい。ITRS 2009年版以降、電子媒体でITRSを公開することを前提に編集を進め、ITRS の表は原則として、Microsoft Excelのファイルとして作成し、そのまま公開することにした。

ITRSは英語で書かれている。日本語訳の作成は、STRJ委員が分担してこれにあたり、JEITAのSTRJ担当事務局が全体の取りまとめを行った。訳語については、できる限り統一するように努めたが、なお、統一が取れていないところもある。また、訳者によって、文体が異なるところもある。ITRSの原文自体も多くの専門家による分担執筆であり、そもそも原文の文体も一定していないことも、ご理解いただきたい。誤訳、誤字、脱字などが無いよう、細心の注意をしているが、短期間のうちに訳文を作成しているため、なお間違いが含まれていると思う。また、翻訳の過程で原文のニュアンスが変化してしまうこともある。訳文についてお気づきの点や、ITRSについてのご批判、ご意見などを事務局まで連絡いただけますよう、お願い申し上げます。

今回の訳出にあたっては、ITRSの本文の部分のみとし、ITRS内の図や表の内部の英文は訳さないでそのまま掲載することとした。Executive Summaryの冒頭の謝辞（Acknowledgments）に、ITRSの編集にかかわった方々の氏名が書かれているが、ここも訳出していない。

原文中の略語については、できるかぎり、初出の際に、「ITRS(International Technology Roadmap for Semiconductors)」のように（）内に原義を示すようにした。英文の略号をそのまま使わないで技術用語を訳出する際、原語を引用したほうが適切と考えられる場合には、「国際半導体技術ロードマップ（ITRS: International Technology Roadmap for Semiconductors、以下ITRSと表記）」「国際半導体技術ロードマップ（International Technology Roadmap for Semiconductors）」のように和訳の後に（）内に原語やそれに対応する略語を表示した。Executive Summaryの用語集（Glossary）も参照されたい。原文の括弧（）があってそれを訳するために括弧を使った場合もあるが、前後の文脈の関係で判別できると思う。また訳注は「【訳者注：この部分は訳者の注釈であることを示す】」のように【】内に表記した。また［］内の部分は、訳者が原文にない言葉をおぎなった部分であることを示している。訳文は厳密な逐語訳ではなく、日本語として読んで意味が通りやすいように意訳している。ITRSのウェブ版ではハイパーリンクが埋め込まれているが、今回の日本語版ではハイパーリンクは原則として削除した。読者の皆様には不便をおかけするが、ご理解いただけば幸いである。

今回の日本語訳全体の編集は全体のページ数が膨大であるため、大変な作業となってしまいました。編集作業を担当いただいた、JEITA内SRTJ事務局の進藤淳二さん、関口美奈さんに大変お世話になりました。厚くお礼申し上げます。

より多くの方にITRSをご活用いただきたいとの思いから、今回の翻訳作業を進めました。今後ともITRSとSTRJへのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。
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序論（Introduction ）

概要　（Overview）

過去40年以上にわたり、半導体産業は半導体製品の急速な進歩を達成してきた。　その間に進歩した主な項目とその内容例をTable Aに示す。　こうした進歩は、集積回路を製造するときに使用される最小寸法(feature ｓｉｚｅ)を年々指数関数的に縮小する産業全般の技術力により実現されてきた。　最もよく使用される集積化の進展を示すトレンドは、ムーアの法則（約24カ月でチップあたりのコンポーネント数が2倍となる）である。　社会にとって重要なトレンドは、集積回路の機能あたりコストの低減で、これにより集積回路がコンピュータ、電気通信、家電製品の普及に貢献し、経済における生産性と社会全体における生活の質の大きな改善をもたらした。

Table A

   Improvement Trends for ICs Enabled by Feature Scaling


		トレンドの項目(TREND)

		性能指標の例(EXAMPLE)



		集積レベル

(Integration Level)

		コンポーネント数/チップ、ムーアの法則

(Components/chip, Moore’s Law)



		コスト(Cos)t

		機能あたりコスト(Cost per function)



		速度(Speed)

		マイクロプロセッサの処理性能

(Microprocessor throughput)



		消費電力(Power)

		ラップトップパーソナルコンピュータあるいは携帯電話の電池寿命

(Laptop or cell phone battery life)



		コンパクト性(Compactness)

		小型軽量製品(Small and light-weight products)



		機能(Functionality)

		不揮発性メモリ, 撮像素子(Nonvolatile memory, imager)





「スケーリング則」とも呼ばれるこれらの進歩は、巨額の研究開発投資により可能となった。過去30年で必要投資額はますます増大したために、産業内での協力が進展し、多くの企業間研究開発協力、コンソーシアム、その他の協力ベンチャ企業が生み出されている。このような研究開発プログラムをガイドする一助として、米国の半導体産業協会（Semiconductor Industry Association，SIA）は米国半導体技術ロードマップ（National Technology Roadmap for Semiconductors, NTRS）の編纂を開始し、1992年、1994年、1997年版をまとめた。1998年には、ＳＩＡは欧州、日本、韓国、台湾の半導体工業会とともに、このロードマップの1998年改訂版を編纂するとともに、最初の国際半導体技術ロードマップ（International Technology Roadmap for Semiconductors,　ITRS）の編纂作業を開始し、翌年の1999年に出版された。それ以来、偶数年に部分改訂を、奇数年に全面改訂を行っている。ITRSの全般的な目的は、今後１５年間にわたる産業界の研究開発のニーズに関して、「現時点での最良の予測」についての産業界のコンセンサスを提示することである。ITRSは、それ自体として、企業、大学、行政機関をはじめとする研究機関や研究資金供給機関の業務にたいしてガイドラインを与えている。ITRSはすべての階層で研究開発投資判断の質を向上させ、研究のブレークスルーが最も必要とされる領域で研究開発活動を支援してきた。

ITRSは動的な活動プロセスを持っていて、それはITRSの文書からも明らかである。ITRSは半導体産業界が単純な幾何学的スケーリング（geometrical scaling）から等価的スケーリング（equivalent scaling）に移行していくことを反映している。ムーアの法則（Moore’s Law）に代表される幾何学的スケーリング（geometrical scaling）過去30年にわたりよい指導原理であり、目標であったし、半導体チップメーカにとっても、多くの面で、今後とも目標である続ける。等価的スケーリング（equivalent scaling）の目標は、設計のイノベーション、ソフトウェア的な解決法、製造プロセスのイノベーションを通しての性能改善に代表されるが、今後10年間で半導体産業にとって、ますます重要な指導原理となる。2001年以来、ITRSは新しい章を追加してきた。2001年にシステムドライバの章を、2005年には新探究デバイス（Emerging Research Devices）の章とRFアナログ（Radio Frequency and Analog/Mixed-signal Technologies for Wireless Communications）の章を書き下ろした（その後、高周波以外のアナログ技術の記述を充実させ、現在にいたっている）。2007年版で、新探究材料（Emerging Research Materials）の章を書き下ろし、半導体産業の発展をよりよく反映させたものなった。2011年版では、新たに、MEMS（Microelectromechanical Systems）の章を ｉNEMI （international Electronics Manufacturing Initiative）と整合をとって書き下ろした。　ITRS 2010年改訂版でも、エネルギーについての言及をはじめており、2011年版のファクトリーインテグレーション（Factory Integration）の章では、エネルギーについて、さらに強調している。

1992年のNTRS以来、NTRSとITRSのロードマップの基本的前提は、エレクトロニクスの継続的な微細化（scaling）は単位機能あたりのコストを削減（歴史的には年率約25-29％）し、市場を拡大（歴史的には、年率約17％であるが近年伸びが鈍化している）するということであった。したがって、ロードマップは、本質的には、「産業界がムーアの法則やその他のトレンドを維持するためには、どのような技術的な力を開発しなければならないか？」というチャレンジ精神に基づいてまとめられたものである。

半導体産業は新しい顧客のより広範囲にわたく要求にこたえるため、新規で、より機能性の高い素子を使うようになってきた。このような産業界の絶えず進化し続ける側面を正しく反映するため、ITRS　2007年版では、機能的多様化(“More than Moore”、以後MtMと略期)という概念に言及した。この新しい定義では、「ムーアの法則（”Moore’s  law”）」に基づく微細化にかならずしも従うことなく、顧客に対し、異なった方法で、付加価値を提供するという新たな機能性をもつ半導体デバイスの一類型が出現したことをに指し示している。この機能的多様化のアプローチによると、典型的には、デジタルでない機能（高周波通信、パワー制御、受動素子、センサ、アクチュエータなど）を従来のシステム基板レベルの集積化からパッケージレベル（SiP）、チップレベル、（SoC）、積層チップ（SCS: Stacked SoC）への集積化に移行させることを可能にする。ITRSでの新しいMEMS　(Microelectromechanical Systems)　の章でもMtMの分析をセンサー技術とアクチュエータ技術のガイドランの観点から支持したものとなっている。

2010年代の終わり（すなわち2019年）までの間に、複数の新規の素子を導入することで、CMOSプロセスの能力を補強する必要があると予測されている。新規素子は、できることなら、CMOS素子よりも良い特性をものであることが期待される。しかしながら、新規素子はCMOSをすべての特性で凌駕する可能性は低く、したがって、CMOSのコアの周りにこれらの新しい機能を、チップレベルかパッケージレベルで、集積化することが期待されている。

ヨーロッパ･日本･韓国･台湾･米国の5地域の専門家(エキスパート)の参加と継続的なコンセンサス形成により、ITRS 2011年版は、半導体技術と半導体集積回路市場の歴史的発展を将来にわたり拡大させようとする際に、最も信頼のおける半導体研究のガイドラインとなっている。最新版であるITRS 20１１年版全文やITRSの過去の版の全文は、電子ドキュメントとしてインタネットウェブサイト http://ｗｗｗ.itrs.net から　閲覧・印刷できるようになっている。【訳者注：JEITAの半導体技術ロードマップ専門委員会（STRJ）のウェブサイト　http://strj-jeita.elisasp.net/strj/　にはITRSへのリンクがあり、さらにITRSの和訳にもアクセスできる。】

ロードマップの作成過程と構成　(Overall Roadmap Process and Structure )

ロードマップ作成過程(Roadmapping Process)

ITRSの作成過程における全体調整は、国際ロードマップ委員会（International Roadmap Committee, 以後IRCと略記）の責任で行っている。IRCは欧州、日本、韓国、台湾、米国の各地域からの2～4名のメンバで構成されている。IRCの主要機能は以下である。

· 国際技術ワーキンググループ(International Technology Working Group, ITWG)の指導と調整を行うこと

· ITRSワークショップを主催すること


· ITRSの編集を行うこと

それぞれの技術の章は、対応する国際技術ワーキンググループ（International Technology WorkingGroup以後ITWGと略記）が執筆する。 ITWGには2つのタイプ、すなわちフォーカスITWGおよびクロスカットITWGがある。　フォーカスITWGは、設計／プロセス／テスト／パッケージという集積回路の一連の工程フローを構成する個々のステップに対応している。　クロスカットITWGは、いくつかのクリティカルなステップでオーバーラップする個別のITWG活動をサポートする活動である。


2011年版 ITRSでは、フォーカスITWGは以下の通りである。


· システムドライバ


· 設計


· テストとテスティング装置


· プロセス･インテグレーション、デバイス、構造 (PIDS)


· 無線通信用高周波、アナログ混載技術


· 新探究デバイス 


· フロントエンドプロセス


· リソグラフィ


· 配線


· ファクトリインテグレーション


· アセンブリと実装

· MEMS　（Microelectromechanical Systems）　－　2011年版で新たに書き下ろし

クロスカットITWGは以下の通りである。


· 新探究材料


· 環境、安全、健康


· 歩留向上


· メトロロジ（計測）


· モデリングとシミュレーション

· 各ITWGは、産業界（半導体デバイスメーカ、装置や材料のサプライヤ企業）、政府系研究機関、大学の専門家で構成されている。


各ITWGの構成には、その技術分野の所属機関別専門化数が反映されている。たとえば、新探究デバイス（Emerging Research Devices）のように長期的な研究が必要な技術分野では、研究機関からの参加者数がサプライヤ企業からの参加者数より多い。プロセス技術（フロントエンドプロセス、リソグラフィ、配線）においては、装置・材料サプライヤからの参加者数を反映して、サプライヤからの参加比率より大きいが、これは、近未来の技術的要求について述べる必要があるからである。


ITRS 2011年版作成にあたって、世界レベルのITRS会議を3回開催した。ドイツのポツダム(ESIA主催、Infineonがホスト)、米国のサンフランシスコ(SIA主催、SEMATECHが組織、SEMI/North Americaが共催)、韓国の仁川 (KSIAとSamsungが共同で主催・ホスト)で行われた会議である。これらの会議は各ITWGメンバ間の討議や、異なるITWG間調整などのフォーラムの場となった。　加えて、ITRSでは年2回、公開の「ITRSコンファレンス」を開催し、最新のロードマップの内容を開示するとともに、広い範囲の半導体業界から意見や情報を収集し、フィードバックするようにしている。


ITRSは毎年改訂されている。偶数年には表等の改訂や修正を行った部分改訂版（Update）を発行しており（2000年、2002年、2004年、2006年、2008年、2010年）、奇数年には全面改訂版（Revision） を発行している(2001年、2003年、2005年、2007年、2009年、2011年)。このITRSのプロセスにより、絶えず半導体産業の短期的、長期的な技術要求に対しアセスメントを行っている。また、ITRS作成の過程ではタイムリーにITRSの予測と技術解の候補となる最新の研究開発ブレークスルーとの比較も行っている。

ロードマップの内容（Roadmap Content）

ITRSは、[異なる研究主体間でも]研究活動が共有されうるようにするため、技術的要求を明らかにし、達成されるべき目標のアセスメントを行っている。目標はできる限り定量的なものとし、表の形で表現し、重要なパラメータの時間的進化がわかるようにした。必要に応じ、説明文を付加し、表中の数字の意味を説明し、明確化するようにした。

さらに、ITRSでは、個々の目標値に対して、その成熟度や確度を表中の色で表示している。[image: image13.emf]Production Ramp-up Model and Technology/Cycle Timing


Months


0


-24


Alpha


Tool


12 24


-12


Development Production


Beta


Tool


Production


Tool


First 


Conf.


Papers


First Two 


Companies


Reaching 


Production


2


20


200


2K


20K


200K


Additional


Lead-time:


ERD/ERM


Research and


PIDS Transfer


Volume (Wafers/Month)


Production Ramp-up Model and Technology/Cycle Timing


Months


0


-24


Alpha


Tool


12 24


-12


Development Production


Beta


Tool


Production


Tool


First 


Conf.


Papers


First Two 


Companies


Reaching 


Production


2


20


200


2K


20K


200K


Additional


Lead-time:


ERD/ERM


Research and


PIDS Transfer


Additional


Lead-time:


ERD/ERM


Research and


PIDS Transfer


Volume (Wafers/Month)




		生産可能な解決策があり、最適化が進行中

(Manufacturable solutions exist, and are being optimized)

		 



		生産可能な解決策が知られている

(Manufacturable solutions are known)

		 



		暫定的な解決策が知られている

(Interim solutions are known)

		



		生産可能な解決策が知られていない

(Manufacturable solutions are NOT known)

		 





最初の「生産可能な解があり、最適化が進行中」という状況は「白」で示されていて、「目標は現在利用できる技術や装置によって達成可能で、コスト的にも性能的にも生産可能な水準にある」ことを示している。2番目の「黄」で示された状況は「目標達成のためには更なる開発が必要であるが、その解決策はすでに明らかになっていて、専門家は生産開始に間に合うように必要な能力を実演できると確信している」ことを示している。3番目の「暫定的な解決策が知られている」という状況は、「現在の解決策には諸制約があっても生産開始が遅れることはないが、初期においてはなんらかの回避策が適用され、プロセス制御、歩留まり向上、生産性向上などの分野で生産性目標との乖離を埋めるためにその後の改善が期待される」ことを示している。4番目の状況はロードマップの技術要求の表では「赤」で強調されていて、ITRS編集が始まったころから、「赤い煉瓦の壁（Red Brick Wall）」（以後、意訳するときは「技術の壁」と訳出する）と呼ばれてきたものである。この「赤」はロードマップの上で公式に、「将来何らかの真のブレークスルーを達成しない場合にはこれまでの進歩が停止してしまう」難度の高い課題があることを明示し警告している。　一部のロードマップの読者にとって「赤」が、「重要でエキサイティングなチャレンジを強調する」目的を適切に果たしていない場合があったし、また、ロードマップにおける数値を色には関係なく「確かな実現に至る道の途上にある」と見なす読者もある。しかし、これらは誤りである。

「赤」はITRSの表中で、半導体技術のとある観点から見て、微細化を続ける上で、「生産可能（と確信できるような）な解が知られていない」ところを示すために使われる。「赤」で示された数値は次の2つのカテゴリに分類できる。

1. 遅れる可能性があるが、最終的にはその値は達成される。　しかし半導体産業は現在提案されている解決策に対して自信が持てないでいる。

2. その値は達成されない。（たとえば、何らかの「回避策」が生まれてその数値が無用になるか、または、進歩が停止してしまう。）

第一のカテゴリの赤で表示された数値を達成するには、研究におけるブレークスルーが必要である。　このブレークスルーが「赤」を「黄」（定義は「製造可能な解決策が知られている」）に変え、ITRSの将来版では最終的に「白」（定義は「生産可能な解があり、最適化が進行中」）に変えることになるだろう。　

「概要(Overview)」の節で指摘したように、ITRSロードマップは「ムーアの法則としにほかのトレンドを維持するために産業界はどのような技術的能力を必要としているか」という精神にそってまとめられたものである。そういうわけで、「ムーアの法則を継続するためには、どの研究分野に焦点をさだめるべきか」について重点を置いていて、「技術予測」を主眼しているわけではない。挑戦すべき技術課題を抽出するという精神に沿って、OTRC（総括ロードマップ技術指標, Overall Roadmap Technology Characteristics）チームは高レベルの技術的ニーズを改訂し、これが、各章の統一を図るための共通的な基準点を定めている。高レベルの目標はOTRCの各表にまとめられている。これは少なくとも部分的には、従来どおり集積回路技術の急速な発展トレンドを維持しなければならないとの経済的戦略に基づくものである。

　しかしながら、過去数年にわたり、ITRSロードマップはしばしば自己達成的な予言とみなされてきた。これは程度まで、正しい見解でもある。各企業はロードマップをもとに、互いにベンチマーク（比較検討）を行うので、ロードマップは研究開発の加速のためには有効であると自ら実証することになった。この意味で、生産可能な解（Manufacturing solutions）や採用可能な暫定解が知られている場合には、ITRSロードマップの目標を予測として使うことが不適当というわけでもない。

とはいえ、ITRSロードマップの目標は民事争議やその他の場で法的主張の根拠として使うべきではない。特に、ITRSロードマップ活動への参加企業は、ロードマップ目標達成を確約しているわけではない。ITRSは技術評価だけを意図して編纂されたもので、個々の製品や設備に関する商業的対価には考慮していないことに留意されたい。 

技術指標　(Technology Characteristics) 


すでに述べたように、国際ロードマップ委員会（International Roadmap Committee, 以後IRCと略記）の指導と調整の中心的部分はORTC（Overall Roadmap Technology Characteristics、総括ロードマップ技術指標）の表を最初に作成し、以後継続的に改訂していくところにある。国際技術ワーキンググループ（International Technology Working Group, 以後ITWGと略記）が編集した章には、いくつかの主要な表が含まれている。これらは、OTRCの表の作成後に、個々ITWGの技術要求の表として作成したものである。ITRS 2007年版では、OTRCの表も、個別の技術要求の表も、短期（2011年、2012年…2018年）、長期（2019年、2020年…2026年）に分けて、各年に対応する値が記載されている。表の様式をTable Bに示す。この表には、リソグラフィに関係したTable  OTRC１からいくつかの行を引用しており、フラッシュ製品（Flash Products, 一括消去可能な不揮発性メモリ）のコンタクトを含まないポリシリコンのハーフピッチの技術トレンドは最先端の技術目標として、表中に含まれている。ITRS2005年版ではDRAMの互い違いのコンタクトを含むM1（最下層金属配線）のハーフピッチだけは、ITWGのそれぞれの表の最初の行に標準的なヘッダとして、必ず引用することにしていた。ITRS2007年版以降、各表の最初の行は「生産開始年（Year of  Production）」を標準的なヘッダとして使うことにするが、そのほか技術トレンドの指標については、各ITWGの判断に従って、Table OTRC１から適宜選択されたものを、それぞれのITWGの表の主要な技術ドライバを表すヘッダとして使ってよいことにした。

Table B

   ITRS Table Structure—Key Lithography-related Characteristics by Product 


Near-term Years[image: image1.emf]Year of Production 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Flash ½ Pitch (nm) (un-contacted Poly)(f)[2] 22 20 18 17 15 14.2 13.0 11.9


DRAM ½ Pitch (nm) (contacted)[1,2] 36 32 28 25 23 20.0 17.9 15.9


MPU/ASIC Metal 1 (M1) ½ Pitch (nm)[1,2] 38 32 27 24 21 18.9 16.9 15.0


MPU High-Performance Printed Gate Length  (GLpr) (nm) 


††[1] 35 31 28 25 22 19.8 17.7 15.7


MPU High-Performance Physical Gate Length (GLph) 


(nm)[1] 24 22 20 18 17 15.3 14.0 12.8


ASIC/Low Operating Power Printed Gate Length (nm) ††[1] 41 35 31 25 22 19.8 17.7 15.7


ASIC/Low Operating Power Physical Gate Length (nm)[1] 26 24 21 19.4 17.6 16.0 14.5 13.1


ASIC/Low Standby Power Physical Gate Length (nm)[1] 30 27 24 22 20 17.5 15.7 14.1


MPU High-Performance Etch Ratio GLpr/GLph [1] 1.4589 1.4239 1.3898 1.3564 1.3239 1.2921 1.2611 1.2309


MPU Low Operating Power Etch Ratio GLpr/GLph [1] 1.5599 1.4972 1.4706 1.2869 1.2640 1.2416 1.2196 1.1979




Long-term Years[image: image2.emf]Year of Production 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026


Flash ½ Pitch (nm) (un-contacted Poly)(f)[2] 10.9 10.0 8.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0


DRAM ½ Pitch (nm) (contacted)[1,2] 14.2 12.6 11.3 10.0 8.9 8.0 7.1 6.3


MPU/ASIC Metal 1 (M1) ½ Pitch (nm)[1,2] 13.4 11.9 10.6 9.5 8.4 7.5 6.7 6.0


MPU High-Performance Printed Gate Length  (GLpr) (nm) 


††[1] 14.0 12.5 11.1 9.9 8.8 7.9 6.79 5.87


MPU High-Performance Physical Gate Length (GLph) 


(nm)[1] 11.7 10.6 9.7 8.9 8.1 7.4 6.6 5.9


ASIC/Low Operating Power Printed Gate Length (nm) ††[1] 14.0 12.5 11.1 9.9 8.8 7.9 6.8 5.8


ASIC/Low Operating Power Physical Gate Length (nm)[1] 11.9 10.8 9.8 8.9 8.1 7.3 6.5 5.8


ASIC/Low Standby Power Physical Gate Length (nm)[1] 12.7 11.4 10.2 9.2 8.2 7.4 6.6 5.9


MPU High-Performance Etch Ratio GLpr/GLph [1] 1.2013 1.1725 1.1444 1.1169 1.0901 1.0640 1.0315 1.0000


MPU Low Operating Power Etch Ratio GLpr/GLph [1] 1.1766 1.1558 1.1352 1.1151 1.0953 1.0759 1.0372 1.0000




OTRCと技術要求の表は、個々の技術要求の導入時期についての、現時点での最良の予想を示すことを意図したものである。技術導入年（Year of Introduction）　と　生産開始年（Year of Production）　についての詳細な定義については、用語集（HUGlossaryUH）も参照のこと。

技術発展のペース　(Technology Pacing) 


以前のITRSの版では、集積回路（IC）の寸法微細化における産業界の全般的進歩をあらわす単一の単純な指標として、「技術ノード（Technology Node、hpXXノードとも表記）」を使ってきた。これは、全製品の中からコンタクトホールを含む金属配線パターンの最小のものを選んで、そのピッチの半分として定義されていた。歴史的には、DRAM(Dynamic Random Access Memory、ダイナミックメモリ)がその製品であって、特定の時点では、DRAMがコンタクトホールを含む配線パターンとしては最も微細なパターンを使い、したがって、DRAMはITRSの技術ノードのペースメーカーとなっていた。しかしながら、現在は複数の重要なテクノロジードライバが微細化を牽引する時代となった。このため、DRAMに代表される単一のテクノロジードライバを強調し続けるのは誤解を与えてしまうと考えた。 


たとえば、ハーフピッチの微細化の進展に加えて、フラッシュメモリのセル設計においてセル面積比（セル面積／ハーフピッチの自乗）の縮小が急速に進み、これが更なる高集積化をもらたらした。フラッシュメモリではひとつのセルに電気的に複数ビットを書き分ける技術が進展し、リソグラフィ上のハーフピッチの微細化とは別の手段で、ビット集積度を向上させることができた。二番目の例はMPU/ASIC製品群である。動作速度を向上させることが技術を牽引していて、[MOSトランジスタの]孤立したゲート電極パターンの寸法微細化が進展している。このためには、最先端のリソグラフィ技術をエッチング技術がゲート電極の最終的物理微細寸法を実現するために使われている。

　従来のITRSの技術ノードの定義についてはかなりの混乱があり、この問題は今でも続いている。多くのプレスリリースやそのほかの文書が「ノードの加速」に言及する際に、ITRSとは異なった、または、しばしば未定義の基準に拠ってきた。もちろん、異なるICパラメータは異なる比率で微細化が進むと期待されるし、その多くのパラメータは製品ごとにその意味付けが異なるというのも確かにもっともなことである。このようなことを考慮して、ITRS 2011年版では「技術ノード（Technology Node）」という用語を使わないことにし、今後もそれを継続する。上述のように、IRCは、各表の最初の行は「生産開始年」とするが、その次の行以降でDRAMのM1(最下層の金属配線)のハーフピッチ示す場合もあるが、これは、集積回路（IC）の微細化の複数の歴史的指標のうちのひとつにすぎない。今回の版でITRSの表のフォーマットを変更したが、ITRSが「技術ノード（Technology Node）」という概念に関する産業界の混乱の原因でなくなることを期待している。もちろん、「ノード」という用語はITRS以外の場では使われ続けるであろう。その際には、特定の製品において技術がどのように応用されているかを踏まえ、「ノード」の使い方が定義されることを期待している。

ITRS 2011年版における、全製品に対するM1（最下層の金属配線）ハーフピッチの一般的定義とフラッシュメモリのポリシリコン（多結晶シリコン）層のハーフピッチの定義については、Fig.１を参照されたい。
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Figure 1

   2011 Definition of Pitches


ITRSにおける技術導入時期の意味　(Meaning of ITRS Time of Introduction)

ORTC（Overall Roadmap Technology Characteristics、総括ロードマップ技術指標）と技術要求の表は、技術の導入時期に対して現時点での最良の推定を示している。理想的には、それぞれの分野での要求に応じて、研究-開発-プロトタイピング-生産という一連の複数のタイミングが示されるべきである。しかし、ITRSにおいてはひとつのタイミングに簡単化し、「技術導入時期（Time of Introduction）」は「生産が開始された時点（Year of  Production）」と定義しており、これがFig. 2に示されている。


Fig.2はITRS 2009年版で改訂され、月産生産個数の軸を含んでいない。これは、それぞれの製品ごとに。初期の量産目標が異なるためである。したがって、2011年版のロードマップの縦軸では、典型的な大量生産品の立ち上げ数量を残している。


新探究デバイス（ERD:Emerging Research Devices）と新探究材料（ERM: Emerging Research Materials）の両ワーキンググループの要請に従い、図中に注釈を入れた。ITRSの各ワーキンググループの主要技術課題への解決策の研究のためには、長期的研究が必要であることを思いおこさせるためである。最初のアルファ機またはアルファ材料の開発についても、ITRSが従来カバーしてこなかった今後15年より先の技術の開発についても、「技術の地平線（horizon）」についてコミュニケーションをすることがますます重要になってくる。

「地平線」にかんする技術は、最初は学会(conference)の論文発表により提案され、その後に開発段階になると、ERD/ERMからPIDS/FEPのワーキンググループへの移管の時期を迎える。初期の研究の「地平線」は、読者とITRS参加者に、NTRS (National Technology Roadmap for Semiconductor, 1991年-1998年)とITRS　（International Technology Roadmap for Semiconductors）, 1998年から現在まで）からの影響を思いいこさせるであろう。そこでは、ロードマップの作成作業は、生産技術が実際の生産に使われるずっと前に、その技術の必要性と産業界の研究開発の進路を見定め、影響を与えてきた。大学や企業での数多くの研究は、ＩＴＲＳによってもたらされた前競争領域（pre-competitive）における協力がユニークで影響力をもったものであることを検証し、指摘してきた。

　より具体的にERD/ERMの長期にわたるS字カーブを明確化するため、は、Fig.3に、2019年の量産を目標としている新規のゲート電極構造を例として図示した。この例では、最初の研究論文が2007年に現れ、ITRS2011年版のロードマップ編集作業の担当ワーキンググループをPIDSに移管する予定であり、さらに詳細な技術課題は、PIDSの技術ワーキンググルーぷによって、その2011年版の章に定義された。
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Figure 2

   A Typical Technology Production “Ramp” Curve (within an established wafer generation)*


ERD/ERMの研究とそのPIDSへの技術移転については、Fig.3も参照のこと。また、(450mm直径の)シリコンウェハを使ったパイロットラインと量産ラインの典型的は立ち上がりカーブについては、Fig.6を参照のこと。

ITRS における“生産” タイミングとは、まず、第一の先行企業がある技術による生産を開始し、第二の企業が典型的なケースではそれ以後短期間のうちに、理想的には、3ケ月以内に生産を行ったタイミングである。しかしながら、第二の企業が生産を開始するまでに、より長い期間を要する場合もある。特に、等価的微細化（equivalent scaling）による代替技術の可能性が検討されているときには、このような場合に相当する　（等価的微細化（equivalent scaling）の箇所を参照のこと）。より複雑なケースでは、急速な加速がなされときに起こる。先行企業が、ITRSのロードマップの目標時期に先立って生産を開始することケースがこれにあたる。実際に、マルチゲートトランジスタ（MugFET）の発表は2011年になされ（ITRSでは2015年）、また、Ⅲ/Ⅴ族やGeをトランジスタのチャネルに使う技術は、2015年（ITRSでは2019年）に前倒しとなる可能性がある。これについては、ITRS　2012年改訂版に反映されるべき事項である（同じく、等価的微細化（equivalent scaling）の箇所を参照のこと）。このような生産時期の加速に対し、それに追随する企業がどれほど早くアナウンスをするか、また、このような件をITRSの改訂にどう取り込むかについて国際ロードマップ委員会（IRC）で議論され、その結果が2012年改訂版に取り込まれる予定である。

さらに明確化すると、「生産（production）」とはプロセスおよび製品の認定が終了した時点である。製品の認定が終了するということは顧客が製品の納入を認めることを意味する。したがって、生産に先立ちプロセスの認定や製造装置の開発は終了していなければならない。生産用の製造装置は通常12から24ヶ月先行して開発されていなければならない。当然ながら、アルファ機およびそれに続くベータ機は生産用製造装置の前に開発されていなければならないことになる。

　Fig. 2　とFig.3　における「生産開始（ Time zero (0) ）」の時点はフル生産開始の立ち上がり時点である。例えば、2万 WSPM (wafer-start-per-month, 枚/月)の能力を持つよう設計された工場では、20 WSPMからフル能力まで生産を立ち上げるのに9から12ケ月かかる。この期間は、例えば、６千個/月から6百万個/月の生産を立ち上げる期間に対応する。上記の6百万個/月の生産は、例えば、300mmウェーハで140mm2のチップ（430チップ/ウェーハ）を2万ウェーハ/月生産し、歩留まりが70%であったときの生産量（430チップ/ウェーハ　×2万WSPM ×　70%）に対応する。 
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Figure 3

   A Typical Technology Production “Ramp” Curve for ERD/ERM Research and PIDS Transfer timing (including an example for III/V Hi-Mobility Channel Technology Timing Scenario – also see the Equivalent Scaling topic)

SICAS 2011の産業界の製造能力の改訂　(2011 SICAS Industry Manufacturing Technology Capacity Update)

ITRSは、文字通り、最先端半導体製造技術が最初に工場に導入される時期を予測することに注力している。ここでいう最先端半導体製造技術というは、DRAM、フラッシュメモリ、MPU、高性能ASICなどのように、特定の最先端半導体製品群の製造を支えるものである。一方、多くの企業においては、それぞれの理由により、最先端技術の適用時期を先行企業より遅らせることも多い。したがって、現実の製造の場においては、最先端技術から旧世代の技術にいたるさまざまな世代の技術が共存している。

さらに、いくつかの企業においては、最先端技術をその企業の製品ポートフォリオの一部として意図的に選択しするということもある。全製品に最先端技術を適用することは経済的に魅力的でないためである。また、個々の企業は、更なる微細化が意味を持たない場合には、特定の製品に対して、旧世代の技術をより長く使おうとしたり、使い続けることもある。このため、幅広い世代にまたがった技術が使われているし、今後ますますその傾向が顕著になってくる。

Fig.4は、SICASの2011年第１四半期のデータに基づき、棒グラフの形で、実際の世界の半導体製造能力を製品に使われる素子寸法ごとに示したものである。棒の横方向の長さは、MOS集積回路の生産能力に比例している。産業界全体の製造能力素子寸法ごとに分けて統計がとられているが、同じ年でみても新世代から旧世代まで多くの技術にまたがった広い分布している。









最先端の素子寸法をもつ製品群の量産開始から1年以内に、生産のシェアが上昇して20-30%に到達し、またシェアが20-30%に到達した点のサイクルと量産開始のサイクルは、歴史的に2年サイクルが成り立っているときは、等しかった。しかしながら、最近のSIA　WSTSの統計の0.06um未満の技術需要の統計(原注：　WSTS (Worldwide Semiconductor Trade Statistics)は2009年に0.06um未満の区分が追加された)は、最先端の生産能力については2年サイクルの需要のペースがつづいていること示している。

さらに、最先端技術の製造能力の比率は急上昇している。最先端技術世代とそのもうひとつ前の世代を合計すると、その製造能力も、典型的には、増加して、新技術導入から2ないし3年以内に全産業の生産能力の半分を占めるようになる。

Fig.４に示したSICASデータ上は、デザインルール0.06um未満の区分に最先端の32nm世代の製造能力が含まれていることに注意されたい。デザインルール0.04um未満の区分（製造能力が急増しているフラッシュメモリやMPU/ASICの32nm世代はここに含まれる）の新設とその調査データの公表は、SICAS調査官や参加者からは、20１１年末以前には期待できない。このため、最先端世代（全体のMOS製造能力の20-30%を占める）が1.5年サイクルか、3年サイクルかという実態の分析はITRS 2012年改訂版以降に持ち越しとしたい。. 



旧世代製品の生産能力はだんだん先端世代に移っていくという予想もあったが、現実にはその予測ほどには減少していないことにも注目された。SICASで0.06um未満の区分ができて、最先端世代へ技術が移行していっても、その時点での最先端世代のシェアは高くあり続ける。この現象は材料・装置のサプライヤの市場とビジネスモデルにとっては重大な意味を持ち続ける。最終的には、材料・装置のサプライヤが、ITRSの「主要な技術課題（Grand Challenges）」の解決策を開発して提供することになるからである。

サプライヤは長期間にわたって、旧世代技術の工場だけでなく、多様な製品と技術を扱う最先端の工場もサポートを提供しなければならない。これに加えて、サプライヤはアルファ機･材料、ベータ機･材料を生産開始時期の2～3年前に供給しなければならず、さらに、その後の複数世代にまたがる生産立ち上げに向けて必要な準備をしなければならない。このようなシナリオは、装置・材料のサプライヤとチップメーカの両者に市場機会をもたらすとともに、研究開発とサポートのリソースに対する課題をもたらしている。特に、来るべき直径450mmのシリコンウェーハ世代の投資への準備についても上記のことがあてはまる。

.


注: 半導体集積回路の製造の能力をSIA( Semiconductor Industry Association )のSICAS(Semiconductor Industry Capacity Supply statisticsStatistics)のデータに基づきプロットした。各年の第四四半期（４Q）のデータを使ったが、2011年については第1四半期（1Q）のデータを使った。棒の横方向の長さは、MOS集積回路の生産能力に比例している。縦方向は集積回路のデザインルール（典型的パターン寸法）を示している。生産能力は、工場の設備がフル稼働したときの生産能力のことであり、生産実績とは異なる。[image: image17.emf]20
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Figure 4

   Technology Cycle Timing Compared to Actual Wafer Production Technology Capacity Distribution


ロードマップがカバーする範囲　(Roadmap Scope)

伝統的に、ITRSの各版はCMOS （Complementary Metal-Oxide-Silicon）技術のスケーリングは継続するという見方を中心として作成されてきた。しかし2001年版より、われわれは次の見方をしている。ロードマップの地平線（Horizon）の向こう側（たとえば、MOSFET（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）のチャネル長が9nm以下になる時点）ではCMOSの継続スケーリングに関する楽観的予測が危うくなるということである。さらに、半導体産業関係者の大多数の人々は、今までのようなプロセス装置および工場のコスト増加傾向を、さらにもう15年間どうやって負担し続けられるか想像することすら難しいと感じている。そこで、ITRSはポストCMOSデバイスを対象として取り上げることを始めている。これらのデバイス、すなわち比較的身近なNon-planar CMOSからスピントロニクス（Spintronics）などエキゾチックな新デバイスを含むことにより、ロードマップは必然的に拡散してゆく。CMOSの拡張であろうとまったく新規なアプローチであろうと、ポストCMOSの導入により機能当たりのコスト低減し、集積回路の性能を向上させなければならない。さらに、製品の性能向上は素子数の増加だけに頼るのでなく、設計上の選択肢や技術のパラメータの複雑な組み合わせによって実現されるものなってくる。したがって、ロードマップでの新技術とは新規デバイスだけでなく新しい製造技術や設計技術のためのパラダイムをも含むことになる。

マイクロプロセッサ、メモリ、ロジック集積回路は、シリコンのCMOS技術を必要としている。最小寸法の微細化によって、ムーアの法則に示されるように、ひとつのチップ上にますます多くのトランジスタを集積できるようになった。SoC　(System-on-Chip、複数の機能を単一チップ上に集積化する技術)の本質的機能はデータ蓄積とデジタル信号処理である。しかしながら、電力消費、ワイアレス通信（またはRF(高周波)）のバンド幅などの多くの定量的要求、受動素子、センサー、アクチュエーター、バイオ機能などの機能的要求、さらには埋込みソフトウェアの機能などはムーアの法則の通りには微細化することはできない。このような場合には、非CMOS技術が適用されることが多い。将来、CMOS技術と非CMOS技術を単一パッケージ内に集積化すること（すなわちSiP）がますます重要になってくるだろう。機能性の観点からは、SoCとSiP(Sytem in Package、複数のチップを単一パッケージ内に実装する技術)は相補的なものであり、必ずしも互いに競争する技術ではない。さらに、当初は専用の非CMOS技術によって満足させてきた機能も、その後の段階では、基本となるCMOS技術から派生した混載技術をつかって、CMOSのSoCとして集積化できるようになる。したがって、システムとしての機能をSoCとSiPに振り分ける方法は時とともに変化していくことになるだろう。これには、ナノエレクトロニクス(nano-electronics)、ナノ熱機械学（nano-thermomechanics）、ナノ生物学（nano-biology）、並列度が非常に高いソフトウェアなど、学際領域でのイノベーションが必要とである。ＳｉＰへの応用のためには、実装技術が機能要素であり、重要な差異化要素である。このようなトレンドをITRS　2009年版のFig.5に図示したので、これを参照されたい。
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Figure 5

   Moore’s Law and More


　

このような概念は2005年版のロードマップで紹介され、それ以後さらに議論され改善されてきた。特に、下記の定義についてのコンセンサスが得られた。（Fig.5と用語集（Glossary）を参照）:


微細化(“More Moore”) 

· 幾何学的微細化（電界一定の微細化）（Geometrical (constant field) Scaling）は、チップ上のロジックとメモリの平面的（シリコン基板の表面方向）、垂直的（シリコン基板表面に垂直方向）物理的寸法を縮小し続けることにより、素子密度を向上させることで機能あたりのコストを削減し、性能（速度と消費電力）、信頼性を半導体応用機器や最終顧客にもたらすことを指す。 


· 等価的微細化(Equivalent Scaling)は、幾何学的微細化とともに使われ、幾何学的微細化を可能にする以下のような技術手段を指す：　3次元的な素子構造により“Design Factor”【訳者注：メモリセルの面積をデザインルールの二乗で割ったもの】を改善すること。これに加えて、集積回路の電気的性能を向上させるため、他の幾何学的スケーリングによらないプロセス技術や新規材料を導入しすること 


· 設計による等価的微細化 (Design Equivalent Scaling)（上記の幾何学的微細化と等価的微細化とともに起こる）は、高性能、低消費電力、高信頼性、低コスト、設計効率向上を可能にする設計技術をさす。

· 例示すると（網羅的なはないが）、ばらつきを考慮した設計（design-for-variability）、低消費電力設計（スリープモード、ハイバネーション、クロックゲーティング、電源電圧の複数化など）、同種または異種のマルチコアSoCアーキテクチュア 


· 定量化可能な特定の設計技術の必要性に焦点を絞ること。消費電力と性能間のトレードオフが微細化（”Moore Moore”）の機能的要求に合致するように取り組むこと。さらに、高密度化（”Moore Moore”）を指向する設計アーキテクチュア上の機能性が消費電力と性能の必要を解決できるようにすること 

機能的多様化（"More than Moore”）

機能的多様化は必ずしもムーアの法則による微細化に従うことなく、異なる方法で最終顧客に付加価値を提供する機能をデバイスに組込むことを指す。機能的多様化（“More then Moore”）のアプローチによれば、非デジタル機能（たとえば、無線通信、電力制御、受動素子、センサ、アクチュエータなど）をシステム基板レベルから特定のパッケージレベル（SiP）やチップレベル（SoC）の実装方法に移行させることができる。技術（technology）開発に加え、このトレンドを実現するための多くの手法（technique）を開発する必要がある。たとえば、（網羅的なはないが）、異なる機能統合するにあたり、個々の機能を個別部品に分割する際のの新しい方式やそのシミュレーション、ソフトウェア、センサやアクチュエータのためのアナログとミクストシグナルの設計技術。またSIP、MEMS、バイオテクロジとデジタル回路の同時設計（co-design）や同時シミュレーション（co-simulation）を行うための新しい方法やツールなどである。 


Beyond CMOS

　新探究デバイス（ERD:Emerging Research Devices）と新探究材料（ERM: Emerging Research Materials）の両ワーキンググループは情報処理を行うための「新しいスイッチ」に注目している。典型的には、新しい状態変数を利用することにより、限界まで微細化したCMOSを超えて機能的に実質的微細化を実現しようとするものである。ここで、「CMOSを超えた（“Beyond CMOS”の）実質的微細化」は、機能的は集積密度、性能向上、劇的は消費電力削減などの観点から定義される。「新しいスイッチ」は情報処理のための素子または技術であって、データの蓄積、記憶、素子間の接続の機能とともに利用できるものをさす。

· Beyond　CMOSの例としては、以下のものを含む：　炭素をベースにした（カーボンナノチューブやグラフェンを使った）ナノエレクトロニクス、スピン素子、強磁性体ロジック、原子スイッチNEMS (Nano-Electro-Mechanicl-Systems)

産業界の発展における機能的多様化（“More then Moore”）の構成要素の相対的重要性は今後ますます増大する。この傾向は、イノベーションのペースを維持するための研究がカバーすべき科学的分野の多様性を高める一方で、財務的試薬はより厳しくなる。ITRSが重要な役割をはたしているこのような研究分野におけるガイドラインについての問題意識は重大なものである。ロードマップ策定がこれまで半導体産業にもたらした利益を考慮し、国際ロードマップ委員会 （International Roadmap Committee, IRC） は、ITRSメンバーがカバーしている機能的多様化（“More then Moore”）の領域のうち、より重要な部分を取り込みたいと明確に考えている。特に、多岐にわたる“More then Moore”技術に対して、どうすればロードマップを作れるかについての取り組みを行った。実際、 “More than Moore”のトレンドを実現するための素子や技術に対しては、ムーアの法則のような、来るべき進歩についての単一の法則は存在しない。このため、“More than Moore”の領域でのロードマップの策定作業を同定して導いていくためには、従来とは異なる方法論が必要である。

このため、ITRSは白書を念入りに作成し、これは、ITRSのウェブサイト (http://www.itrs.net/papers.html) から入手することができる。この白書は、ITRSメンバーがロードマップを策定するにあたり、どのような“More than Moore”技術が実現可能で望ましいかについての方法論を提案している。従来、ITRSはムーアの法則（Moore’s law）、あるいは、従来のトレンドにそった微細化の継続に従ったロードマップ策定と、そのために必要とされる技術の加速（“technology push”）を検討してきた。これとは異なり、“More then Moore”のロードマップの策定のためには、技術と市場（market）の双方のデータを収集する必要がある。したがって、従来のITRSのメンバー構成を超えて、多くの人々の関与が必要になるし、応用分野からの代表も必要となる。

この白書は、“More then Moore”のロードマップについての最終結論を意図したものではなく、むしろ、何が挑戦すべき有望な未来であるかについて、より多くの意見と助言を集めるひとつの方法論であることを、強調しておきたい。この点をを明らかにするために、2011年4月にドイツのポツダムでのITRS会議の後、More than Moore ワークショップ　（More than Moore workshop）が開催された。

その作業の結論を待つまでもなく、ITRS内のいくつかのワーキンググループが、それぞれの専門分野において、機能的多様化（“More then Moore”）のトレンドの帰結について調査してきた。この作業は今後さらに勢いをますことになろう。調査結果については、ITRSのそれぞれの章に記載されている。アセンブリとパッケージの技術ワーキンググループ（TWG)が白書を作成し、これがウェブサイト上で公開されたことも、ここで、再確認しておきたい。そこでは、SOC（system-on-chip）とSIP（system in package）の概念について、より詳細に記載されている。

最後に、ITRS　2011年版では、MEMSの章を追加した。これは、産業界の完全な解決策と、将来の応用にに必要な技術と生産技術の解決策のついての協調と道筋を明らかにするがめである。また、この作業は　iNEMI (international Electronics Manufacturing Initiative) の2011年版ロードマップ含まれている既存の著作とも整合をとっている。

並行して、“Beyond CMOS”の概念は、ERMとERDの章で詳細に議論されている、

要約すると、ITRS 2011年版の守備範囲には、すべてのCMOS集積回路に対する詳細は技術要求が含まれていて、無線通信とコンピューティング用の製品もこれに含まれる。　この製品グループは世界の半導体消費の75%以上を占めている。もちろん、CMOS 集積回路の設計、製造に使用される技術の多くは、化合物半導体、ディスクリート、光、マイクロエレクトロメカニカル・システム（Micro-Electromechanical Systems：MEMS）等、他のデバイスにも使用されている。したがって、ITRSロードマップの直接的目的として明示してはいなくとも、ITRSロードマップは集積回路技術をベースとするほとんどのマイクロ、ナノ技術に関し共通する技術的要求をカバーしているのである。  


ITRS 2011年版のトピックス　(2011 ITRS Special Topics)

450mm直径のシリコンウェハへの移行（TRANSITION TO 450 mm）　－　2011年版での改訂

450mm直径のウェーハへの移行の論理的根拠は生産性向上にあり、これは、ムーアの法則の実現手段のうちの一つである。他の技術に進展がないとしても、大口径ウェーハの導入によって、１平方ｍｍあたりのし遺跡回路の製造コストを削減させることができる。ITRS 2007年版のロードマップの作成過程において、経済学的考察に基づき、ISMI（International SEMATECH Manufacturing Initiative）は、生産性向上のトレンドカーブを維持するためには、半導体産業は2012年までに、30%のコスト削減と50%の生産サイクルタイムの改善を達成する必要があると結論づけた。ISMIの見解によれば、450mmウェーハへの移行によってのみ、この達成が可能となる。ただし、コスト削減は過去のウェーハ世代交代においても達成されてきたが、サイクルタイムの改善は新たな目標である。450mm直径のウェーハ世代への移行による生産性向上の必要性については、2007年に、300mmウェーハ世代の製造ラインでの潜在的な改善可能性についての結論からも補強された。いわゆる”300mm Prime”プログラム【訳者注： 300mmウェーハの製造ラインでの生産性向上を目指したプログラム】では、サイクルタイムを削減する可能性はあるが、ムーアの法則のトレンドに従ったコスト削減は達成できないという検討結果であった。この認識を受けて、ISMIは2007年7月に450mmイニシアティブを開始した。

その後、2008年5月に、Intel、Samsung、TSMCの3社（IST）は（装置・材料の）サプライア、その他の半導体関連組織、ISMIとともに、450mm技術開発し、2008年にコンソーシアムを設立し、2012年までにパイロットライン（pilot line）を作ることを目標とすると発表した。これにより、IDM (Integrated Device Manufacturer)とファウドリは2013年から2014年にかけてパイロットラインでの開発が可能になり、その後、2015年から2016年にかけて最初の量産立ち上げが開始されるした
。この2008年の公表内容やアセスメントは、上記3社とISMIによる声明として記録に残っており、ITRS 2009年版と2010年改訂版執筆の際に参照された。さらに、これらは将来の発表に基づき修正されるべきものであり、今後のコンソーシアムの状況と目標達成度によっても改訂が必要である。



· 

· 

過去の事例をみると、それぞれのウェーハサイズの移行は、それ以前の場合とは異なっているということがわかる。300mmウェハの移行は、このとき初めてコンソーシア（I300I　と　Selete）が産業界全体の取り組みをリードしたという特徴があった。コンソーシア方式（の有効性）は実証済みであり、今回の450mmへのウェーハ寸法の移行を可能にするためにこの方式が選択される。SEMIの参画も300mmウェーハ寸法への移行に際して本質的であった。このとき初めて、最終仕様での製造装置が完全に開発される前に、「暫定的な標準」が産業界全体で合意されたからである。特に、完全なウェーハ搬送システムの受け入れに合意することで、産業界は基本的は問題を解決することができた。すべてのサプライアはウェーハ搬送、ポート設計、ロードサイズについての各社所有の解決方式を放棄し、FOUP / オーバーヘッド方式に合意した。関係するすべての団体が最終案に合意するまでには、数年間にわたる議論が必要であった。

この観点からすると、450mmのウェーハ寸法への移行にあたっては、300mmウェーハの搬送の標準化作業がすでに終了しているのは有利なことで、この状況を十分に享受することができる。300mmの搬送自動化はすでに受け入れられている技術であり、450mmへの移行にあたっては、その小修正が必要なだけである。したがって、自動搬送とウェーハ材料の規格に関する限りは、300mmウェハ寸法への移行の場合に比べ、450mmシリコンウェーハの規格と自動搬送の制定に必要な期間が短くてすむ。ITRS  2009年版公表後の暫定的なコンソーシアムの作業の中で、450　mmウェーハのキャリアとロードポートの国際標準、開発用テストウェーハを完了の成果があり、コンソーシアムの進展があった。このような進歩は、部品メーカー、SEMI、ISMIの共同開発において、広範なプロトタイプ作業と相互運用の繰り返しテストによって可能となったものである。



　2011年にコンソーシアによる開発に大きな進展があり、300mmと450mm世代の標準と生鮮性向上の選択肢を評価するための対話が進行中である。資金調達のメカニズム分析や、いろいろな会社、異なる地域のコンソーシアと政府からの提案に加え、必要な研究開発コスト、利点、投資回収を検証するため、複数のシナリオについての経済性の分析も進展した。

　2011年には、SEMATECHの450mmプログラムがテキサス州Austinからニューヨーク州Albanyへの移転がなされた。Albanyでは新しいコンソーシアムのクリーンルームが建設中で、アルファおよびベータツールの開発と、IDM（統合半導体デバイス製造メーカ）とファンドリのパイロットラインのデモンストレーションへの準備が進んでいる。これに加え、ベルギーのIMECの新しい施設での450mm開発を目標として、欧州のEEMI 450mm コンソーシアム構想（consortium iniriative）が、発表された。ごく最近、G450C （Global 450 mm Consortium）という企業間のコンソーシアム構想（consortium iniriative）が半導体産業界の主要5社（Intel , Samsung, TMSC, GLOBALFOUNDRIES, IBM）によって発表された。450mmの製造と技術開発を推進するため４４億ドルを投資するとしている。今後数年にわたりなすべき仕事が多いが、これらの会社は巨額の投資を約束しており、EEMI 450 mm コンソーシアムからの新規加入の可能性もある。これらの動きがしんてんすることが、コスト削減と次のウェーハサイズへのタイムリーな移行に必要な国際的連携を支援することにつながる。

　上記の状況を踏まえ、[また、SEMATECH/ISMIのNGF(Next Genaration Factory: 次世代工場)プログラムは300mm対応装置の改善をめざすものであるが450mm対応装置にも適用可能であり、NGFプログラムの今後可能な進展も考慮すると]、コンソーシアムの開発と実証作業が材料開発と製造装置開発の支援につながり、2013年から2014年にかけてIDMとファンドリーのパイロットラインで使えるようになると、ITRSの国際ロードマップ委員会（IRC: International Roadmap Committee）は、現在、期待している。IDMとファンドリーのパイロットラインが公表している目標が2013年から2014年に向け予定通りであれば、ITRSが450mmウェーハについて目標としている、2015年から2016年にかけての生産立ち上げも可能なはずである。もちろん、450mmウェーハが大量に入手可能となることが前提である。また、ITRS/IRCは、ウェーハ直径と技術世代が１対１に対応するわけではないとしている。つまり、ある限定された期間にわたって、複数の最先端技術が、300mmと450mmの両方の技術を使って製造されるだろう。かつて、2001年から2003年の間は300mmウェーハの立ち上がり時期であったが、この期間は、連続する2つの技術世代（M1(最下層の金属配線層)のハーフピッチで180nmから130 nmに相当）に対応している。

　最新の産業界の状況を反映するため、ITRS 2011年版では、450mmでの量産立上げモデルの図（Figure ６）を改訂した。この図では、新しい世代のウェーハが導入される際には2つのS字カーブで量産規模がたちあがること明示した。これは、2001年から2003年にかけて、300mmウェーハの立ち上がり時期が連続する2つの技術世代（M1(最下層の金属配線層)のハーフピッチで180nmから130 nmに相当）に対応したという経験に基づいている。

　ITRS 2011年版の改訂においては、450mm世代に対するウェーハ世代の時期的目標は、本質的に、2009年版と2010年版から変わっていないことに注目されたい。ITRS　2009年版で、国際ロードマップ委員会（IRD）は、当初から、450mmでの量産開始は2014年から2016年にかけて始まるとしていた。今回の2011年版では、その期間を2015年から2016年にかけてと狭め、図示した。

450mm、IDMとファンドリーのパイロットライン、生産の立ち上げ時期の目標は変わっていないが、コンソーシアムの作業期間について明確化されたことに注意願いたい。ここでは、450mmでの装置の開発とデモンストレーションが含まれているが、全工程を試作できるパイロットラインは含まれていない。IDMとファンドリーメンバーは、現在、このコンソーシアムで必要なのはデモンストレーションまでと考えている。最終的な全行程を試作できるベータ装置および生産用の装置開発は、IDMとファンドリー各社のパイロットラインで2013年から2014年にかけて行われるはずである。いままでに公表された計画によると、450mmの生産は2015年から2016年にかけて1x世代の技術（ITRSの2011年版の技術目標によれば、フラッシュメモリのpoly-Siのハーフピッチでは15-16nm、DRAMとMPU/ASICの最下層金属配線層のハーフピッチで20-22nmに相当）での生産が開始されることになるだろう。
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Figure 6

   A Typical Wafer Generation Pilot Line and Production “Ramp” Curve applied to Forecast Timing Targets of the 450 mm Wafer Generation 


ITRS 2011年版の450mmの状況と、読者へのサービスをより完全なものにするため、SEMATECHのISMIによって経済性モデルのシナリオに大きな進展があったことにも注意されたい。ISMIはIEM (Industry Economic Model、産業経済モデル)が増補改訂し、よく知られたコンサルタント会社であるIC Knowledge社(ICK)
との契約により、装置需要についての戦略モデルが開発されたもなされた。ISMIとICKのモデルはITRSの2009年版と2010年改訂版に基づいている。  


リソグラフィーのマスク数　（Lithography Mask Count）　－　2011年版での改訂

ITRS 2009年の編集作業の過程で、ORTS (Overall Roadmap Technology Characteristics, 総括ロードマップ技術指標)のTable 5のリソグラフィーのマスク数を改訂する必要が確認された。最先端技術による製品の製造プロセスで多重パターニングによる露光技術が急に使われるようになった。このため、リソグラフィーの技術ワーキンググループ（ITWG: International Technology WorkigGroup）はITWGの参加者とSEMATECHコンソーシアムに対して、多様な製品カテゴリーのマスク数のトレンドを見直すため、調査を行うことを決定した。 

その結果、2010年中に調査が完了し、改訂が可能となった。この作業の結果はITRS 2011年版では、「電気的欠陥とリソグラフィーのマスク数」を記載しているTable ORTC-5で見ることができる。この調査では、DRAMメーカーの参加が限られていたため、リソグラフィーの技術ワーキンググループはDRAM のマスク数を推定する際にMPUのデータを使った。すべての製品カテゴリーに対するデータは以下のFigure 7にプロットされている。

どの製品においても、プロセス技術の複雑さと多重パターニングリソグラフィーの応用が増加したことにより、マスク数は増加トレンドにある。この調査に回答者もEUV (Extreme Ultra-Violet; 極端紫外)リソグラフィーが使えると、どの製品においても劇的な効果があることを指摘している。（ITRS 2011年版でのリソグラフィー技術ワーキンググループの統一見解によれば、EUV導入時期は、DRAMで2013年、フラッシュメモリでは2013年、MPUでは2015年である。）

フラッシュメモリ製品の調査回答者にとっても、2014年までの期間内でも不確実性があり、将来の3次元セル積層技術（ITRSでは2016年以降に量産開始としている）の影響についてはデータが準備できなかた。しかしながら、3次元フラッシュが実現された場合のモデルケースについては下記の追加コメントを参照されたい。

[image: image20.emf]* Note: The wafer production capacity data are plotted from the SICAS* 4Q data for each year, except 1Q data for 2011.
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Figure 7

   Lithography Masks Count by Product Category – Litho TWG & SEMATECH Survey


ICK (IC Knowledge)社の商用の戦略モデル に基づく同社の解析結果が、ITRS　2011年作業中にリソグラフィの技術ワーキンググループが参照可能となり、現在はITRSの読者もこれを見ることができる。このICK戦略モデルは、SEMATECHとITRSの技術ワーキンググループの協力のもとで開発されたいて、ITRSの2009年と2010年の版に基づいている。このICKモデルにより、製品（ITRSのMPU、DRAM、NANDフラッシュ）に基づいたプロセスフローのシナリオを構築することができる。このシナリオはITRSの短期および長期の技術タイミングに基づいている（Fig. 8を参照）

　そのプロセス工程と層数のシナリオにおけるマスク数に基づき、また、最新のITRS 2011年版のリソグラフィーの技術ワーキンググループによる露光技術（多重マスク、EUV (Extreme Ultra-Violet, 極端紫外)光による露光）の導入時期を使うことにより、ICK モデルはマスク数の予測をすることができ、新技術の導入の影響を見積もることができる。技術サーベイは限られた時期のものしか集計できなかったが、追加されたICKのモデルシナリオによる可視化は、ITRSがカバーする全期間（2011年から2026年）にわたって適用できる。ICKのモデルは、技術調査の結果に基づくものというよりは、プロセスフローのシナリオを仮定して得られたものであるため、その結果はリソグラフィーの技術ワーキンググループの調査結果とは同じではない。しかしながら、ICKのモデルの結論は調査結果とよく似ていて、整合的であり、検証可能であるとともに、より長期にわたる比較が可能である。

　また、ICKのモデルシナリオの仮定は、技術導入の時期の遅れの影響を考察することにより変更しうる。たとえば、EUVの導入時期が2015年から2017年に2年遅れると、マスク数のピークの予測値は、2015年の65枚から2017年に80枚へと増大する。

　さらに、このモデルの解析がICKによってなされていて、ITRSの読者はEUVの遅延になどによるマスク数の増加の影響を見積もることができる。そのほか、フラッシュ技術への影響も考察されていて、チャージトラップ技術を2012年に導入するとマスク数を少なくする可能性がある。また、2016年にフラッシュメモリの3次元的多層化技術が導入されるとマスク数は劇的に増加する。3次元的なセルの積層数は導入当初の8層からロードマップの期間の最後には128層へと増大する（これにともない、マスク数は2014年の30枚と少ないが。2024年には50枚に増加する）。
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Figure 8

   Lithography Masks Count by Product Category – ICK ITRS Process Model-based Scenarios


　技術調査の結果とモデル化の作業の両社からリソグラフィーのマスク数の新たなデータが得られたことで、明かに、可視化の度合を増し、ITRSにとっても、使い勝手のよいものとなった。これにより、すべての技術ワーキンググループが、産業界の主要な技術課題と技術的解決策のITRSでの導入時期が与える影響を評価できるようになった。特に、歩留まり向上（YE、Yield  Enhancement）の国際技術ワーキンググループは、ITRSの2012年改訂版に向け、新しいマスク数のデータが欠陥密度（D0）の目標にどう影響するかのモデル化に着手した。歩留まり向上（YE）にかんして、欠陥密度（D0）の目標はORTCのTable 5 に示されているが、（ITRS 2011年版では）リソグラフィーの最新のマスク数のデータに基づく調整をしておらず、したがって、この表（Table 5）には、まだ反映されていない。しかしながら、2012年改訂版で欠陥密度（D0）のさらなるモデル化が計画されている。

消費電力とチップ上のクロック周波数の推移　(Power and On-chip Frequency Plans)

周波数と消費電力についてのPIDSと設計の技術ワーキンググループ間の共同作業

ITRSの改訂をするにあたり、PIDSと設計の技術ワーキンググループ間の共同作業による更新をいつも行っており、これは、ITRS 2011年版においても例外ではない。今年の共同作業においては、設計の技術ワーキンググループの牽引要素として、チップ上の（クロック）周波数の改訂が含まれている。また、PIDSのVdd（電源電圧）、HP（高性能）、LOP（低動作電力）、LSTP（低待機時電力）の改訂もなされた。PIDSの表では、代替プロセスによる「等価的微細化」の道筋にそった技術項目も改訂した。「等価的微細化」は、物理ゲート長(GLph)と実効的参加膜厚（EOT、Equivalent Oxide Thickness）を微細化するという歴史的な素子寸法の解決策とのトレードオフとして位置づけられる。

　設計の技術ワーキングループのチップ上の周波数の要求仕様のトレンドが最後に改訂されたのは、2008年のITRSである。そのときに完了した、産業界の調査と解析にもとづいている。

　2011年に、設計の技術ワーキングクループは新たな提案をして、それが採用された。2011年に周波数が3.6GHzというのを基準点として、以後、ロードマップ策定期間を通して、年率（CAGR）4%で周波数が増大するというものである。この新しいトレンドは、以前のITRS 2008年版のトレンドに比べると、大幅に、周波数が低下している（2007年に4.7GHzとし、以後、年率8%（モデル上は7.72%）で改善）。ITRSの2009年版／2010年版での設計の最大周波数目標と最新の目標（ORTCのTable 4）との比較は、下記のTable Cに示されている.

Table C

   2011 Chip Frequency Model Trend vs.2009/2010 ITRS Frequency

		Year of Production

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018



		Chip Frequency (MHz)


On-chip local clock -- WAS

		5.454

		5.875

		6.329

		6.817

		7.344

		7.911

		8.522

		9.180

		9.889

		10.652



		Chip Frequency (MHz)


On-chip local clock – 2011 IS*

		3.462

		3.600

		3.744

		3.894

		4.050

		4.211

		4.380

		4.555

		4.737

		4.927





		Year of Production

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025

		2026



		Chip Frequency (MHz)


On-chip local clock -- WAS

		11.475

		12.361

		13.315

		14.343

		15.451

		16.640

		-

		-



		Chip Frequency (MHz)


On-chip local clock – 2011 IS*

		5.124

		5.329

		5.542

		5.764

		5.994

		6.234

		6.483

		6.743





* Design ITWG

このITRS 2011 年版のチップ上の周波数トレンドは、設計者の大きな余地（headroom）をもたらす。元のITRS 2008年版では、トランジスタの本来的（intrinsic）特性（年率（CAGR）13%で改善するとしていてた）とマイクロプロセッサ（MPU）とASIC SOC（システムオンチップ）の設計で思料される最終的なチップ上最大周波数をモデル化していた。  


したがって、PIDSのトランジスタの本来的（intrinsic）特性モデルは、ITRS 2012年改訂版に向け評価中である。トランジスタの本来的（intrinsic）特性改善を年率8%に低下させることを提案しているが、設計技術ワーキンググループが示すチップ上の周波数の目標が年率4%の改善であるので、設計者には、まだ、適切は余地（headroom）が与えられている。また、適切なコスト、プロセス制御性、歩留まり、消費電力の要求を満たすため、半導体プロセスの製造技術を過度に加速する必要はない。適切なテクノロジーの発展への要求と製造可能で必要な性能を達成する設計との間のバランスが取れたシナリオについて合意に達するためには、技術ワーキンググループ間のさらなる共同作業が必要となる。2012年の改訂についての技術ワーキング間での合意形成の進展と最終結論については、各地域で2012年に開催されるITRS国際会議で報告される予定である。

　2012年までの検討期間において、PIDSはVdd(電源電圧)と電流の目標についての技術仕様をモデル化することにあてることになる。短期的には、MASTERの静的モデルを、長期的には、TCADの動的モデルを使う。PIDSのモデル化作業は、シミュレーションによって負荷を与えて、リング発振器を模擬（emulation）することを含む。この負荷を考慮することで、個々のトランジスタの特性周波数に対し、リングオシレータの周波数は非常に遅くなる（約1/22となる）が、この数値は、設計者がチップレベルのロジック設計をする際に経験することをよりよく反映したものとなる。

　さらに、PIDSの2012年改訂作業では、マルチゲートMOSFET（MugFET）、Ⅲ/Ⅴ族とGeのチャンネルによる「等価的微細化」の技術に沿った項目のモデリングを含むことになる。また、この技術と完全空乏型のSOIトランジスタ（FDSOI: Fully Depleted Silicon-on-Insulator）技術を、性能と消費電力の改善の観点で比較する予定である。（「等価的微細化」）の改訂のトピックスを参照のこと。また、さらに詳細はPIDS章を参照のこと）

　マルチゲートMOSFET（MugFET）技術の4年前倒しの潜在的影響については、Figure 9を参照されたい。また、そのなかで、想定される2012年の改訂シナリオにおいて、FDSOIとトレンドモデルを年率8%に改善のペースを遅らせたこと、マルチゲートMOSFET（MugFET）の導入時期を早める一方、性能改善トレンドを5%に遅らせて2026年のFDSOIの目標に合致するようにした。これらのシナリオは、2012年改訂版のアプローチの可能性を明示するための例であって、2012年改訂版の最終的なワーキンググループ間の合意形成を、必ずしも、反映させたものではないことを、お断りしておきたい。

　読者各位には、Figure 10（2009年版と2011年版で、チップ上の周波数とPIDSの本来的（intrinsic）周波数を重ねて図示したもの）も注目願いたい。2011年のPIDSのリング発振器のモデル（典型的はチップ上本来的デバイス特性を、より現実的に表現したモデル）では、現在、平均して年率13%で性能が改善するとしている。このグラフのプロットの元となるデータは、テストの技術ワーキンググループが歴史的データに基づいて作成したものである。すなわち、テストの技術ワーキンググループが収集したデータを、設計の技術ワーキンググループの過去（2005-2007）と現在（2011）のITRSの版に記載された目標と比較して作成したものである。
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   2012 Update Model Trend versus 2009/2011 ITRS PIDS TWG Transistor Intrinsic Frequency (1/(CV/I)) Performance Trends
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Figure 10

   Design On-Chip Frequency vs. PIDS Intrinsic Transistor and Ring Oscillator Model Frequency 


主要な技術課題Grand Challenges 

短期予測in the Near-term (2018まで) と長期予測
Long-term (2019年以降) 

概要　(Overview)

半導体産業界の継続的な研究開発の成果により、微細化の再加速と多様化が進むと予想している。MPUの集積度向上は2013年までは2年サイクルで進展し、以後、3年サイクルとなる。。フラッシュメモリのチップあたりのビット数の増加は2年サイクルで2倍というペースで進む。DRAMのチップあたりのビット数の増加ペースは3年サイクルである。　［微細化のペースがそれぞれに異なるため、]技術ノードという言葉では、もはや、技術を明確に定義することができない。PIDS (Process Integration, Devices, and Structures, プロセスインテグレーション、素子、構造)の章では、MOSFET（MOS型電界効果トランジスタ）の性能を向上させるためには複数の選択肢があり、この状況をパラレルパス（Parallel Path）と呼んでいる。MOSFETの構造としては、平面型の従来のバルク基板上のMOSFET（metal-oxide semiconductor field effect transistor, MOS電界効果トランジスタ）、Fin‐FETなどのようにゲートを複数持つMOSFET、SOI（Silicon on Insulator、SOI）基板上のMOSFETが候補となっている。

ITRSも新時代に入りつつあり、産業界もCMOS微細化の理論的限界に言及しはじめた。以下の技術領域には多くの技術課題が残っている：　パターン形成、先端材料、特に非平面素子構造における歪エンジニアリング、接合リーク電流、製造プロセスの制御、製造可能性など。技術課題はCMOSに新規メモリ素子を統合する際のSoC技術やSIP技術を含む広い範囲の技術にも及んでいる。このような技術は半導体産業の持続的成長にとって不可欠である。

　各ITWG（International Technology Working Group）は「困難な技術課題」として表の形にまとめて、この概要（Executive Summary）に含めた。本節（主要な技術課題 (Grand Challenges)の節）は、技術課題のうちの主要なものを選んで、それを記述したものである。本節は、読者が主要技術課題の全体像を把握する一助となることを意図している。

これらの主要な技術課題を、性能向上と低コスト生産という、二種類の観点から分類した。さらに、短期的（2011年から2018年）と長期的（2019年から2026年）という二つの期間に分けて述べる。 


短期予測　In the Near Term (2018まで)

性能向上　[Enhancing Performance]

ロジックデバイススケーリング　 [Process Integration, Devices, and Structures, Front End Processes, Modeling and Simulation, and Metrology]

プレーナーCMOSのスケーリングは、重大な問題に直面している。ゲート絶縁膜の薄膜化、ゲート長の縮小や基板濃度の高濃度化といった一般的なスケーリングは、もはや、性能や消費電力から、応用機器の要求を満たさなくなってきている。スケーリングの壁を打破するためには、プロセス制御性の改善を継続してゆくことに加え、新しいデバイスアーキテクチャーの導入はもちろん、新しい材料を導入することが必要となる。

短期予測では、HPやLOPデバイスにhigh-kメタルゲート(HKMG)が使われ始めたにも関わらず、酸化膜換算膜厚(EOT)の薄膜化は、未だに最も困難な課題である。22nmやそれ以降のデバイスでは、界面層のスケーリング、或いは、シリコン-high-k界面の品質が、EOTスケーリングに非常に重要と考えられている。high-k材料は、狭バンドギャップ化によりゲートトンネル電流が増加するため、デバイスに使用可能なhigh-k材料は限られる。どのhigh-k材料を選ぶかもまた、短期予測で直面する課題である。最良のデバイス特性となるようにまたコストに対しても、最適化された完全なゲートスタック構造の材料が必要となる。シリコン絶縁膜/ポリシリコン構造が、長い間、最も信頼性の高いゲートスタック構造としての役割を果たしてきたため、これらhigh-kゲートスタック材料への変更はMOSFETテクノロジにおいて課題克服に向けての大きな挑戦である。

プレーナーMOSFETでは、ショーﾄチャネル効果を抑えるために高いチャネル濃度が必要となる。この場合、移動度の劣化とリーク増加による待機電力の増加とのトレードオフとなる。微細デバイスのしきい値制御のためにこのチャネルドーピングを用いるとしきい値ばらつきも増加し、電源電圧のスケーリングといった回路設計が難しくなる。解決策として、マルチゲートMOSFET　(例えばfinFETs)、超薄膜ボディFD-SOIなどの新しいデバイス構造が期待されている。これらの新規デバイスの課題は、薄膜MOSFETの膜厚のばらつき制御である。回路設計やシステムアーキテクチャーの改善と共に、これらの課題克服を進めていく必要がある。

メモリデバイススケーリング [Process Integration, Devices, and Structures, Emerging Research devices, Front-end Processes, Modeling and Simulation, and Metrology]

産業における絶え間ない研究開発により、スケーリングの再加速やいろいろなスケーリング手法がもたらされている。現行の基本的なメモリとして、単体および混載型のDRAM、SRAM、NAND-Flash、NOR-Flashが挙げられ、ロードマップtableに掲載している。更に、試作段階ではあるが、新しいメモリとしてシリコン/酸化膜/窒化膜/酸化膜/シリコン(silicon/oxide/nitride/oxide/silicon (SONOS))、FeRAM (ferroelectric RAM)、MRAM (magnetic RAM)や相変化メモリ(PCRAM)をロードマップtableに掲載している。

DRAMの課題としては、セルサイズ縮小に伴った適切な蓄積キャパシタ容量、高誘電体膜の導入、低リークアクセスデバイスの導入、低抵抗ワード線、ビット線の導入が課題となる。大容量製品とコストの観点から4F2セルの実現に向かっているが、但し立体構造のアクセストランジスタ、高アスペクト比加工を解決する必要がある。

フラッシュメモリ市場の急速な拡大に伴い、フラッシュメモリの材料やプロセスの課題に重点が置かれるようになった。この急速なフラッシュメモリの拡大で、フラッシュメモリは微細加工技術や材料技術に関して、DRAM、Logicを超えて、新しいテクノロジドライバとなった（リソ技術、エッチング技術）。継続したフラッシュメモリの集積度の向上は、二つのセル内の絶縁膜、トンネル絶縁膜、ポリシリコン間絶縁膜の膜厚のスケーリングが鍵になる、一つの方法として、データー保持特性、書き換え特性を保証するために、高誘電体膜の導入が必要になるだろう。3D-NANDは256Gb以上の容量を目指し開発が進んでいる、コスト面で有利であるが、多値Bitセルの信頼性の実現は難しい課題である。不揮発性メモリの課題は新メモリの量産並びに新ストレージコンセプトのメモリ、MRAM、相変化メモリPCRAM、FeRAMなどのスケーリングの課題を含む。例えばMRAMについてはセルサイズと書き換え電力の削減のために、さらなるブレイクスルーが必要である。FeRAMについては、セル耐久性、電力およびセルサイズの縮小化が問題である。MRAMとFeRAMの他の課題としては、ロジック回路と組み合わせたときのコストであろう。特に、バックエンドで作りこむMRAMと比べ、FeRAMでは大きな課題となるであろう。 


高性能、低コストＲＦ＆アナログ／ミックスドシグナルの解決策　[Radio Frequency and Analog/Mixed-signal Technologies -]

コストと消費電力と性能が、10 GHz以下の無線トランシーバーICとミリ波の適用製品(アプリケーション)での主たるテクノロジードライバーであり続ける。10 GHz以下の応用分野では、新材料であるhigh-k絶縁膜やチャネル応力技術を導入したディープサブミクロンCMOS技術を用いても、デバイスのミスマッチや1/fノイズは、許容範囲内にある。トータルソルーションを与える部品として、安価で集積性された受動素子を持った先端RFCMOSを早期に採用することが、技術潮流になってきている。それには、より高密度な容量素子を実現するための技術革新が必要になるだろう。HBTデバイスを使う適用製品では、よりアグレッシブな縦方向スケーリングが、有効に働くことになるだろう。MEMS開発とシリコンの能動素子とMEMSの集積、そして、オフチップ受動素子の回路網の形成プロセスは、総合的なシステム性能に重要な貢献をするようになるものと予測される。ミリ波の適用製品では、安価な非シリコンであるGaNをベースとしたデバイス開発の恩恵を得ることができるだろう。

チップ内のデジタルとアナログ領域の信号分離は、ますますクリティカルな状況になるものと考えられる。これは、チップが複雑化し、電源電圧を低くしながら、動作周波数は高くなっているためである。電源線や接地線を通したノイズカップリングは、回路設計技術の課題とも言えるが、基板ノイズカップリングを低減するために、非常に多くの革新的技術(例えば、k-cmの高抵抗基板のようなもの)が必要になるかもしれない。

MEMS 


ITRSのMEMSテクノロジー・ワーキング・グループ（TWG）は、2011年にITRSのロードマップに新しい章を追加する為に設立されました。ここで取り扱われるMEMSデバイス（加速度計、ジャイロスコープ、マイクロフォン、そしてRFバラクタ）では、パッケージサイズとコストの低減という、これらデバイスにおいてキーとなる性能に関し、概ね継続的な進展が見られます。MEMS技術における最大の課題は、個別（単体）機能の統合に関するものであり、それは、主に製造、パッケージ、そしてテストという半導体のバックエンド工程と関係しています。モバイルインターネット・デバイスメーカが、彼らの製品のサイズと重量を減らし、バッテリー寿命を延ばし、そして新しい様々な機能を統合するように、彼らのMEMSデバイスメーカに対する要求は、更なるパッケージサイズの低減と機能統合を目指す為のものです。近場の技術課題としては、10自由度（ＤＯＦ：Degree Of Freedom）を持つMEMS慣性センサユニットの製造が挙げられます。自由度の内訳は、加速度計3軸、ジャイロ3軸、磁力（コンパス）3軸に、高度計としての圧力センサ1軸の合計10軸です。. 

新しいゲートスタックプロセスおよび材料　[Process Integration, Devices, and Structures and Front End Processes]


適切なメタルゲートを用いてEOT (Equivalent Oxide Thickness： SiO2換算膜厚)を0.7nm程度以下に薄くすることは、将来にわたって最も困難な課題である。シリコンに対して荷電子帯、伝導帯のバンドオフセットが十分にあって、界面層が薄く、より誘電率の高い誘電体が必要である。16nmハーフピッチ以降の世代においては、マルチゲートトランジスタ上のゲートスタックの界面準位を減らすことは、キーとなる課題のひとつである。更に課題として、high-k膜とシリコン基板間の界面層のスケーリングが挙げられる。クーロン散乱やリモートフォノン散乱による移動度劣化を起こすことなく、界面層のスケーリングを行う必要がある。high-kや界面層の高品質化が困難であるため、SiGe、Ge、III-V族基板といった高移動度材料の導入も必要となろう。更に、絶縁膜破壊(ハードブレークダウンやソフトブレークダウン)、トランジスタ信頼性(チャージトラップ、仕事関数の安定性)などのhigh-k膜に対する信頼性要求も解決しなければならない。

DRAMのスケーリングのためには、メモリーキャパシタ容量の要求を20-25fFに維持しながら埋め込みビット線または埋め込みワード線技術で寄生容量を低減し、なおかつメモリーキャパシタをかつてない小さいセル領域に形成する必要がある。ストレージセル容量の要求により、metal-insulator-metal (MIM)構造のDRAMキャパシタに、より高い誘電率(higher-k)の誘電体材料が製品導入されるに至っている。High-k絶縁膜と高い仕事関数を持つ電極の他に、非常に高いアスペクト比を持つ新しいストレージノード形成技術が要求される。そのため、非常に高いストレージノードのための新しい酸化膜エッチング技術と側壁クリーニング技術は重要な開発課題になる。

フラッシュメモリーの継続的なスケーリングは、短期的にはメモリーセル中の二つの重要な酸化膜の膜厚によるところが大きい。それはトンネル酸化膜とインターポリ絶縁膜で、いわば電荷のリテンションとエンデュランスの要求を保証するものである。トンネル酸化膜はリテンションを保証するために十分に厚くなければならないが、書き込み/消去を容易にするためには十分に薄くなければならない。インターポリ絶縁膜はリテンションを保証するためには十分に厚くなければならないが、カップリング比をほぼ一定に保つには十分に薄くなければならない。トンネル絶縁膜のスケーリングは良好なチャージリテンション特性（膜が厚い方が良い）と良い書き込み/消去特性（膜が薄い方が良い）を両立させなければならない。現在のインターポリ絶縁膜技術はオキシナイトライド積層膜によるもので、EOTを薄くするとチャージリテンション特性が許容できないほど悪くなるため、極端な薄膜化には適していないと思われる。したがって、この工程にはhigh-k材料を導入する必要があるだろう。新材料を別にすれば、フラッシュメモリー密度の実効的なスケーリングを続けるためには3D NAND技術が非常に重要であるが、それを開始するには、構造の安定性と全体的なプロセスインテグレーションが代表的な技術課題になる。 

32、22 nm ハーフピッチ　 [Lithography] 

32nmハーフピッチは依然としてリソグラフィの解像の施策においては重要な転換点である。193nmの水液浸プロセスではNA(numerical aperture)の制約があり、大きなピッチへ分割されない限りこのピッチを解像することはできない。一方、リソグラフィのコストはほぼ2倍になってしまう。ArFエキシマレーザを用いた水液浸リソグラフィの一桁短い波長である13.5nmのEUVL(Extreme-UVリソグラフィ)は、ムーアの法則を進めるための最も有力な候補である。EUVLは11nmハーフピッチまでダブル露光は不要である。その結果、設計ルールの制約は少なくなる。しかしながら、EUVLは高出力かつ高効率光源、高感度レジスト、無欠陥高平坦性マスクとそのインフラの開発が追いつかず、遅延している。この領域の開発は困難である。マルチビームマスクレスリソグラフィはマスクの課題を回避する可能性を持ち、設計ルールの制約を無くし、製造のフレキシビリティを持たすことができるものの、開発の初期段階にある。2台のプレα機が市場に出荷されている。これまでに高解像力と寸法制御が示されている。量産機の時期、コスト、欠陥、重ね合わせ精度、レジストではさらなる開発が行われている。

22nmハーフピッチでのリソグラフィには、シングル露光の限界以下のため水液浸の193nmスキャナを用いたスペーサー法またはマルチパターニングが適用される見込みである。しかし、極めて大きなマスク・エラー・エンハンスメント・ファクタ(MEEF)とライン・エッジ・ラフネス(LER)と設計制約を伴う。パターンを形成する装置を2回以上通ることに頼るとコストは高くなるが上記問題のいくつかは緩和できる。32nmハーフピッチに対する0.25NAと同様の k1値においては、EUVでのNAは0.36以上に上げる必要がある。光学系のミラー枚数が増える可能性があるため、処理能力低下なく経済的であるためにはさらなる高出力光源が必要となる。マルチビーム電子線のマスクレスリソグラフィは開発されたものの、ビーム毎の高速描画速度、または同等の領域のより多くのピクセル数を維持するためにさらなる並行処理が必要となる。もし、フットプリントと同様に露光とプロセスコストがマスクを用いる露光装置と同等である可能性が示された場合、マスクレスリソグラフィはロジックとメモリに対して最も経済的で需要のある解決策となるだろう。

マスク　 [Lithography]


マスク技術は非常に高価で困難になってきている。マスクコストは世代毎に高騰してきた。より高度な超解像手法(RET)の適用で解像力を向上させ、加えてより大きなMEEFになったことにより、マスク寸法均一性を要求に満たすことが困難になった。ダブル・マルチパターニングではマスクパターン位置精度への要求は厳しくなる。吸収膜にある程度の厚さが必要あることと偏光照明の導入と併せてマスクパターンサイズが限界解像以下になっていることにより、問題はさらに悪化している。EUVマスクでは、無欠陥で超平坦な基板とペリクル無しで露光を行うといったさらに厳しい要求がある。先端マスク検査は高価で時間がかかる。実用的な検査波長においては、検査感度は限界に達している。EUV波長におけるマスク検査と検証は結局避けられない。それはさらなるコストやEUVマスクインフラの複雑性をより増大させることになる。

レジスト　 [Lithography]


レジストのLERはほぼ同じ絶対値であるため、寸法に対しより大きな割合に達する。パターンの幾何学的な縮小により、ショットノイズは問題になり始める。現像後のレジストパターン倒れのため、その高さと幅のアスペクト比は2.5から3に制限される。従って、それぞれの技術世代の進歩によりレジストの絶対膜厚は薄くなる。液浸リソグラフィのレジスト材料開発では、レジスト起因の欠陥を確実に低減させることが必要であり、材料の選択の余地をより狭くしている。EUVLではレジストのアウトガスは反射光学系表面のコンタミになる可能性がある。処理能力確保のためのレジスト高感度化とショットノイズ低減のためのレジスト低感度化と低LER化のトレードオフは、単なるレジストパターン倒れよりも多くの課題となっている。電子線レジストでもLERと同様に感度とショットノイズがトレードオフとなっている。感度への要求はEUVLほど厳しくはない。

CDとLEFFの制御　[Front End Processes, Lithography and PIDS]


ゲート長の急激な微細化に伴い、CD（Critical Dimension）制御はリソグラフィーおよびドライエッチングプロセスにおける最も困難な課題の一つになっている。とりわけ、実効チャネル長を制御するためにレジストスリミングとサイドウォール形状（Profile）制御が用いられているが、そのためにCD制御は更に難しくなっている。ゲート長に対して許容される3σばらつきは、リソグラフィプロセスとエッチングプロセス間で最適比に分配されるが、プロセス許容値はどちらのプロセスでも限界に近づいている。設計の規則性を助ける設計ルールに関する制限をより強めることが、短期のスケーラブルなCD制御を可能にする方法として主流になった。LER（Line Edge Roughness）もデバイスばらつきに影響する重要な要因になった。計測技術における精度と処理能力と同じように、LERの抑制は加工プロセス（エッチングとリソグラフィー）の重要な技術課題であり続ける。更に、新しいゲート材料や3Dトランジスタ構造を導入することになると、選択的エッチングプロセスやサイドウォール形状制御における異方性改善に関して、より多くの課題を解決する必要が生じることになる。

高導電率･低誘電率の要求を満たす新規材料の導入　 [Interconnect] 


信号伝播の遅延と消費電力を最小化するために，生産現場ではハーフピッチ130nmのロジックプロセスのM1層のダマシンプロセスで，高導電率金属･低誘電率絶縁膜材料が導入された。更なる低誘電率化は，ハーフピッチ45nmまで進んでいる。このたゆまぬ微細化は技術開発と量産における課題をより難しくさせている。メタル・絶縁膜の新規材料の迅速な導入は，厳しくなっている。Low-κ絶縁膜においては，通常の手法はホモジニアスのLow-κ材料の導入である。エッチングやCMPプロセスによるκ値のダメージの低減は，ポーラス材料においてはますます重要になる。他の手法はエアギャップである。これは，より誘電率を低下させることのできる，より体積の大きなギャップを同じLow-κ膜を用いながら実現できる観点で魅力的である。エアギャップを含む種々のアプローチの中で，熱もしくは紫外線により劣化する犠牲層を用いる方法は，低コストプロセスのひとつである。さらにLow-κ材料には，ダイシング，パッケージ，アッセンブリーに耐えうる充分な機械的強度が必要である。メタル材料においては，Cu／バリア，あるいは絶縁膜界面や粒界での電子散乱による狭小Cu配線での急速な抵抗率の上昇が大きな課題となっている。低抵抗・高信頼の実現のためには，Cuとインテグレーションが可能な極薄のコンフォーマルな低抵抗バリアメタルが要求される。 

配線の量産技術への取り組み　 [Interconnect]


導電材料とLow-k材のインテグレーションは、材料、寸法、平面性及び電気的特性の要求を満たさねばならない。特にドライ及びウェットエッチング、アッシング、スパッタリングや研磨工程のようなダメージを引き起こす他のプロセスとの量産のインテグレーションにおいて、機械的な強度、ケミカル耐性、耐熱性、物理的特性を満たすLow-k材料が必要である。欠陥、ばらつき、及びコストは量産プロセスを確立させるために検討が必須である。近年の配線技術では、従来の寸法の微細化と機能の多様化を伴う実効的な微細化の双方において、性能、パワー、信頼性の課題に取り組んでいる。寸法の微細化における材料からの取り組みでは性能を満たすことができないため、最近になって3次元配線（狭ピッチのシリコン貫通ビア＝TSV、Through Si Via＝を含む）や、エアギャップ、これまでにない信号伝播法、新たな設計や実装の手法、これまでになり物理や革新的な手法を用いた新探求配線などの新しい技術が提案されている。これらの革新的な技術を実現するためには、プロセスインテグレーション、CMOSとの互換性、計測技術、予測可能なモデリング、及び配線／実装の構造設計のツールの最適化といった、新しい材料体系に挑むことになる。 

消費電力の管理　[Design]

コスト効率の良いチップパッケージからの放熱は、近い将来に改善が止まって横ばいになる。加えて、世代毎にトランジスタ数が2倍になるため、消費電力の管理は、すべての応用分野にわたって主要な問題である。消費電力の管理の課題は複数のレベル、特にシステム、設計、プロセス技術にまたがって取り組まれる必要がある。システムの動的な電力とリーク電力を含んだ回路技術としては、複数Vdd、クロック分配の最適化、周波数のステッピング、配線のアーキテクチャ、複数Vt、ウェルのバイアス、ブロックのシャットダウンなどがある。これらの手法の実現にあたっての諸課題は、システム設計への要求として、消費電力最適化(プロセスばらつきに対応できる設計を含む)のためのCADツールの継続的な改良に連なり、また、同時に新しいデバイスのアーキテクチャへのリークや性能要求に展開される。 


(160GHzまでの)高周波用途のための回路要素とシステムのモデリング

非準静的(non-quasi-static)効果、基板ノイズ、高周波ノイズ、1/fノイズ、温度、ストレスのレイアウト依存、そして、寄生結合などの正確で効果的なコンパクトモデリングは、とりわけ重要である。プロセスが固まる前に、ローカルばらつきとグローバルばらつきとを辻褄が合うように扱えるように、相関のある統計性を計算機で効率的に回路モデルに考慮することが必要である。デバイスと回路のコンカレントな最適化、プロセス/デバイス/回路シミュレーションを用いて、効率的に最適ブロック/回路レベル構築をサポートすることが必要である。Ⅲ/Ⅴ素子、CMOS、高耐圧（HV）素子に関するコンパクトモデルが必要とされている。受動素子（たとえばバラクタ、インダクター、高密度インターコネクト容量、変圧素子、電送線）のコンパクトモデルが必要とされている。こうしたRF 回路用コンパクトモデルのパラメータ抽出は、RF測定を最小限にするものである事が望ましい。77GHzの車載レーダのような典型的なRF応用は、100GHz領域に近づいている。40GHz応用でも、3次の高調波歪の場合、120GHzまでの高調波モデリングが必要であることを意味している。グローバルな影響のモデリングも重要である。例えば、クロストーク、基板帰還パス、基板カップリング、エレクトロマイグレーション(EM)、熱的効果などがそうした例である。こうした回路ブロックや、配線、ダイ、パッケージ間の相互作用を、異なったモデリングとシミュレーションレベルで相補い、おそらく、異なった技術を組み合わせることによって、SoCとSiPとの異質なツールの統合化（heterogeneous integration）を支援するように、CADツールを、さらに進展させなければならない。

ナノ構造のためのフロントエンド・プロセスのモデリング　 [Modeling and Simulation]

先進的なUSJ（Ultra Shallow Junction: 極めて浅い接合）構造はデバイス構造の継続的なスケーリングのために重要である。ミリ秒アニールやSPER（Solid-Phase Epitaxial Regrowth: 固相エピタキシャル再成長）により、ドレインエクステンション部を定義することは、in-situドーピングによるエピタキシャル層形成法とともに、接合深さの抑制、急峻な接合形成、活性化の促進のために広く使われることが期待されている。ミリ秒アニールの非平衡な遷移過程において、点欠陥、拡がりを持った欠陥、ドープした不純物とそれに伴って共にドープされる不純物の時間発展と相互作用を捕らえるためには、より物理的なモデルが必要である。SPERプロセス中で結晶とアモルファスの成長境界面で結晶化がどのように進行し、また、欠陥が生成さるるかを捕らえるためには、モデリング能力の拡張や開発が必要である。エピタキシャル成長プロセスの際に（in-situで）形成された初期の不純物状態を的確にとらえるためには、新しいモデルが必要である。バルクのSi基板の対して利用可能なプロセスモデルは、SiGe:C、Ge、SOI、エピ層、極薄のSOIを含む様々なSiベースの基板に対して、適用可能となり、あるいは、そのためのモデルの拡張が必要となる。GaAs や　InGaAsなどの高移動度の化合物裁量についても同様である。起こりうる異方性、界面／表面の効果、内在的な歪の効果なども含めた付加的な要因の考慮も必要となる。分子種の利用、ビームラインを使わない注入、冷却または加熱した基板を使うなど、先進的な注入技術のモデリングが必要となる。SiGe:Cのようなエピタキシャルプロセスは、複雑な構造を持った多チャネルデバイスに展開される。このため、形状、構造、欠陥生成を含んだエピタキシャル成長層のモデリングは、そのようなエピタキシャルプロセスの最適化のためには決定的に重要である。デバイスの移動度を増大させるためのストレスの広範囲にわたる使用は継続される。アニール中の塑性変形や欠陥発生によるストレス緩和のようなプロセス中の材料特性の変化を含むストレスのより正確なモデリングが必要になる。シミュレーションのモデルとパラメータの校正のために、計測技術の改良/USJ(2D/3Dのドーピング)のリバースモデリング/十分な分解能のストレス計測に対する継続的な要求がある。デバイスは擬似2Dから大きく外れ、3次元的な本性が発現すると予想される。このため、先進的3次元メッシュ、3Dの計算の効率性と精度を向上させるための並列処理が必要となるだろう。バルク中や界面において、原子レベルから連続的なドーパントや欠陥までの階層的なモデリングが、ナノスケール構造に関連する効果の理解の助けとなる。High-k/メタルゲートは基本的な構成要素として期待されているため、High-k/メタルゲートの仕事関数、界面の原子論的構造とその移動度への影響、信頼性のモデルングは必要となろう。

低コスト生産　[Cost-Effective Manufacturing]

設計生産性と製造容易性　[Design]

技術サイクルが進む毎に使えるトランジスタの数は倍になり、設計複雑度も同様に倍増する。プロセスの技術進化を追いかけつつ設計品質を保持するためには、設計インプリメンテーションの生産性を設計複雑度と同等のレベルまで改善しなければならない。設計生産性を向上し、設計の再利用を行うことはこれらの問題に対してキーとして考慮すべきことである。高位レベルのアブストラクション、プラットフォームベースの設計、マルチプロセッサのプログマビリティ、検証、アナログとミックスシグナル回路の合成などが、プロセス技術サイクルの進展のペースに合わせて、設計生産性を進展させて行くための重要課題である。低コスト生産のためには製造容易化設計の分野の継続的な改良が要求される。特に、デバイスばらつきの性能と消費電力への感度を最小化する設計、リソグラフィにフレンドリな設計(設計ルールの制約の増加に整合した規則的なレイアウト設計のスタイル)、テスト容易化設計、信頼性保証設計などの要求度が高い。 


テストの複雑さ　 [Test and Test Equipment]


次世代テスト技術の複雑さは、3D-ICのように1つのデバイスに異種(ダイ)の集積を行うような設計とプロセスの相互作用がさらに入り組んで、生産立ち上げのための歩留まり習熟の課題を課している。異種ダイ集積デバイスの特性は、レイアウト環境のみでなく、プロセス工程の集積と設計のモデリング機能に依存する。テストと製品故障解析における効果と効率は、歩留り向上の鍵となろう。インテリジェントなテストデータマイニングは、デバイスのトレーサビリティ(各製造工程がますます重要になってきている)と製造を最適化するためにフィードバックされる。更なる改善の分野には、(1) 効果的な血管の位置指摘、(2)　温度効果の物理故障解析技術、(3) 精巧なDFM解の異種混合デバイスの効果的な実施、等のための新たなテスト装置、テスト手法、および設計ソフトウェアが含まれる。

継続するテストのコスト低減　[Test and Test Equipment]


ムーアの法則で予測される継続するコスト低減は、テストには普通当てはまらないかもしれない。ますます複雑となるデバイスへの新たなテスト要求は、継続的なコスト縮小のために高いレベルでのテスト並列化を可能として今日までのテストコストを維持してきた革新的な新たなテスト技術(たとえば、DFT,コンカレント試験、アダプティブテスト、BIST、自己試験、自己診断、自己修復、自己補正、自己補償)をドライブする。反対に、プローブカードを含むテストのツールコストは低減していないし、もしもこのままのトレンドが続くならば、総コストの大きな割合を占めると危惧される。新デバイスアーキテクチャあるいはその統合化の枠組みに対する習熟曲線の加速は、技術全体のコスト低減目標に同期させてテストコスト低減曲線を維持するために、重要である。生産コストの最適化は、出荷製品の総合品質を確保しつつ、設計、製造、歩留り習熟、およびテストのバランスを取らなければならない。動的なフローでのインテリジェントなテストデータマイニング、テストおよびシステム信頼性のソルーションの統合、デバイス設計工程におけるテストのインタフェースハードウェアと機器のシミュレーションおよびモデルの統合、これらはテストコスト低減のための新たな課題である。 


急速に変化するビスネス要求への対応　[Factory Integration]


従来からのIDM（統合デバイス製造者）を中心にしたデバイス製造のビジネスモデル以外に、ファブレス‐ファンダリーモデル、ジョイントベンチュアーモデル、様々な業務の分担モデルあるいは製造の外部委託が、顧客からの多様で、また変化の早い需要にこたえるために、半導体製造の業界内に広く浸透をしている。更に、漸進的ではない技術の導入、複雑な製品設計、多数のトランジスタの集積、プロセスの複雑さなどのような多様な顧客要求があるため、夫々が少量で多品種の製品製造への速やかな対応が、必須の要件となっている。これらの要件が、以下に示す技術分野で、短期要求に掲載されるべきチャレンジの項目となっている。すなわち、従来よりも多く台数と種類の装置とソフトウェアを工場で連携させて稼動させる、あるいは新しい工場の立ち上げ、または新世代のデバイスの立ち上げにあっては、工場全体システムの複雑な制御を支えるシステムの立ち上げ・稼動を速やかに行いつつ、製品の量産への立ち上げを短期間で実現する必要がある。 


設計、マスク設計・制作、フロントエンドのプロセス、バックエンドのプロセス、テスティング、パッケジングに至るまでの業務エリアで必要な、あるいは業務エリア間で必要な、情報の連携利用に掛かるプラットフォームの構築も、きわめて重要なチャレンジとなる。工場出力の最適制御、サイクルタイム改善、コスト縮減に対応した工場の製造能力と動態性能のモデル化は、多品種の混流製造オペレーションの成功に重要な要素である。

製造コストとサイクルタイムとのトレードオフ関係の改善　[Factory Integration]

サイクルタイムとコスト縮減のチャレンジに対応しての300mm工場の継続改善事項としては、装置のより改善された可稼働率と生産性、工場をフレキシブルに運用しコントロールするための自動搬送とシステムの改善、、少数毎ウェーハの製造とウェーハ毎のデータ収集、電力、水などや非製品ウェーハ(NPW)消費量の削減・省略が挙げられる。300mmから450mmウェーハによる製造技術の導入は2014から2016時期での、重要な技術的な節目である。450mm移行は、コスト30%とサイクルタイム50%の同時改善実現に重要な技術であると考えられている。

コストと機能への要求が変動するマーケットへの対応　[Assembly and Packaging]

パッケージング技術の解決すべきテーマとして、三次元チップ積層に付随した課題が挙げられる。

· 協調設計と設計環境

3次元ICに必要なことは、性能やコスト、リードタイムを維持した上で、従来からあったパッケージ設計の手順やツールおよび環境から、システムレベルの設計アプローチ（チップ・パッケージ・システムの協調設計）に進化することである。 最近の複雑化してきた課題の例を挙げると

· 多機能なチップとパッケージへの入出力設計と、それらの相互作用の理解

· 桁違いに増加した設計データの処理

· ICやパッケージの手直しに伴う設計工程の増加

· システムレベルの電気特性や放熱特性、熱応力モデリングに加えて、チップのIO設計、システムレベルの信頼性、製造性の検証のインテグレーションへの強いニーズが信頼性を高めている。

· 新たな、より強力なパッケージ設計ツールのオペレーションの習熟曲線

· コストアップと製品化速度アップのトレードオフ

これら以外の3次元ICへの課題は

· 材料：サブストレート、インターポーザ、low k同等材料、受動素子内蔵、アンダーフィル材料

· プロセス：積層、ボンディング（CoC/CoW/WoW）、ウェハ薄化、薄ウェハのハンドリング、TSV、リワーク、セルフアセンブリ

· テスト：プロービング方法、コスト、KGD

チップに混載不可能な部品のインテグレーションへの提案　[Radio Frequency and Analog/Mixed-signal Technologies, Assembly and Packaging]

SiP技術は、多様なアプリケーションやシステム要求に対応するために開発された技術であり、激しい変化の中で急成長している無線携帯電子機器のマーケットに適している。SiP技術を整理統合して、汎用の設計環境を構築することはますます重要になってきた。MEMSなどQ値の高いRFデバイスは、通常チップ上に混載できず、受動集積デバイス(IPD)として別途製造する必要がある。同一チップ上に混載できない部品をインテグレーションする方法の代表として、3次元積層と部品内蔵基板がある。個別単体部品を基板上に実装する代わりに、基板内に受動素子を形成するためには、しばしばキャパシタ用の高誘電率材料、抵抗用の高抵抗薄膜やペースト、インダクタ用の高透磁率(μ)材料など新たな材料を導入する必要がある。これら様々な受動素子内蔵の工程を簡略化することは、コスト低減に大切である。デバイスのテストや調整にも大きな課題が残っており、特にパッケージングした後や組立てプロセス中で重要である。工程中の公差、回路、そしてテスト中の浮遊インピーダンスからなる高精度モデルは、内蔵部品からなる回路性能を設計段階でシミュレーションできるので、設計者に必須である。内蔵受動部品の実装設計に必要なCADツールが欠落していることも課題の一つである。

化学物質と材料に関するアセスメント（評価)　 [ESH]

新規化学物質、新材料、および新プロセスの短時間で導入する際、人の健康、安全、および環境への新たな有害影響を引き起こさずに製造過程で新規化学物質と新材料を利用できるのを保証するために新しく迅速に評価できる方法を必要としている。 これらのアセスメントは、ESH影響の評価と定量化に応えることが求められているが、現在、焦点はプロセス実現を促進させるところにある。そのようなものとして、地球温暖化の潜在能力(GWP)を有するとして分類された化学物質を使用する工程からの排出、無鉛のパッケージへの完全な変更、生体への有毒性、などを含む短期的課題、およびESHの要件に適合する間にも、技術障害を乗り越えるために不可欠な新素材/新規化学物質のしっかりとした、迅速なアセスメントの必要性があります。

資源の節約　[ESH]

半導体産業が成長し、その技術が微細化や大口径化に向かって前進して行くにつれて、自然の成り行きとして水、エネルギー、化学物質、そして材料の使用量が増加していくことになります。 資源の節約は、主に使用効率、コスト削減、製造場所、維持可能性、そして廃棄物処理に関して主要な関心事になっています。したがって、効率的に資源を活用できるさまざまのプロセス装置を開発することが必要です。ファシリテイー設備とプロセス装置における化学物質、材料利用有効利用、およびエネルギーとウェーハ消費削減に対する継続した改善はクリーンルームの熱管理と同じように必要とされています。450mmウェーハ対応のプロセス装置の開発はブレークスルー実現のための機会であり、また、必須でもある。

複数のキラー欠陥の検出とSN比　[Yield Enhancement]


近年、技術サイクルの要求する特徴的なサイズの微細化と同じ、もしくはそれを超えるような速さで、検査装置で検出できる欠陥サイズの微細化が期待されている。これに伴い、膨大な数の問題の無い欠陥もしくは擬似欠陥の中から興味のある欠陥（DOI）を効率よく経済的に識別しなければならないという課題が持ち上がっている。欠陥の識別におけるSN比の向上にとって検出ユニットと試料のバックグラウンドノイズの低減は、重要な課題である。

増加し続けているアスペクト比や配線構造の複雑化への対応も、継続しての重要な課題であり、検査装置開発が必要である。

レイアウト様式とシステマチック歩留まり低下：高スループット論理診断能力 　 [Yield Enhancement]


ランダムロジックの部分はリソプロセスウィンドウを横切るパターンの余裕のなさのようなシステマチックな歩留まり低下に非常に敏感である。ランダム欠陥が歩留まりを規定するようになるまでは、製品に組み入れられた、そしてテストフローにシステマチックに組み入れられた論理診断能力によってシステマチック歩留まり低下は効率的に検出、対策すべきである。異なる自動テストパターン生成（ATPG）の適応、論理診断に変換するのに必要な多量のテストベクトル記録がテスト時間の増加をもたらす自動テスト装置（ATE）、ダイ毎の論理診断時間、レイアウトに対応するシステマチック歩留りモデルを構築するための診断結果の統計的収集といった潜在的な問題点もある。

ウェーハエッジ、ベベル管理と欠陥検出　[Yield Enhancement]


ウェーハエッジ、ベベル周りの欠陥、プロセス不具合が歩留まりに問題を引き起こすことが知られている。ウェーハエッジ、ベベル欠陥検査装置の検出感度、スループット、経済性（CoO）の開発と弛まぬ改善が先端デバイスの歩留まり向上において重要性を増している。 


工場および会社規模での計測統合　[Metrology]

CoOを基本においたプロセス制御を行うためには、計測方法あるいは、相補的な計測方法の組み合わせを注意深く選択する必要があると同時に、計測のサンプリングに関しても統計的に最適化をしなければならない。一方、その場のインライン計測は、プロセス制御を厳密に行うことや、スループット面でも必須になりつつある。APCやFDC、あるいは、他のシステムと連携して、全ての計測（すなわち、オンライン計測やオフライン計測）からの情報は、データベースに統合され、プロセス制御パラメータを決定したり、計測情報と歩留まりの相関取りを行い、歩留まりを改善するために活用される。このような効率的でシームレスな情報統合を実現するには、プロセスコントローラー、インターフェース、データ管理、そしてデータベース構造に関する標準規格が必要である。センサーに関しては、校正、検出方法、データ処理を含め継続的に改善することが強い要望として上がっている。今後必要とされる新たなセンサーの開発においては、先進のプロセスモジュール開発と同時に、そして、かつてない開発スピードで行わなければならない。

複雑な積層材料、界面特性、構造の計測　[Metrology]

メタルゲート、high-kゲートの積層構造、高度な歪技術によって移動度を高める技術は、先進的な配線技術、low-k誘電体構造同様に、最小寸法（膜厚、形状寸法、ラインエッジラフネス等々）、材料の物理特性（例えば、歪）や界面の物性（例えば、仕事関数、界面状態等々）を含む物理的、電気的特性の観点から、新規あるいは、継続的な計測手法の改善や標準試料を必要とする。FEPとBEPの積層膜構造の計測においては、通常大きな領域のテスト構造を用いて計測するために、その領域の物理的、電気特性の平均的な挙動を与えることになる。それゆえに、所望の寸法近傍の積層構造を特長づける新しい計測技術が近い将来必要となる。 


クリティカル計測における考慮－“精密さ”と“不確かさ”　 [Metrology] 

ロードマップ中の計測の値を比較する際に留意しなければならないことが幾つかある。比較することの有効性は、比較を如何に正確に行うかに強く依存している。従来ITRSにおける“精密さ”（precision）は、単一計測装置の“経時変動を含んだ計測再現精度”（reproducibility）として解釈されていた。“精密さ”（precision）という言葉は“不確かさ”（uncertainty）という広義の言葉で最もよく理解される。計測誤差は時間変動（reproducibility）、計測装置間マッチング（tool-to-tool matching）、サンプリングによるバイアスの変動（sample to sample bias variation）の影響が複雑に反映されている。計測の“不確かさ”（uncertainty）は、このように、計測間、計測装置間、サンプル間の要因によって発生するバイアスの変動の総和（分散としての総和）として定義される。

リソグラフィーの計測　[Metrology]


リソグラフィーの計測はパターン形成技術の急速な進歩に絶えず対応しなければならないという課題を抱えている。トランジスタのゲート長のバラツキを適切に制御するために、まず、マスクの品質を計測することから始まった。大きな値のマスクエラーファクター（MEF）をリソグラフィーで使用する場合は、マスクの製造段階で厳しいプロセス制御が必要である。したがって、より正確で精密な計測の開発が必要である。マスクの計測は、光の位相が正確に投影されることを計測することも含んでいる。ウェーハ上における最小線幅と重ね合わせの計測も次第に困難になってきている。プロセス制御と製品の特性に対する計測の必要性は“精密さ”、相対的な“正確さ”、そして計測機マッチングの進歩を加速し続ける原動力になっている。将来の技術世代に対応した計測を具現化するためには、CDや重ね合わせに対する研究開発の加速は必要不可欠である。これらすべての課題にあたっては、もう一つの重要な計測の課題である計測能力の評価方法についても改善させなければならない。 

長期予測　In The Long Term (2019 through 2026) 


性能向上 [Enhancing Performance] 

リーク電力の管理 [Design]


消費電力は緊急の課題である一方、長期的にはリーク電流や待機時電流の要素が業界の主要な難題となっている。かつてバイポーラ技術がこのリーク電流ゆえに数十年前に整理されたように、CMOS技術の生き残りが脅かされている。リーク電力は、ゲート長、酸化膜厚、しきい値電圧など、キーとなるプロセスパラメータにより指数関数的に変化し、スケーリングとばらつきの両方の観点から厳しい課題を提示している。低電力デバイスでのオフ電流はテクノロジーサイクル毎に10%の割合で増加しており、ドレインとゲートの両方のリーク電流が多くなってくる。それゆえ、設計技術は待機時電流を一定に保つか、少なくとも制御できるような貢献をしなくてはならない。

非古典的なCMOSチャネル材料の導入 [Process Integration, Devices, and Structures and Emerging Research Devices]


極めて微細化したMOSFETに対して，十分な駆動電流を得るためには，擬バリスティック動作で高い熱速度とソース端における高い注入が必要だと考えられる。最終的には，III-Vあるいはゲルマニウムのような高い輸送特性をもったチャネル材料による，シリコン上の薄いチャネルや半導体ナノワイヤ，カーボンナノチューブ，グラフェンなどが必要になるかもしれない。非古典CMOSデバイスはCMOSプラットフォーム上に物理的かつ機能的に集積される必要がある。このような集積化には，シリコン上に他の半導体をエピタキシャル成長することが求められ，非常に挑戦的な課題となっている。求められる材料/デバイス特性は，高温あるいは腐食性の化学プロセスを経た後にも，保持されなければならない。信頼性の課題は，技術開発の初期段階において，特定され取り組まれなければならない。

新メモリ構造の同定、選択、適用 [Process Integration, Devices, and Structures]


高密度、高速、低電圧動作の不揮発性メモリが強く望まれるようになってきており、超高密度のスケーリング技術として、許容範囲の歩留まりと性能を有する、何層にも積み重ねられた縦型積層セルアレイといった三次元構造が必要とされている。DRAMのスケーリングも困難になってくると予想される。特に、酸化膜換算膜厚EOTのスケーリングや超低リーク、電力低減の実現が難しくなってきている。全ての不揮発性メモリは、材質の限界に直面しており、不揮発性メモリの成功は、用いる材料の改善や新規材料の開発、或いは、エマージングデバイスの発展に掛かっている。

RF and AMS CMOSの将来の課題 [Radio Frequency and Analog/Mixed-Signal Technologies]


無線周波数帯とアナログ・ミックスドシグナル(以下RF and AMS (Analog/Mixed-Signal)) CMOS技術では、マイクロ波応用にはProcess Integration, Devices, and Structures (PIDS)の章のLow Standby Power (LSTP)ロードマップを、またミリ波応用にはHigh performance (HP)ロードマップを基本として用いている。HPとLSTPのロードマップを反映して、デバイス構造の基本的な変化として、マルチゲートや完全空乏型SOIが、持続的な性能向上や密度向上のために必要になるものと予測している。これらの電気的な特性は、従来のCMOSのものと基本的に異なっている。期待できる有利な点としては、より高い電圧ゲインや、より低いドレイン-基板間のカップリングなどがある。しかし、これらの違いが、電源電圧の定常的な低下につれて、重要な回路設計上の課題を引き起こし、現行の設計ライブラリィを劇的に変化させることになるかもしれない。そこで、スケーリングしたCMOSデバイスと、従来の精密なアナログやRFのドライバーを並べて集積するには、別の製造工程が必要になるかもしれない。今でも、system-on-chip (SOC)の応用開発を推し進めているのは、任意のアナログや高圧デバイスを混載することを促進し、これによって、たとえ付加のためのコストが上昇しても、使えるデバイスの選択肢を拡げることができるからである。

RF and AMS素子のための性能指数　[Radio Frequency and Analog/Mixed-Signal Technologies]


今回の2011年版RF and AMSの章では、性能指数(FoM: Figure of Merit)を、それぞれ、RF and AMS CMOS, シリコンバイポーラ及びBiCMOS, III-V族化合物半導体デバイス、オンチップ受動素子および高圧MOSについて示した。デバイスが高性能化し、寄生抵抗や容量が小さくなってきているため、高周波測定から信頼できる性能指数を抽出することが困難になってきている。そのため、信頼できる測定限界である20 fF以上の容量を持つように測定トランジスタをレイアウトすることが望まれている。測定法、de-embedded (剥離法)やパラメータの抽出法が、RFの性能指数では重要な意味を持っている。コンパクトモデルに求められる厳密性を確保するため、幾つかの複雑な方式が提案されている。しかし、多くの会社では、特に高速の有線通信デバイスでは、デバイスの最大遮断周波数を測定とモニターするという、似たような古典的な方法を用いている。さらに、自己共振周波数(SNR/Fmax)は、特に低ノイズアンプ(LNA)のような無線通信デバイスにとって、非常に重要なデバイスパラメータである。しかし、Fmaxは電源線や接地線を含めたレイアウトパターンに強く依存している。そのため、性能指数を議論するには、洗練され共通化した評価法が必要になってくるだろう。

通常の手法にとらわれない方法を用いた伝統的な微細化から実効的な微細化と機能の多様化への移行 [Interconnect]


ラインエッジラフネスやトレンチの深さや形状，ビア側壁のラフネス，エッチシフト，洗浄による膜減り，CMPの影響，ビア側壁に位置するポーラスLow-k膜のボイド，バリアのラフネス，Cu表面のラフネスは全て，不運にもCu配線での電子散乱に影響し，抵抗の増大を引き起こす。多層配線は，新材料の導入，微細化，パタン依存プロセス，代替メモリ，光・RF通信と相俟って，課題解決は耐えない。エッチング，クリーニング，高アスペクト構造の埋め込み，とりわけLow-kのデュアルダマシン配線構造やナノスケールでのDRAMでもまた，大きな課題である。新たな構造を作るための材料とプロセスの組合せは，インテグレーションの複雑化を産み出す。配線総数の増加は，熱機械効果を劣化させる。新規の能動素子は配線層内に取り込まれる。３次元のチップ積層は，より強固な機能の多様化をもたらすことにより，従来の配線の微細化での困難さを回避する。コスト目標に見合った量産化技術の解も一つの課題である。

レジスト材料　[Lithography]


2酸拡散長に起因し22nmハーフピッチ以降に化学増幅レジストの感度の限界が来る。デバイスの積極的な微細化にともない、すべてのリソグラフィ解決策に対して2018年にはライン幅のラフネス(LWR)は1.3nm以下に、要求されるゲート寸法制御は3σで1.3nmにまで小さくなった。 (シリコン格子間距離は0.235nmであることに注意。) 寸法改善、LWR制御、10nm以下で低欠陥密度である新しいレジスト材料が必要である。PFAS化合物の代替物から構成されるレジストと反射防止膜の材料は、将来のESHの懸念になると予想される。

CMOSとメモリデバイスにおける新構造への移行　[Front End Processes]

CMOSおよびメモリデバイスにおいてスケーリングトレンドを維持していくには、いくつかのシナリオが存在する。新しい材料、新しいデバイス構造、あるいは3次元化によってスケーリング（等価スケーリング）が進むと予測されている。それらのなかで、CMOSの基本的な構造を変えることは非常に挑戦的で、例えばチャネル材料やマルチゲート構造をの場合だと新しいプロセスも同時に開発する必要がある。これらのプロセス技術には、スターティングマテリアル、表面処理、リソグラフィー、パターン加工、そしてゲートスタックが含まれ、ゲートスタック技術はブースター技術、ドーピング、計測技術、均一性、信頼性も必要とする。一旦そのような新構造を選択すると後戻りはできない。プロセス統合や製造の観点で関連するITWG間の協力と議論が必要である。メモリ領域では、電荷を用いたデバイスがばらつきやクロストークなどの物理限界に直面している。コストと性能の面でこれまでのスケーリングトレンドを維持するには、新しい記憶メカニズムを用いるとか経済的な3Dプロセス統合を実現するなど、革新的な技術が必要になるだろう。

非破壊の製造工程ウェーハ、およびマスク計測　[Metrology]


3次元構造の寸法計測や欠陥検査をするために、非破壊（界面の帯電や汚染が無い）で高分解能のウェーハ/マスク工程の顕微鏡検査が必要である。CD計測精度を向上させるためには、物理形状と計測装置内で分析された検出波形の関係を理解する必要がある。界面の帯電や汚染は、センサーや検出方法も同様に改善が必要である。新たな収差補正機能を有した光学設計が高分解能やスループットにとって必要である。高分解能光学系、検出波形の分析技術、試料の非帯電技術の組み合わせによって、ダマシンプロセスにおけるサイドウォール形状やトレンチ形状を含む3次元構造のCD計測や欠陥検査が可能となる。同時に、CD計測機器は、信頼性のある安定した計測を行うために、標準材料や標準構造を用いて校正されなければならない。

三次元大規模化における電源設計とワイドバンド設計　[Assembly and Packaging] 


三次元大規模化が限りなく続く現在、電源供給設計と放熱設計が更なるシステムインテグレーションの鍵となる。デジタル電子機器の伝送をよりワイドバンドにするためには、協調設計や損失の低い絶縁材料、そしてパッケージレベルにおける光信号の導入が必要となる。フリップチップのはんだボールを、微細ピッチで短いCuポストに置き換えることや、チップへの脆弱なlow k層の導入は、チップとパッケージ間に重大な干渉を課す。多数の企業間でシステム設計工程や製造工程を分けて分担することは、高度なシステムの性能や信頼性、コストバランスの最適化を困難にしている。

材料技術　[Emerging Research Materials]


材料技術には多くの挑戦的課題が残されている。それらは、目的達成のために制御された特性を示す材料を見出し、優先順位を付け、そして課題解決方針を提示するところにある。そして、それらの材料特性は「プロセス･インテグレーション、デバイス、構造(PIDS)」「フロントエンドプロセス(FEP)」に対して、実践的な研究開発を遅滞なく実施することが出来るほど十分に定義されていなければならない。さらに、これらの特性は、長期的ロードマッピング、そしてその先にあるナノメートルスケールでの高密度新探求デバイスの動作に対しても示唆を与えるものでなければならない。高密度デバイスの開発に向けて材料特性を制御するためには、材料合成の研究が推進されなければならない。そして、メトロロジやモデリング技術の更なる改善に向けた研究開発との融合が必要となる。集積化されたデバイスの更なる高度化に向けて、実際のデバイスにおいて材料特性を評価する計測法の開発要求がますます高くなってきている。また、デバイス特性を予測する、より正確なマルチスケールシミュレーション技術が求められる。さらに、新規材料のライフサイクルアセスメントとリスク管理が、企業の持続的発展とビジネス判断に対して、より本質的な重みを持つものとなるであろう。

デバイス技術[Emerging Research Devices]


新探求デバイスにとっての長期的な課題は，メモリ技術に関するもの，情報処理あるいはロジックデバイスに関するもの，多様な機能をもったコンポーネントの異種集積化に関するもの，に分けることができる。現存するメモリの最高の特性を併せ持つ新しいメモリ技術が，CMOSプロセスフローと互換性のある作製技術で実現することが求められている。新しいシステムアーキテクチャと互換性のある，新しい作製可能な”beyond-CMOS”情報処理技術が求められている。電荷とは異なる新しい情報担体（状態変数）の実現が望まれる。2値でない（non-binary）データ表記や非ブールロジックが求められる可能性がある。


コンベンショナルCMOS後の製造技術の不確定事項 　 [Factory Integration]


コンベンショナルCMOS後の製造技術が定まらないために、今後工場技術と、工場設計に大きなインパクトを与える可能性がある。次世代の工場のデザインについては新しいデバイスの開発時期と導入時期、そのプロセス技術の継続性とが不明であるために、幅広く工場ニーズを捉えたフレキシブルな工場設計をする必要がある。このような将来工場とは、製造技術の大きな転換に際して、新しいデバイスの開発当初から、量産のフェーズに至るまで要求される工場機能を遅滞無くフレキシブルに、またリスク無く提供するものである必要がある。同時に年毎の0.7倍のトランジスター面積の微細化を目標とするダイサイズとコストに合致しながら達成する必要がある。これは数え上げ、想像するだけでも、工業的にも、工場リソースの実装にとっても非常に大きなチャレンジである。

低コスト生産　[Cost-Effective Manufacturing]

新材料に関する化学的、熱機械的、電気的な特性のモデリング　 [Modeling and Simulation] 


技術開発においては、ますます、新材料導入が必要となってきた。物理的限界のため、新材料が無ければ、更なる微細化が困難なためである。新材料の導入は、特に、ゲートの積層、配線構造、フォトレジスト、さらには、新探究デバイス（ERDとERMの章を参照されたい）において必要とされる。結局、装置、プロセス、デバイス、回路のモデルはこれらの新材料を含むように拡張されなければならない。特に、実験の手間を削減し、半経験的計算にに必要なデータベースに寄与するためには、材料科学の計算ツールを開発し、それを新材料の評価と選択に貢献できるように応用することが必要である。さらに、モデリングは、斬新な材料とデバイスの評価を可能とするため、測定手法の開発を助けるものでないといけない。 


インラインでの欠陥の特徴付けと解析　[Yield Enhancement]


より小さな欠陥サイズと形状の上での特徴付けの必要性に基づき、光学的システムとエネルギー分散型X線分光器システムの選択肢はパターンサイズより小さな欠陥のための高いスループットでのインラインの特徴付けと解析を要求される。解析されるデータ量は劇的に増加しており、それゆえにデータの解釈と質を保証するための新しい方法が要求されている。

コストコントロールと投資回収　[Lithography]


2nmハーフピッチ以降にリソグラフィを拡張するためには、EUVLのような新しいリソグラフィ、またはマルチパターニングのような新手法、またはそれら両方の組み合わせを導入することが必要となる。現状32nmフラッシュのコンタクト無しのポリと45nm DRAMのコンタクト有りのM1ハーフピッチの技術サイクルを目標とするこれらすべての手法は、シングル露光の液浸リソグラフィプロセスに大きな変化をもたらす。スペーサーダブルパターニングは32nmと22nmのフラッシュメモリに使用されている。従って、露光関係コストと処理能力の比率の維持または改善を達成するのは不可解なジレンマかも知れない。マスク使用量が多い場合には、マスクコストはリソグラフィコストの重要な要素である。そのためコスト効率のよいポスト光マスクの開発が必要である。コスト効率のよいリソグラフィシステムは、今後の450mmウェハ世代の製造にも望まれている。

歩留り習熟のためのテスト　 [Test and Test Equipment] 


増加するデバイス機能の多様化は、テストの開発と同様に歩留まり習熟のためのテストもそれに対応して複雑化させる結果となった。。光波長を大きく下回る加工寸法（そして欠陥サイズ）の急激な縮小、故障解析時間の急速な増加、故障解析効果の低下、そして他の物理的技術（パイカ、レーザプローブ）の実用上の物理的限界への接近に伴い、業界は半導体ビジネスの戦略的な転換点に到達しようとしている。結果、故障位置指摘の特異性に関してダイ上の計測と故障診断ソフトウェアツールを改善するとともに、ダイ上の回路（DFT回路など）を製品間に跨りまた製品を通して広く用いることによって、歩留り習熟速度をより強化する必要がある。過去においては、メモリ配列上の故障ビットや論理回路上の故障ゲートを指摘すれば十分だったかもしれないが、将来は少なくとも故障トランジスタまたは故障の配線を電気的に指摘可能とするよう実ビジネス上の必要性がある。さもないと、半導体業界は新プロセス技術における歩留り改善速度の低下という経済的な結末を味わうことになる。

続性と製品の管理　[ESH]

ビジネス上考慮すべき事項、更には、持続性評価基準（費用対効果がよくてタイムリーな方法で）は、製品管理のために必要である。そのうえ、環境、安全と健康のための設計（DFESH）は、管理者の意思決定と同様に付帯設備、生産設備、製品の設計のための肝要な部分にならなければならない。環境にやさしい、付帯設備、製造設備、工業製品の寿命期、再利用、再資源化、回収は、ますます、ビジネスとESH両面のニーズを満たすために重要となる。 


コスト効果を持つ先端ファブの持つべきフレキシビリティとスケーラビリティへの適合　[Factory Integration]


変動の激しい市況のもとで、製造過程でのタスクシェアリングあるいは製造の外部委託を利用しながらも、生産を合理的に執行できる量の製品で常に工場を満たすように操業する能力が、製造利益を維持するために必要な能力である。製造が依託された製品も含めて、高信頼性製品について如何に体系化された製造品質管理の可視化を顧客に提供するかも、チャレンジ事項である。300mm工場の大型化のニーズ(40K–50K WSPM)のためには、建物、製造装置、補機、工場の情報制御システムの数世代に渡っての再利用が重要となる。タスク分担の実現は業界のデータ標準化や、業務可視化の方法の標準化に大きく依存する。

2011新規事項—ワーキンググループ要約（What is New for 2011—the Working Group Summaries）

システム・ドライバおよびデザイン

TRS2011のシステム・ドライバ章およびデザイン章では、以下の主要なメッセージとアップデートが含まれている。

短期予測(2016まで)の主要な技術課題としては、(1)消費電力の管理、(2)設計生産性と製造容易性を引き続き提示した。　市場経済のスケーリングが新しい電子機器の市場への低リスクで、かつさらに短い製品ライフサイクルでの投入が出来るかどうかに根本的に依存しているので、設計生産性は設計技術ロードマップの中での中心的な課題で有り続けている。プロセスばらつきや回路の信頼性の観点からは、最新のCMOSの技術ノードでは、設計生産性は製造容易性の改善要求とは全く不可分の関係にある。同時に、消費電力は、半導体の実現可能なスケーリングを制御するための支配的な技術指標となった。実際、デバイスのロードマップは消費電力ドリブンであり、また動作周波数はいくつかの市場領域では平坦化された。消費電力の管理は、今や電子機器の中心的な課題・懸案であり、新しい低消費電力ロードマップがITRS2011のデザイン章に掲載されている。更には、モアザンムーアが半導体製品のスケーリングでの必要な部品として継続している。最終的には、異種混交的なシステムや製品ドライバ、例えばRFやアナログ、ミックスドシグナルのブロックなどがITRSのロードマップで注目を集めている。

長期予測(2017年以降)での主要な技術課題として、新たに(1)コンカレント・ソフトウェアの設計、と(2)信頼性と弾力性のある設計　を提示した。　システム・オン・チップの時代においては、ハードウェアとソフトウェアの構成要素物は等しく重要である。このことは、設計コストモデルと将来の設計生産性および低消費電力設計技術改良の記載から読み取れる。スケーリングのロ－ドマップにより、さらに加工寸法やピッチが微細化され、さらにチップあたりの機能が増大するのにともなって、ばらつきや欠陥のメカニズムに対応した弾力性のあるシステムが最重要課題となるだろう。

デザイン章およびシステム・ドライバ章のITRS2011の詳細、およびITRS2012の更新に向けての計画を以下に記載する。

・デザイン章

　　ITRS2011では、初めて低消費電力技術ロードマップを提示したことに加えて、論理、回路、物理（L/C/P）における3D/TSV設計の可能化、製造容易化設計へSRAMを追加し、弾力性のある製造容易化設計、さらにはテスト設計、設計検証、L/C/Pに多くの更新・追加を行った。 

ITRS2012に向けては、モア・ザン・ムーアの設計技術ロードマップを新規追加することを計画してる。

・システム・ドライバ章

　　ITRS2011では、MPU周波数ロードマップの更新が継続され、また、AMS/RF、混載メモリ・ドライバが更新され、更にはSOC-CPおよびSOC-CSのモデルが更新された。注目すべき将来の更新計画としては、モア・ザン・ムーアのロードマップの一部となるAMS/RFサブドライバ（SOCやSystem-in-Packageへの適用を含む）の新規追加がある。

他のITRS技術ワーキンググループとの相互連携に関しては、2011の設計ITWGは、デバイスのCV/I上昇の減速、論理デバイスの全体的なロードマップに関わる消費電力ロードマップ、3D実装に関する設計への多用な影響や要求、アセンブリとパッケージング、配線、テストおよびフロントエンド・プロセス技術に注力した。他のワーキンググループとの共同作業で得られた成果は、デザイン章とシステム・ドライバ章に反映されている。更に、2010 ACM/IEEE/EDA DEsign Automation Conferenceでの第２回ITRS-driven EDA Roadmap　Workshop、および2011 IEEE CANDE Workshopからのインプットが具体的に組み込まれつつある。

2011年版の要約：消費電力が設計ロードマップの中心課題であり、今後10年間にわたって主要な課題の一つであり続けるが、一方で、モア・ザン・ムーアの設計技術や、コンカレント・ソフトウェアや、信頼性と弾力性のある設計が来るべき将来の課題となるであろう。

Test and Test Equipment


2011 テストロードマップ

2011年度版のテストロードマップは、多くのトレンド変化に対していくつか重要な変更を含んでいる。さらに、2011年の章には、3D/TSVの試験についてデザインと試験についての考察を扱う新しいセクションを含んでいる。テストコストのセクションは、テストコスト調査の結果を元にアップデートされた。SOC/DFTとLogicのセクションは多くの種類のDFTの効果とシナジーを改善するために改版された。

デバイストレンド

重要なデバイスドライバの変化を特定することは、テストロードマップを改定するよりも重要である。Fault tolerantデバイスとアーキテクチャが2011年のドライバとして追加された。もしも、部品あるいはシステム自身がエラーを修正あるいは適応出来たとするとエラーはテストや欠陥モニタリング工程から隠されることになり、製造工程の品質の理解を失うことになるかもしれない。  


テストコスト

テストコスト章は、2011年の産業界で行われた詳細なコストドライバに対する調査結果を共有する。テストコストは、これまで同様にテストの世界において増加している懸念である。これらのテストコストの増大に対して数々の努力がなされてきた一方で、現実には増加する複雑性がテストコスト増大のドライバとなっている。テスト効率の向上が、近未来のテストコストドライバに追加された。

3D/TSV & DFT

3Dデバイス(TSVによる積層ダイ及びSiPデバイス)の登場によりテストの世界においての挑戦は新しいレベルへと登った。将来的には、複数のテクノロジと供給者からのチップを含む環境下での特定の機能を効率的に並列で試験出来るようなテストアプローチが求められるだろう。

LogicとSoC章のセクションとテーブルは、共通のDFT主題をより反映させるために見直された。これらの多種のテストデータメソドロジより、製品を設計する段階で的確なデータ圧縮週報を選ぶことでテストデータ量、テストコスト及びテスト時間を本質的に削減可能であることを示している。

アダプティブテスト

アダプティブテストは、2009年のロードマップに追加され2011年度版で本質的に改版された。リアルタイムでの前工程の製造情報を用いることで製品の歩留まりを向上させテストコスト削減が可能だが、各工程での信頼性要求やテスト情報の追跡システムの複雑さが追加される。これらの追加されるリソースは直感的には全体の製造コストを増大させるように見えるが、実際の使用においては余分なテストを削減できることから、全体のコスト削減を達成している。 


2012年に向けて 


このように変化が激しい環境において、将来のロードマップに影響するだろう多くの分野がある。3Dデバイスは、現在幼年期状態であり今後、製造とアーキテクチャの課題が明確になるにつれてロードマップに影響を与えるだろう学習曲線に乗っていくであろうと期待される。アナログとRFは、継続して進化していき、それらは新しいテスト手法及びアナログDFTの更なる開発を要求していくであろう。チップ間のインターフェースは、バンド幅の増大と光通信を促進させ、それらはロードマップの中で理解される必要があるだろう。プロトコルベースのコミュニケーションは究極的には現在のインターフェースと入れ替わり、これはテストのパラダイムを変化させることになるであろう。 


Difficult Challenges


Table ITWG1

   Summary of Key Test Drivers, Challenges, and Opportunities

		Key Drivers (順不同)

		



		デバイストレンド

		デバイスインターフェースのバンド幅の増大 (シグナル数とデータレート)



		

		集積度の増大 (SoC, SiP, MCP, 3D packaging)



		

		非デジタルCOMS技術/先端技術の統合 



		

		複雑なパッケージの電気的/機械的特性



		

		単一の刺激/反応モデルを超えたデバイスの特性



		

		3次元シリコン　複数ダイ及び複数層



		

		同一デバイス上の複数I/Oタイプと電源



		

		Fault Tolerant　アーキテクチャとプロトコル



		テスト工程の複雑さの増大

		テスト工程時のデバイスのカスタマイズ



		

		製造の最適化のためのフィードバック



		

		アダプティブテストによる動的テストフロー



		

		試験条件の高位単位



		

		コンカレントテスト



		

		単一レベルでのトレーサビリティの維持



		テストの経済性の継続的なスケーリング

		物理的及び経済的な同測の限界



		

		テストデータとボリュームの管理



		

		試験冶工具やソケットコストの管理



		

		冶具の能力バランス、テスト工程の多工程化、システムテストとBIST



		困難な挑戦(優先度順)

		



		テストコスト(COT)とOEE

		依然として優先的な革新のドライバである。既存のCOTは、OEEにより制限され始めている



		テスト開発期間の増大(Time to Marketの観点

		増大するデバイスの複雑さがテスト開発の複雑さを増大させる



		Systemic欠陥の検出

		回路形状等の試験。ただの欠陥のみではない



		

		線幅、ドープの拡散、systemicなプロセスの欠陥による影響と現象の検出



		信頼性のためのスクリーニング

		バーンイン/IDDQ/電圧ストレスに対する挑戦と効果の導入



		

		不安定、非決定的かつ断続的なデバイスの振る舞い



		

		テスト工程での機械的なダメージ



		

		複数ダイのStack/TSV



		

		消費電力管理



		将来の可能性(順不同)

		



		自動テストプログラム生成( ATPGでは無い)

		テスタ用の自動プログラム生成



		圧縮されたScanの診断

		より良い歩留まり向上とScanデバッグ情報の収集



		シミュレーションとモデリング

		テスト冶具を含めたシームレスなシミュレーションとモデリングの設計プロセスへの繰りこみ



		テストとシステム信頼性の解決策の収束

		テスト(DFT)とデバイス、およびシステム信頼性(エラー検出、報告、修正)の間の解決策の再使用および代替可能性



		

		



		ATE—automatic test equipment     ATPG—automatic test pattern generation     BIST—built-in self test     HVM—high volume manufacturing



		MCP—multi-chip packaging      MEMS—micro-electromechanical systems





Process Integration, DEVICES, and Structures


PIDS (プロセス、インテグレーション、デバイス、及び構造： Process, Integration, Device and Structures)は、ロジック、DRAM、不揮発性メモリと信頼性の四部門で構成されている。2010年度版からの比較的大きな変更点を下記に記載する。

ロジック

· 高移動度チャンネル材料に基づいた新技術が導入される。 InGaAsがn-チャネルに、Geがp-チャネルに使われると予期される。 この技術により、低電力（より低いVdd）でも、HP (High performance)と同等の速度性能を目指す。2018年に量産と予測される。

· ゲート長とVdd用の対年のトレンドをスムーズなカーブにするためのマイナーな変更を行った。

· 動作時電力のモニターとなるCV2を全てのロジックのテーブルに追加した。

DRAM

· メモリセルのハーフピッチは、近年は変更なしだが、2020年以降僅かに微細化のペースが落ちる。

· セルキャパシタに関しては、2018年以降、電気的酸化膜(EOT)の薄膜化のペースが落ちる。

· 4F2の導入は、2013年と変更なし。

不揮発性メモリ (NVM)


· テーブル・フォーマットを変更： (1)フローティングゲートや電荷トラッピングFETを用いた電荷蓄積型NVMは、電荷を用いないセル区分から分離し、2ターミナルセルに組み込む。 (2)三次元フラッシュセルはまとめて、二次元セルとは異なる三次元セル特有のパラメータとする。

· ポリハーフピッチのスケーリングは、1年速まる。

· フローティングゲートフラッシュから電荷トラッピングセルへの移行は、2年遅れ2014年。

· 3ビット/セルから4ビット/セルへの移行は、2年遅れ202１年。

· 三次元NANDの導入は、1年遅れ2016年。

信頼性

· 信頼性が非常に高いことが望まれるシステム（例えば、メディカル）のために、初期不良率も経年後の不良率もより厳しい新しい分類方法を導入する。

· 長期信頼性のための仕様は、１チップにつき1FITと設定する。 非常に小さなシステム向けの1チップあたり1000FITsを越えるような緩い仕様は除く。

· SRAMソフトエラー率は、FITｓ/MbよりもむしろFITｓ/chipで定義する。

Difficult Challenges

		Table ITWG2

   Process Integration Difficult Challenges



		Near-Term 2011-2018

		Summary of Issues



		1. Scaling Si CMOS

		Scaling planar bulk CMOS



		

		Implementation of fully depleted SOI and multi-gate (MG) structures



		

		Controlling source/drain series resistance within tolerable limits



		

		Further scaling of EOT with higher κ materials (κ > 30)



		

		Threshold voltage tuning and control with metal gate and high- stack



		

		Inducing adequate strain in new structures



		2. Implementation of high-mobility CMOS channel materials

		Basic issues same as Si devices listed above



		

		High-κ gate dielectrics and interface states (Dit) control



		

		CMOS (n- and p-channel) solution with monolithic material integration



		

		Epitaxy of lattice-mismatched materials on Si substrate



		

		Process complexity and compatibility with significant thermal budget limitations



		3. Scaling of DRAM and SRAM

		DRAM—



		

		Adequate storage capacitance with reduced feature size; implementing high-κ dielectrics



		

		Low leakage in access transistor and storage capacitor; implementing buried gate type/saddle fin type FET



		

		Low resistance for bit- and word-lines to ensure desired speed



		

		Improve bit density and lower production cost in driving toward 4F2 cell size



		

		SRAM—



		

		Maintain adequate noise margin and control key instabilities and soft-error rate



		

		Difficult lithography and etch issues



		

		



		4. Scaling high-density non-volatile memory

		Endurance, noise margin, and reliability requirements



		

		Multi-level at < 20 nm nodes and 4-bit/cell MLC



		

		Non-scalability of tunnel dielectric and interpoly dielectric in flash memory – difficulty of maintaining high gate coupling ratio for floating-gate flash



		

		Few electron storage and word line breakdown voltage limitations



		

		Cost of multi-patterning lithography



		

		Implement 3-D NAND flash cost effectively



		

		Solve memory latency gap in systems



		5.  Reliability due to material, process, and structural changes, and novel applications.

		TDDB, NBTI, PBTI, HCI, RTN in scaled and non-planar devices



		

		Electromigration and stress voiding in scaled interconnects



		

		Increasing statistical variation of intrinsic failure mechanisms in scaled and non-planar devices



		

		3-D interconnect reliability challenges



		

		Reduced reliability margins drive need for improved understanding of reliability at circuit level



		

		Reliability of embedded electronics in extreme or critical environments (medical, automotive, grid...)



		Long-Term 2019-2026

		Summary of Issues



		1. Implementation of advanced multi-gate structures

		Fabrication of advanced non-planar multi-gate MOSFETs to below 10 nm gate length



		

		Control of short-channel effects



		

		Source/drain engineering to control parasitic resistance



		

		Strain enhanced thermal velocity and quasi-ballistic transport



		2. Identification and implementation of new memory structures

		Scaling storage capacitor for DRAM



		

		DRAM and SRAM replacement solutions



		

		Cost effective installation of high density 3-D NAND (512 Gb – 4 Tb)



		

		Implementing non-charge-storage type of NVM cost effectively



		

		Low-cost, high-density, low-power, fast-latency memory for large systems



		3. Reliability of novel devices, structures, and materials.   

		Understand and control the failure mechanisms associated with new materials and structures for both transistor and interconnect



		

		Shift to system level reliability perspective with unreliable devices



		

		Muon-induced soft error rate



		4. Power scaling

		Vdd  scaling



		

		Controlling subthreshold current or/and subthreshold slope



		

		Margin issues for low Vdd



		5. Integration for functional  diversification

		Integration of multiple functions onto Si CMOS platform



		

		3-D integration





RF and AMS技術

RF and AMSは、急速に多様化する半導体市場の中心的技術になってきている。ここには、無線および有線市場で無数の適用製品が含まれている。このロードマップでは、無線および有線で使われる回路技術に加え、今年新たに、パワーマネージメントと画像表示ドライバーなどの、低周波アナログ応用に対応するものを加えた。これらの回路を持った製品は、機能あたりのコストを下げて機能を増やすという市場の要求に適合している。そのため、これら製品は、量産や半導体の消費を拡大する主要な牽引役となっている。 

スコープ

2011年のITRS RF and AMSのロードマップは、RF and AMS回路で使われる基本的な要素素子(トランジスタと受動素子)について、課題、技術的要求、可能な解決策を示した。5つの基本デバイスは、CMOS, シリコンバイポーラとBiCMOS, III-V族化合物半導体(バイポーラ、FET), オンチップ受動素子、高圧MOS (HVMOS)である。応用周波数帯(0-0.4 GHz, 0.4-30 GHz, 30-300 GHz)によって、基本的にはそれぞれ異なった技術的要求を持っている。  

CMOS—　CMOSのロードマップは、高性能と低スタンバイパワー回路におけるトランジスタのRFとアナログ性能を、より正確に反映するものにした。他の変更は、寄生抵抗や容量および最大遮断周波数が2009年版のロードマップより早く向上していること、Fmaxが寄生効果により近年低くなっている状況などを反映させた。

シリコンバイポーラとBiCMOS —主要なドライビングフォースは、速度、消費電力、ノイズと耐圧である。変更点は、1) NPNパワーアンプと1/fノイズや電流マッチングなどの一般的なアナログNPNパラメータを2011年版ロードマップでは削除、2) 高速の2011年版ロードマップを、現状のトレンドに合わせ、また、拡大したRF and AMS　のスコープに合わせた応用を含めるものとした。

III-V族化合物半導体(バイポーラ、FET)— III-V族半導体をベースとしたデバイスは、広ダイナミックレンジや低ノイズといった、シリコン技術ではできないニッチな市場で、コストよりも性能によって、牽引され続けていくだろう。スケーリング限界から、GaAs PHEMT (2015年), GaAs MHEMT (2019年), InP HEMT (2021年), GaN HEMT (2021年), InP HBT (2023年)でロードマップが終わるものと予測している。  


オンチップ受動素子—2011年版のロードマップでは、オンチップ受動素子の課題と要求について示した。30 GHzを越える伝送線路に使われている受動素子に触れ、また、「寄生考慮設計」について議論し、関係するすべての性能指数について定義を更新した。  


高電圧MOS —ロードマップで初めてHVNMOSとHVPMOSを取り上げた。これらは、パワーマネージメントや画像表示ドライバー応用で主要となるデバイスである。HVMOSの主要な性能指数は、耐圧、オン抵抗、HVMOSが集積されるCMOSノードである。90nm世代以降では、必要なCMOSの密度が分からないため、2011年版のHVMOSロードマップは、90 nmノードまでを示した。 


トレンド—将来のロードマップには、以下に示すトレンドが影響することになる。持続的なスケーリングと、より高い周波数特性が、市場を持った適用製品により牽引されるだろう。出荷量の多い市場は、コストに非常に敏感なため、中程度の性能でも、SiGeやRF CMOSが使われるだろう。一方これが、III-V族の研究開発で得られた進歩を量産へ移行することを、さらに遅らせることになるだろう。ミリ波帯のデバイスパラメータの測定や性能指数は、デバイスの動作限界を決める物理的な機構を理解し、その効果をシミュレーションする上でカギになるだろう。デバイスパラメータから寄生効果をde-embeddedする共通の方法を確立することが必要である。特に、50 GHzを越えた領域で今後も進歩し続けるには必須となるだろう。国際的な標準化およびその関連した測定法は、あらゆる段階のRF and AMSで革新の原動力となるだろう。携帯ミリ波通信を用いたメッシュネットワークは周波数不足を回避する期待できる解決策である。なぜなら、ミリ波帯の携帯デバイスについて、非常に多くの探究的研究がなされているからである。いわゆる”More than Moore”の範疇では、以下の3つの新しい技術が、将来のRFトランシーバー機能(トランジスタ、ミキサー、ローカル発信器、共振器)の候補である。グラフェンRFトランジスタ、ナノメータサイズのスピントルク発信器、そしてNEMS (nano-electro-mechanical-system)デバイスによる高Q値を持った可変(チューナブル) RFフィルターのためのナノ共振器である。 


DIFFICULT CHALLENGES 

Table ITWG3

   RF and Analog Mixed-Signal (RF and AMS) Technologies Difficult Challenges

		RF and Analog Mixed-Signal (RF and AMS) Technologies Difficult Challenges

		Summary of Issues



		CMOS

		Many of the materials-oriented and structural changes being invoked in the digital roadmap degrade or alter RF and analog device behavior.  Complex tradeoffs in optimization for RF and AMS performance occur as different mechanisms emerge as limiting factors, e.g., gate resistance, that greatly affect parasitic impedances in local interconnects. Fundamental changes of device structures, e.g., multiple-gates and silicon on insulator, to sustain continued digital performance and density improvements greatly alter RF and AMS characteristics.   Such differences, along with the steady reduction in supply voltages, pose significant circuit design challenges and may drive the need to make dramatic changes to existing design libraries. 



		Silicon Bipolar and BiCMOS

		The primary challenge for the HS-NPN is increasing the unity current gain cut-off frequency fT by more aggressive vertical profiles while still maintaining fMAX (  fT , i.e. low base resistance and low base-collector capacitance (CBC).  The main challenge for the HS-PNP is increasing fT by more aggressive vertical profiles. In addition to the inherent minority carrier mobility differences between electrons and holes, shrinking the vertical profile of a SiGe PNP is more challenging because it requires controlling the valence band offsets to avoid the appearance of parasitic barriers. Another challenge for the HS-PNP is the difficulty of the co-integration with HS-NPN and CMOS. This integration always adds more constraints on the HS-PNP fabrication.



		III-V Compound Semiconductors

[bipolar and field effect transistors (FET)]

		The unique challenges are yield (manufacturability), substrate size, thermal management, integration density, dielectric loading, and reliability under high fields. Challenges common with Si based circuits include improving efficiency and linearity/dynamic range, particularly for power amplifiers.  A major challenge is increasing the functionality of power amplifiers in terms of operating frequency and modulation schemes while simultaneously meeting increasingly stringent linearity requirements at the same or lower cost.



		On-Chip Passive Devices

		The co-integration of active and passive devices introduces process complexity and can lead to manufacturing control and costs challenges.  The decreasing overall stack as well as the individual metal heights results in increasing resistive losses and vertical parasitic capacitances and limits the quality-factors of the on-chip integrated inductors, transformers, and capacitors.



		High-Voltage MOS

		Several aspects of high voltage devices and the associated base technology make it difficult and unlikely that the HV roadmap for the future will follow the lithographic shrink seen for CMOS because the HV designs can not take advantage of the lithography capability to shrink the intrinsic HV device dimensions, analog devices are usually large to improve the noise and mismatch, and the digital content of a HV chip is usually a small fraction of the chip area. 





Micro electro mechanical Systems (MEMS)


マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システムズ（略称：ＭＥＭＳ）と呼ばれるデバイスは、アナログ回路やデジタル回路ともしばしば機能的に統合されたマイクロメートルサイズの機械的構造物（例えば、両端支持梁、片持ち梁、膜構造や流路構造）であり、集積回路（ＩＣ）を作製するのに用いられる半導体プロセス技術と類似の技術を用いて作製されています。ＭＥＭＳデバイスは、周囲環境の情報を取得するセンサとして機能する一方で、コントローラからの指令に基づき周囲環境の状態を変化させうるアクチュエータとしても機能します。ＩＴＲＳでは、ＭＥＭＳデバイスにおける、このセンシングとアクチュエーションの相関に着目しつつ、５年間という短期間での、各種デバイス性能に関する項目（設計、シミュレーション、組み立て、パッケージ、そしてテストなど）の進歩にフォーカスしました。そこでの主要な結論は、実質的に研究開発投資のほとんどが製造過程のフロントエンド（デバイスとプロセス開発が相当）に集中している中で、ＭＥＭＳデバイスのバックエンド（パッケージングとテスト工程）に要するコストは全製造コストの３分の２を占めており、今後その割合は増えていくであろうというものです。この技術ロードマップからの主要な成果である、産業界が直面しているこれら問題への解決方法となりうる統一見解を文章として策定することは、ＭＥＭＳデバイス製造のバックエンドにおいて産業界が直面する重要な問題に対処し、研究開発投資の最適化を実現する上での、道しるべとなり得ます。


Scope


ＩＴＲＳのＭＥＭＳ技術ロードマップは、スマートフォンやタブレットＰＣなどのモバイルインターネット・デバイスに関連するキー技術にフォーカスをあてました。ＭＥＭＳデバイスにおけるキー技術は、加速度計、ジャイロスコープ、マイクロフォン、そしてＲＦ－ＭＥＭＳ（これは、共振器、バラクタ、そしてスイッチを含みます）と見なされています。これらのアプリケーションは、iSuppli、Yole社、そしてSEMIによる２０１１年の市場予測に基づくと、ＭＥＭＳ産業において最も急成長している分野になります。ロードマップは、単一のＭＥＭＳデバイスと集積化ＭＥＭＳ技術の両者における進展をスコープに含みます。そして、光学フィルタ、ピコプロジェクタ、電子嗅覚、マイクロスピーカ、そして超音波機器を含む新たなＭＥＭＳデバイス・アプリもレビューしています。


Discrete MEMS Accelerometers, Gyroscopes, and Microphones


単一デバイスとしてのＭＥＭＳ加速度計とジャイロスコープでは、分解能、バイアス電圧、ドリフト性能の継続した進展が期待されています。分解能に関しては、加速度計では１，０００μｇから５００μｇへと、ジャイロスコープでは１００μ°/ｓ/√Ｈｚから５０μ°/ｓ/√Ｈｚへと、それぞれ２０１７年までに２倍の性能向上が期待されています。ＭＥＭＳマイクロフォンでは、１ｋＨｚの入力で規定した際に、感度が－４２ｄＢ（Ｖ／Ｐａ）から－３８ｄＢ（Ｖ／Ｐａ）に改善されることが期待されています。ただ、単一デバイスとしてのＭＥＭＳデバイスの製造メーカが直面する最大の課題は、コストとサイズの低減要求に起因しています。ＭＥＭＳ加速度計とジャイロスコープのコストについては、現時点で課題解決の手段が不明でありながら、２０１７年までに、それぞれ、１チップあたりのコストで、加速度計は０．６０ドルから０．２０ドルへ、ジャイロは２．７０ドルから１．２０ドルへと低減されるであろうと予測されています。


RF MEMS


ＲＦ－ＭＥＭＳデバイス（共振器、バラクタ、そしてスイッチ）も、性能における継続的な進展が期待されています。これらのデバイスがモバイルインターネット市場で活用される為に超えなければならない最大の課題は、現在の標準的なＭＴＴＦ（平均故障時間）よりも信頼性を高める事です。この課題に対処するには、ＭＥＭＳデバイスに用いられる材料の物理的な故障メカニズムへのより深い知見と、信頼性に関するシミュレーションツール、そして製品寿命に関するより良い加速試験方法が必要です。ＲＦ－ＭＥＭＳデバイスでも、具体的に、パッケージレベルで統合されて５０を超えるＱ値を持つインダクタと、パッケージ相互間の配線長と負荷を最小化する方法への大きな要求があります。


Integrated MEMS 


モバイルインターネット・デバイス技術に応える集積化ＭＥＭＳデバイスの製造メーカの最大の課題は、１０自由度を持つ慣性センサユニット（ＩＭＵ：Inertial Measurement Unit）をどの様な進化の工程を経て機能統合していくかに関連しています。その１０自由度の内訳は、加速度３軸、ジャイロ３軸、磁力（コンパス）３軸に高度計としての圧力センサ１つの１０自由度です。このようなマルチモードセンサ技術に対する懸念の最大の要因は、そのテスト工程にあります。テスト工程のコストは、デバイス価格が下落し続けている一方で、依然として引き続き上昇し続けています。そして、この傾向を持続、維持することは非情に困難です。しかも、テスト工程におけるこの課題は、慣性センサユニット（ＩＭＵ）に求められる複数機能（加速度、角速度、方向、仰角）のテスト内容により、テスト工程の複雑さが増大していることで、さらに悪化しています。

Difficult Challenges


Table ITWG4

   MEMS Difficult Challenges


		Challenge

		Need



		組み立てとパッケージ

		· 集積化を踏まえたＭＥＭＳパッケージに関する標準化。 


· 機械的なストレスを低減もしくは排除し、機密性を高めるパッケージ技術。


· デバイス性能に対するパッケージの影響を正確に予測することに活用出来るパッケージのデータ。



		デバイステスト工程

		· テスト項目の、デバイスレベルでのテストからウエハレベルでのテストへ移行を増やす。


· ウエハレベルでのテスト結果から、デバイス性能を予測出来る検証ツール。


· “テスト工程を考慮した設計”を実現する方法論。 



		信頼性

		· 製品寿命の加速試験に必要となる故障メカニズムへのより深い理解。


· 情報の共有化。個々の解決策はありますが、業界全体で標準化、共有されていません。





新探求デバイス（Emerging Research Devices）

2011年版の新探求デバイス（ERD）章は，新探求メモリ，ロジック，情報処理デバイス技術に対するITRSの見解を示し，CMOSと究極的にスケールしたCMOSの先にあるナノエレクトロニクス分野の架け橋となることを意図したものである。ERD章はさらに，新探求デバイスと関連したあるいはそれによって実現可能となるメモリと情報処理ナノアーキテクチャについて取り組んでいる。  


技術を定義づける2つの領域について取り組まれている。すなわち，1)継続したスケーリングと新しい技術の異種集積を通してCMOSプラットフォームの機能性を拡張する，そして2)新しい情報処理パラダイムの発明を刺激すること，である。図1には，これらの領域の間の関係が模式的に描かれている。従来続けられていたサイズと機能のスケーリングによるCMOSプラットフォームの拡張は，しばしば “More Moore”とよばれている。  CMOSプラットフォームは”More-than-Moore”領域によってさらに拡張される。これは，この章に新たに含められたサブジェクトであり，そこでは”ムーアの法則”に従って必ずしもスケールしない機能を取り入れることで，新たな価値がデバイスに付加される。一方で，新しい情報処理デバイスやアーキテクチャは，しばしば”Beyond CMOS”技術として言及され，本章の主要なサブジェクトであり続けている。”Beyond CMOS”や”More-than-Morre”の”More Moore”への異種機能集積は，CMOSプラットフォームの機能を拡張し，究極的な”Extended CMOS”を形成する。 
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Figure ITWG1

   Relationship among More Moore, More-than-Moore, and Beyond CMOS

とりわけ，ERD章は，長期にわたる潜在能力，技術の成熟度について，実現可能な新しいメモリや情報処理デバイスとシステムアーキテクチャを調査し，評価し，列挙している。また，受容可能なリスクを持ちながら，半導体産業がさらに開発することを容認できる状態にするための，科学的/技術的チャレンジを明らかにしている。この2011年版のERD章は新しいMore-than-Mooreの節を含み，長期的な代替技術候補について取り組んでいる。現在では，More-than-Mooreとして，無線デバイスを，将来にはパワーデバイスやイメージセンサーなどについて取り組む。また，メモリーデバイスの節は拡大され，新しい2つの副節を包含している。すなわち，ストレージクラスメモリ（Storage Class Memory，固体ドライブメモリを含む）とクロスバーメモリ応用に求められる”選択デバイス”である。

さらに，ERD章における新探求メモリやロジックデバイスの技術エントリーは，その技術的な成熟度や潜在的なパフォーマンスを評価するよう絶えず精査されている。これらの基準は，PIDS (Process Integration, Devices, and Structures)章やFEP (Front End Processing)章への潜在的な解として移る用意ができているか，あるいはERD章でのさらなる考慮から除外されるかを決定するために使われている。2010-2011年では，2つのそのような技術がPIDSとFEPに移管された。一つは，メモリ節におけるスピン転送トルク磁気RAM（Spin Transfer Torque Magnetostatic RAM (STT-MRAM) ）であり，他のものは，n型InGaAsチャネルおよびp型GeチャネルおよびSi MOSFET構造におけるソース/ドレイン置換型材料である。

拡張された”ベンチマーキング”節は，この章で考慮された新探求デバイス技術候補各々の潜在能力を評価されており，その目的は所望のメモリや情報処理機能の，完全に成熟した現在のメモリやCMOS技術に対するベンチマークを提供することである。この評価から，いくつかの新探求メモリ技術（例えば，STT-MRAM，ReDOX ReRAM，相変化メモリなど）は16nm世代以降にフラッシュメモリを代替する潜在能力を持っているとの結果になった。逆に，ロジックすなわち情報処理デバイスについては，CMOSを補完する潜在能力を有する候補として特定されるには，さらなる取り組みが必要である。

Difficult Challenges


Table ITWG5

   Emerging Research Devices Difficult Challenges


		Difficult Challenges 

		Summary of Issues and opportunities



		Scale high-speed, dense, embeddable, volatile, and non-volatile memory technologies to replace SRAM and / or FLASH for manufacture by 2018. 

		SRAM and FLASH scaling in 2D will reach definite limits within the next several years (see PIDS Difficult Challenges). These limits are driving the need for new memory technologies to replace SRAM and possibly FLASH memories by 2018.



		

		Identify the most promising technical approach(es) to obtain electrically accessible, high-speed, high-density, low-power, (preferably) embeddable volatile and non-volatile RAM



		

		The desired material/device properties must be maintained through and after high temperature and corrosive chemical processing.  Reliability issues should be identified & addressed early in the technology development



		Scale CMOS to and beyond 2018 - 2026

		Develop 2nd generation new materials to replace silicon (or InGaAs, Ge) as an alternate channel and source/drain to increase the saturation velocity and to further reduce Vdd and power dissipation in MOSFETs while minimizing leakage currents for technology scaled to 2018 and beyond. 



		

		Develop means to control the variability of critical dimensions and statistical distributions (e.g., gate length, channel thickness, S/D doping concentrations, etc.)



		

		Accommodate the heterogeneous integration of dissimilar materials.
The desired material/device properties must be maintained through and after high temperature and corrosive chemical processing


Reliability issues should be identified & addressed early in this development.



		Extend ultimately scaled CMOS as a platform technology into new domains of application.

		Discover and reduce to practice new device technologies and primitive-level architecture to provide special purpose optimized functional cores (e.g., accelerator functions) heterogeneously integrable with CMOS.



		Continue functional scaling of information processing technology substantially beyond that attainable by ultimately scaled CMOS.

		Invent and reduce to practice a new information processing technology eventually to replace CMOS



		

		Ensure that a new information processing technology is compatible with the new memory technology discussed above; i.e., the logic technology must also provide the access function in a new memory technology.


A    new information processing technology must also be compatible with a systems architecture that can fully utilize the new device.  A new non-binary data representation and non-Boolean logic may be required to employ a new device for information processing.  These requirements will drive the need for a new systems architecture. 



		

		Bridge the gap that exists between materials behaviors and device functions.



		

		Accommodate the heterogeneous integration of dissimilar materials



		

		Reliability issues should be identified & addressed early in the technology development



		 Invent and reduce to practice long term alternative solutions to technologies that address  existing MtM  ITRS topical entries currently in wireless/analog and eventually in power devices, MEMS, image sensors, etc. 

		The industry is now faced with the increasing importance of a new trend, “More than Moore” (MtM), where added value to devices is provided by incorporating functionalities that do not necessarily scale according to "Moore's Law“. 


Heterogeneous integration of digital and non-digital functionalities into compact systems that will be the key driver for a wide variety of application fields, such as communication, automotive, environmental control, healthcare, security and entertainment.





新探求材料

What’s New


2011年度版新探求材料(ERM)の章は、2009年度版ITRS ERMの改訂版である。2011年度版ERM章におけるデバイス材料の節は、新探究デバイス章に沿うように再構成されている。2011年度版ERM章では、以下にあげる材料がレビューされている。ERDメモリとERDロジック応用、新規レジスト材料を含むリソグラフィ、フロントエンドプロセスとデバイス応用、配線、アッセンブル＆パッケージ応用などである。また、メトロロジ、モデリング、環境・安全・健康に関わる研究開発からの支援が、新規材料の応用可能性を拡げるために必須であることも指摘されている。さらに2011年度版ERM章では、新たにスコープに加わる材料、またトランジション・テーブルに移行する材料についての記載を追加している。新探求材料は将来の技術的課題を解決する可能性を持つ特性を示すが、将来の技術に採用されるためには更に大幅な改善がなされなければならない。

新探求デバイス用の材料としては、メモリ用材料、そしてCMOSチャネル代替材料やBeyond CMOSデバイス用材料を含むロジック材料が挙げられている。2011年度版において、n型III-V族半導体とp型Geは成熟した技術としてFEPとPIDSへ移行し、p型III-V族半導体とn型GeはERM章に残された。チャネル代替材料に関するクリティカルアセスメントも遂行されたが、2009年度版の結果と比較して大きな違いはなかった。リソグラフィ材料としては、リソ延命に向けた露光用材料及び自己組織化材料が記載された。自己組織化材料に関してクリティカルアセスメントがなされ、微細化へ拡張可能な欠陥密度低減に関する当該技術の進展に注目が集められた。フロントエンドプロセスとしては、決定論的ドーピングと、イオン注入を置き換える可能性を持つ技術として単分子膜を用いた技術が紹介されている。配線に関しては、RuとZr超薄膜バリア層を配線章に移行させたが、自己組織化有機バリアはERM章に残した。また、Cu配線延命材料としてのLow-k層間膜、新奇ビア・配線材料としての単層または多層カーボンナノチューブや単結晶ナノワイヤが記載されている。アッセンブルとパッケージング材料においては、低融点半田や異方的配線材料がレビューされた。また、チップ配線用カーボンナノチューブ、アンダーフィル、モールド複合材、接着材応用に要求される拮抗した特性を同時に満たすことを目的に開発されているナノ粒子や巨大分子を用いたパッケージングのためのポリマー材料についても取り上げられた。   


挑戦的課題

ERMの困難な技術課題が、表ITWG6にまとめられている。ERMの最も困難な技術課題は、集積化された構造において、よく制御され、所望の特性を持った材料オプション（選択候補）を、導入判断に影響を与える時期に作れるかどうかであろう。それらの材料オプションは、高密度ERDやリソグラフィ技術、配線形成やその動作をサブ20nm世代、さらにはナノメートルスケールで実現するための潜在能力を持っていなければならない。ナノメートルスケールでの材料特性の制御性を改善するためには、研究コミュニティ内での共同研究や共同作業が必要である。リソグラフィに係わる自己組織化材料に関しては、低欠陥密度で高集積のパターンを形成する可能性を実証することが求められている。そのために、大面積において孤立した欠陥を同定することのできる技術と計測法が必要となる。さらに、モデリングとシミュレーションに関しても、欠陥によってどのように材料特性が変わるのか、またプロセスの変動が欠陥密度にどのような影響を与えるのかを明らかにする手法が求められる。

高密度デバイスと配線を達成するため、ERMは所望な位置に合成されなければならず、さらに方向も制御されなければならない。またエマージングなデバイス、配線、パッケージ技術向上にむけたもう一つのERMの要件は、埋め込まれた界面特性を評価し、制御する能力にある。形状がナノメートルのスケールに近づくにつれ、根本的な熱力学的安定性や揺らぎの問題が、わずかな寸法ばらつきや制御した有用な特性をもつナノ材料の加工に制限を与えるかもしれない。

Table ITWG6

   Emerging Research Materials Difficult Challenges


		Difficult Challenges 

		Summary of Issues and opportunities



		Scale high-speed, dense, embeddable, volatile, and non-volatile memory technologies to replace SRAM and / or FLASH for manufacture by 2018.

		SRAM and FLASH scaling in 2D will reach definite limits within the next several years (see PIDS Difficult Challenges). These limits are driving the need for new memory technologies to replace SRAM and possibly FLASH memories by 2018.



		

		Identify the most promising technical approach(es) to obtain electrically accessible, high-speed, high-density, low-power, (preferably) embeddable volatile and non-volatile RAM



		

		The desired material/device properties must be maintained through and after high temperature and corrosive chemical processing.  Reliability issues should be identified & addressed early in the technology development



		Scale CMOS to and beyond 2018 - 2026

		Develop 2nd generation new materials to replace silicon (or InGaAs, Ge) as an alternate channel and source/drain to increase the saturation velocity and to further reduce Vdd and power dissipation in MOSFETs while minimizing leakage currents for technology scaled to 2018 and beyond.



		

		Develop means to control the variability of critical dimensions and statistical distributions (e.g., gate length, channel thickness, S/D doping concentrations, etc.)



		

		Accommodate the heterogeneous integration of dissimilar materials.



		

		The desired material/device properties must be maintained through and after high temperature and corrosive chemical processing



		

		Reliability issues should be identified & addressed early in this development.



		Extend ultimately scaled CMOS as a platform technology into new domains of application.

		Discover and reduce to practice new device technologies and primitive-level architecture to provide special purpose optimized functional cores (e.g., accelerator functions) heterogeneously integrable with CMOS.



		Continue functional scaling of information processing technology substantially beyond that attainable by ultimately scaled CMOS.

		Invent and reduce to practice a new information processing technology eventually to replace CMOS



		

		Ensure that a new information processing technology is compatible with the new memory technology discussed above; i.e., the logic technology must also provide the access function in a new memory technology.



		

		A    new information processing technology must also be compatible with a systems architecture that can fully utilize the new device.  A new non-binary data representation and non-Boolean logic may be required to employ a new device for information processing.  These requirements will drive the need for a new systems architecture.



		

		Bridge the gap that exists between materials behaviors and device functions.



		

		Accommodate the heterogeneous integration of dissimilar materials



		

		 



		

		Reliability issues should be identified & addressed early in the technology development



		 Invent and reduce to practice long term alternative solutions to technologies that address  existing MtM  ITRS topical entries currently in wireless/analog and eventually in power devices, MEMS, image sensors, etc. 

		The industry is now faced with the increasing importance of a new trend, “More than Moore” (MtM), where added value to devices is provided by incorporating functionalities that do not necessarily scale according to "Moore's Law“. 



		

		Heterogeneous integration of digital and non-digital functionalities into compact systems that will be the key driver for a wide variety of application fields, such as communication, automotive, environmental control, healthcare, security and entertainment.





Front End Processes


FEPロードマップは、微細化されるMOSFETs、DRAM記憶容量、NVM（Flash、相変化、強磁性体）に関する将来のプロセス要求と有望解に焦点を当てている。FEP章の目的は、これらのデバイスに関連し、キーとなるFEPウェーハ製造プロセス技術と材料に対する複雑な将来要求と有望解を定義することである。ここには、ウェーハ基板から始まってコンタクトシリサイド化や歪層の形成に至るユニットおよび統合プロセスと、同様に関連する材料や装置が含まれている。以下の固有技術領域をカバーしている。ロジックデバイス（HP、LOP、LSTP等）、メモリデバイス（DRAM, flash, phase-change, FeRAM等）、starting materials、surface preparation、thermal/thin films/doping、plasma etch、CMP。

厳しいスケーリングによって生ずる許容しがたいリーク電流／パワーが主因になって、最近のMOSFETスケーリング性能は妥協の産物となっている。低消費電力曲線のトレンド性能を保つために、新材料がトランジスタのゲートスタックの量産製造に導入されている。ノンプレーナ･マルチゲートデバイスがデバイス構造の新たなアプローチとしてアナウンスされ、チャネル移動度を増加させる新材料と同様に、新たなアプローチが導入された製品を数年のうちには目にするであろう。これらの新たな材料と構造の統合に関する課題が、FEP章のメインテーマである。

低消費電力のトランジスタ性能を維持するには、歴史的なプレーナCMOSデバイスを、FDノンプレーナデバイスや可能性のあるプレーナデバイスなどのノンクラシカルなデバイスで置き換える必要があると思われる。バルクCMOSの延長からノンクラシカルなデバイス構造に変えてゆくことは、全てのアプリケーションと全てのチップメーカに対して同時に起こると思われているわけではない。そうではなくて、多様な技術が競合しつつ同時に採用されるというシナリオが想定されている。－数社はノンクラシカルなデバイスに早めに移行することを選び、それ以外はバルク技術の延長を重視する。このシナリオは、FEP章のHPデバイスや低消費電力デバイスの技術要求の表 FEP2, FEP3, FEP4に反映されていて、2013年から2019年に移行するという多様アプローチに関する要求を記載する形をとっている。

ロジックデバイスの節では、メタルゲート電極を有するhigh-kゲート絶縁膜が量産で用いられることが示されているが、EOTは0.7nm未満までスケーリングされるものの電気特性と信頼性を維持することは課題であることを示している。移動度を増加させるチャネル歪エンジニアリングはMOSFETスケーリングのインテグレーション部分になり、近い将来も続くことが予想される。歪エンジニアリングの有効性を改善し続け、新デバイス構造に適用することは、FEPの困難な課題とみなされている。

III-V（In-Ga-As）とGeを用いた高移動度チャネルは、2018年頃に、SiチャネルのnFETとpFETとをそれぞれ置き換えることが予想されている。これらの高移動度チャネルを、VLSIスキームのSi上に選択的に導入することは明確な課題である。

更には、微細化トレンドと浅接合の急峻性をを維持しながら、寄生抵抗およびコンタクト抵抗を抑制することも課題に含まれる。パターン形成、洗浄および成膜のプロセス制御性からくる変化によってドーパント原子の導入位置と最終位置のバラツキはスケーリングにおける課題である。こうした課題を解決するためには、バラツキに強い新たなプロセス技術を開発するためのかなりの努力が必要である。Siへのドーピングと活性化のための新たな技術のために新たな材料の導入も予想される。直列抵抗は短期的に重要であり、2015年までにゴールに達する必要がある。ほとんどのhigh-k材料の熱安定性は限られているので、ドーパント活性化におけるサーマルバジェットは新たな制約になると思われる。

メモリ分野において、スタンドアローンDRAMデバイスの製造は、スタック容量構造に限定されている。そのため、DRAMトレンチ容量向けの技術要求に関する表とテキストは削除され、DRAM節は暗黙のうちにスタック容量技術が対象になっている。DRAMの表は内容検討中であったので 2011年版では変更せずに2012年で改訂される予定である。浮遊ゲート型フラッシュメモリに対して、ポリシリコン間絶縁膜には2012年までに、トンネル絶縁膜では2013年までにhigh-材料が必要である。

スターティングマテリアルでは、バルクシリコンが中心であり続けるが、代わりになるSOI基板は特殊用途の製品に対しては使い続けられると予想される。新たなチャネル材料と基板との反応はますます重要度が増すと予想される。300mmは並行して使われるが、次のウェーハ径である450mm基板が必要となることも重要な課題である。

フロントエンドの洗浄プロセスは、high-k絶縁膜や金属ゲート電極、移動度を増大させるチャネル材料の様な新しいフロントエンド材料の導入により、継続的にインパクトを受けると予想される。洗浄プロセスは基板材料除去や表面荒れに関して、完全に優しいことが望まれる。スケーリングされた新しいデバイス構造は、耐久性が益々低くなるとも考えられ、採用されると考えられるクリーニングプロセスの物理的効果が制限される。

エッチングでは、ウェーハ全体のゲートCDバラツキの抑制は、今では、先端的プロセス制御（APC）によって解決されている。28 nmノードおよびそれ以降においては、ライン幅の粗さ(Line Width Roughness)の存在は、CDばらつきの最大要因となっている。LWRは、線幅微細化の時の最大の定数であり、主なスケーリングの課題となっている。産業界が課題に取り組むことを促すために、今ある定量化の方法は標準化される必要がある。high-k絶縁膜とメタルゲートが量産化されるようになって、十分な選択性を持つエッチングプロセスとこれらの材料を用いた際のダメージ制御は関連付けられるようになった。ノンプレーナトランジスタが必要となった時、エッチングはより困難な課題となる。FinFETの持つ形状によって、選択性や異方性、ダメージ制御に関する新しい制限を持ち込まれることになる。

化学機械研磨(CMP)は、フロントエンドプロセスにおいてより重要となった。多くの技術世代においてSTIの形成は重要な工程であり、その必要性と均一性制御はとりわけフラッシュメモリおよびゲートラストのメタルゲート形成においてより重要となった。しかし残念ながら、選択性とパターン密度依存性は、CMPプロセスにとって継続的な課題で有り続けていて、こうした新しい要求を反映させるために重要な改善項目が追加された。

Difficult Challenges 


Table ITWG7

   Front End Processes Difficult Challenges


		Difficult Challenges ≥ 11 nm

		Summary of Issues



		 

		  Strain Engineering
   - continued improvement for increasing device performance
   - application to FDSOI and Multi-gate technologies



		 

		Achieving low parasitics (resistance and capacitance) and continued scaling of gate pitch



		 

		  Achieving DRAM cell capacitance with dimensional scaling
   - finding robust dielectric with dielectric constant of ~60
   - finding electrod material with high work function



		 

		  Achieving clean surfaces free of killer defects
   - with no pattern damage
   - with low material loss (<0.1 A) 



		 

		  450mm wafers - meeting production level quality and quantity



		Difficult Challenges < 11 nm 

		Summary of Issues



		 

		Continued scaling of HP multigate device in all aspects:  EOT, junctions, mobility enhancement, new channel materials, parasitic series resistance, contact silicidation.



		 

		Introduction of high mobility channels (based on III-V and Ge) to replace strained Si



		 

		Lowering required DRAM capacitance by 4F2 cell scheme or like, while continuing to address materials challenges



		 

		Continued achievement of clean surfaces while eliminating material loss and surface damage and sub-critical dimension particle defects



		 

		Continued EOT scaling below 0.7 nm with appropriate metal gates



		 

		Continued charge rention with dimensional scaling and introduction of new non-charged based NVM technologies





リソグラフィ

2011年以降、光リソグラフィの延命は益々困難になってきた。光のシングル露光は40nmハーフピッチ(hp)で限界に達した。32nm hpのフラッシュデバイスは、NAと波長を変えずにハーフピッチを拡張する方法として193nmのダブルパターニング(DP)を用いて現在製造されている。2013年にDRAMとMPUを32nmハーフピッチへ進め、そしてフラッシュが22nmハーフピッチで限界のテストを始めるには、このアプローチでは厳しい。22nm以降に円滑に移行するためには、この時点で光以外のリソグラフィが量産適用される必要がある。極端紫外線リソグラフィ(EUVL)は、いくつかの製造メーカがパイロットライン用装置の出荷について話をしていることで大きな勢いを得てきた。2012年初めに出荷される製造装置購入の計画もいくつかアナウンスされている。もし、EUVLが予定通り準備できない場合、DPからマルチパターニング(MP)へ拡張されるだろう。他の光以外のリソグラフィも少量への適用やプロトタイプへの補完的なものになるかも知れない。 


長期的な困難な課題

長期的な課題は解決策候補の表から選択したものに依る。新しい技術への移行はより大きなハーフピッチから必要かも知れない。すべての解決策は新しいインフラ整備が必要となる。つまり、解決策は早い時期に2または3のオプションに絞り込まれる必要がある。これにより、技術開発とそのインフラに財務サポートを集中させることが可能になる。


EUVLが22nmと16nmハーフピッチの有力候補に残っているため、高解像度化への拡張は重要な長期的課題になっている。今日の我々の知見から、現波長における0.5以上のNAには中心遮光無しの8枚ミラーか中心遮光有りの6枚ミラーのデザインが必要となる。8枚ミラーのデザインはミラーの追加によりさらなる反射率の低下となり、同等のウェハ処理能力のためより高出力の光源が必要になる。6枚ミラーのデザインでは角度の広がりは狭く、そのため小さいフィールドサイズと恐らく長い光路を必要とする。両方のデザインにとって、NAを拡大することで焦点深度に大きな課題をもたらす。さらに、マスクのシャドウイングと3次元効果、吸収体材料、吸収体膜厚、そして多層膜に影響があるため、最適化が必要となるだろう。


他の解決策はEUVLの波長を6.x nmに短くすることである。短期的に、この策は光源からマスクインフラ、レジスト性能までのEUVLの現状の課題を引き継ぐだろう。EUVLのマルチパターニングもオプションであろうが、プロセスの困難さとCoOの増大をもたらす。


LWR、感度、そして解像度といった現在のレジストの困難さはさらに大きくなるだろう。さらに、重ね合わせ、欠陥、そして寸法制御はより厳しくなるだろう。


コスト効率のよい半導体製造に適したマスクレスリソグラフィ(ML2)のためには、多くの技術的課題を克服する必要がある。マスクのダイ・トゥ・データベースの検査に替わりウェハでのダイ・トゥ・データベース検査が恐らく必要となるだろう。もし、インプリントリソグラフィが量産の解決策としての道を見つけたなら、インプリントリソグラフィのテンプレートがウェハ上パターンと同じ寸法であるため、マスク製造、欠陥制御、そして計測がより厳しい課題になるだろう。


誘導自己組織化(DSA)は次世代リソグラフィになる可能性を持った新星である。像形成材料の分子構造がリソグラフィ解像限界以下のパターン寸法と制御を実現する。主な課題は欠陥フリーのプロセスの要求である。これは化学工学か基礎物理の問題かどうかは未だ不明である。 


これらに加えて多くの課題としては、寸法均一性(CDU)、重ね合わせ、材料膜厚、そして欠陥といったキーとなるパラメータの測定と制御を可能とする計測器を含めたより良いインフラ整備が必要なことである。    


Difficult Challenges 


Table ITWG8

   Lithography Difficult Challenges


		Near Term Challenges (2011-2018)
(16nm Logic/DRAM @ HVM; Flash 11nm @ optical narrowing with 16nm in HVM)



		Multiple patterning - cost, throughput, complexity



		Optical mask - complexity with SRAF, long write time, cost 



		EUV source power to meet throughput requirement; 
Defect "free" EUV masks availability; mask infrastructure availability; EUV mask in fab handling, storage, and requalification.



		Resist at 16nm and below that can meet sensitivity, resolution, LER requirements



		Process control on key parameters such as overlay, CD control, LWR at 16nm HVM 



		Retooling requirements for 450mm transition (Economic & Technology Challenges)



		



		Long Term Challenges (2019 - 2025) 
(11nm @HVM)



		Higher source power, increase in NA, chief ray angle change on EUV; Mask material and thickness optimization



		Defect free DSA processing



		Infrastructure for 6.Xnm Lithography or multiple patterning for EUVL 13.5nm



		Metrology tool availability to key parameters such as CDU, thickness control, overlay, defect



		Early narrow and implement ~2 options with viable infrastructures support





HVM—high volume manufacturing


Interconnect


ITRSの配線章は、 CMOS集積回路の様々な機能ブロックへの必要な電源供給のために、クロックと他の信号を分配する配線システムを扱っている。プロセス面では、コンタクト層に相当する配線層の前に形成される絶縁膜から、上層のワイヤーボンドパッドまで、成膜、RIE、平坦化の工程とこれらに付随する軽いエッチング、剥離、洗浄を記述している。信頼性と性能の項では、エレクトロマイグレーションと配線遅延を含めている。配線への基礎的な開発の要求は，微細化が進行しても性能のボトルネックをもたらさずに，高帯域・低パワーの信号のニーズに見合うことである。配線技術WGのメンバーは，Cuをデュアルダマシン構造の第一の材料として15年先までを予測し続けているが，最近の研究開発の多くは，3次元積層化や新材料・プロセス，新探求技術の関連した新たな課題や動向などにもフォーカスしている。 

2011年については、配線性能は全体としてチップ性能を実現するための課題として、最重要項目となっている。エアギャップ構造はその技術成熟度が認められて、いまや、層間絶縁膜の課題解決の主流と考えられている。ITRSでは、いかなる実効誘電率低減も、更なるポーラスウルトラlow-κ（к ≤ 2）の材料の改良ではなく、エアギャップの使用により達成されると見ている。Low-κについては、これが現時点での材料による解決の終焉で、アークテクチャによる解法の始まりである。高品質のALDプロセスの出現の遅れが2nm以下のバリア厚の要求に応えられず、重要な課題なっている。3次元積層化は、TSVが量産に近づいたこともあり、新探求配線技術の項からは移動されている。

これに加えて，ITRS章は，Cu代替材料の研究と，FETのスイッチングに不可避な代替材料を用いる配線への要求検討というニーズに関して，新たな重要な内容を盛り込んだ。CNTより革新的なオプション　―　分子配線，量子波，スピンカップリングを含む　―　で，それらは，まだ幼時の開発段階であるが，いずれの場合にもそのゴールはfJ/bでのTb/secの伝送である。

Interconnect Summary 2011


· 3次元積層化とエアギャップは新探求配線から排除 


· Low-κ – 大きな材料の変更なし（この10年間で2度目）

· エアギャップは設計と連携（バルクκ 値 < 2.0）

· 2011年にはバルクκ値< 2.4に加速

· Jmax の電流限界は線幅に依存する

· <2.0 nmのバリアメタル・ニュークリエーションが厳しい課題

· ALDのインテグレーションは，最適なLow-κとバリアメタルの組合せを含め，未だ検討が進行中

· 新たなライナーメタル（Co, Ruなど）はバリア積層を含めて，未だ開発中

· 信頼性向上のためのキャッピング技術

· 新たにTSV/3次元積層化のロードマップ表を準備

· Cuコンタクトは2013年以降に

· 数多くの新探求配線に向けての研究が進展中

· “native interconnects”の第一原理考察

· 新探求材料・デバイスのスイッチング特性との区別　―　CNT，グラフェン，ナノワイヤーなど。 


Difficult Challenges


Table ITWG9

   Interconnect Difficult Challenges


		Five Most Critical Challenges ≥ 16 nm

		Summary of Issues



		Material

		The rapid introductions of new materials/processes that are necessary to meet conductivity requirements and reduce the dielectric permittivity create integration and material characterization challenges.



		 

		Introduction of new materials to meet conductivity requirements and reduce the dielectric permittivity

		



		Manufacturable Integration

		Integration complexity, CMP damage, resist poisoning, dielectric constant degradation. Lack of interconnect/packaging architecture design optimization tool



		 

		Engineering manufacturable interconnect structures, processes and new materials

		



		Reliability

		New materials, structures, and processes create new chip reliability (electrical, thermal, and mechanical) exposure. Detecting, testing, modeling, and control of failure mechanisms will be key.



		 

		Achieving necessary reliability

		



		Metrology

		Line edge roughness, trench depth and profile, via shape, etch bias, thinning due to cleaning, CMP effects. The multiplicity of levels combined with new materials, reduced feature size, and pattern dependent processes create this challenge.



		 

		Three-dimensional control of interconnect features (with its associated metrology) is required to achieve necessary circuit performance and reliability.

		



		Cost & Yield for Manufacturability

		As feature sizes shrink, interconnect processes must be compatible with device roadmaps and meet manufacturing targets at the specified wafer size. Plasma damage, contamination, thermal budgets, cleaning of high A/R features, defect tolerant processes, elimination/reduction of control wafers are key concerns. Where appropriate, global wiring and packaging concerns will be addressed in an integrated fashion.



		 

		Manufacturability and defect management that meet overall cost/performance requirements

		



		 

		 

		 



		Five Most Critical Challenges < 16 nm

		Summary of Issues



		Material

		Line and via sidewall roughness, intersection of porous low-κ voids with sidewall, barrier roughness, and copper surface roughness will all adversely affect electron scattering in copper lines and cause increases in resistivity.



		 

		Mitigate impact of size effects in interconnect structures

		



		Metrology

		Line edge roughness, trench depth and profile, via shape, etch bias, thinning due to cleaning, CMP effects. The multiplicity of levels, combined with new materials, reduced feature size and pattern dependent processes, use of alternative memories, optical and RF interconnect, continues to challenge.



		 

		Three-dimensional control of interconnect features (with it’s associated metrology) is required 

		



		Process

		As features shrink, etching, cleaning, and filling high aspect ratio structures will be challenging, especially for low-κ dual damascene metal structures and DRAM at nano-dimensions.



		 

		Patterning, cleaning, and filling at nano dimensions

		



		Complexity in Integration 

		Combinations of materials and processes used to fabricate new structures create integration complexity. The increased number of levels exacerbate thermomechanical effects. Novel/active devices may be incorporated into the interconnect.



		 

		Integration of new processes and structures, including interconnects for emerging devices 

		



		Practical Approach for 3D

		3 dimensional chip stacking circumvents the deficiencies of traditional interconnect scaling by providing enhanced functional diversity. Engineering manufacturable solutions that meet cost targets for this technology is a key interconnect challenge.



		 

		Identify solutions which address 3D structures and other packaging issues

		



		 

		 

		 



		 

		CMP—chemical mechanical planarization        DRAM—dynamic random access memory





工場技術（Factory Integration）

工場技術（Factory Integration）はITRS（国際半導体技術ロードマップ）の中で最も重要な章のひとつであり、必要な製品を、正しい数量で、必要な時期に、コスト目標を達成しつつ効率的に生産するという目的を達成するため、工場のすべての要素を統合しようと努めている。ムーアの法則に遅れないで追従するためには、数十年にわたる長期トレンドとなっている年率30%の単位昨日あたりコストダウンを維持することが重要である。このためには、工場のコスト削減の可能な機会をすべて捕らえることが必要である。

2011年と2012年のハイライト

工場技術の5つの節の改訂と他のITWG(国際技術ワーキンググループ)との作業に加え、工場技術のITWGは重要な技術の焦点となる分野を評価した。これらは、短期と長期に必要な事項に影響をあたえるとともに、工場技術の2011年2012年の進展全体に影響を及ぼすものである。

無駄の削減と能動的（proactive）可視化

製造コスト増大にともない、シリコンの微細化とともに、他の領域でにコスト削減に焦点をあてることが、緊急の課題となってきている。工場技術の国際技術ワーキンググループは、直近5年間におけるコスト削減を推進するためのコンセプトと関連する指標について議論し、ムーアの法則のコストトレンドに合致するよう生産性向上を推進するためには、無駄の削減が重要なコンセプトのひとつであるという結論を得た。

無駄というのは、もっとも一般的な意味での生産における損失であり、指標となりうる。この指標は、それぞれの国際話ワーキンググループが高い生産性とコスト削減を実現するための総合的な努力を推進する際に役立つ。

ITRSが議論すべきことは、第一に、ムーアの法則とそれと同等な派生法則から導かれる無駄の削減の目標設定であり、第二に、それぞれの国際技術ワーキンググループがこの新テーマをいかに彼らの活動に組み入れるかということであり、最後に、技術要求の表に、無駄の削減とともに彼らの要求を表現しうるかということである。この議論は、ロードマップに必要な指標を包括的に含むものであるべきである。明らかに、エネルギーと資源の無駄の削減は、シリコンの微細化にのほかに付け加えられるべきもう一つの軸となってきている。

無駄の削減において最も効果的な分野の一つが、製造装置における段取り作業である。（製造作業の主たる工程に対して、その周辺または準備作業に相当するものである。）　段取り工程は以下のように3つの分野に分類できる。（１）製造装置の中にあるもの、（２）製造装置と工場の境界にあたるもの、（３）工場の運営に関わるもの。最初の分野については、製造装置メーカとデバイスメーカーの協力によって対処されるべきものである。「工程内のチャンバークリーニング」、「チャンバーの調整（seasoning）」などは、この論理的分野に関係する、よく知られた例である。キャリアやロットの交換は2番目の分野で知られている無駄の例である。少量生産をするにあたり、プロセスレシピを頻繁に変更すると、かなりの無駄を引き起こすことが知らていて、これは、第3の論理的分野の関係している。

一般的な無駄の削減に取り組む準備のためには、更なる研究が必要である。このような取り組みのためには、無駄についての系統的な計測と可視化の方法が含まれなければならない。無駄についての系統的知識は、通常の継続的改善プログラム（CIP: Contineous Improvement Program）に加え、製造装置の設計と工場運営の実務の効率性と信頼性の指針となる。

このようなアプローチはWTW（Waste Time Waste:　時間的無駄）とEOW（Equipment Output Waste: 装置出力の無駄）の可視化と削減にたいして効果的である。ウェーハのWTW（Waste Time Waste:　時間的無駄）は、そのウェーハに対して無駄な時間を単に足しあげることによって計測可能である。そのように計測されたデータは、改善計画策定のために、必ずしも、そのままのかたちで使われるものではない。待ち時間と他の要素、たとえばリソースが使えるかどうか、他のウェーハのが製造装置の待ち時間があるかどうかなどとの間には多くの相互作用がある。待ち時間の原因を可視化すると、主たる相互作用についてのさらなる研究の必要であることがわかる。EOW（Equipment Output Waste: 装置出力の無駄）は、単一の製造装置に対しては、比較的簡単に特徴づけることができる。工場レベルのEOWも同様に計測可能であるが、製造装置とそれぞれのWIP（Work In Progress:　進行中の作業工程）の間の相互作用のために、EOW改善計画の可視化は大変難しい。工場のシミュレータは、改善計画と改善策を実施後の評価のための可視化ツールとを接続する必要がある、。産業界は、工場リソースと製品の状態遷移によるトリガーのかけ方について標準化作業を行う必要がある。特に、装置の無駄の削減を促進するため、製造装置が適切な粒度の情報を提供する必要がある。

将来の製造についての要求と450mmへの移行について課題

ムーアの法則に歩調を合わせるためには、1平方ｃｍあたりのコストの30%削減（一義的な目標）とサイクルタイムの50%削減を図る必要があり、素子のイノベーションに加え、ウェハサイズの増大を有力な選択肢と見ている。最後のウェハサイズの移行は200mmから300mmであって、これは10年前のことである。この際、明らかにコストが30%削減された。300mmウェーハでの製造はすでに4つの技術世代を重ね、45nmに至っており、産業界は現在の300mmから450mmへの円滑な移行に向け作業を行うことになろう。次世代ファブ（Next Generation Fab）の活動は、300mmでも450mmでも区別なく使えるよう、大きな改善むけた取り組みをすると期待している。450mmウェハへの移行についての議論は、工場技術のワーキンググループの中でも、あるいは、他のワーキンググループとの議論においても、ビジネスの課題とともにいくつかの技術的課題も明らかにした。450mmに特化した工場の業務が、2010年以降のロードマップで系統的に検討され取り上げられると期待される。

省エネルギー（Energy Conservation）

省エネルギーの一義的目標は工場の稼働コストを削減することであり、これは、需要に基づく工場稼働モデルによって可能となる。その中で、省エネルギーは重要な役割を果たしている。工場技術のチームは、省エネルギーに関係する課題について、施設と製造装置のサブチーム内で幾つかのイニシアティブ（先導的検討）を行い、その作業の結果を施設の技術についての表に数値目標（装置がアイドル時とプロセス処理時のエネルギー消費量）として反映させた。装置のスリープモードとは、ウェーハ処理されていないとき（すなわち、アイドル時）に、ポンプのように装置を支援するユニットがシャットダウンしている状態を意味する。工場技術の国際ワーキンググループは、2012年以降、無駄削減と能動的可視化の枠組みにおいて、省エネルギーについてより強力に作業する必要がある。

事後的（Reactive）稼働から予知的（Predictive）稼働への遷移

これまでに焦点を当てた分野は、工場稼働を事後的に反応する（Reactive）モードから、予知的な（Predictive）モードへ移るの一連の動きに対して大きな利点をもたらす。事後的な稼働は、不具合検出、予防的で非計画的な保守、実時間のスケジューリングと処理順序の決定などであるが、これらは、これまで、品質と生産性の目標達成のため、利用されてきたし、最適化もされてきた。残念ながら、この手法では、製品、ダウンタイム、サイクルタイムなどにおける無駄を究極的に無くすことはできない。なせなら、問題に対応する以前に、その問題の発生を待たなければならないためであり、予防的保守の場合がそうであるように、予期せぬ事態をさけるために、より保守的で潜在的に無駄なことに携わるからである。つまり、（１）不具合の検出は不具合の予知におきかえ、不具合が起こった際にスクラップが生じないようにするべきである、（２）予知的保守によって、非計画的な装置のダウンの頻度を下げることができ、また、従来の保守的で無駄の多い保守慣行にくらべ、保守の頻度を下げることができる、（３）予知的なスケジューリングによって、無駄な時間とサイクルタイムの無駄を最小かできる、（４）仮想的計測によって、全ウェハに対して、計測値を与えることができる、（５）歩留予測はプロセスとシステムが品質と生産性目標を直接達成するために利用されるべきである。「事後的」から「予知的」への移行における主要課題は、正確、頑健、再構成可能、実時間的に改訂可能で理解可能なモデルで予知のベースとなるようなモデルを確立する能力である。予知の鍵となるものは、予知精度を改善し、その予知精度情報を（予知の内容それ自体とともに）、予知システムを最適化するために利用する技術であろう。

まとめ

ITRSの工場技術の章は、効率的に必要な製品を正しい量でスケジュール通りにコスト目標を満たして効率的に製造するため、それに必要な工場のすべての要素を統合することに焦点をあてている。工場技術の章は、5つのサブグループによる技術的課題と、その潜在的な解決策を提供することである。工場技術に関連する技術的課題で他の技術ワーキンググループ間で議論した課題も示されている。また、技術世代の交代、生産性改善、それと同時に年率30%のペースで機能当たりのコストを削減する数十年にわたるトレンドの維持を達成するために鍵となる重要な領域についても示されている。

技術課題と潜在的解決策についてのより多くの情報と詳細については、工場技術（Factry Integration）章の電子版のリンクにアクセスされたい。その章は、下記のサイトからオンラインでリンクされている：　http://www.itrs.net

Difficult Challenges


		Table ITWG10

   Factory Integration Difficult Challenges



		Difficult Challenges through 2019

		Summary Of Issues



		1. Responding to rapidly changing, complex business requirements

		•     Increased expectations by customers for faster delivery of new and volume products (design  prototype and pilot  volume production)



		

		•     Rapid and frequent factory plan changes driven by changing business needs



		

		•     Ability to load the fab within manageable range under changeable market demand,  e.g., predicting planning and scheduling in real-time



		

		•     Enhancement in customer visibility for quality assurance of high reliability products;  tie-in of supply chain and customer to FICS operations



		2. Managing ever increasing factory complexity　

		•    Quickly and effectively integrating rapid changes in process technologies 



		

		•    Increased requirements for high mix factories. Examples are (1) significantly short life cycle time of products that calls frequent product changes, (2) the complex process control as frequent recipe creations and changes for process tools and frequent quality control criteria due to small lot sizes



		

		•    Manufacturing knowledge and control information need to be shared as required among factory operation steps and  disparate factories



		

		•    Need to concurrently manage new and legacy FICS software and systems with increasingly high interdependencies



		

		•    Ability to model factory performance to optimize output and improve cycle time for high mix factories



		

		•    Need to manage clean room environment for more environment susceptible processes, materials, and, process and metrology tools 



		

		• Addressing need to minimize energy resource usage and waste; e.g., need to integrate fab management and control with facilities management and control



		

		•    Comprehending increased purity requirements for process and materials



		

		 



		

		Providing a capability for more rapid adaptation, re-use and reconfiguration of the factory to support capabilities such as rapid new process introduction and ramp-up.  This includes a challenge of  supporting evolution of a FI communication infrastructure to support emerging capabilities beyond interface A.



		

		•  Supporting adoption and migration of equipment communication protocol standards  to meet ITRS challenges and be in sync with emerging technologies in systems communication and management such as XML and cloud computing.



		

		•  Meeting equipment design challenges in maintaining yield and improving maintenance practices resulting from movement to new process materials that may be corrosive, caustic, environmentally impacting, molecularly incompatible etc.



		

		•  Addressing factory integration challenges to assess and integrate EUV systems into the factory infrastructure



		

		•  Addressing AMC challenges through possibly changing factory operation approach (e.g, maintaining vacuum in specific areas), as well as providing necessary interfaces, information and technologies (e.g., virtual metrology and APC).



		

		• Maintaining equipment availability and productivity while managing increase in senors and systems within and outside the equipment, coordinated to support new paradigms (e.g., management of energy expended by the equipment and the fab in general, movement from reactive to fully predictive) 



		

		•  Linking yield and throughput prediction into factory operation optimization



		

		•  Real-time simulation in lock-step with production for operations prediction



		3. Achieving growth targets while margins are declining

		•    Ability to visualize cost and cycle time for systematic waste reduction from all aspects.



		

		•    Reducing complexity and waste across the supply chain; reducing white space in cycle times



		

		•    Minimize the cost of new product ramp up against the high cost of mask sets and product piloting 



		4. Meeting factory and equipment reliability, capability and productivity requirements per the Roadmap

		•   Increased impacts that single points of failure have on a highly integrated and complex factory



		

		•   More equipment reliability, capability and productivity visualization that can be used bidirectionally between equipment suppliers and users for more efficient task sharing



		

		•   Design-in of equipment capability visualization in production equipment; design-in of APC (R2R control, FD , FC and SPC) to meet quality requirements



		

		•   Equipment supplier roadmap for equipment quality visualization and improvement, and, reduction of Equipment Output Waste.



		

		•   Reduction of equipment driven NPW (non-product wafers) operations that compete for resources with production wafers and Dandori operations[1]



		

		•  Meeting wait-time waste factory level management targets; developing wait-time waste reporting for tools; supporting standardized fab-wide equipment state information management.



		

		•   Moving from reactive to predictive paradigm for scheduling, maintenance and yield management



		5. Emerging factory paradigm and next wafer size change

		•  Addressing issues in movement from lot-based to single-wafer processing and control



		 

		•  Uncertainty about 450 mm conversion timing and ability of 300 mm wafer factories to meet historic 30% cost effectiveness.



		 

		450mm era: Effecting architectual and other changes as necessary at an affordable cost to maintain or improve wafer-throughput-to-footprint levels in migration to 450mm



		Difficult Challenges Beyond 2019

		Summary of Issues



		1. Meeting the flexibility, extendibility, and scalability needs of a cost-effective, leading-edge factory

		•     Ability to utilize task sharing opportunities to keep the manufacturing profitable such as manufacturing outsourcing 



		

		•     Enhanced customer visibility for quality assurance of high reliability products including manufacturing outsourcing business models



		

		•     Scalability implications to meet large 450 mm factory needs



		

		•     Cost and task sharing scheme on industry standardization activity for industry infrastructure development 



		2. Managing ever increasing factory complexity

		•  Higher resolution and more complications in process control due to smaller process windows and tighter process targets in many modules 



		

		•  Complexity of integrating next generation lithography equipment into the factory



		

		•  More comprehensive traceability of individual wafers to identify problems to specific process areas 



		

		•  Comprehensive management that allows for automated sharing and re-usages of complex engineering knowledge and contents such as process recipes, APC algorithms, FD and C criteria, equipment engineering best known methods



		3. Increasing global restrictions on environmental issues

		•  Need to meet regulations in different geographical areas



		

		•  Need to meet technology restrictions in some countries while still meeting business needs



		

		•  Comprehending tighter ESH/Code requirements



		

		•  Lead free and other chemical and materials restrictions



		

		•  New material introduction



		4. Post-conventional CMOS manufacturing uncertainty

		•  Uncertainty of novel device types replacing conventional CMOS and the impact of their manufacturing requirements on factory design



		

		•  Timing uncertainty to identify new devices, create process technologies, and design factories in time for a low risk industry transition



		

		•  Potential difficulty in maintaining an equivalent 0.7 transistor shrink per year for given die size and cost efficiency



		

		



		Notes for Table ITWG10

		



		[1] Dandori operations: Peripheral equipment related operations that are in parallel or in-line and prior to or following to the main thread PE operations. So-called in-situ chamber cleaning is another good example than NPW operations.





Assembly and Packaging

ムーアの法則が示すように、トランジスタ数とコストはスケーリング則に従ってきた。しかし、ナノレベルの時代になって、周波数や電力効率はスケーリング則に追随できなくなっている。この理由の一つは、接続材料の制約にもあるが、主な理由は、パッケージ技術がスケーリング則に従わないことである。これに対して、ウェハレベルパッケージやシステムインパッケージ、そして来るべき3次元革新により、スケーリングのメリットがパッケージも享受できるようになる。このスケーリング則によって電子産業の高度成長のペースは引き続き維持されていく。その目標を達成するために、新たな設計ツールや新パッケージアーキテクチャ、新材料、新プロセス、新設備など全てが必要になるだろう。民生品主体のマーケットでは電子製品への要求が変化し続けているので、それを満たすためのパッケージ技術の発展は革新とも言える。この革新は、重複した研究を削減するコンソーシアムの台頭と、挑戦すべきテーマを見出していくロードマップに基づいた全世界の協力によって支えられている。

Difficult Challenges


2011年のAssembly & Packagingのロードマップで特定した困難な課題をITWG13にまとめた。近年の16nmまでのテクノロジノードの課題に対応し、更に微細化し続けるために、材料やプロセス、アーキテクチャは急速に変化してきた。16nm以降のテクノロジノードの課題はスケーリング則に基づく基本的な変化を反映している。課題は複雑であり、非常に大きな革新が必要となっている。

		Table ITWG11

   Assembly and Packaging Difficult Challenges



		Difficult Challenges ≥16 nm

		Summary of Issues



		Impact of BEOL including Cu/low- κ on packaging 

		Direct wire bond and bump to Cu for very fine pitch due to thin wire limits



		

		Dicing for ultra low-κ dielectric (includes k <2.5eff and air gaps)



		

		Improved fracture toughness of dielectrics 



		

		Interfacial adhesion



		

		Mechanical reliability for chip-package interconnect (requires co-design due to chip-package interaction)



		

		Methodologies for measurement of critical properties needed



		

		Probe damage for copper/ultra low κ



		Wafer-level packaging 

		I/O pitch for small die with high pin count



		

		Solder joint reliability for tight pitch/low stand-off interconnect



		

		Compact ESD structures



		

		CTE mismatch compensation for large die and fanout die



		Coordinated design tools and simulators to address chip, package and substrate co-design 

		Mix signal co-design and simulation environment



		

		Rapid turn-around modeling and simulation



		

		Integrated analysis tools for transient thermal analysis and integrated thermal mechanical analysis



		

		Electrical (power disturbs, EMI, signal and power integrity associated with higher frequency/current and lower voltage switching)



		

		System level co-design is needed now



		

		EDA for “native” area array is required to meet the Roadmap projections



		

		Models for reliability prediction



		Interposers and embedded components 

		CTE mismatch for large interposers



		

		Defect density at very thin interfaces



		

		Low-cost embedded passives: R, L, C



		

		Embedded active devices



		

		Quality levels required not attainable on chip



		

		Electrical and optical interface integration



		

		Wafer-level embedded components



		Thinned die packaging 

		Handling technologies for thin wafers (particularly for bumped wafers)



		

		Impact of different carrier materials (organics, silicon, ceramics, glass, laminate core) 



		

		Establish new process flows



		

		Reliability



		

		Testability



		



		Difficult Challenges ≤ 16 nm

		Summary of Issues



		Close gap between chip and substrate, improved organic substrates

		Increased wireability at low cost



		

		Improved impedance control and lower dielectric loss to support higher-frequency applications



		

		Improved planarity and low warpage at higher-process temperatures



		

		Low-moisture absorption



		

		Increased via density in substrate core



		

		Silicon I/O density increasing faster than the package substrate technology



		High current density packages

		Low-resistance contacts 



		

		Electromigration



		Flexible system packaging 

		Conformal low-cost organic substrates



		

		Small and thin die assembly



		

		Handling in low-cost operation



		3D assembly and packaging

		Thermal management



		

		Design and simulation tools



		

		Wafer-to-wafer bonding



		

		Through wafer via structure and via fill process



		

		Singulation of TSV wafers/die



		

		Test access for individual wafer/die



		

		Cost of TSV 



		

		Bumpless interconnect architecture



		Package cost does not follow the die cost reduction curve

		Margin in packaging is inadequate to support investment required to reduce cost



		

		Increased device complexity requires higher cost packaging solutions



		Small die with high pad count and/or high power density 

		Electromigration at high current density for interconnect (die, package)



		

		Thermal dissipation



		

		Improved current density capabilities



		

		Higher operating temperature 



		High-frequency die

		Substrate wiring density to support >20 lines/mm



		

		Lower loss dielectrics



		

		“Hot spot” thermal management



		

		Package substrates with lines and spaces below 10 microns



		System-level design capability to integrated chips, passives and substrates

		Partitioning of system designs and manufacturing across numerous companies will make required optimization for performance, reliability and cost of complex systems very difficult



		

		-Complex standards for information types and management of information quality along with a structure for moving this information will be required.



		Emerging device types (organic, nanostructures, biological) that require new packaging technologies 

		-Organic device packaging requirements not yet defined (will chips grow their own packages)



		

		-Biological interfaces will require new interface types 



		Power integrity

		- Power supply quality



		

		- Power delivery in stacked die



		

		-Reducing power supply voltage with high device switching currents





環境・安全・健康(ESH)　（Environment, Safety, and Health）

2011年のITRS ESH章の全般的ロードマップは、成功したESHプログラムの実行成果はその大部分は特定のテクノロジーの発展とは独立であるという事実を、引き続き、反映している。従って、多くのESHの要素の多くは2009年版とよく似たものとなっている。結果として、以下の4つの基本的な戦略は2009年版を引き継いでいる。 すなわち: 

· 開発段階における、プロセスと材料の理解（特徴の明確化) 

· 危険性が少ないか、または副生成物がそれほど危険でない材料の使用

· より少量の原料とリソースを消費する製品及びシステム(製造設備とファシリテイ)の設計

· 従業員にとって安全な工場の製造

これらの戦略を基本的要素として成功のために応用することで、産業界は、技術リーダーであるとともにESHも達成し続けることになる。半導体メーカはESHへのビジネスアプローチを受け入れている。ESHは製造技術、製品、サービスと統合された原理に基づくものである。ITRSロードマップのESH章で特筆されるべきことは、ロードマップが意図においても実行においても技術に焦点をあてた文書であることから、ESH章は諸々の政策や規制の問題を理解したうえでそれを記述しなけれがならないということにある。その実行において失敗があれば、開発に成功した技術の実用化を危機におとしいれることもありうる。ESHのこのような問題は、2009年のロードマップで初めて、ESHのカテゴリーと領域を導入したことにより、明示的に再認識された。以下このことを手短に要約する。2011年のESHロードマップは、この概念を拡張して、2つの新しいサブカテゴリー（要求にはデータがある、あるいは、データが得られていない）を導入し、ロードマップの信頼性目標とESHのゴールとして示された評価指標の入手可能性を反映させることとした。

ESHロードマップでは、新しいウェハプロセスやアセンブリ技術が研究開発段階から製造段階に入った際の課題を同定している。Table ESH2に示すように、ESHの領域とカテゴリーの提示に従い、（新規のサブカテゴリーも含め）、ESHの技術要求はTableｓ ESH3-7にリストにした。潜在的な技術とマネジメントの解であって、これらの課題に対応するものはFigures　ESH1-3に提案した。これらの課題に対する成功した解決策は、ESHの懸念点が、プロセス・装置・工場技術者、それとともに化学物質・材料と装置サプライヤ、さらには、アカデミックやコンソーシアの研究者の思考と行動が統合された際に、最もよく実現されることだろう。ESHの改善は、また、コスト、技術的性能、製品化時期の改善に貢献しなければならない（あるいは、最低でも、矛盾があってはならない）。これらは、本質的に、リスク、公衆と従業員の健康と安全の効果、環境への影響を最小化しなければならない。成功する国際的ESHのイニシアティブは、時期を得たものであって、実現には程遠い場合でも、ロードマップの有効期間を通して、長期的な成功を確実にするべきものある。

2011年版では、材料に焦点をあてた2つの重点領域に注力した。第一は、公衆・政府の政策的期待と将来の技術要求との間の対立を少なくするような研究の必要性である。将来技術においては、特定の目的のために決定的材料あるいは新規材料が必要である。第二の領域は、未認定の、あるいは、根拠となるデータが無い場合、つまり、データそのものが無い、典型的データが無い、技術的対象を定義する際の適切な粒度が定義されていないなどの場合に、技術的要求をいかにして特定するかという問題である。そういう場合でも、その技術的対象はESHにとって重要であり続ける。

· これらの重要な課題、つまり、研究に必要性の定義、技術的要求の決定、将来の規制と制限の遵守、により良く取り組むため、今年のロードマップに新たな戦略的要素を追加し、我々の既存の産業界のビジネスプロセスの上に、それを打ち立てることにした。我々は、グリーン化学（Green Chemistry）の原理をロードマップに統合することを確約し、産業界の枠組みと過程の両方に尽くし、ESHの全領域に取り組む。技術のライフサイクルに初めにグリーン化学のアプローチを採用することにより、化学的な設計段階の初期に、産業界が将来のESHの課題に取り組む際の時間を最大化できるようになるだろう。ESHの技術ワーキンググループにとっては、利害関係者であるパートナーや顧客がロードマップの戦略的焦点をリセットするに際に、ESHの焦点を能動的に見直していくことになろう。

Difficult Challenges


		Table ITWG12

   Environment, Safety, and Health Difficult Challenges



		Difficult Challenges ≥ 16 nm

		Summary of Issues



		Overall challenge

		There is a need for Roadmap quality goals and metrics need to be defined for a substantial number of ESH technology requirements



		Chemicals and materials management

		    Chemical Assessment: There is a need for robust and rapid assessment methodologies to ensure that new chemicals/materials achieve timely insertion in manufacturing, while protecting human health, safety, and the environment. Given the global options for R&D, pre-manufacturing, and full commercialization,  these methodologies must recognize regional regulatory/policy differences, and the overall trends towards lower exposure limits and increased monitoring.



		

		    Chemical Data Availability: Comprehensive ESH data for many new, proprietary chemicals/materials is incomplete, hampering industry response to the increasing regulatory/policy requirements on their use. In addition, methods for anticipating and forecasting such future regulatory requirements are not well developed.. 



		

		    Chemical Exposure Management: There is incomplete information on how chemicals/materials are used and how process by-products are formed. Also, while methods used to obtain such information are becoming more standardized, their availability varies depending on the specific issue being addressed.



		Process and equipment management

		    Process Chemical Optimization There is a need to develop processes and equipment meeting technology requirements, while at the same time reducing their impact on human health, safety and the environment  (e.g., using more benign materials, reducing chemical quantity requirements by more efficient and cost-effective process management).



		

		    Environment Management: There is a need to understand ESH characteristics, and to develop effective management systems, for process emissions and by-products. In this way, the appropriate mitigations (including the capability for component isolation in waste streams) for such hazardous and non-hazardous emissions and by-products can be properly addressed.



		

		Global Warming Emissions Reduction: There is a need to limit emissions of high GWP chemicals from processes which use them, and/or produce them as by-products.



		

		    Water and Energy Conservation: There is a need for innovative energy- and water-efficient processes and equipment.



		

		    Consumables Optimization: There is a need for more efficient chemical/material utilization, with improved reuse/recycling/reclaiming of them and their process emissions and by-products.



		

		    Byproducts Management: There is a need for improved metrology for by-product speciation.



		

		    Chemical Exposure Management: There is a need to design-out chemical exposure potentials and the requirements for personal protective equipment (PPE)



		

		    Design for Maintenance: There is a need to design equipment so that commonly serviced components and consumable items are easily and safely accessed, with such maintenance and servicing safely performed by a single person with minimal health and safety risks.



		

		    Equipment End-of-Life: There is a need to develop effective management systems to address issues related to equipment end-of-life reuse/recycle/reclaim.



		Facilities technology requirements

		    Conservation: There is a need to reduce energy, water and other utilities consumption and for more efficient thermal management of cleanrooms and facilities systems.



		

		    Global Warming Emissions Reduction: There is a need to design energy efficient manufacturing facilities, to  reduce total CO2 equivalent emissions.



		Sustainability and product stewardship

		    Sustainability Metrics: There is a need for methodologies to define and measure a technology generation’s sustainability.



		

		    Design for ESH: There is a need to make ESH a design-stage parameter for new facilities, equipment, processes and products.



		

		    End-of-Life Reuse/Recycle/Reclaim: There is a need  to design facilities, equipment and products to facilitate these end-of-life issues



		Difficult Challenges < 16 nm

		Summary of Issues



		Chemicals and materials management

		    Chemical Assessment: There is a need for robust and rapid assessment methodologies to ensure that new chemicals/materials achieve timely insertion in manufacturing, while protecting human health, safety, and the environment.



		

		    Chemical Data Availability: There is incomplete comprehensive ESH data for many new, proprietary chemicals/materials, to be able to respond to the increasing regulatory/policy  requirements on their use 



		

		



		Process and equipment management

		·    Chemical Reduction: There is a need to develop processes and equipment meeting technology requirements, while also reducing their impact on human health, safety and the environment  (e.g., using more benign materials, reducing chemical quantity requirements by more efficient and cost-effective process management). There is a need to limit emissions of high GWP chemicals from processes which use them, and/or produce them as by-products.



		

		    Environment Management: There is a need to understand ESH characteristics, and to develop effective management systems, for process emissions and by-products. In this way, the appropriate mitigations for such hazardous and non-hazardous emissions and by-products can be addressed.



		

		    Water and Energy Conservation: There is a need to reduce water and energy consumption, and for innovative energy- and water-efficient processes and equipment.



		

		    Consumables Optimization: There is a need for more efficient chemical/material utilization, including their increased reuse/recycle/reclaim (and of their process emissions and by-products).



		

		    Chemical Exposure Management: There is a need to design-out chemical exposure potentials and personal protective equipment (PPE) requirements.



		

		    Design for Maintenance: There is a need to design equipment so that commonly serviced components and consumable items are easily and safely accessed, with such maintenance and servicing safely performed by a single person with minimal health and safety risks.



		

		    Equipment End-of-Life: There is a need to develop effective management systems to address issues related to equipment reuse/recycle/reclaim.



		Facilities technology requirements

		    Conservation: There is a need to reduce energy, water and other utilities use, and for more efficient thermal management of cleanrooms and facilities systems.



		

		    Global Warming Emissions Reduction: There is a need to design energy efficient manufacturing facilities, to enable reducing total CO2 equivalent emissions.



		Sustainability and product stewardship

		    Sustainability Metrics: There is a need for methodologies to define and measure sustainability by technology generation, as well as at the factory infrastructure level.



		

		    Design for ESH: There is a need to make ESH a design-stage parameter for new facilities, equipment, processes and products, with methodologies to holistically evaluate and quantify the ESH impacts of facilities operations, processes, chemicals/materials, consumables, and process equipment for the total manufacturing flow.



		

		    End-of-Life Reuse/Recycle/Reclaim: There is a need  to design facilities, equipment and products to facilitate these end-of-life issues





歩留まり向上（Yield Enhancement）

歩留まり向上の章の2012年度版は以前の版と比べて大きな変更があると共に、本章が扱う範囲について新たな方針を示した。歩留まり向上の章では、長らく更新されなかったサブ章である“許容欠陥密度と歩留まりモデル(YMDB: Yield Model and Defect Budget)”を削除した。その結果、歩留まり向上の章は２つのサブ章すなわち、“ウェーハ環境汚染制御”と“検査、分析、特徴付け”から構成される。後者は前回までの“欠陥検出と評価(DDC: Defect Detection and Characterization)出サブ章をベースにして構築されている。

ウェーハ環境汚染制御では超純水、薬液、ガス中、またはクリーンルームや清浄局所空間の空気中の不純物管理限界値の提供を継続している。管理限界値はクリティカルな工程での歩留まり影響情報をもとに更新されている。FOUPのような囲われたウェーハ環境でのAMC（大気分子汚染）の影響には特に注意が払われている。FOUP内のコンタミ対策法の評価と解説は初期化された。ここはFI（工場技術）の専門家とともに審議中の部分である。レチクルなどの生産手段はウェーハ環境汚染制御の重要なトピックスであり、今後にわたってまとめに含まれる。プロセス特有または局所空間特有の管理限界値が詳述されている。これらのコンタミに対する早くて信頼性のある定量手法のレビューが計画されており2012/2013年の間に結果が報告される見込みである。EUVリソグラフィーのような新しい生産技術に対するコンタミネーションの影響評価および管理限界値提案は2012年にまとめる予定である。

'More Moore'（微細化）や'More than Moore'（機能的多様化）に代表される幅広い分野からの要望により2011版では“検査、分析、特徴付け”という章を新設した。またこれにはパワーデバイスやメカトロニクス、MEMSはもとより、アセンブリーパケージでの検査や分析への要求をも取り込むものである。この変更は2011-2012での議論により決定された。表や解決策候補については2013年版で公開予定である。

現在の最重要課題は多重キラー欠陥とSN比となるであろう。多重キラー欠陥の検出とそれらを同時に分類することを高い捕捉率、低CoOでかつ高スループットで行うことが課題となる。更には、膨大な量の問題のない擬似欠陥がある中で歩留まりに影響する欠陥を特定することも最重要課題と言える。2番目に重要な課題はプロセス安定性と汚染レベルの絶対値との関連を明確にすることである。これには歩留評価用のテストパターンやウェーハの環境や取扱いによって付着する欠陥と歩留りとの関連を明確にするのに必要となる手法やデータが含まれる。これによりガスや薬品、雰囲気、プリカーサー、純水、基板上の清浄度の管理値が決定される。2011年版での“検査、分析、特徴付け”章の変更に伴う重要性は低いが新たな課題として、基板上の有機汚染の検出を追加している。現状、基板上の不揮発性の有機汚染の検出や分布確認は製造工場では不可能である。製造や開発現場に設置可能な装置は存在しない。2011年版での最初の長期的課題としては次世代欠陥検査を挙げている。これまで一般的だった遠視野顕微鏡での明視野検出では対象とする欠陥の分離が難しくなってきており、13nm以下の世代で要求される検査に対応可能な代替技術の開発・選定が必要である。いくつかの技術が候補として挙げられている：高速走査型プローブ顕微鏡や近視野走査型顕微鏡、干渉顕微鏡、走査型容量顕微鏡、そして電子顕微鏡である。これらの技術選定では最高解像度や処理能力、そして観察対象への作用（汚染や物理ダメージの程度）の検証が重要なポイントとなる。

さらに、長期的課題として、次世代リソグラフィでのインライン欠陥検査や分析を挙げた。

詳細な変更点は下記のとおりである。

・ウェーハ環境汚染制御

ウェーハ環境汚染制御の章は、この章の重要性を考慮して、歩留り管理章の最初に配置された。表YE3はクリーンルーム環境のためのコンタミネーション制御限界値とウェーハが直接晒されるFOUP内環境のためのコンタミネーション制御限界値とが並べて配置されている。YE3の限界値は慎重にチェックして再確認し、欠損値が追加された。ウェーハ及び材料からのアウトガスで生じるFOUP内クロスコンタミネーションの問題はその抑制方法、並びに評価方法と一緒に包括的に表に記載された。

FOUP内汚染の究明、並びに制御方法の効果などは、各プロセスごとにQ-Timeの影響を考慮し、全て工場技術と一緒に評価された。解決策候補として、CR内環境中の大気分子汚染モニタリング技術と共にFOUP内クロスコンタミネーション制御を表に入れた。

・検査、分析、特徴付け

上記説明の様に“検査、分析、特徴付け”章を制定した。YE4,5,6テーブルについてはテクノロジの最小寸法変化に応じて更新している。

Difficult Challenges


		Table ITWG13

   Yield Enhancement Difficult Challenges



		Difficult Challenges ≥ 16 nm

		Summary of Issues



		Detection and identification of Small Yield Limiting Defects from Nuisance  - Detection of multiple killer defects and their simultaneous differentiation at high capture rates, low cost of ownership and high throughput. It is a challenge to find small but yield relevant defects under a vast amount of nuisance and false defects. 

		Existing techniques trade-off throughput for sensitivity, but at expected defect levels, both throughput and sensitivity are necessary for statistical validity.



		

		Reduction of inspection costs and increase of throughput is crucial in view of CoO.



		

		Detection of line edge roughness due to process variation.



		

		Electrical and physical failure analysis for killer defects at high capture rate, high throughput and high precision.



		

		Reduction of background noise from detection units and samples to improve the sensitivity of systems.



		

		Improvement of signal to noise ratio to delineate defect from process variation.



		

		Where does process variation stop and defect start?



		Non-Visual Defects and Process Variations – Increasing yield loss due to non-visual defects and process variations requires new approaches in methodologies, diagnostics and control. This includes the correlation of systematic yield loss and layout attributes. The irregularity of features in logic areas makes them very sensitive to systematic yield loss mechanisms such as patterning process variations across the lithographic process window.

		Systematic Mechanisms Limited Yield (SMLY), resulting from unrecognized models hidden in the chip, should be efficiently identified and tackled through logic diagnosis capability designed into products and systematically incorporated in the test flow. It is required to manage the above models at both the design and manufacturing stage. Potential issues can arise due to:



		

		a)  Accommodation of different Automatic Test Pattern Generation (ATPG) flows.



		

		b)  Automatic Test Equipment (ATE) architecture which might lead to significant test time increase when logging the number of vectors necessary for the logic diagnosis to converge.



		

		c)  Logic diagnosis runs time per die.



		

		d)  Statistical methodology to analyze results of logic diagnosis for denoising influence of random defects and building a layout-dependent systematic yield model.



		

		Test pattern generation has to take into account process versus layout marginalities (hotspots) which might cause systematic yield loss, and has to improve their coverage.



		Process Stability vs. Absolute Contamination Level – Including the Correlation to Yield Test structures, methods and data are needed for correlating defects caused by wafer environment and handling with yield.  This requires determination of control limits for gases, chemicals, air, precursors, ultrapure water and substrate surface cleanliness.

		Methodology for employment and correlation of fluid/gas types to yield of a standard test structure/product



		

		Relative importance of different contaminants to wafer yield.



		

		Define a standard test for yield/parametric effect.



		Detection of organic contamiantion on surfaces – The detection and speciation of non volatile organics on surfaces is currently not possible in the fab. There is no laboratory scale instrumentation available.

		A possible work around is the use of NEXAF at a synchrotron radiation facility.



		

		



		Difficult Challenges < 16 nm

		Summary of Issues



		Next Generation Inspection - As bright field detection in the far-field loses its ability to discriminate defects of interest, it has become necessary to explore new alternative technologies that can meet inspection requirements beyond 13 nm node.  

		Several techniques should be given consideration as potential candidates for inspection: high speed scanning probe microscopy, near-field scanning optical microscopy, interferometry, scanning capacitance microscopy and e-beam.  This path finding exercise needs to assess each technique’s ultimate resolution, throughput and potential interactions with samples (contamination, or degree of mechanical damage) as key success criteria.



		In - line Defect Characterization and Analysis – Based on the need to  work on smaller defect sizes and feature characterization, alternatives to optical systems and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy systems are required for high throughput in-line characterization and analysis for defects smaller than feature sizes. The data volume to be analyzed is drastically increasing, therefore demanding for new methods for data interpretation and to ensure quality. [1]

		Data volume + quality: strong increase of data volume due to miniaturization



		

		The probe for sampling should show minimum impact as surface damage or destruction from SEM image resolution.



		

		It will be recommended to supply information on chemical state and bonding especially of organics.



		

		Small volume technique adapted to the scales of technology generations.



		

		Capability to distinguish between the particle and the substrate signal.



		Next generation lithography - Manufacturing faces several choices of lithography technologies in the long term, which all pose different challenges with regard to yield enhancement, defect and contamination control.

		 



		

		 



		

		 



		

		 





計測Metrology


先端リソグラフィープロセス、新材料および、Beyond CMOS材料・構造・デバイスから継続して計測要求がなされている。EUVリソグラフィーに対する要求によって、マスク計測のために新たな装置開発をする必要性が出てきた。最少寸法計測は限界に近づいており、微細化のトレンドを維持するためには大きな進展が必要である。他方、最少寸法に対する課題としては計測機器間のマッチング精度が挙げられる。ここ数年における短期的な計測精度の“精密さ”（計測の不確からしさ）の要求に対しては、計測装置を一つに固定した使用によって解決することができる。高精度な重ね合わせ制御の要求に対して重ね合わせ検査装置の計測能力は遅れている。フロントエンドプロセスからは、Ⅲ-Ⅴ族積層膜、高誘電率材料、２重仕事関数金属ゲート及び新規極薄接合ドーピングプロセスを含む新しいチャネルの計測要求が継続しており、それに対応してゆく必要がある。FinFETのような3次元デバイス構造では、より厳しい形状計測およびドーピング計測が要求されている。低誘電率膜の空隙率を制御する必要性から空隙率の計測に新たに関心が高まった。3次元の配線技術に対する計測要求には、TSVの研究開発の活動が大きく反映されている。次世代の3次元実装におけるウェーハ間の張り合わせに必要な重ね合わせ制御技術は、“現状利用可能な手段が存在する状況”にある。Beyond CMOSの研究開発に関しては、グラフェンの計測技術が様々分野で大きく前進したが、量産にはまだ課題があり、引き続き研究開発が必要である。大きな領域で均一なグラフェンを形成するための理解には、物理的及び電気的な計測技術が不可欠である。さらに、計測の研究開発機関は他のBeyond CMOS材料についても扱っている。

Difficult Challenges


以下に挙げられている計測に関する短期的課題の多くは、16 nm技術世代以降も継続課題として残される。2017年以降の計測ニーズは、これから明らかとなるであろう新材料および新プロセスの在り方に応じて変わる。従って、今後の計測ニーズを全て洗い出すことは難しい。パターン寸法の縮小、しきい値電圧やリーク電流のようなデバイスパラメータをより精密に制御すること、そして3次元配線のような新しい配線技術は、物理計測技術に大きな挑戦課題を与えることになるであろう。所望のデバイス･スケーリングを成し遂げるためには、原子スケールでの特性測定ができなければならない。表ITWG14に、計測の10大課題を示す。

Table ITWG14

   Metrology Difficult Challenges


		困難な技術課題　≥　16 nmノード

		問題の内容



		工場および会社規模での実時間／その場／組み込み／インラインの計測装置；頑丈なセンサ（robust sensors、訳者注：測定精度に余裕があり、環境の変動などに強いセンサ） およびプロセスコントローラの開発；センサの追加統合が可能なデータ管理。

		プロセスコントローラおよびデータ管理の標準規格が必要である。大量な生データを歩留り向上に有用な情報に転換することが必要である。トレンチエッチング時の終点検出、イオン注入時のイオン種／エネルギー／ドーズ量（電流）、およびRTA処理時のウェーハ温度に対して、より良いセンサの開発が必要である。



		シリコンウェーハ（starting materials）製造やデバイス製造での計測技術はSOIのような新しい基板の導入によって影響を受ける。シリコンウェーハで問題となる量の不純物検出（特に微粒子）、およびウェーハ周辺部の検査不能領域の削減。CD、膜厚、欠陥検査は薄いSOIの光学的性質や電子・イオンによる帯電によって影響を受ける。

		現行のままでは、ロードマップの目標レベルを達成できない。極微小粒子の検出とサイズ分類が必要である。SOIウェーハに対する性能向上が必要である。課題は、SOI構造による余分な散乱と表面の品質に起因する。



		自己整合リソグラフィーのような新しい技術、FinFETやMuGFETトランジスタ、メモリ素子の容量やコンタクト穴のように複雑な3次元構造、および3次元配線の制御は、素早く立ち上げるための準備ができていない。

		FinFET構造のオフラインの評価・解析技術において顕著な進歩があったが、“FinFETトランジスタはハーフピッチ16 nmの世代に量産される予定である”という最近の報告では、インラインの形状、組成、ドーパント計測に関する短期的な要求に重きが変わっている。二度露光に対する重ね合わせ測定は、より厳しい制御要求になる。重ね合わせはCDを決める。3次元配線は様々に多くの実現法がある。プロセス制御に必要とされる新しいニーズが不明確である。たとえば、容量・デバイス・コンタクトを含めてトレンチ構造の3次元（CDと深さ）測定が必要であろう。



		複雑な積層材料の測定、および界面における物理的性質や電気的性質の計測。

		制御された薄膜と界面層を含む新high-kゲート／容量誘電膜、配線バリアのような薄膜とlow-k誘電膜、およびその他のプロセスニーズに対応する標準試料／標準物質と標準測定方法。ゲートや容量誘電膜の光学的測定結果は広い領域の平均であり、界面層の評価・解析が別に必要になる。歪SiやSOI基板あるいはバリア層の測定で積層構造に対するキャリア移動度評価が必要になるだろう。メタルゲートの仕事関数の評価は、もう一つの大きなニーズである。



		測定用のテスト構造と標準試料／物質。

		特にスクライブ線において、テスト構造に割当てられる面積は縮小している。スクライブ線上にあるテスト構造ではチップ内の特性変化と相関が取れないという懸念がある。重ね合せその他のテスト構造はプロセス変化に敏感であり、テスト構造はスクライブ線上とチップ内の対応が取れるように設計を改善する必要がある。適切な標準物質を作るために、標準化機関は最先端技術を用いて開発や製造の能力を向上させる活動に早急に着手する必要がある。



		Difficult Challenges < 16 nm



		ウェーハおよびマスクに関する3次元構造の寸法測定／重ね合わせ精度測定／欠陥検出／解析に使用する非破壊の生産用顕微鏡観察技術。

		表面帯電およびコンタミネーションはSEM像形成時の障害となる。寸法測定ではパターン側壁の形状を考慮しなければならない。ダマシンプロセスにおけるトレンチ構造の寸法測定が必要である。ステッパの焦点と露光量、エッチバイアス（エッチ後寸法とレジスト寸法の差）などのプロセス制御は高精度化と3次元対応が必要である。



		チップ内特性を測ることでチップ間やウェハ間ばらつきを反映できるような新しい計測法を考える必要がある。

		デバイス縮小に伴って、テスト構造を変えた場合の特性とチップ内の特性との相関を取るのが難しくなっている。測定試料の択び方を最適化することが、これ等の問題を解く鍵である。



		統計変動が顕在化する16 nmノード以降でのプロセス制御。

		自然現象としてのゆらぎが計測を制限する領域では、プロセスを制御することが困難となろう。たとえば、低ドーズのイオン注入、薄いゲート絶縁膜、および極微細構造でのエッジラフネスである。



		困難な技術課題　≥　16 nmノード

		問題の内容



		工場および会社規模での実時間／その場／組み込み／インラインの計測装置；頑丈なセンサ（robust sensors、訳者注：測定精度に余裕があり、環境の変動などに強いセンサ） およびプロセスコントローラの開発；センサの追加統合が可能なデータ管理。

		プロセスコントローラおよびデータ管理の標準規格が必要である。大量な生データを歩留り向上に有用な情報に転換することが必要である。トレンチエッチング時の終点検出、イオン注入時のイオン種／エネルギー／ドーズ量（電流）、およびRTA処理時のウェーハ温度に対して、より良いセンサの開発が必要である。





モデリング＆シミュレーション（Modeling and Simulation）

モデリング&シミュレーションは半導体デバイスの仮想的なチップ製造と特性解析である。計算プログラムは、構造、デバイスの歪みと化学組成(ドーパント、SiGeなど)、電気的な性能と信頼性、最終的な回路とシステムのふるまいを予測するために使われる。モデリング&シミュレーションの全般的な狙いは、実験から得るにはより困難で、より費用がかかり、より効率的でなく、より時間を浪費する情報を、開発期間とコストの削減のために提供することにより、現実の技術、デバイス、回路とシステムの開発をサポートすることである。これを可能にするためには、モデリング&シミュレーションツールは、適切なパラメータセットを含む適切な物理モデルを含有し、アプリケーションの普遍性、計算時間、取り組むことができるアプリケーションの複雑性、最後であるがおろそかにできない、ユーザインタフェースとインタラクションに対する様々な要求を満たす必要がある。順次、モデリング&シミュレーション機能に対する献身的研究開発活動が必要である。

産業界と研究においてシミュレーションツールのユーザの要求を最も良く満たすために、ITRSのモデリング&シミュレーショングループは、2009年においても、グループ内の評価とITRSの他グループの結果を通して、プロセス技術・インテグレーション・製造の課題に対処するための産業界の要求にその仕事の基礎を強く置いた。

モデリング&シミュレーション章の主要部は、これらのクロスカットと最新の技術の全般的な評価を基に準備された。以下、章の主要素は、2007/2008 ITRSとの比較の観点から特に纏められている。

初期の頃と同様に、モデリング&シミュレーションの困難な技術課題は、章の最初で強調されている。6個の短期的な技術課題は2009年において16nmまでのnodeを参照している。これらの中で、2個の技術課題がナノスケール・デバイスシミュレーション機能 (手法、CMOSの限界予測に寄与するモデルとアルゴリスム)と、配線とパッケージのための電気的・熱的・機械的モデリングに名前を変えた。産業界の要求と現状の開発のために、2009年モデリング&シミュレーション章のTable ITWG15の下とTable MS-1に示すように、これらの技術課題の全ての詳細な内容が大きく変えられた。長期的な技術課題は現在16nmよりも小さいnodeを参照している。ここでは、これらの内の最初の2個の内容が少しだけ修正された。

ITRSの他グループとのこれらのクロスカットと同様に、プロセス、デバイス、配線、回路からパッケージまでの装置シミュレーションの領域を整理することにより、モデリング&シミュレーション章によってカバーされている領域間の強いリンクが存在する。2009年のモデリング&シミュレーション章は様々なレベルのモデリングを取り扱う7個(装置/特徴スケールモデリング、リソグラフィモデリング、フロントエンドモデリング、デバイスモデリング、配線と集積化受動素子モデリング、回路モデリング、パッケージシミュレーション)の節を含んでいる。これらの節の範囲は2007年と比べて変わってないのに対して、そこで述べられている要求はモデリング&シミュレーションにおいて産業界と最新の技術の発展に基づいて大きく進展した。

2007年ITRSでは、これらの7個の領域を横断する3個(材料モデリング、設計・製造・歩留りのためのTCAD、数値解法)のトピックスがあった。2009年ITRSにおいて後者の節はツール間の接続性を含むように拡張された。これは、産業界と研究においてシミュレーションの効率的な使用に対する重要の要求である。これらの横断的な節は2点目として設計頑丈さ・製造・歩留りのモデリングの節で範囲が進展した。さらに、信頼性の課題はシミュレーションの全てのレベルでより重要になっていて、さらに、デバイス、回路、パッケージレベルの信頼性の問題は製造プロセスとそれらのバラツキの詳細に部分的に基づいているため、新たに分離した横断的な信頼性モデリングの節が2009年モデリング&シミュレーション章に加えられた。

新たなモデリング機能の開発は、一般に長期間の研究と益々の学際的な活動が必要である。これは、大学や研究所環境で実行されるのがベストである。このため、モデリング領域で成功するには、産業界との緊密な連携と共に、上記のシミュレーション連鎖に沿って、大学や独立な研究機関における膨大な研究努力が事前に必要となる。

必要な基礎的な仕事は一般に極めて長期間の開発時間がかかるため、産業界の将来の重要な必要性について述べるために、適切な研究基金がタイムリーな方法で利用できることが重要である。現在では、そのような研究基金の不足は、上記に纏めた困難な技術課題よりも、かなり厳しい。例えば、2005年と2007年のITRSに纏めた幾つかのモデリング&シミュレーションの要求は、十分なR&Dが研究基金の不足により行われなかったため、この2009年の課題に押し出され遅れた。

Difficult Challenges


		Table ITWG15

   Modeling and Simulation Difficult Challenges



		Difficult Challenges ≥ 14 nm

		Summary of Issues 



		Lithography simulation including EUV

		Complementary lithography



		

		Simulation of defect inspection and characterization, influences/defect printing. Mask optimization including defect repair or compensation



		

		Simulation of resolution enhancement techniques including combined mask/source optimization (OPC, PSM) and including EMF and resist effects, and extensions for inverse lithography



		

		Models that bridge requirements of OPC (speed) and process development (predictive) including EMF effects



		

		Predictive and separable resist models (e.g., mesoscale models) including line-edge roughness, accurate profiles, topcoat and substrate (underlayer) interactions, etch resistance, adhesion, mechanical stability, leaching, swelling or slimming, and time-dependent effects in in single and multiple exposure



		

		Resist model parameter calibration methodology (including kinetic transport and stochastic parameters)



		

		Fast, predictive simulation of ebeam mask making (single-beam and multibeam) including short and long range proximity corrections



		

		Simulation of directed self-assembly of sublithography patterns



		

		Modeling lifetime effects of equipment and masks, including lens  and mirror heating effects 



		

		Predictive coupled deposition-lithography-etch simulation (incl. double patterning, self-aligned patterning)



		

		Modeling metrology equipment and data extraction  for enhancing model calibration accuracy



		

		Modeling of pellicle effects and pellicle defects simulation (incl. double patterning, self-aligned patterning)



		

		



		Front-end process modeling for nanometer structures

		Coupled diffusion/(de)activation/damage/stress models and parameters including low-temperature, SPER, millisecond and microwave processes in Si-based substrate, that is, Si, SiGe,  Ge-on-Si, III/V-on-Si (esp. InGaAs-on-Ge-on-Si),  SOI, epilayers, and ultra-thin body devices, taking into account possible anisotropy in thin layers. Accurate models for Stress-Induced Defects



		

		Implantation models for ions needed for new materials



		

		Models for alternative implantation methods: Plasma doping (e.g. for FinFETs), cluster implantation, cyro or hot implants (incl. self-annealing)



		

		Diffusion  in advanced gate stacks



		

		Predictive segregation and dose loss models



		

		Modeling of interface and dopant passivation by hydrogen or halogens



		

		Modeling of epitaxially grown layers: Shape, morphology, stress, defects, doping, diffusion, activation



		

		Modeling hierarchy from atomistic to continuum for dopants and defects in bulk and at interfaces



		

		Efficient and robust 3D meshing for moving boundaries



		

		Modeling the impact of front-end processing-induced damage to devices on their leakage, noise and reliability bahavior during operation



		Integrated modeling of equipment, materials, feature scale processes and influences on device and circuit performance and reliability, including random and systematic variability 

		Fundamental physical data (e.g., rate constants, cross sections, surface chemistry for ULK, photoresists and high- metal gate); reaction mechanisms (reaction paths and (by-) products, rates ...) , and simplified but physical models for complex chemistry and plasma reaction



		

		Linked equipment/feature scale models (including high- metal gate integration, flows for RIE processes, damage prediction) 



		

		Deposition processes: MOCVD, PECVD, ALD, electroplating and electroless deposition modeling 



		

		Spin-on-dielectrics (stress, poriosity, dishing, viscosity, …) for high aspect ratio fills, evolution during transformation and densification 



		

		Removal processes: CMP, etch, electrochemical polishing (ECP) (full wafer and chip level, pattern dependent effects) 



		

		Pattern/microloading  effects in radiative annealing or plasma processing



		

		Propagation of process variations into circuit block simulation



		

		Simulation of wafer polishing, grinding and thinning



		

		Efficient extraction of impact of equipment - and/or process induced variations on devices and circuits, using simulations



		

		Modeling of impact of consumables (e.g. resists, slurries, gas quality ….) on process results 



		Nanoscale device simulation capability: Methods, models and algorithms

		General, accurate, computationally efficient and robust quantum based simulators  incl. fundamental parameters linked to electronic band structure and phonon spectra



		

		Efficient models and tools for analysis to enable design and evaluation of devices and architectures beyond traditional planar CMOS



		

		Models (incl. material models) to investigate new memory devices like redox resistive memories, PCM/PRAM, etc.  



		

		Models for gate stacks with ultra-thin/high-k  dielectrics for all channel materials addressed above w.r.t. electrical permittivity, built-in charges,  influence on workfunction by interface interaction with metals, reliability, tunneling currents and carrier transport



		

		Modeling of salicide/silicon contact resistance and engineering (e.g. Fermi-level depinning to reduce Schottky barrier height)



		

		Advanced numerical device simulation models and their efficient usage for predicting and reproducing statistical fluctuations of structure , dopant and material variations in order to assess the impact of variations on statistics of device performance



		

		Physical models for novel channel materials, e.g.,  p-type Ge and compound III/V (esp. n-type InGaAs-on-Ge-on-Si) channels … : Band structure, defects/traps, ...



		

		Treatment of individual dopant atoms and traps in (commercial) continuum and MC device simulation. Coupling between atomistic process and continuum or atomistic device simulation



		

		Reliability modeling for ultimate CMOS and new memory devices



		

		Commercial device simulators (software) for STT and redox resistive memories



		

		Physical models for (mechanical) stress induced device performance for advanced architectures (esp. FinFET) and/or novel materials 



		Electrical-thermal-mechanical-modeling for interconnect and packaging

		Model thermal-mechanical, thermodynamic and electrical properties of low , high , and conductors for efficient on-chip and off-chip incl. SIP and wafer level packages, including power management, and the impact of processing on these properties especially for interfaces and films under 1 micron dimension 



		

		Thermal modeling for 3D ICs and assessment of modeling and  CAD tools capable of supporting 3D designs. Thermo-mechanical modeling of Through Silicon Vias and thin stacked dies (incl. adhesive/interposers), and their impact on active device properties (stress, expansion, keepout regions, …). Size effects (microstructure, surfaces, ...) and variability of thinned wafers 



		

		Signal integrity modeling for 3D ICs



		

		Identify effects and apply/extend models which influence reliability of interconnects/packages  incl. 3D integration  (e.g., stress voiding, electromigration, fracture initiation, dielectric breakdown, piezoelectric effects)



		

		Physical models and simulation tools to predict adhesion and fracture toughness on interconnect-relevant interfaces (homogeneous and heterogeneous), packages and die interfaces



		

		Dynamic simulation of mechanical problems of flexible substrates and packages



		

		Models for electron transport in ultra fine patterned interconnects



		

		Simulation tools for die, package and board that allow for coherent co-design



		Circuit element and system modeling for high frequency (up to 300 GHz) applications [1]

		Supporting heterogeneous integration (SoC+SiP) by enhancing CAD-tools to simulate mutual interactions of building blocks, interconnect, dies  on wafer level and in 3D and package:
- possibly consisting of different technologies,
- covering and combining different modelling and simulation levels as well as different simulation domains - including manufacturability



		

		Introduction of new model features including non-quasi-static effects, substrate noise and coupling, high-frequency RT and 1/f noise, temperature and stress layout dependence and parasitic coupling



		

		Computer-efficient inclusion of aging, reliability and variability at device level including their  statistics (including correlations) before process freeze into circuit modeling, treating local and global variations consistently



		

		Scalable active component models for circuit simulation of new multigate MOSFET like double gate FDSOI, FinFET …



		

		Scalable passive component models [2] for compact circuit simulation, including interconnect, transmission lines, …



		

		Scalable circuit models [2] for More-than-Moore devices including switches, filters, accelerometers, …



		

		Compact models for  new memory devices, such as PCM, and standardisation of models for III/V (esp. InGaAs-on-Ge-on-SI) devices 



		

		Computer-efficient assessment of building block/circuit-level using process/device/circuit simulation, including process variations



		Difficult Challenges < 14 nm

		Summary of Issues 



		Modeling of chemical, thermomechanical and electrical properties of new materials

		Computational materials science tools to predict materials synthesis, structure, properties, process options, and operating behavior for new materials applied in devices and interconnects, including especially for the following:



		

		1) Layer stacks for gates, junctions and  and channels: Predictive modeling of dielectric constant, bulk polarization charge, ferroelectric/-magnetic properties, surface states, phase change, thermomechanical (including stress effects on mobility), optical properties, transport properties, reliability, breakdown, and leakage currents including band structure, phonon coupling, tunneling from process/materials and structure conditions



		

		2) Models for novel integrations in 3D interconnects including data for ultrathin material properties. Models for new ULK materials that are also able to predict process impact on their inherent properties



		

		3) Modeling-assisted metrology: Linkage between first principle computation, reduced models (classical MD or thermodynamic computation) and metrology including ERD and ERM applications 



		

		



		

		4) Accumulation of databases for semi-empirical computation



		Nano-scale modeling for Emerging Research Devices and interconnects including Emerging Research Materials 

		Ab-initio modeling tools for the development of novel nanostructure materials, processes and devices (nanowires, carbon nanotubes (including doping), nano-ribbons (graphene), deterministic doping and doping by chemical functionalization, quantum dots, atomic electronics, multiferroic materials and structures, materials for non-charge-based Beyond-CMOS devices)



		

		Device modeling tools for analysis of nanoscale device operation (quantum transport,  tunneling phenomena,  contact effects, spin transport, …). Modeling impact of geometry (esp. edge effects / edge roughness), interfaces and bias on transport for carbon-based nanoelectronics (carbon nanotubes and monollayer/bilayer graphene structures)



		

		Compact models for maturing  emerging devices



		Optoelectronics modeling 

		Materials and process models for on-chip/off-chip optoelectronic elements (transmitters and receivers, optical couplers). Coupling between electrical and optical systems, fast and efficient optical interconnect models of larger domains



		

		



		

		Physical design tools for integrated electrical/optical systems



		NGL simulation

		Simulation of mask less lithography by e-beam direct write (shaped beam / multi beam), including advanced resist modeling (low activation energy effects for low-keV writers (shot noise effects & impact on LER); heating and charging effects), including impact on device characteristics (e.g. due to local crystal damage by electron scattering or charging effects)



		

		Simulation of nano imprint technology (pattern transfer to polymer = resist modeling, etch process)   



		

		



		Notes for table:

		



		[1]  3 times frequency of envisioned applications (100 Ghz) because of harmonics/linearity



		[2] In More than Moore, scalability refers to the ability to model litho-defined device variations





総括ロードマップ技術指標（Overall Roadmap Technology Characteristics） 

背　景（Background）

総括ロードマップ技術指標(ORTC: Overall Roadmap Technology Characteristics) の表は、国際技術ワーキンググループ(ITWG)が詳細に章を執筆する活動のための叩き台として、ロードマップ作成過程の初期に利用される。これらの表は、ロードマップ更新作業を行うに当たって特定表間の不整合を強調し、技術ワーキンググループ(TWG)間での整合をとる手段としても使用される。表を改訂する作業では、基本となる傾向モデルを開発して目標値の同意を得るために、ITWGや各TWG間で様々なレベルでの調整およびコンセンサス（合意）形成を行なう。この結果、ORTC表は数回の反復と審査の過程を経ることになる。

ORTC表にはメートル標記の数値が記載され、ロードマップ全体を通して各ワーキンググループの章にはさらに詳しく記載されている。本節に記載される情報は、現在の半導体技術進歩の急速な進展を強調することを目的としている。この情報は2010年に開始した改訂と更新作業の集大成となっている。付録のORTC用語集は2010年には、改訂していない。ITRSの2012年改訂版に向け、定義の変更の提案が複数あり、これらを検討中である。このため、2011年に韓国のインチョン（仁川）で開催されたITRS国際会議でキックオフが行われた。

2011年改訂の概要（Overview of 2011 Revisions） 


定　義（Definitions）

上で述べたとおり、ロードマップ全体の技術的特長の表に主要技術数値が要約されている。特定の行項目について特に指定しない限り、デフォルトの年ヘッダでは、（以前のロードマップと同じく）製造サイトからの「生産装置」を使った製品出荷量が、数千ユニット/月・ICを最初に越えた年を示している。更に3ヶ月以内に2番目の会社が生産を開始することが必要である（図2参照のこと）。ASIC（Application Specific IC：特定用途向け集積回路）では、この定義を満たすため、工場で処理した多数の個別製品系列項目の累積量を用いても良い。

ITRSのエグゼクティブサマリの紹介で述べられているが、再度繰り返して言うと、各社の「ノード」の進展とタイミングの一般プレス発表には、引き続き混乱がある。この「ノード」はITRSの定義と目標に合致しているものもあり、していないものもある。

2003年版ITRSを作成している時には、多くのロジック製造会社が行った、2003年に製造された「90nm」技術「ノード」と言及している一般プレス発表を調停する試みが行われた。実際のデバイスのコンタクト有りメタル1（M1）ハーフピッチは110-120nmと述べられており、ITRS DRAM千鳥コンタクト有りM1ハーフピッチのヘッダ目標との関係に関して混乱が持ち上がっていた。先進の製造会社と会話した後、公で述べているもののあるものは（密度に関して）ハーフピッチと（スピード性能に関して）露光ゲート長の平均を表して指標化した技術ノード・ロードマップを述べていることが分かった。ある会社は製品の機能が2倍になる（例として、ロジックのゲート数やメモリ・ビット数が2倍になる）タイミングを述べていた。技術の進歩を計るこのアプローチは「ノード」の関係を複雑なものにした。と言うのは、密度の改善は設計の改善とリソのリニヤな像寸法縮小で達成されるからである。

更なる混乱が、Flashメモリ製品の発表で技術｢ノード｣が言及された事により起こった。Flash 技術は2005年と2007年版ITRSで強調されて述べられている。例えば、Flash の製品セル密度はコンタクトなしポリシリコン（ポリ）配線ハーフピッチで決まっており、メタル1（M1）ハーフピッチ（DRAM、MPU、ASIC製品で密度を決めている鍵となるパターン）によって決まっていない。また、非常に挑戦的なFlashメモリ・セルのセルエリアファクター（用語集参照のこと）改善が、果敢にコストを削減し、急速に立ち上がる不揮発性メモリ（NVM）の需要を満たすために、Flashセル設計者によって行われている。Flash技術動向を調べるにあたって、さらに複雑であるのは、「等価的微細化（equivalent scaling）」を3次元的にフラッシュメモリのセルを形成することによる技術選択肢があることである。この技術はハーフピッチの縮小とはトレードオフの関係にあり、3次元セルの導入によって、寸法の微細化を緩和することができる。この3次元Flash技術は2016年に量産開始すると見込まれていて、PIDS章とITRS 2011年版のORTCのTable2a, 2bとTable5のモデル化の際に考慮されている。

国際ロードマップ委員会（IRC）は、2007年版ITRSではITRSと個々の会社の公的発表の間の混乱を最小限にする最善の方法は、様々な技術傾向のドライバを製品で、すなわちDRAM, MPU/ASIC、Flashで分けることであると決断した。前に述べたように、MPU/ASICとDRAM製品のハーフピッチは今や両者ともM1千鳥コンタクト有りで言及されており、他方、Flash不揮発性メモリ（NVM）製品はコンタクトなしポリの高密度ライン（図1参照）で言及されている。個々のTWG表は夫々の表で技術の傾向ドライバーを最も代表するヘッダーライン項目を採用している。

個々の製品傾向を追跡することを新たに強調するため、共通の製品技術のヘッダを表より取り去った。個々の表のヘッダとして最低限必須としたのは、参照される技術製品の生産年のみである。2007年版ITRS以降のそれぞれのロードマップでは、個々の製品グループ（DRAM, Flash, ASIC）に付随した、技術の傾向、機能（トランジスタ数、ビット数、ロジックのゲート数）や特徴（スピード、電力）性能が強調されている。ITRSと比較をしたい個々の会社は、いまや言及する製品の技術傾向ライン項目を使わなければならない。この項目は更に詳しく「概要（Executiv Summary）と用語集（Glossary）」【訳者注：本文書のことを指す】で定義されている。

個々の製品技術は引き続き監視しているが、最新の技術グループによる調査では、DRAMの歴史的トレンドは平均すると2.5年サイクル（2サイクルの期間は寸法が半分になるのに要する期間に相当する）のトレンドが2008年まで続いた。2009年DRAM　M1ハーフピッチの目標はITRS 2008年改訂版から変更されていない。しかし、2010年のPIDSによるDRAM調査の結果によると、M1ハーフピッチのトレンドは1年前倒しされ、2009年に45 nmを起点として、3年ごとに0.7倍の技術サイクルが続き、2026年に6.3 nmに達する。このようにモデル化されて計算して見積もったトレンドは実態調査の結果とはわずかながら差を生ずるが、大きな挑戦と潜在的な研究開発の解解決策に影響を及ぼすタイミングは最新の調査結果による平均的トレンドと矛盾しない。

DRAMとM1目標の傾向は2007年更に調査され2008年の改訂で報告されるが、最新の調査結果は詳しく2007年版PIDSの章でも述べられている。幾つかの小さな矛盾は2007年と2008年版では現れるかもしれない、また2007年ITRSの2008年目標は、実際の産業が行うことより僅かに進んでいるかもしれない。2009年から先に関しては、大きな挑戦と潜在的な研究と開発解に影響を及ぼすタイミングは最新の調査結果と一致している。

最新のFlashメモリ技術の調査によると、最先端分野では、Flashメモリ製品の寸法傾向がリソグラフィの全般的解像度をドライブし続けている。例えば、以下に詳しく述べるように、Flashメモリのコンタクト無しポリ・ハーフピッチは、DRAMの千鳥コンタクト有りM1ハーフピッチにくらべ、さらに先行（2011年までは、4年先行）している。リソグラフィプロセスの難しさの観点からすると、Flashメモリのコンタクト無しポリ・ハーフピッチの2年先行は、DRAMの千鳥コンタクト有りM1ハーフピッチの1年先行と等価と考えられている。したがって、このような先行がさらに進むことが、Flashメモリ技術が先進リソグラフィをドライブし続ける原因になる。「生産の年」のタイミング定義に関する詳細については、「用語集」の節を参照されたい。

ITRS 2011年版の表の技術傾向目標は、2011年から、ロードマップの限界である15年後の2026年までの間、年毎に記述するというやり方を続けている。しかしながら、以前に確立したIRCのガイドラインに従って、2011年版ITRSは、技術傾向サイクルタイムをプロセス技術において重要な進歩が達成される期間とする定義を残している。明確には、技術傾向サイクルタイムの進歩は1サイクルで約0.71倍の縮小（2サイクルで正確に0.50倍）を達成する期間として引き続き定義されている。図 ORTC1、ORTC2を参照のこと。

ITRS　2011年版の表ORTC-1 では、技術サイクル・タイミングが個々の製品で異なっていることに注意して欲しい。例えば、ITRS　2011年版では、DRAMの千鳥コンタクト有りM1ハーフピッチは2.5年で0.71倍（5年で0.5倍）のタイミング・サイクルに従い、2008年に59 nmに達する。2008年以降、上述のように、1年前倒しされ、その後DRAMのM1の微細化傾向は、3年サイクルで進むと予想されていて、2026年の目標値は6.3 nmに達する。3年サイクル・タイミングの場合、毎年の縮小率は年0.8909倍で、これは、中間の年毎の傾向目標（例えば、2011年に36 nm, 2020年10 nm）を計算する時に用いられている。

入手できる産業界のPIDSによる調査データ、その他のITWGやIRCのインプットを考慮に入れた後、コンタクトなしポリシリコン・ハーフピッチの定義に基づき、新規のFlash製品技術タイミングモデルに関してコンセンサスが得られた。Flashメモリのコンタクト無しポリ・ハーフピッチは、現時点で、2010年に24 nmであり、その後、2020年の10nmにいたるまで、4年サイクル（4年ごとに0.7倍のペース）で微細化が進む。2020年の時点では、Flashメモリのトレンドは元の2009年版、2010年版の目標に等しい。さらにその後は2022年の8 nmまで3年サイクル（3年で0.7倍のペース）で微細化が進み、2022年には、8 nmに達するが、その後はすでに予想されているフラッシュメモリセルの設計上の限界により2026年まで8 nmに留まる。リソグラフィのITWGも、Flashメモリのコンタクト無しポリ・ハーフピッチ（現在、DRAMの千鳥コンタクト有りM1ハーフピッチより、数値的には4年先行している）を、その目達成のために必要なプロセス装置の技術開発を牽引するために使っている。Flashメモリのコンタクト無しポリ・ハーフピッチは、2010年に24 nmに到達したのち、4年サイクルで微細化が進み、DRAMのよりは微細化に先行するが、Flashメモリの微細化ペースはDRAMのトレンド（3年サイクル）より緩やかな4年サイクルとなる。

ITRS 2011年の設計技術ワーキンググループのデータとモデルにより、MPU（と高性能ASIC）の製品傾向サイクル・タイミング（DRAMと同じ千鳥コンタクト有りM1ハーフピッチに基づいている）は2009年版、2010年版から変えていない。歴史的データの分析とITWGとIRCのコンセンサスにより、MPU M1 ハーフピッチは、DRAMの傾向より遅れている。しかしながら、MPUと高性能ASICは2年サイクル（4年間で寸法が半分となる）のペースで微細化が進み、2013年に27nmに達する。したがって、2012年32 nmの時点で、MPUと高性能ASIC のM1目標はDRAM M1 サイクル・タイミング目標に追いつく。2013年に27nmに到達した後、MPUと高性能ASIC のM1のコンタクト付のハーフピッチは、3年タイミング・サイクルとなって、ロードマップの表の最終年の2026年にはDRAMのトレンドより、わずかに先行する。

MPUと高性能ASICの最終的な物理ゲート長（phGL）目標は2008年改訂版とそれに続くITRS 2009年版の作業で大きく修正された。歴史的傾向の部分に対する目標はITRS 2003年版と変わっていない。1999年から2003年にかけて、タイミングは2年サイクル（4年で0.5倍、年0.8409倍）で2003年に45nmに達する。それ以後、2009年の29nmの目標に達するまで、FEPとPIDSのITWGによる、実際のデータ点による傾向を採用した。2009年の29nmより先は、PIDSの調査結果を反映したモデルを使い、3.8年タイミング・サイクル（7.6年で0.5倍、年0.9128倍）の傾向を目標とし、これがロードマップの表の最終年の2026年まで続き、5.9 nmに達するとした。リソグラフィとFEPのITWGは露光ゲート長と物理ゲート長（エッチング工程を含む）の比について新しいコンセンサスに達し、その合意を改訂に反映させた
。

同様に、低消費電力（LOP ）ASICのゲート長目標は、PIDSの調査データを採用した。MPUの露光ゲート長と物理的ゲート長目標に比べて、導入時期をずらして設定している。低待機時電力の物理ゲート長についても、2008年改訂版に項目が追加され、とITRS 2011年版のORTCの表が修正され、2026年までそのトレンドが延長された。PIDSによってなされた新たな作業に適合させるため、低消費電力のロジック集積回路について、リソグラフィ時のゲート長のトレンドが追加された。また、リソグラフィ時のゲート長と最終的なゲート長の比も追加された。2012年の改訂に際して、従来の3つ（高性能（HP）、低動作電力（LOP）、低待機電力（LSTP））のトレンドに変えて、高性能と低消費電力の2つのトレンドのみにするかどうかを決定するため、PIDS、FEP、設計の技術ワーキンググループで作業が行われる予定である。
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Figure ORTC1

   MOS Transistor Scaling—1974 to present


Figure ORTC2

   Scaling Calculator


ロードマップのタイムライン（Roadmap Timeline ）

2011年版ロードマップは、2011年を基準年として2026年までの15年間の予測を表している。以前のロードマップでは、DRAM製品の将来の技術革新ペースのタイミング傾向が、千鳥コンタクト有りM1ハーフピッチに対する先端性を代表していて、2010年の45nmの後、3年サイクル（3年毎にパターン寸法の0.71倍）に戻ることが予想されている。これは2008年改訂版と変わっていない。2008年改訂版では、PIDS TWG（Technology Working Group:　技術ワーキンググループ）による最新の調査から、90nm DRAMハーフピッチ製品は2005年に顧客による製品認定が終了し、製造が開始した。これは、ITRS　2003年版で明確に定義されている、DRAM製品の「製造」の定義と合致している。

PIDS　TWGによる調査に基づき、ITRS 2008年改訂版の表ORTC-1では、DRAM製品M1ハーフピッチは、産業界の過去のトレンドである2.5年サイクルに合致するように計算された（2000年の180nmを基点として、2005年に90nmとなった。2010年に45nmに達すると予測した）。DRAM製造メーカから提供されたデータによると、DRAMの千鳥コンタクト有りM1ハーフピッチの3年サイクル（3年で寸法が0.71倍となる）を示唆しており、図ORTC3に示すように、ロードマップの期間中、M1ハーフピッチは2010年の45nmから2024年の9nmに至る。

上に述べたように、技術サイクル（0.71倍のパターン寸法の削減）の達成を定義する上で、DRAM配線ハーフピッチが、半導体製造の先端技術を最も良く表す寸法としてもはや使用することは出来ない。実際、Flashメモリのコンタクト無しポリシリコン・ハーフピッチ・パターンは、2010年に32nmに達するまで2年サイクルのペースが続いた。これは、DRAM M1 の目標値に対して、数値的に3年先行し、リソグラフィITWGでは、先端製造技術の最も進んだドライバと考えられている。同様であるが、すでに述べたように、遅れていたMPUとASIC のM1千鳥コンタクト有り配線ハーフピッチの微細化は、より早い2年サイクルのペースで進んでおり、2010年に45nmに達し、DRAMハーフピッチに追いつく。以後も2年サイクルのペースが続き、2013年に27nmとなる。同じペースとなることが期待されている。ITRS 2005年版以来、新製品指向に焦点を当てて、全ての製品技術傾向がモニタされる。その製品傾向の何れかが、更に加速を起こし、先端技術において、産業の研究や装置・材料サプライヤをドライブするかもしれない。図ORTC3, ORTC4を参照のこと。

丸められたトレンド数値（Rounded Trend Numbers）

DRAMハーフピッチ・データの2000年180nmをトレンドの計算起点としているため、2011年版ITRSには、技術サイクル傾向目標について、過去の「四捨五入」方式の訂正が含まれている。実際の数学的な傾向（ORTCと各技術ワークグループ表のモデル計算で用いられているが、）では、2技術サイクル毎に50％縮小とし、四捨五入で丸められたノード数値は、1995年の350nmから始まり、以下の表Dのようになっている。

Table D
    Rounded versus Actual Trend Numbers (DRAM Product Trend Example)


		Year of Production

		1995

		1998

		2000

		2002.5

		2004

		2005

		2006

		2007.5



		Calculated Trend Numbers (nm)

		360

		255

		180

		127.3

		103.4

		90

		68.2

		63.6



		ITRS Rounded Numbers (nm)

		350

		250

		180

		130

		100

		90

		70

		65





		Year of Production

		2009

		2010

		2012

		2013

		2015

		2016

		2018

		2019

		2022

		2023

		2024

		2026



		Calculated Trend Numbers (nm)

		45

		40.1

		31.8

		28.35

		22.5

		17.9

		15.9

		14.2

		10.0

		8.9

		8.0

		6.3



		ITRS Rounded Numbers (nm)

		45

		40

		32

		28

		22.5

		17.9

		15.9

		14.2

		10.0

		8.9

		8.0

		6.3





半導体産業が新ナノ技術（サブ100nm）の2桁nmデータのサイクルに入ると、新しい「四捨五入」の訂正がさらにに重要になったことに注意して頂きたい。いくつかの分野では、それぞれの過去の公表内容との整合性をとって、100nm/2004から始まる以前の技術世代を引き続き採用する権利を留保している。しかしながら、2004年の100nmを基点とし、3年サイクルを仮定すると、現行の2011年版ロードマップの慣行に近い時点（差は1年以内）にマイルストーンが置かれることになる。IRCの合意事項によって、技術ワーキンググループが長期の計算をする際にはORTCのエクセルの表の四捨五入しない数値を利用できる。元のITRSの長期の欄（2009/45nm; 2012/32nm; 2015/22.5nm; 2018/15.9）が残され、その中間年に対する新しい欄（2010/40nm; 2013/28nm; 2016/20.0nm; 2019/14.2nm）が加えられて、現在ではすべて年に対応する列が含まれている。ITRS 2008改訂版でのOTRCの表の改訂では、2016年以降、少数点以下1桁の数値を公開されている表OTRC-1の技術トレンド項目のヘッダに含めた。2011年版のORTCの表は、エクセルファイルの表として、www.itrs.netから入手できる。モデル計算されたさらに多くの桁を含む高精度の数値はエクセルの表に含まれていて、読者はそれを入手可能である。

ORTCの改訂（Updates to the ORTC ） 


MPU/hpASIC（MPUと高性能ASIC）の M1 ハーフピッチは、DRAMと同様、千鳥コンタクト有りハーフピッチとして、引き続き定義されている。すでに述べたように、DRAMのトレンドは2009年版、2010年版に比べ、年前倒しされて、2009年に45 nmとなっているが、MPU/hpASICのハーフピッチはDRAMより遅れているが2年サイクルで微細化が進むトレンドには変更点がなく、DRAMには2012年に追いついて、32nmとなり、2年サイクルは2013年まで続いて、27nmに達する。その後、3年サイクルとなり、ロードマップの全体的なトレンドと一致するようになる。

Flash製品のハーフピッチは引き続き、コンタクトなしポリシリコン・ハーフピッチと定義されているが、ITRS 2009年版、2010年年版からの改訂を行い、2009年の39 nmまで2年サイクルが続き、その後2010年には、24nmとなり、以後4年サイクル（8年で0.5倍）となり、2020年に10nmに達する。すでに述べたように、2020年時点では、Flashのトレンドは元の2009年版、2010年版の目標値と等しくなる。それ以後、3年サイクルに戻り、2022年に8 nmとなる。それ以後、微細化トレンドが止まり、2026年まで8 nmが続く。これは、Flashメモリセルの設計制約によるものである。図ORTC3とORTC4を参照のこと。3次元のFlashメモリセルのモデルを追加したのは、2011年のOTRC製品技術トレンドの大きなつ追加点の一つである。従来のコンタクト無しのポリシリコンの微細化トレンドとはトレードオフの関係にあり、対応するチップサイズとビット集積度を示した。これは、PIDS技術ワーキンググループの「等価的微細化」技術のトレードオフについてのモデルを反映させた結果である。3次元のFlashメモリセルに対して、リソグラフィで使用されるマスク数が与える影響については、エグゼクティブサマリ（Executive Summary、この文書のこと）の「ITRS 2011年版のトピックス」の節の「リソグラフィのマスク数」で議論されており、さらに詳細については、PIDSの章に記載されている。

等価的微細化（Equivalent Scaling）を実現するプロセス技術（Cu配線と低誘電率（low-k）層間絶縁膜、歪シリコン技術、高誘電率（high-k）ゲート絶縁膜と金属ゲート電極、マルチゲートトランジスタ(MugFET),　完全空乏型SOIトランジスタ（FDSOI）,　Ⅲ／Ⅴチャンネル、Geチャンネルなど）による性能向上とのトレードオフのため、性能と消費電力の他の選択肢として（図ORTC5を参照）、描画時のゲート長（printed gate length）と物理ゲート長（physical gate length）はITRSの2008年と2009年のORTCの表で大きな修正がなされた。これは、2011年版でも、実質的に変化していない。すでに述べたように、物理ゲート長は過去データと調査結果に基づいて、3.8年サイクルとペースダウンされ、このトレンドは2009年の32nmから2024年の7.5nmまで続く。描画時のゲート長については、2011年を起点に3年サイクルの微細化が2026年まで続き、2024年に7.9nmに達する。この間、描画時のゲート長と物理ゲート長の比は次第に小さくなり、2024年には、描画時のゲート長は予想される最終物理ゲート長よりわずかに大きくなる。図ORTC4を参照のこと。最近になって、2011年にマルチゲートトランジスタ（MugFET）を量産に使うことが発表され、また、Ⅲ／ⅤチャンネルやGeチャンネル技術の採用を2019年から2015年に加速する可能性もある。このため、2012年の改訂にあたり、技術ワーキンググループは、これらの「等価的微細化」技術の採用を4年から5年前倒しすることの影響について多くの作業をする必要に迫られている。（これについては、エグゼクティブサマリ（Executive Summary、この文書のこと）の「ITRS 2011年版のトピックス」の「技術ペース（Technology Pacing）」節、「ITRS 2011年版のトピックス」の節の「周波数と消費電力」の箇所を参照されたい。）

業界のリーダシップを獲得するため、スケジュールを前倒しで達成しなければならない目標のセットとして、ORTCの技術数値は、半導体関連企業により頻繁に使用されている。寸法の微細化および「等価的微細化」技術の加速はこの証左でもある。このように、激しい競争的環境に置かれている半導体産業では、ORTCの技術数値の大半が、すなわちロードマップそのものが時代遅れになる恐れがある。我々が行う毎年の改訂作業では、技術の方向性に関する充分に密着した追跡を国際コンセンサスの場で行い続けることにより、半導体産業におけるITRSの有用性を維持することを期待している。

たとえば、実際のデータや学会の論文は、会社の調査データや公の発表とともに、2012年の改訂プロセスのなかで再評価される予定である。いくつかの個々の製品の技術トレンドにおける技術サイクルの更なる調整の可能性もある。上に述べたように、様々なサイクルを反映し、将来のロードマップのシフトを密着してモニタするため、2011年から2018年までの毎年の技術要求を公表し、この期間を「短期」と呼ぶ。2019年から2026年までについても毎年の技術要求を公表し、この期間を「長期」と呼ぶすることが同意されている。図OTRC3とORTC4に示すように、ITRS 2011年版で「長期」にあたる期間は、1x nm(訳注： 1x nm は10 nm台の寸法を指す)以下の技術を実現するための困難な課題に挑戦する時期に相当している。（M1のハーフピッチで、2019年の13-14 nmから2026年に6.3-6.0  nmに至る時期を指す。）
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Figure ORTC3

   2011 ITRS—DRAM and Flash Memory Half Pitch Trends
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Figure ORTC4

   2011 ITRS—MPU/high-performance ASIC Half Pitch and Gate Length Trends


[image: image8.emf]Metal


High k


Gate-stack 


material


2009 2012 2015 2018 2021


Bulk


FDSOI


Multi-gate


(on bulk or SOI)


Structure 


(electrostatic 


control)


Channel


material


Metal


High k


2nd generation


Si + Stress


S D


High-µ


InGaAs; Ge


S D


PDSOI


Metal


High k


nth generation


Possible


Delay


Possible 


Pull -in


19


68nm 45nm 32nm 22nm


16nm


2011 ITRS DRAM M1 :


2011 ITRS MPU/hpASICM1


:    76nm   65nm 54nm   45nm 38nm    32nm 27nm                               19nm                              13nm


MPU/hpASIC “Node”:          “45nm”            “32nm”            “22nm”              “16nm”                           “11nm”   “8nm”


2011  ITRS hi-perf GLph :


32nm   29nm    29nm   27nm    24nm    22nm   20nm                               15nm                               12nm


2011 ITRS hi-perf GLpr :


54nm   47nm    47nm   41nm    35nm    31nm   28nm                               20nm                              14nm


45nm 32nm 11nm


2011 ITRS Flash Poly :


54nm


2011 ITWG Table Timing:     2007                               2010                                2013                       2016  2019                   2021


Proposals -for 2012 Update work


22-24


8nm


2024


8nm


22nm


15nm


11nm




Figure ORTC5
   2011 ITRS “Equivalent Scaling” Process Technologies Timing compared to ORTC MPU/high-performance ASIC Half Pitch and Gate Length Trends and Timing and industry “node” naming; and including proposals for MugFET and III/V Ge acceleration for 2012 ITRS Update work; see PIDS, FEP, ERD, ERM chapters for additional details


製品世代およびチップ寸法モデル（Product Generations and Chip-Size Model） 


このセクションでは、「製品世代」およびその技術サイクルとの関係を述べる。というのは、今までこの2つの用語を頻繁に区別なく使用してきたからである。しかしながら、3年ごとに新しいDRAM製品世代（前世代密度の4倍で、基本的に新しい技術機能群に基づく）が誕生するという今までの単純な図式は、技術サイクル・タイミングの進歩を定義する手段として時代遅れになっている。この2005年版ITRSで始まった慣行を続け、2011年版ITRSは個々の製品技術傾向に基づいて、技術のペースを決めている。これは、先端製品の進化/縮小のパスが複雑になるにつれ、市場の機能・性能・値ごろ感の要求に基づいて、個々の製品技術傾向がお互いに異なった速さで進展することを反映したものである。

歴史的にいえば、DRAM製品は全半導体産業の技術のドライバとして認識されてきた。1990年代後期より前にさかのぼると、ロジック（MPUと高性能ASIC（MPU/hpASIC）で代表される）技術はDRAM技術に遅れる形ではあるが、同じペースで微細化が進展していたた。2007年のDRAM製造メーカの調査結果によると、2000年の180nm世代以降、DRAM技術の進展は平均すると2.5年のペースに移行した。ここ数年間、MPU/hpASIC製造に使用される新規技術の開発速度は2年ペースを続けてきた。一方、DRAMはいったん技術トレンドを1年前倒しした後は、減速して2009年の45nmからロードマップの地平線にあたる2026年まで3年サイクルのペースとなることが予測されている。すでに述べたように、より速い2年サイクル速さを継続する結果、MPU/hpASIC製品はDRAMとのハーフピッチ技術ギャップを縮め、それを追い越すことになる。Flashメモリの技術要求とあいまって、最先端のリソグラフィ装置と等価的微細化のためのプロセス技術を推進すると期待されている。特に、露光ゲート長と物理ゲート長の孤立ライン・パターンを処理し、消費電力低減と性能向上の能力に期待されている。「等価的微細化のためのプロセス技術」としては、エッチングによるパターン形成、歪シリコン、高誘電率（High-k）ゲート絶縁膜と金属ゲート電極、マルチゲートトランジスタ(MugFET),　完全空乏型SOIトランジスタ（FDSOI）,　Ⅲ／Ⅴチャンネル、Geチャンネルなどである。すでに述べたように、Flash技術のトレンドはコンタクト無しポリシリコンで定義されていて、最先端技術で推進可能な点まで加速されている。このように、最近のFlash技術はリソグラフィを推進している。PIDSの調査によると、コンタクト無しポリシリコンの微細化は2年サイクルの微細化ペースは加速されて、2010年に24 nmに到達し、以後2020年に10 nmに到達するまで3年サイクルが続く。以後、3年サイクルのペースで、2022年に8 nmに達したあと、微細化トレンドが止まり、2026年まで8 nmが続く。これは、Flashメモリセルの設計制約によるものである。

上述のように、この2つの製品ファミリの間には、いくつかの基本的な差異が存在する。コスト削減および工場生産性向上への商品市場の経済的な圧力が強いために、DRAM製品ではチップ寸法の最小化が強調されている。そのためDRAMの技術開発は、主にメモリ･セル占有面積の最小化に焦点が当てられている。しかしながら、このセル寸法最小化の圧力は、セルの静電容量最大化の要求と矛盾してしまう。このセルの静電容量最大化要求は、メモリ･セル設計者にプレッシャーをかけ、セル寸法を縮小しながら静電容量の最低必要条件を満たすように設計と材料にわたって創造的な手段を探求させている。その上、最小面積に最大数のDRAMセルを密に実装するためには、セル・ピッチの最小化が必要となる。ITRS 2011年版では、新規の埋込みビット線・ワード線によるセル技術の導入にを予想している。これにより、4f2のセル寸法が可能となるが、その実現開始時期はITRS 2009年版、2010年版での記載より遅れて、2013年となる見込みである。（4f2の4は設計係数（design factor）で、fはミクロン単位で表したハーフピッチである。）

マイクロプロセッサでも、最高性能を保ちつつコスト削減を達成するという市場圧力が強くかかっている。主にトランジスタ･ゲート長と「等価的微細化」を実現するプロセスと設計、配線の材料と層数で決まる特性により、高性能が可能となる。改訂されたORTCの表に関する所要の機能、チップ寸法、セル面積、密度などについて、2011年版ITRSチームは意見の一致をみている。MPU製品チップ寸法表は、導入時の大きなチップ寸法が時を経て手ごろなチップ寸法を達成しなければならない点では、DRAMモデルと似ている。追加のライン項目が加えられ、モデルのコンセンサスを伝え、背景にあるモデルの仮定はORTC表の注に含まれている。

表ORTC-1には、上述の技術傾向の要約を示した（OTRCのエクセルの表を参照のこと）。表の完全性を図るため、ASIC/低電力のゲート長も含まれてはいるが、待機電流および動作電流を最大にするために、高性能MPUのゲート長目標よりは遅れている。「等価的微細化」、設計係数（design factor）、ハーフピッチ、ゲート長の特長に関する詳細な定義については、用語解説セクションを参照して頂きたい。DRAM製品世代については、最先端の（「導入時期」の）DRAM製品と量産（「量産時期」の）DRAM製品の双方を示す。

図ORTC3とORTC4の要約について、DRAMコンタクト有りM1ハーフピッチ・パターン寸法の長期平均年縮小率は2009年の45nm以降3年の技術サイクル速さに戻るという予測に注目して欲しい。これは、年約11％（3年約30%縮小）を表している。以前（2000年180nmから2008年52 nm）の2.5年サイクルは年間平均縮小率は13％/年（2年約24%縮小）である。上述のとおり、Flashメモリコンタクト無しポリシリコンの微細化は加速されたが、現時点以降、より緩やかな4年ペースに移行すると予想されており、2020年に3年サイクルに戻る。これはDRAMのM1に先行している。MPU/hpASICのM1は図中ではMPU/ASICと表記されているが、1年前倒しとなったDRAMのM1に2012年/32 nmで追いつき、2013年/27nmまでは、2年ペースが続き、それ以後3年ペースに変わる。 

Table ORTC-1
    ITRS Technology Trend Targets
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Figure ORTC6

   2011 ITRS Product Function Size Trends:
MPU Logic Gate Size (4-transistor); Memory Cell Size [SRAM (6-transistor); Flash (SLC and MLC), and DRAM (transistor + capacitor)]
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Figure ORTC7

   2011 ITRS Product Technology Trends: 
Memory Product Functions/Chip and Industry Average “Moore’s Law” and Chip Size Trends
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Figure ORTC8

   2011 ITRS Product Technology Trends: 
MPU Product Functions/Chip and Industry Average “Moore’s Law” and Chip Size Trends


チップサイズ、リソグラフィ・フィールド、ウェーハ・サイズのトレンド

2～3年毎に素子寸法が約30％縮小するにもかかわらず、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)主催のISSCC(International Solid State Circuits Conference)などの技術フォーラムにおける発表では、先端メモリあるいはロジック製品の導入段階におけるチップサイズが6年毎に倍増している(年間約12％増)。ムーアの法則(1.5～2年ごとにチップあたりの機能が倍増する経験則)を維持するには、ビット・キャパシタ・トランジスタを年率40～60％増加させる必要があり、そのためにはチップ面積の増加が必要となる。その上で、先端製品のコスト／機能が年率～30%減少するという傾向を維持するには、設備生産性の増加、製造歩留りの向上、最大サイズ・ウェーハの使用、ウェーハとシリコン面積あたりの処理速度の維持あるいは増加、そして中でも1枚のウェーハ上の使用可能な機能単位(トランジスタ、ビット、ロジックのゲート)あるいはチップ数を継続的に増加させることが必要となる。

1枚のウェーハ上で使用可能な機能単位やチップ総数の増加は、主として素子サイズの小型化(縮小やスケーリング)と製品・プロセスの再設計(圧縮)の組合せによる機能またはチップあたりの面積縮小によって達成される。例えば最新のITRSチップサイズ・モデルを使えば、低コスト製品世代の最初のチップサイズは長期に亘って一定になるはずと予測されている。ここで世代間(世代 対 世代)機能は2年ごとに倍増させなければならない。さらに、各技術サイクル期間において、世代内縮小率50％(リソグラフィ縮小率0.7x の二乗)までチップサイズを縮小させなければならず、設計要素に関係する密度改善が可能であるならばこの縮小トレンドは更に加速できることになる。

入手容易な価格で購入できるDRAMやフラッシュメモリ製品でも、世代内でチップサイズをほぼ一定に維持するためにはセル占有率も全チップ面積の58～63％に維持しなければならない。歴史的にDRAMやフラッシュメモリ製品はセルエリア・ファクタ a (セルエリア CaはCa=af2で表される、ｆは最小設計寸法)を小さくすることが必要だった。PIDS ITWG(International Technology Working Group)とFEP ITWGは、セル占有率目標、セルエリア・ファクタ、およびチップあたりのビット数に関するメンバー会社の調査データを提供している。さらにフロントエンド･プロセスの章には、セル面積目標値を達成するための解決策に対応する技術課題とニーズが詳述されている。これら新しい技術課題を追跡・調整することが非常に重要なので、DRAMとフラッシュメモリのセルエリア・ファクタ、セル面積目標、チップサイズに対するセル占有率などの項目はORTC-2Aと2Bで実情追跡を継続していくことになる(詳細については、用語集参照)。 


Table ORTC-2A
    DRAM and Flash Production Product Generations and Chip Size Model


Table ORTC-2B
    DRAM Introduction Product Generations and Chip Size Model


特に最新の調査データと入手可能な公開情報によれば、ITRS2009のモデルに比べてDRAMのコンタクト付のM1ハーフピッチの微細化トレンドは１年前倒しされている。2011年のITRSモデルによるとセルエリア・ファクタは加速されていて、2013年に4f2が実現するとしている。(ITRS 2009/2010では4f2が実現するのは2011年としていた)。2013年以後、セルエリア・ファクタは4ｆ2となり、ITRSロードマップの最終年である2026年までこの値が維持されると予想されている。セルエリア・ファクタの4f2変化に加え、最近の調査によると2011年以後、ロードマップの最終年の2026年に至るまで、セル占有率を59％としている。DRAMのハーフピッチ、セル設計効率、ビット集積度の変化により、量産時には低めのチップサイズを目標とすることができ、現在の目標チップサイズは20 mm2以下とするべきである。そのため、DRAMに関するムーアの法則であるチップあたりのビット数目標設定は、短期的には3年毎に2倍を維持することにし、長期的には目標を1年遅らせることにした。64GビットDRAM製品は最終年間際の2025年に位置することになる。

改訂されたITRS 2011 のORTCフラッシュ製品モデルを大幅に改訂した。機能ビットサイズは依然としてSLC(Single Level Cell)の設計ファクターとコンタクト無のポリシリコンの密ラインのスケーリングに基づいて計算されている。2010年にPIDS TWGが行ったフラッシュに関する調査によれば、2009年までは2年毎の急激なスケーリングが予想され、2010年には、従来より3年前倒しの24 nmに達する。SLCの設計ファクタはずっと4のままである。その結果、フラッシュのチップサイズ・モデルにおいては機能(ビットサイズ)に必要な面積低減が大幅に加速され、フラッシュのコンタクト無のポリシリコン・ハーフピッチは、ジグザグにコンタクトが配置されたされたDRAMのM1ハーフピッチより大きく先行し続ける。しかしながら、フラッシュ製品の微細化ペースは、調査結果によると、その後2020年の10 nmに到達するまでより緩やかな4年サイクル（8年で0.5倍）となり、以後2022年までは従来（ITRS 2009/2010と同一の）微細化ペースとなって8 nmに到達するため、時間とともにDRAMとのギャップは縮まっていく。最先端のフラッシュ製造技術が半導体の最先端製造技術を牽引するは明らかで、この技術がDRAM最先端製品用のリソグラフィ装置でも使われると、リソグラフィTWGは確信している。

フラッシュのSLCビット技術によって、2009年には早くも38 nmのコンタクト無しポリシリコン・ハーフピッチと設計ファクタ4が実現され、2010年には24 nmまでスケーリングが可能と予測され、SLCビットサイズは0.0023 um2となる。(これはITRS 2009年版、2010年版の目標値0.004um2の半分に近い)。このセルサイズは、同じ年のDRAMセルサイズの1／5である(ITRS2011の図ORTC6にあるProduct Function Chip Trends 参照)。フラッシュメモリ技術の継続的加速によって、DRAM製品では未だ4Gbit(但し、市場の価格要求と生産性からサイズはわずか56mm2)しか実現できない2011年に、フラッシュでは106mm2の32Gbit SLC製品が製造可能になる。さらにフラッシュメモリ技術では、同じ面積で電気的にビットの数を倍増することができ(MLC; Multi-level-cell)、結果として実質的なチップあたりのビット数が倍増された64Gbitの最初の製品が106mm2で可能になる。PIDS TWGが行ったフラッシュに関する調査の結果以下のことを追記した：　3ビットMLC製品が2009年生産され、2020年までセルあたり3ビットが続き、更に困難な4ビットMLCは2021年に延期される。

PIDSのフラッシュの表では、現在、3次元積層NANDセル技術を目標としていて、2016年に8層積み重ねた技術が、より緩い32nmのコンタクト無しポリシリコンのハーフピッチで使われ始める。PIDSのモデルでは、ロードマップ期間中に、18nmの技術を使い、さらに積層数を追加した128層の製品が2026年に現れる。デザインルールの微細化のペースは5.5年サイクルと緩やかであるが、積層数を急激に増加させることにより、2025年までには、信じられないことであるが、SLCの2T(テラ、兆)ビットのデバイスが128積層で134mm2のチップサイズで可能となると期待される。もし、セルあたり2ビット記憶することができれば、チップサイズは同じままで、ビット数は2倍の4T ビットとなる。このことを重視して、3次元積層NANDフラッシュ技術は、表OTRC-2Aに含まれている。

フラッシュ技術では、多くのプロセスステップ数とマスク数を必要とするが（リソグラフィーとマスクのトピックスを参照されたい）、商用のコストモデルを提供するIC Knowledge社のITRSに触発されたプロセスフローに基づく解析によると、チップ面積当たりのコストは大変高いが、多層積層で複数の多くのビットを追加できるので、ビットコストを歴史的なコスト削減トレンドに保つことができる（さらなる情報についてはICK社（www.icknowledge.com）に連絡されたい）。

ORTCのMPU(マイクロプロセッサ)と高性能ASIC(hpASIC)nのモデルはITRS 2011年版と同じである（ただし、ロードマップの最終年は2026年になっている）。これは、設計ITWG(国際技術ワーキンググループ)が2008年と2009年のITRSで、2001年以来最大で飛躍的変更を行ったことによる。2008年と2009年のITRSの版では、設計ITWGはMPUチップサイズ・モデルを改良し、最新のトランジスタ密度、大型オンチップSRAM、小型目標チップサイズを改訂した。設計ITWGは、新たなトランジスタ設計改善ファクタを含む追加詳細項目もモデルに追加している。設計ITWGによる新たなモデルでは、SRAMトランジスタに対して60件の設計ファクタ(以前のロードマップでは100以上であったものを激減させた)を用いていて、そのため自然にゆっくりと改善するというような状態から脱している。ロジックトランジスタの設計ファクタも300以上から175まで激減させ、この値はロードマップ期間中も一定に保たれると予想される。アレー構造での重要な変更(チップサイズ・モデルに影響する唯一のパラメータ）を除き、「縮小」と密度改善は、リソグラフィにより可能となる配線ハーフピッチのスケーリングによって今後ももたらされるだろう。

ITRS2009のMPUモデル（2011年版および最新の2011年版でもこれを使っている）では、過去はM1ハーフピッチが2年サイクルよりいくらか遅れているが、今や、DRAMのM1ハーフピッチに2012年／32 nmで追越し（これは、DRAMの45nmの実現が2010年から2009年へと1年前倒しとなり、以後3年サイクルとなったためである）、2013年／27nmまでは2年サイクルが続き、それ以降はDRAMのM1ハーフピッチと同様（または、わずかに小さい寸法で）、3年サイクルに変わっている。2024年までは、フラッシュのコンタクト無しのポリシリコンのハーフピッチの数値に対して、MPUの微細化が遅れている。2024年にはフラッシュが8nmに留まるのに対し、DRAMとMPU/hpASICはそれに追いつき追い越す（フラッシュは物理的限界に達するが、DRAMとMPU/hpASICにはその限界は適用されない）。寸法や設計ファクタのモデルは過去のITRSロードマップから2009年に大きく改訂されたが、高性能MPU(今は260 mm2まで小さくなった)およびコスト優先MPU(140 mm2)双方に対してチップサイズ一定を目標にすることで、入手しやすさ(値段)に関する相反する要求に対応しつづけている。

2013年までのMPU 2年サイクル・ハーフピッチ”追付き追越しフェーズ”により、リソグラフィの改善だけでMPU製品は一定のチップサイズを目標としていた。しかし2013年以降、ITRSの技術世代に示されている世代間MPUチップサイズのモデルでは、テクノロジサイクルごとにオンチップ・トランジスタの数を倍増させるペースを減速させることによってのみ、一定のチップサイズを維持することができる(2013年以降3年サイクルになる)。

2011年の改訂もMPUモデルでは、ロジックコア数はたった二世代毎に2倍になるようなアプローチを続けている。しかし、1コアあたりのトランジスタ数の目標も二世代毎に2倍としたので、トランジスタ数とトランジスタ密度は変わっていない。MPUモデルに対するこのアプローチが現在の設計トレンドを代表しているというのが設計TWGの一致した見解であることは変わらない。図ORTC6, ORTC7, ORTC8のFunction Size and Functions per Chip 参照。

　

以前の版と同じであるが、ITRSの予測ではMPUのM1ハーフピッチの2年テクノロジサイクルを2013年の27nmまで延長しているので、現在のMPUチップサイズ・モデルでは、チップ上の機能(トランジスタ)が2年毎に2倍になるという歴史的なムーアの法則は2013年／27nmまで保持される。2013年以降、緩やかな3年サイクルになる(一定のチップサイズトレンドを維持するため)ことに対応して、オンチップ・トランジスタに関するムーアの法則は3年毎倍増へと低下する。2013年以降も実効的にこれまでの機能生産性のトレンドを維持するには、MPUのチップ設計者およびプロセス設計者は、基本的なリソグラフィ依存のスケーリングによって改善される設計以外に、より多くの”等価スケーリング”的な設計・プロセスの改善を追加しなければならない。Table ORTC-2Cと2DにMPUモデルの新しい目標値を要約して示す。

Table ORTC-2C
    MPU (High-volume Microprocessor) Cost-Performance Product Generations and Chip Size Model 


Table ORTC-2D
    High-Performance MPU and ASIC Product Generations and Chip Size Model 


生産性を向上するには、製造プロセスの各ステップで良好なチップの生産量を増加しなければならない。1回の露光で複数チップをプリントする能力は生産性向上の主な原動力であり、その原動力はリソグラフィ装置のフィールド・サイズ、およびウェーハにプリントされるチップのサイズとアスペクト比により決定されている。これまではリソグラフィ露光フィールドサイズはテクノロジサイクル2世代毎に倍増していて、導入レベルでの最大チップサイズが増大するという要求を満たしていた。その結果、非常に広いステップ走査フィールド(26 x 33 = 858mm2)が達成された。

しかし、継続的に解像力の向上を図りながら大きなフィールドサイズを保つことは、大幅なコスト上昇を招くということが、リソグラフィITWGにより示された。そのため、リソグラフィITWGでは最大のフィールドサイズを858mm2に制限し、個々のメモリとロジック製品のチップサイズの調査結果およびモデルに基づいて、最大のフィールドサイズの範囲内で要求フィールドサイズを制御しつつ、より典型的で価格的に入手容易なフィールドサイズ範囲となるようにもしている。

DRAMチップサイズは、歴史的に、最も困難な露光ハーフピッチと価格的に入手容易なリソグラフィ・フィールド・サイズを示すと見なされてきた。ITRS 2011のDRAMチップサイズ・モデルでは、導入レベルのチップサイズをリソグラフィの最大フィールドサイズである858mm2より十分小さな750mm2よりもさらに小さく設定して、少なくとも1個の導入レベル・チップサイズがフィールド内に収まるようにしている。今回、ITRS 2011の量産DRAMチップサイズモデル(20mm2より小さいチップサイズ維持が目標)では、少なくとも29個以上のチップを572mm2のフィールド内に収めている。

テクノロジ世代のスケーリングの1年前倒しとセル設計改善(4f2導入（現在2013年の導入を想定）を含むA‐ファクタの縮小)との組合せにより目標を達成している、ここではオンチップ・ビットの倍増という目標を3年サイクルというより遅いスピードで実現することも許容している（長期的には導入時期を1年後ろ倒し）。しかし上記の生産チップサイズモデルで記述したように、DRAMの設計改善項目である4f2導入が2013年に遅れたことと、DRAM設計改善と新たな入手容易な量産チップサイズ目標を20 mm2以下とすることを考慮すると、価格的に入手容易なチップサイズおよびリソグラフィ・フィールドの限界内で生産するには、追加するオンチップ・ビット数を減らすという要求が生じることになる。この要求は、DRAMモデルで量産のビット数／チップを1年遅らせ、ムーアの法則が示すビット／チップのトレンドを3年毎で倍増というよりゆっくりとしたペースをロードマップの最後まで維持することにより達成することができた。DRAMモデルのデ―タ目標をTable ORTC-2Aと2Bに載せる。

フラッシュの量産チップサイズモデルも図表に追加し、最大の実現可能なチップサイズを150 mm2とした。フラッシュのビット／チップの倍増は2年毎に達成される目標を維持している。ポリ・ハーフピッチの2年サイクルが2009年まで続いたが、2010年にはポリ・ハーフピッチの微細化が急に進み24nmとなった。3ビットのMLCや2020年に現れる4ビットのMLCを加えることによって、フラッシュ製品のチップサイズは2026年に至るまで143mm2未満に保たれる。

リソグラフィ工程の最大フィールドサイズの絶対値は、高性能MPUやASICの初期導入時のチップサイズによって決定される。このサイズは、リソグラフィTWGによる最大入手可能サイズ(26 x 33 = 858mm2)で実現できる実際的なフィールドサイズとなる。マスク倍率レベルは将来は8xになるかもしれないので、その場合には最大フィールドサイズを現在の858mm2からその1／4に、すなわち214mm2未満に引き下げられることが予想される。最大フィールドサイズの限界と、マスク倍率の関する課題に関連する詳細は、リソグラフィTWGにより、リソグラフィの章の中で示されている。目標とする最大フィールドサイズは、Table ORTC-3に示していて、この値はITRS2007の目標値と変わっていない。

[訳注：厳しいマスク精度を緩和するためマスク倍率(マスク上とウェーハ上のパターンサイズ比率)が現在の1／4から1／8に変わる可能性がある。その場合、ウェーハ上のフィールドサイズは(1／2)x(1／2)で1／4になり、ウェーハ上の露光面積拡大という観点からは不利な方向である。]

Table ORTC-3
    Lithographic-Field and Wafer Size Trends 


ITRS 2011におけるDRAMモデル、MPUモデル、及びフラッシュモデルは、DRAMとMPUとフラッシュの設計およびプロセスの改善目標を達成できるかどうかにかかっている。達成できない場合は、現在のロードマップが示したより大きな露光チップサイズの方向への圧力が高まるか、または、オンチップ機能に関する”Moore’s Law”の増加率がさらに低下することになる。いずれの結果でも、コスト／機能の低減率(半導体産業の生産性向上と競争力に関する古典的な尺度)にネガティブなインパクトをもたらすことになる。

コスト低減の圧力が高まる中で、特に先端的なIDFやヤファウンドリにとって、200 mmラインを生産性ブースターである300 mmラインの生産性にグレードアップすること(同時に、ファブの生産性を向上させることも)の必要性がかつてないほど増加している。しかし、経済情勢の悪化、特に最近の世界的な景気後退、によって財政上の課題が生じ、設備投資が抑制されることになった。Table ORTC‐3(詳細はフロントエンドプロセスの章にも載っている)にある最大ウェーハ径に関する内容は、2001年に始まった300 mmライン能力の増強と整合していて、300mmウェーハは今やシリコンウェーハ面積の50％に達している。300 mm製造技術の進歩と継続的な改善がITRS 2011年版における長期（2019年から2026年）期間にわたり期待されることから、IRC(国際ロードマップ委員会)は300 mmラインによる製造を独立した項目として、ロードマップの最終年の2026年まで延長することにした。

厳しい経済状況によって、生産性向上のブースターとして期待される次の1.5倍ウェーハ・サイズ＝450mm径ウェーハを用いた最初の半導体量産に対する投資とそのタイミングも影響を受けた (すでに述べた通りであるが、より詳しくは、Executive Summaryの450mmのトピックスの箇所に記載)。しかしながら、450mm生産性向上ブースターの可能時期はITRS IRCによって、以前と同様に、目標が設定されており、ISMIの進捗報告（progress reports）によると2013年から2014年にIDM(Integrated Device Manufacturer, 統合デバイスメーカ)とファンドリはパイロットラインでの試作が可能となる。先端的な会社の発表によると、2013年から2014年を目標にパイロットラインを作り、2015年から2016年にかけての時期が製造の立ち上げ時期にあたるとしている。

他の生産性を向上させる推進力(リソグラフィ技術や設計・プロセスの改善)もスケジュール通りに実現しなければらなない。生産性の向上策として、大口径ウェーハの使用を加速するかあるいは、同等の効果のある別の解決策を見出すための時間は限られているからである。

将来技術開発の加速・減速の影響や次のウェーハサイズへの転換のタイミングに依存して、包括的かつ長期的な工場の生産性モデルおよび経済モデルの開発と適用が必要となる。このような産業経済のモデル化(industry economic modeling：IEM)は、SEMI(Semiconductor Equipment and Materials Institute)とSEMATECH(Semiconductor Manufacturing Technology Institute)が合同で継続的に資金援助と実働作業を行っている。また、現在、ITRSに基づいた、IC Knowledge社（www.icknowledge.com）の商用モデルも利用可能となっている。将来の技術的・経済的要求を明確にするとともに必要とされる研究と開発に対する適切な投資メカニズムを導き出すために、半導体サプライヤやチップメーカによる非競争領域での協力が必要でリ続ける。このような協力の例として、SEMATECHで現在進行中の450 mmプログラム、新しいG450C (Global 450 mm Consortium: Intel, Samsung, TSMC, IBM, GlobalFoundriesが参加)、ヨーロッパのEEMI 450のIMECとの共同イニシアティブについての最近の発表がある。

パッケージされたチップの性能

パッド数とピン数、パッドピッチ、ピン当りコスト、周波数

チップの機能を高めたいというニーズが、各製品世代に対応して増加するトランジスタ数／ビット(メモリせル)数の集積化を要求する。一般的には、チップ内のトランジスタの数が増加すると、集積回路への入出力(I/O)信号の入出力に必要なパッド数／ピン数も増加する(Table OTTC-4を参照)。

　付加的な電源・グランドのチップへの接続は、電源設計の最適化と雑音耐性の向上に必要である。MPUや高性能ASIC製品はITRSのロードマップ期間に3～7kパッドになる。MPU製品のパッド数はその期間に約50%増加し、ASICのチップ当たりのパッド数は2倍になると予測される。2種類の製品では電源・グランドパッドの割合が全く異なる。典型的なMPUのパッド数は、1/3がI/O信号パッドで、2/3が電源・グランドパッドとなっており、1ヶのI/O信号パッドに対して2ヶの電源・グランドパッドを持っている。MPUとは異なり、代表的は高性能ASIC製品のパッド数は1ヶのI/O信号パッドに対して、1ヶの電源・グランドを持つ。

Table ORTC-4
    Performance and Packaged Chips Trends 


A&P ITWGにより提供されたパッケージピン数とピン当たりコスト(Table ORTC-4)は、将来の製造経済学(manufacturing economics)への課題を示している。ピン当たりコストは減少していくが、チップ内のトランジスタ数が予定通り増加すると、パッケージピン／ボール数も増加し続けると予測される。パッケージング全体の平均コストは毎年増加することになるので、パッケージ組立メーカにとって、コスト効率の良い解決策を提供することが大きな課題となる。

非常に競争の激しい家電用電子製品環境(それは、設計やシステムドライバの章の主要な技術課題や解決策候補において、中心的製品区分であるが)において、PCや携帯電話のような大量生産するハイテク製品のコストは現状維持か、減少傾向となる。これらのハイテク製品は一般に、2年毎に性能は2倍になる。これは先端の半導体メーカでの最終顧客の市場環境である。年間30%またはそれ以上の比率(2年毎にコストは変わらず、チップ当たりの機能は2倍になる。つまり、年率29%)で機能(ビット、トランジスタ)当たりコストが下がるというITRSの経済的要求に基づく、重要なコストドライバである。

もし、将来の半導体製品の価格を維持または低下するとし、平均のピン当たりコストは下がるが単位当たりの平均ピン数が増加するならば、15年間のITRSロードマップ期間で、トータルの製品コストに占める平均的なパッケージ比率は増加し続け、その結果として、総収益マージンを大幅に減少させ、研究開発と工場生産能力へ投資能力を制限することになる。

　この結論が、マルチ・チップ・モジュール(System in Package : SiP)やCOB(Chip on Board)やその他の創造的な解決策を用いたSoC(System on Chip) への機能統合により、システム全体のピン数要求を低減させる、産業動向に基づいた原動力の一つになっている。

　機能当たりのコストを指数的に減少させながら、機能性を増加させる要求に加えて、更に高機能、低コスト製品に対する市場需要も存在する。消費者の需要を満たすために1.5～2年毎にチップの機能を2倍にするというムーアの法則が予測するように、より高速で電気信号を処理したいという要求がある。MPUの場合、毎秒当たりの処理命令数はこれまで、1.5～2年毎に倍増してきた。しかし、以前のロードマップでも予測されていたし、最新のITRS 2011年版においても、オン・チップ周波数の増加率は、わずか年率約4%以下に低下すると予測している（下記の（注*）を参照のこと）。(用語解(Glossary)で言及するが)幾何学的なスケーリング則によってこれまで達成されてきた性能向上は現在、プロセスでの「等価的スケーリング」と設計に関係した「等価的スケーリング」(用語解にアップデートされた新定義を参照)アーキテクチャやソフトウエアの改善によって実現されている。このアーキテクチャやソフトウエアの改善は、消費電力を制御しながら、顧客へのSoCやSiPやシステムレベルの性能の継続的な提供を可能にする。

　MPU製品においては、MIPs (Millions of Instructions per Second)の単位で扱われる処理能力は、「アーキテクチャ性能」(クロック・サイクル当たりの命令数)によって増加する「未加工の技術性能」(クロック周波数)の組合せを通して実現される。より高度な操作性能に対するニーズは、新しいプロセス、設計、パッケージ技術の開発を継続して要求する。

　これらの考慮すべき問題は表 ORTC-4に反映されている。表 ORTC-4には、チップの最大性能の傾向を予測するために設計TWGによって提供された項目が含まれる。（注*）2011年のITRSの編集作業において、設計の技術ワーキンググループ（TWG）は最近の製品データとトレンドを検証し、新たに、チップ上のクロック周波数目標を年率（CAGR）4%の改善トレンド（以前の2009年版、2010年版では、年率8%のトレンドを掲載してて、これは2008年のITRSの作業で決められたものである）とすることを提案した。あらたな周波数目標は従来にくらべ、目標を大幅に低減していて、2012年に、PIDSの技術ワーキンググループ（TWG）と共に、内在的（intrinsic）トランジスタモデルとリングオシレータのモデルを追加で改訂する必要がある。本件について、より詳しくは、要約(Executive Summary)のトピックスである「PIDSと設計周波数」の節の議論を参照されたい。

各製品世代に対応した最大周波数は、固有トランジスタ性能(on-chip、local clock)に直接関係する。チップ内を伝わる信号の周波数（“local” frequency）とチップ間の信号を伝達のための周波数との差異が増加する。これは、信号伝達遅延にともなう劣化によるものである。また、消費電力は異なる配線間および配線基板間の容量結合が原因である。さらなる信号劣化と電力消費はワイヤボンドとパッケージリードのインダクタンスに伴うものである。結局、フリップチップ接続は、パッケージで生じる寄生効果を取り除く、唯一の現実的な方法かもしれない。

チップ内の信号と電源の配置を最適化するためには、配線数を増加し続けることが期待される。配線の微細化が今後も継続すると、チップの製造プロセスにおいて、低抵抗のCu配線や低誘電率の各種の金属間化合物絶縁材料がより幅広く採用される。多重化手法もまた、基板上の動作周波数(off-chip；詳細はA&Pの章を参照)を増加されるために使用される。

リソグラフィー用のマスク数と電気的な欠陥密度（Lithography  Mask Count and Electrical Defect Density）

DRAM、MPU、ASICの電気的欠陥の密度に関する（量産の年に83～89.5 %のチップ歩留を達成するのに必要な）最新目標を表ORTC-5に示す。DRAMとマイクロプロセッサについて表2で報告したように、最新チップ寸法モデルに基づき異なるチップ寸法を考慮して、許容可能な欠陥数を計算している。その上、図表内のデータは生産ライフサイクルの内量産レベルだけが報告されている。歩留向上についての章に載せた式を使用して、同一技術ノードでの異なるチップ寸法における他の欠陥密度を計算することが出来る。

　ロジックとメモリ製品について、マスク数の概数を見積もり、これを増加し続けるプロセスの複雑化の指標として掲載した。この作業は、2011年にリソグラフィの技術ワーキンググループが行い、各社を調査し、ITRS  2011年版の目標を改訂した。現在の表OTTC-5には、リソグラフィーの調査結果とIC Kowledge(ICK)の戦略モデル（ITRSに基づく。www.itrs.netを参照）の貢献によるマスク数モデリングによる項目が含まれている。ITRS 2011年版のこの重要な案件についての詳細は、要約(Executive Summary)のトピックスである「リソグラフィーとマスク数」の節の議論を参照されたい。

　歩留向上（Yield Enhancement）の技術ワーキンググループ（TWG）は2012年の改訂にあたり追加的な作業を行う予定であり、表ORTC-5の歩留まり向上についての欠陥密度（D0）の項目について解析を行い、その結果をロードマップに取り込む。

Table ORTC-5
    Lithography Masks Count and Electrical Defects 


電源と消費電力（ Power Supply and Power Dissipation）

いくつかの要因（消費電力の低下、トランジスタチャネル長の縮小、ゲート誘電体信頼性の向上）が電源電圧の低減を推し進めている。表ORTC-6に示すように、現在、電源電圧の値は、範囲というよりは、むしろ特定の目標値で与えられている。

特定のVdd値の選択は、１個のICについて速度と電力を同時に最適化する解析の一部として続けられており、各製品世代の使用可能電源電圧の範囲をもたらしている。高性能プロセッサでは、0.6V以下の Vdd値は2025年までの目標である。Vdd最低目標値は低消費電力応用製品で2026年に0.54Vである。

 　最大電力傾向（MPU用）は3つのカテゴリで提示される。

1） 高性能デスクトップ・アプリケーション、パッケージのヒート・シンクが許容される。

2） コスト重視型、最高性能の経済的な電力管理が最も重要。

3） ポータブル機器の電池による動作（低コスト、携帯）

全てのカテゴリで、低電源電圧の使用にもかかわらず、全体の電力消費量は、2011年の表OTRC-6に示すように、比較的一定している。電力消費量の増加を推し進めているのは、高いチップ使用周波数、配線全体の高容量と高抵抗、および指数関数的に増加しかつ微細化するチップ上トランジスタのゲート・リーク（漏れ）の増大などである。

　最大消費電力を計算するための方法論は2012年に見直される予定である。2012年のロードマップ改訂では、設計とアセンブリ・パッケージのITWGによる計算モデルを改訂した。このモデルでは、チップ全体の消費電力を計算するというよりは、むしろ、特定のホットスポット（hot spot: 発熱量の多い領域）を考慮に入れている。 


The approach for calculating maximum power targets is being re-evaluated in the 2012 roadmap update calculation models from the Design and Assembly and Packaging (A&P) ITWGs are expected to take into account specific “hot-spot” area calculations rather than the overall chip area. 


Table ORTC-6
    Power Supply and Power Dissipation 


コスト（Cost）

表ORTC-7はコストの傾向を示している。機能あたりのコストを年間に平均29％削減（2年間で0.5倍）が可能なことは半導体産業に特有な特徴であり、定価格または低下した価格環境の中で1.5～2年ごとにチップ上機能の倍増を提供しつづけることは、市場圧力の直接的な結果である。このコスト削減圧力に対応するため、研究開発部門と製造部門では多額の設備投資を継続的に実施していかなければならない。工場あたりの投資額ベースでさえも、製造部門への設備投資額は上昇の一途を辿っている。しかし、歴史的に半導体産業は、チップ寸法とコストを増加させずに、または適度な増加によって、1.5～2年ごとにチップあたりの機能倍増を提供しており、シリコンのcm2あたりではおおよそ一定コストとなっている。技術面の性能と経済面での効果が半導体産業の成長を支えてきた基本エンジンであった。

しかし、今日の競争的市場環境の中にいる顧客は僅かなコスト増加にさえも抵抗を示し、チップとユニットコストを制御するために、今までチップあたりの機能倍増のスピード（ムーアの法則）にも圧力を加えている。そのため、半導体メーカは、半導体産業の成長を今まで担ってきた、同じような機能あたりのコスト削減必要条件を提供する新しいモデルを捜し求めなければならなくなっている。そのため、1999年版ITRSでは所望の削減を達成する新しいモデルが提案されている。チップあたり定コストおよび平均販売価格（average selling price： ASP）で2年ごとに機能倍増を顧客に提供している。2001と2003、2005、2007、2009そして20１１年版ITRSでは、理想化されて単純モデルを使い続けていて、一機能（ビット、トランジスター等）当たり29％のコスト削減となる。平均29%のコスト削減は、歴史的には（1999年以前は）、ユニットあたりのコストを1.4×増の割合で3年ごとにチップあたりの機能4倍増の機能を提供することによって、達成されていることに注目されたい。

ITRS 2011年版のDRAMおよびMPUのコスト・モデルは、半導体産業の経済性の原動力として、機能生産性あたりのコストの平均として29％削減レートへのニーズを使い続けている。そのため、DRAMおよびマイクロプロセッサについて手ごろなコスト/ビットやコスト/トランジスタの世代内傾向を設定するために、この中心的な機能あたりのコストの傾向を使用してきている。今までの傾向から推測すると、「初期の」手ごろな値段のコスト/ビットが2011年には0.66マイクロセント（microcent、1セントの100万分の1）であることが示されている。加えて、その今までの傾向は、ひとつのDRAM世代内では年間45％のコスト/ビット削減が期待されるべきであることを示している


。　これに対応して、マイクロプロセッサについて公表データを使って行った解析は同様な結果をもたらしている
。結果として、MPUモデルにも、同一世代内で45％の削減レート値とともに、世代間で手ごろなコスト/トランジスタの削減目標値29％/年が使用されている。

ITRS 2011年版のＭＰＵチップ寸法モデルは2009年版、2010年版から変更していない。設計ITWGはITRS 2009年版で、入手しうる最新のデータとモデルに基づいて、MPUモデルを改訂した。新しいモデルとモデルは、ロジック・トランジスタの寸法がリソグラフィのレート（技術サイクルごとに0.7倍の寸法縮小および0.5倍の面積縮小）の割合で改善していることを示している。そのため、MPUチップ寸法を一定の目標値である140mm2に保つため、トランジスタの数は、技術サイクルごとに倍増させることができる。技術サイクルのレートは2010年45nmまで2年サイクル、2010年以降に3年サイクルに変わると予測されている。従って、より高いコストを許容する市場を持つ特別用途でチップ寸法が増加を許されない限り、2013年以降のMPUチップあたりのトランジスタ数は3年ごとにしか倍増しないことになる。

DRAMメモリ･ビット･セル設計の改善スピードも、ITRS 2011年版のDRAMチップ寸法モデル目標（表ORTC-2を参照）を反映して、加速している。技術トレンドの1年前倒しにとともに、「4」の設計係数、即ち「6」の係数に対し33％の改善は2013年に導入されと期待される。このことは、長期のコスト削減による生産性改善を平均として維持している。更に、最近のPIDS TWGのDRAM製造者の調査によれば、セル・エリア効率のさらに高い目標値である59%が期待されていて、この値はロードマップの最終年の2026年まで変わらないと予想される。これらの最近のモデルの変更とより許容できる生産開始製品寸法（60mm2以下）の新しい目標とあいまって、短期のDRAMの1チップあたりの集積ビット数のとトレンドが維持される。しかし、長期の集積ビット数のトレンドは1年後ろ倒しとなるが、結果として、チップサイズはより小さくなり、価格もより入手しやすいものとなる。ビット集積度の増加率は短期では3年に2倍であり（2011年に4Gビット、2014年に8Gビット）、長期には3.5年に2倍となる（2018年に16Gビット、2025年に64Gビット）。このDRAMモデルの変化は64Gbit世代の生産（導入は2013年）を2025年に遅らせ128Gbit（導入は2014年）の生産は現在のITRS最終年の2026年より後になる。

DRAMとMPUにおけるチップあたりの機能の（2013年以降）増加率の低下を補うために、チップやパッケージ、ボード、システムのレベルでのアーキテクチャや設計の等価生産性スケーリングから得られる利益から、変わりとなる生産性向上策を見出す方向への圧力がますます高まるだろう。

かりに将来チップ上機能の増加率が低下したとしても、1チップあたりの機能の量はまだ指数関数的に成長している。1チップあたりの機能の数値が増加し続けるので、最終製品のテストはますます困難になり、従って、コストが高くなっている。これは、テスタのコスト上昇に反映されている。テストされるピン数も増加する（表ORTC-4）。これは全体のコスト負担（CoO）を増加させる付随する材料やカスタムのテスト機能ばかりでなくテスタのコストも増大させる。それゆえ、組込みセルフ・テスト(Built-in Self Test: BIST)手法およびテスト容易化設計（Design-For- Testability：　DFT）手法や製造容易化設計（Design for Manufacturing :DFM）の実現加速へのニーズは、ITRS 2011年版のタイムフレーム内で引き続いて存在する。詳しい説明はテストとテスター（Test and Test Equipment）の章で述べる。

Table ORTC-7
    Cost


用語集Glossary


主要なロードマップ技術特性用語（Key Roadmap Technology Characteristics Terminology ）
（所見と解析(also with observations and analysis)）


ITRS2011年版の用語集には新定義の追加と訂正が含まれることに注目されたい


ムーアの法則（Moore’s Law）：「チップあたりの機能（ビット数、トランジスタ数）に対する市場の要求（そして半導体産業の対応）は1.5～2年ごとに倍増する」という、Gordon Moore氏が歴史的所見として唱えた法則。また、デバイスが手ごろな価格であること（affordability）と性能も考慮すべきであることを彼は見出した。「自己実現的」の予言と見なす人もいたが、過去40年間にわたって「ムーアの法則」は最先端の半導体製品と企業にとって、一貫したマクロトレンドであり、成功した最先端半導体製品と企業にとって、重要な指針となっている。

微細化（Scaling）（"More Moore”）

· 幾何学的微細化（電界一定の微細化）（Geometrical (constant field) Scaling）は、チップ上のロジックとメモリの平面的（シリコン基板の表面方向）、垂直的（シリコン基板表面に垂直方向）物理的寸法を縮小し続けることにより、素子密度を向上させることで機能あたりのコストを削減し、性能（速度と消費電力）、信頼性を半導体応用機器や最終顧客にもたらすことを指す。

· 等価的微細化(Equivalent Scaling)は、幾何学的微細化とともに使われ、幾何学的微細化を可能にする以下のような技術手段を指す：　3次元的な素子構造により“Design Factor”【訳者注：メモリセルの面積をデザインルールの二乗で割ったもの】を改善すること。これに加えて、集積回路の電気的性能を向上させるため、他の幾何学的スケーリングによらないプロセス技術や新規材料を導入しすること

· 設計による等価的微細化(Design Equivalent Scaling)（上記の幾何学的微細化と等価的微細化とともに起こる）は、高性能、低消費電力、高信頼性、低コスト、設計効率向上を可能にする設計技術をさす。

· 例示すると（網羅的なはないが）、ばらつきを考慮した設計（design-for-variability）、低消費電力設計（スリープモード、ハイバネーション、クロックゲーティング、電源電圧の複数化など）、同種または異種のマルチコアSoCアーキテクチュア 

· 定量化可能な特定の設計技術の必要性に焦点を絞ること。消費電力と性能間のトレードオフが微細化（”Moore Moore”）の機能的要求に合致するように取り組むこと。さらに、高密度化（”Moore Moore”）を指向する設計アーキテクチュア上の機能性が消費電力と性能の必要を解決できるようにすること. 


機能的多様化（Functional Diversification）（"More than Moore”）： 機能的多様化は必ずしもムーアの法則による微細化に従うことなく、異なる方法で最終顧客に付加価値を提供する機能をデバイスに組込むことを指す。機能的多様化（“More then Moore”）のアプローチによれば、非デジタル機能（たとえば、無線通信、電力制御、受動素子、センサ、アクチュエータなど）をシステム基板レベルから特定のパッケージレベル（SiP）やチップレベル（SoC）の実装方法に移行させることができる。

· 設計技術は、"More than Moore”技術に利点をもたらすような新機能を可能にする。

· 例示すると（網羅的なはないが）、異なる機能統合するにあたり、個々の機能を個別部品に分割する際のの新しい方式やそのシミュレーション、ソフトウェア、センサやアクチュエータのためのアナログとミクストシグナルの設計技術。またSIP、MEMS、バイオテクロジとデジタル回路の同時設計（co-design）や同時シミュレーション（co-simulation）を行うための新しい方法やツール。

· 機能的多様化を可能にするための設計技術の必要性に注力すること 


Beyond CMOS：　新探究デバイス（ERD:Emerging Research Devices）と新探究材料（ERM: Emerging Research Materials）の両ワーキンググループは情報処理を行うための「新しいスイッチ」に注目している。典型的には、新しい状態変数を利用することにより、限界まで微細化したCMOSを超えて機能的に実質的微細化を実現しようとするものである。ここで、「CMOSを超えた（“Beyond CMOS”の）実質的微細化」は、機能的は集積密度、性能向上、劇的は消費電力削減などの観点から定義される。「新しいスイッチ」は情報処理のための素子または技術であって、データの蓄積、記憶、素子間の接続の機能とともに利用できるものをさす。

· Beyond　CMOSの例としては、以下のものを含む：　炭素をベースにした（カーボンナノチューブやグラフェンを使った）ナノエレクトロニクス、スピン素子、強磁性体ロジック、原子スイッチNEMS (Nano-Electro-Mechanicl-Systems)

主要市場の特性（Characteristics of Major Markets）

技術サイクルタイム期間 （Technology Cycle Time Period）：　製品のスケーリングを1期間で0.71倍にするか、2期間で0.50倍にするタイミングを言う。カスタム化されたパターン配置の（即ち千鳥配置のコンタクト/ビアを伴う）配線の最小ハーフピッチが、高密度（単位機能当たりで低コストな）DRAMとMPU/ASIC集積回路の製造を可能にするプロセス能力を最も良く代表するため、ＩＴＲＳの技術サイクルの定義に選ばれた。FLASH製品技術サイクル・タイミングはコンタクトが無い高密度ポリラインのハーフピッチで定義されている。各製品特有の技術サイクル・タイミングには、何の製品であれ、メタルかポリシリコンのハーフピッチの中で、最小の値を採用する。歴史的に、ＤＲＡＭはメタルピッチでリードしてきたが、将来は他の製品が代わる可能性もある。

ＩＣ技術を特徴付けるために他のスケーリングのパラメータも重要である。DRAM技術では、最小の経済的なチップ寸法に要求される一層目の千鳥コンタクト有り高密度配線のハーフピッチが代表である。しかし、マイクロプロセッサ（MPU）などのロジックについては、物理ゲート最下部の孤立長さが最高性能に必要な最先端技術レベルの最も代表的なものであり、リソで描画後更にエッチングして最も小さいパターン目標を達成している。MPUやASICロジックの配線ハーフピッチプロセス要求は、通常千鳥コンタクトがあるメタル層（M1）を指しており、DRAMの千鳥コンタクト有りM1ハーフピッチより僅かに遅れている。最小ハーフピッチは通常チップのメモリ・セルの領域に見出される。各技術サイクル時間（１つのサイクル期間で0.71倍、2つのサイクル期間で0.50倍の縮小）ステップは重要な技術の、装置や材料の進歩の創造を、千鳥コンタクトありメタルハーフピッチ（DRAM, MPU/ASIC）あるいは、コンタクト無のポリシリコン（FLASH製品）であらわしている。

　すでに定義されているように、「等価的微細化」をもたらすプロセス技術を付加と、トランジスタのゲート寸法の微細化を組み合わせることが可能で、デバイスの性能や消費電力の管理特性を更に進歩させることができる。「等価的微細化」は個々の企業が特定の製品製造工場の範囲内で、種々の組み合わせを行うこともできる。最新のITRSのTWG（技術ワーキンググループ）の調査によると、寸法の微細化（ゲート長とゲート材料の厚さの両方）は鈍化しているが、「等価的微細化」をもたらすプロセス技術を付け加えて、うまく両者をトレードオフすることにより、消費電力管理と性能の要求を満たす例が見られる。

　「等価的微細化」をもたらすプロセス技術とデバイス設計の例（必ずしも理解しやすい例ではないし、網羅的でもない）には以下のようなものがある：　Cu配線、低誘電率（low-K）層間絶縁膜の材料、歪シリコン、高誘電率（high-K）ゲート絶縁膜と金属ゲート電極、SOI基板上の完全空乏形トランジスタ（FDSOI: Fully Depleted Silicon-On-Insulator）、複数ゲートを持つ3次元構造のトランジスタ、ⅢⅤ族のチャンネル材料【訳者注：原文ではⅢⅤ族のゲート材料となっているが、チャンネル材料として使うのが効果的】、など

　「等価的微細化」のためのプロセス技術が入手可能になる時期、導入される時期は、寸法の微細化サイクルの場合と比べて、規則的ではないことに注意されたい。さらなる技術的な記述と時期の詳細については、配線（Interconnect）の章とPIDS（Process Integration and Device Structures）の章を参照されたい。

機能あたりコスト製造生産性改善の原動力 （Cost-per-Function Manufacturing Productivity Improvement Driver）：　1チップあたりの機能を2年ごとに2倍にするというムーアの法則の原動力に加え、この「法則（law）」の歴史に基づいた「系（corollary）」が存在する。それは、値ごろな価格を実現し競争力を持つためには、製造生産性の改善は、機能あたりのコスト（ビットまたはトランジスタあたりマイクロセント（microcent））は年率29％で削減をしなければならないということである。歴史的には、機能が2年ごとに2倍になると、機能あたりのコストは2年ごとに半分しなければならない（平均すると年率29%の削減）。したがって、平均すると、1チップ（1パッケージ）あたりのコストは、値ごろな価格を実現するためには、ほぼ一定でなければならない。これは、チップコストの目標もパッケージングのコスト目標も一定にとどまることを意味する。もし機能が3年ごとに2倍になる場合は、機能あたりのコストのペースが遅れて3年で半分になる場合（平均して年率21%の削減）に、1チップ（1パッケージ）あたりのコストが一定にとどまる。この単純な製造コストの値ごろ価格（affordability）のモデルはITRSの一次的原動力として使われているが、これは、経済の需要供給市場の現実の外部市場環境の複雑さを考慮に入れていないことにも注意されたい。

手ごろな値段の実装されたユニットのコスト/機能 （Affordable Packaged Unit Cost/Function）：　テストされパッケージに組み込まれたチップのコストを、チップ当りの機能で割り算し、マイクロセントで表した最終コスト。手ごろなコストは、手ごろな販売価格　[特定の製品世代の年間総収入を年間ユニット出荷高で割る]　から荒利マージン（DRAMには約35%、MPUには約60%）を引き算するという歴史的な傾向により計算される。機能あたりの手ごろな値段は、将来市場の「トップダウン」型ニーズのガイドラインであり、このように、チップ寸法および機能密度とは独立に作成される。値段が手ごろであることの要件は、１）技術改善と設計改善による密度の増加とチップ寸法の小型化、２）ウェーハ直径の拡大、３）設備所有コストの削減、４）設備全体における設備有効性の向上、５）パッケージ・コストおよびテスト・コストの削減、６）設計ツール生産性の向上、７）製品アーキテクチャおよびインテグレーションの改善、を組み合わせて達成されることが期待される。

DRAMとFLASH世代（製品世代ライフサイクルの中で） （DRAM and Flash Generation at (product generation life-cycle level)）：　ある年、ある製造技術能力、あるライフサイクル成熟度（学会レベル、試作レベル、量産レベル、量産増大レベル、量産ピーク）で導入されたDRAMとFALSH製品世代の予想チップ当たりビット数。

Flash Single-Level Cell (SLC) : フラッシュ不揮発性メモリでセル領域に1物理ビットの記憶だけを行うもの。

Flash Multi-Level Cell (MLC): 同じ物理的領域に2ビットから4ビットのデータを電気的に蓄え、読み出すことが出来る。

MPU世代（製品世代ライフサイクルの中で）　（MPU Generation at (product generation life-cycle level)）：　ある年、ある製造技術能力、あるライフサイクル成熟度（学会レベル、導入レベル、量産レベル、量産増大レベル、量産ピーク）で導入されたマイクロプロセッサの製品世代機能（ロジックとSRAMを含む）に関する汎用プロセッサ世代の区分。

コスト重視MPU　（Cost-Performance MPU）：　チップ上のSRAM レベル2とレベル3（L2とL3）キャッシュの量を制限して最高性能と最低コストへの最適化を図ったMPU製品。ロジック機能およびL2キャッシュは一般的に2年から3年技術サイクル（サイクル期間毎0.71倍）世代ごとに倍増する。

高性能MPU
　（High-performance MPU）：　単一または複数CPUコアと大容量のレベル2とレベル3（L2とL3）SRAMの組合せで、最高システム性能への最適化を図ったMPU製品。チップ上のCPUコアと付属メモリの倍増により、ロジック機能およびL2キャッシュが一般的に2年から3年技術サイクル（サイクル期間で0.71倍）世代ごとに倍増する。最近、MPU製品にみられる典型的な傾向は、1世代内ではコアの数を一定とし、1コア内のトランジスタ数を倍増させるというものである。最新のITRSのORTCモデルでは、この傾向を表の目標値に反映させている。

代間製品　（Product inTER-generation）：　手ごろなチップ寸法でチップ上の機能を定期的に倍増させようとする世代間製品目標。ムーアの法則（2(/2年）を維持しつつ経済性成熟度（定チップ寸法およびユニットあたり製造コスト一定）を確保するように、目標を設定する。この2年ごとの定コストでの倍増は、機能あたりのコスト削減レート（逆生産性改善）が年間29％（歴史的な目標削減割合）となることを保証する。 2年ごとにチップ上の機能を倍増するため、技術･サイクルのスケーリング（0.7(長さ、0.5(面積）が3年ごとの場合は、チップ寸法は増加せざるを得ない。

2005年版ITRSコンセンサス目標は、DRAMの増加レートについて2年ごとに2(/チップから平均で3年ごとに2×／チップになった。歴史的にDRAMセルの設計者は要求されたセル・エリヤ・ファクタ改善を果たして来たが、このゆっくりしたビット/チップの成長は現在でも続いている。ITRSの最新の合意では、セル・エリヤ・ファクタが、2010年までに4とるが、以降改善されない。現在では、MPUトランジスタのエリヤはリソグラフィよる削減率でしか縮小していない（事実上、設計関連改善ゼロ）。従って、ロードマップ期間を通して、最大の面積の導入チップ、値段が手ごろな量産チップで一定チップ寸法を維持するために、最新のITRS MPU世代間機能モデルの目標は技術サイクル時間ごとに2(トランジスタ/チップである。

世代内製品　（Product inTRA-generation）：　ある一定の機能/チップ製品世代内のチップ寸法シュリンク傾向。2003年版ITRSコンセンサス・ベース・モデルの目標は、ロードマップ期間の全時点で利用可能な最新の製造/設計技術を使用して、チップ寸法を縮小する（シュリンクと「カットダウン」により）ことである。世代内のDRAM およびMPUチップ寸法縮小のITRS目標は0.71倍の技術サイクル・タイミングで1世代当り50％である。

デモンストレーションの年　（Year of Demonstration）：　設計そして/または技術･ノードの処理実行可能性ならびに巧みさを明らかにするため、先行チップ・メーカが製品の動作サンプルを供給する年。代表的なデモンストレーション会場は米国電気電子学会(IEEE、Institute of Electrical and Electronics Engineers)主催の国際固体回路会議（ISSCC、International Solid State Circuits Conference）などの主要な半導体産業の学会である。一般的に、デモンストレーション・サンプルは、開発初期レベルまたはデモンストレーション・レベルの製造ツールおよびプロセスで製造される。今まで、DRAM製品は、実際の市場導入より一般的に2～3年先立って、先端プロセス・技術･ノードで3年から4年ごとに4(ビット/チップの割合で示される。DRAMデモンストレーション・チップ寸法は6年から8年ごとに倍増しており、市場への導入が経済的に実行可能になる前に多数の縮小と遅延が必要となる。チップ寸法がリソグラフィ設備使用可能な露光領域よりも大きくなることが頻繁に起こり、極少量の研究サンプルでしか実行出来ない複数回露光手法により、「繋ぎ合わさ」なければならない。

例： 1997年/ISSCC/1Gb DRAM、対ITRS 1Gb 1999年導入レベル、2005年生産レベル目標

導入の年　（Year of INTRODUCTION）：　先行チップ・メーカが少量（典型的には1000個以下）のエンジニアリング・サンプルを供給する年。サンプルは認定された生産設備とプロセスで生産され、早期評価のために主な顧客に提供される。製品を追加の設計ファクタの改善でチップの縮小や機能の追加が可能となるが、この改善が無い限り、タイムリーな市場への参入と経済的な生産をバランスさせるために、技術サイクル毎（サイクル期間で0.71倍）に2(機能/チップの割合で導入していく。更に、チップ寸法のシュリンクまたは「カットダウン」のレベルが達成されるまで、メーカは生産を遅らせる。これが世代間チップ寸法の成長を一定にしている。

生産の年　（Year of PRODUCTION）：　先導チップ・メーカが顧客の製品で認定された*生産設備とプロセスで生産した製品の大量出荷（当初は月産1万個またはそれ以上、チップサイズとウェーハ世代の寸法によって異なる）を開始し、第2のメーカが3ヶ月以内に追随した年。(*注：実際の量産立ち上げは1ヶ月から12ヶ月の間で顧客製品認定の期間によって変わる。)先端的な性能を備え縮小（シュリンク）した新製品への需要が増すにつれ、生産装置技術とプロセス技術は製造能力の急速な拡充のために複数の装置モジュールへ「コピー」されていく。

高需要製品については、一般的に量産立上げから工場計画能力まで持って行くのに12ヶ月以内で可能となる。一般的に量産立上げより24-36ヶ月先立って、アルファ・レベル製造設備および技術に関する研究論文が提供される。ベータ・レベル設備は、一般的に立上げより12-24ヶ月先立って、半導体業界会議への提出論文とともに提供される。ベータ・レベル設備はパイロット・ライン工場で生産レベルにされるが、完全な顧客製品認定を可能とするために量産立ち上げ「タイム・ゼロ」（エグゼクティブ・サマリーの図2a参照）の12-24ヶ月前には完了しなければならない。パイロット・ライン工場は、大量生産立上げ前の顧客によるサンプルと早期認定用にしばしば使用される製品を少量生産することも可能である。中規模生産レベルのDRAMが、小規模生産レベルのDRAMと同時に生産段階に入り、そして、縮小された前世代のDRAMも同時に大量生産されている（例：2003年: 0.5Gb/生産、4G/導入、加えるに 256Mb/128Mb/64Mb大量生産）。同様に、大量生産のコスト重視型MPUが少量生産の大チップ高性能MPUと同時に生産段階に入り、そして、縮小（シュリンク）された前世代MPUも同時に大量生産されている。

機能/チップ　（Functions/Chip）：　利用可能な技術レベルで、単一モノリシック・チップ（single monolithic chip）上に低コストで製造できるビットの数（DRAM）またはロジック・トランジスタの数（MPU/ASIC）。ロジック機能（チップあたりのトランジスタ数）はSRAMおよびゲート機能ロジック・トランジスタ数の双方を含む。DRAM機能（チップあたりのビット数）は単一モノリシック・チップ上のビット数（冗長後）だけに基づく。

チップ寸法(mm2)　（Chip Size）：　利用可能な最良な先端の設計および製造プロセスに基づき、ある年に経済的に見合ったやり方で製造できるモノリシック・メモリおよびロジック・チップの代表的な面積。（データの歴史的な傾向とITRSのコンセンサスに基づいて、推定値を予測）

機能/cm2　（Functions/cm2）：　所与の面積（square centimeter）での機能密度　＝チップ寸法で割った単一モノリシック・チップ上の機能。パッド・エリヤおよびウェーハ・スクライブ・エリヤを含む、チップ上の全機能に関する密度の平均値である。DRAMの場合、高密度セル･アレイおよび低密度周辺ドライブ回路の平均値を含む。MPU製品の場合、高密度SRAMおよび低密度ランダム･ロジックの平均値を含む。ASICの場合、高密度内蔵メモリ･アレイを含み、低密度アレイ･ロジック・ゲートおよび機能コア高密度内蔵メモリ･アレイで平均する。2009年版ITRSでは、一般的な高性能ASIC（hpASIC）設計の平均密度は、殆どSRAMトランジスタである高性能MPUと同じであると予想されている。

DRAMセル･アレイ・エリヤ（面積）・パーセンテージ　（DRAM Cell Array Area Percentage）：　世代ライフサイクルの様々な段階でセル･アレイが占有できるトータルDRAMチップ・エリヤ（面積）の実用的な最大パーセンテージ。周辺回路、パッド、ウェーハ・スクライブ・エリヤ用スペース確保のため、導入チップ寸法目標では、このパーセンテージが一般的に74％未満である。パッドおよびスクライブ・エリヤは、リソグラフィでスケーリングしないので、他の世代内シュリンク・レベルでは最大アレイ・エリヤ・パーセンテージが減少する（一般的に、量産レベルでは56％未満、前世代の小さいシュリンクしたダイの大量生産立上げレベルも同様）。

DRAMセル･エリヤ(µm2)　 （DRAM Cell Area）：　指定ITRSコンセンサスのセル･エリヤ･ファクタ（A）×最小ハーフピッチ（ｆ）像寸法の二乗で表した、DRAMメモリ･ビット･セル占有エリヤ（面積）（C）。即ち、C = Af2。チップ寸法を計算するには、セル･エリヤをアレイ効率で割り算しなければならない。アレイ効率-係数（E）は過去のDRAMチップ解析データから統計的に求める。このように、平均セル･エリヤ（CAVE）は計算可能であり、これにはドライバ、I/O、バス･ライン、パッド・エリヤなどのオーバヘッドが含まれている。計算式はCAVE = C/Eとなる。

それから、（ビット/チップの全数×CAVE）でトータルのチップ･エリヤが計算できる。

例： 2000： A=8; ハーフピッチの二乗、f2= (180 nm)2=.032 µm2; セル･エリヤ、 C=Af2=0.26 µm2; 1Gb 導入レベルDRAMについてセル効率がトータル・チップ･エリヤの74% （E=74% ）、CAVE =C/E=0.35 µm2; 従って、1Gbチップ寸法エリヤ=230 ビット* 0.35e-6 mm2/ビット= 376 mm2

DRAMセル･エリヤ･ファクタ　（DRAM Cell Area Facto）：　数値（A）、これをハーフピッチ（f）の二乗に掛けることでDRAMセル･エリヤ(面積)（C）を表す。一般的に、セル･ファクタはセルが占めるハーフピッチ単位の縦・横単位数の掛け算で表される。（2(4=8、2(3=6、2(2=4、など）

FLASHセル･エリヤ･ファクタ　（Flash Cell Area Factor）：　DRAMと同じsingle-level cell(SLC)のエリヤ・ファクタ。しかし、Flash技術は同じセル領域に2ビットから4ビットを蓄え電気的に読み出すことが出来き、multi-level-cell (MLC) 「仮想」ビット寸法、これはSLCの製品セル寸法の半分から4分の1でSLC Flash　製品の半分から4分の1の仮想エリヤ･ファクタも持つことになる。 


SRAMセル･エリヤ･ファクタ　（SRAM Cell Area Factor）：　DRAMセル･エリヤ･ファクタと同じだが、6トランジスタ (6t) ロジック-技術・ラッチ型メモリ･セルだけに適用する。数値は、技術・ノード・ハーフピッチ（f）の二乗に掛け合わすことでSRAM 6トランジスタ・セル･エリヤ（面積）を表す。一般的に、SRAM 6ｔ セルのセル･ファクタはDRAMメモリ・セル･エリヤ･ファクタより10～15倍大きい。

ロジック・ゲート・セル･エリヤ･ファクタ　（Logic Gate Cell Area Factor）：　DRAMおよびSRAMセル･エリヤ･ファクタと同じだが、一般的な4トランジスタ (4t) ロジック・ゲートだけに適用する。数値は、技術・ノード・ハーフピッチ（f）の二乗に掛け合わすことでロジック4tゲート･エリヤ（面積）を表す。一般的に、ロジック4tゲートのセル･ファクタはSRAM 6ｔ セルエリヤ･ファクタより2～3倍大きく、DRAMメモリ・セル･エリヤ･ファクタより30～40倍大きい。

使用可能なトランジスタ数/cm2　(高性能ASIC,自動レイアウト) 　（Usable Transistors/cm2 (High-performance ASIC, Auto Layout)）：　少量生産される高差別化アプリケーション向けの、自動レイアウトで設計したトランジスタ数/cm2の数値。高性能、リーディングエッジ、アレイ内臓（エンベ）ASICはオンチップ・アレイ・ロジック・セルならびに高密度機能セル（MPU、I/O、 SRAMなど）を含む。密度計算は、高密度機能セルの全トランジスタに加えて、アレイ・ロジック・セルにおける接続した（使用可能な）トランジスタも含む。最大高性能ASICの設計は利用可能な生産リソグラフィ露光領域全て占める。

チップおよびパッケージ－物理属性と電気的な属性　（Chip and Package—Physical and Electrical Attributes）

チップI/Oの数－トータル（アレイ）パッド　（Number of Chip I/Os–Total (Array) Pads）：　「チップ信号I/Oパッド」 ＋ 「機能またはテスト用としてパッケージ・プレーンに常時接続した、または（信号条件を整えるものを含む）電源/接地コンタクトを提供する、電源パッドおよび接地パッド」の最大数。これには、全ての直接チップ・ツウ・チップ配線またはボードへの直接チップ取付接続を含む（全ての配線プレーン、リードフレーム、またはパッケージ内の他の配線技術、即ち、チップ上またはボード上に存在しない全ての配線として、パッケージ・プレーンを定義する）。信号I/Oパッド対接地パッドは、MPUが一般的に1:2の比率であるが、高性能ASICでは一般的に1:1の比率である。

チップI/Oの数－トータル（周辺）パッド　（Number of Chip I/Os–Total (Peripheral) Pads）：　「チップ信号I/Oパッド」 ＋ 「チップのエッジ周りだけコンタクトによる製品向けの電源パッドおよび接地パッド」の最大数。

パッド・ピッチ　（Pad Pitch）：　周辺エッジまたはチップを横切るパッド・アレイにて、パッド間の中心から中心までの距離。

パッケージのピン/ボールの数　（Number of Package Pins/Balls）：　パッケージにある、ボード接続用のピン、または、はんだボールの数（この数は、パッケージ・プレーン上の内部電源/接地プレーンまたはパッケージあたりの複数チップにより、チップ・ツウ・パッケージ・パッドの数よりも少ないことがある）。

パッケージ・コスト（コスト重視）　（Package Cost (Cost-performance)）：　セント/ピンで表した、パッケージ包装および外部I/O接続（ピン・ボール）のコスト

チップ周波数 (MHz) 　

オンチップ、ローカル・クロック、高性能　（On-Chip, Local Clock, High-performance）：　チップのローカル化した部分における、高性能少量生産型マイクロプロセッサのオンチップ周波数。

チップ・ツウ・ボード（オフチップ）速度（高性能、周辺バス）　（Chip-To-Board (Off-chip) Speed (High-performance, Peripheral Buses)）：　大量および少量生産型ロジック･デバイスのボード周辺バスへの、最高信号I/O周波数。 


他の属性　（Other Attributes）

リソグラフィ・フィールド寸法（mm2）　（Lithographic Field Size）：　ある技術ノードでのリソグラフィ装置のシングルステップ露光領域またはステップ走査露光領域。仕様は、ある技術ノードについて半導体メーカが指定する可能性がある最低仕様値を表す。最大フィールド寸法はORTC目標値よりも大きな値で指定されることがあり、最終露光領域は露光幅と走査長の様々な組合せで達成できる。

配線層数の最大数　（Maximum Number of Wiring Levels）：　ローカル配線、ローカルおよびグローバルなルーチング、電源および接地接続、クロック分布などを含む、チップ上の配線層数。

製造の属性と方式 　（Fabrication Attributes and Methods）

電気的なD0欠陥密度（dm–2）　（Electrical D0 Defect Density）：　与えられた技術ノード、製品ライフサイクル年、目標プローブ歩留における、平方メートルあたりの電気的に意味のある欠陥の数。

最小マスク数　（Minimum Mask Count）：　最大配線層数にて成熟生産しているプロセス・フローにおける、マスク層の数（ロジック）。

最大基板直径（mm）　（Maximum Substrate Diameter）


バルクまたはエピタキシャルまたはＳＯＩウェーハ　（Bulk or Epitaxial or Silicon-on-Insulator Wafer）：　主流ICサプライヤが大量に使用するシリコン・ウェーハの直径。ファクトリ･インテグレーションITWG提供のITRSタイミング目標は、最初に製造用として認定された開発用製造施設に基づいている。さらに2009年にIRCによって、450mmウェーハの処理がコンソーシアによる初期のパイロットライン設備が準備可能になる時期と、予想される生産準備完了と生産立ち上げ時期の区別が明確化され、ITRSに追加された。

電気的な設計とテストの数値　（Electrical Design and Test Metrics）


電源電圧（V）　（Power Supply Voltage）


最低ロジックVdd　（Minimum Logic Vdd）：　設計要求条件での動作に関する、電源からのチップ公称使用電圧。

ヒートシンクを備えた高性能の最大電力(W) 　（Maximum Power High-performance with Heat Sink）：　外部ヒートシンクを備えた高性能チップで放散される最大トータル電力。


電池動作時の消費電力(W) 　（Battery）：　電池作動型チップで放散される最大トータル電力/チップ。

設計およびテスト　（Design and Test）


量産用テスタのコスト/ピン（$K/ピン）　（Volume Tester Cost/Pin）：　量産適用において、機能（チップ分類など）テスト・コストをパッケージ･ピン数で割った値。

�上記グラフの分析につかわれたデータはSIA (Semiconductor Industry Association )のSICAS (Semiconductor Industry Capacity Supply statisticsStatistics)に基づいている。このSICASのデータは世界中の半導体メーカから収集され（MOS集積回路の製造能力の90%以上をカバーしており、SIAから2011年第1四半期に発表されたものである。詳しいデータはSIAのウェブサイト上で公開されている。











�出典：　2008年5月　/　2008年10月のISMI Symposium　/　2008年12月に韓国で開催されたITRS ＩＲＣ（International Roadmap Committee)でのISMI　450mm　Transition Purogram Update



� ITRS 2011年版の作成にあたり、IC Kowledge社のScott Jones氏の貢献に感謝いたします



� フロントエンドプロセスに関し、物理ゲート長のITRSへの貢献に対し、UBM TechinsightsのJohn Boyd氏（Principle Process Analyst）とChipworksのDick James氏（Senior Technology Analyst）に感謝します。



� McClean, William J., ed. Mid-Term 1994: Status and Forecast of the IC Industry. Scottsdale: Integrated Circuit Engineering Corporation, 1994.



 McClean, William J., ed. Mid-Term 1995: Status and Forecast of the IC Industry. Scottsdale: Integrated Circuit Engineering Corporation, 1995.



� a) Dataquest Incorporated. x86 Market: Detailed Forecast, Assumptions, and Trends. MCRO–WW–MT–9501. San Jose: Dataquest Incorporated, January 16, 1995.



 b) Port, Otis; Reinhardt, Andy; McWilliams, Gary; and Brull, Steven V. “The Silicon Age? It's Just Dawning,” Table 1. Business Week, December 9, 1996, 148–152.



� 2007年のMPUモデルは設計TWGによって改訂され、2技術サイクルごとにコア数を２倍にするが、機能と密度がについては変更がなく、1コアあたりのトランジスタ数は2倍になるとした。設計TWGはMPUモデルについてのこのアプローチは現在の設計トレンドをより良く反映したものであると考えていた。







�This section could be deleted for easier reading : the figure is self explanatory, and the discussion on PIDS surveys doesn’t belong here



�I fully share reinhard’s comments !



�Shouldn’t we be a bit more cautious in “advertizing” all the goodies the  tool can do ?



�Already mentioned above



�Wouldn’t it make sense to combine this topic with the one above: Transition to Novel Structures for Both CMOS and Memory Devices [Front End Processes]
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